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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestelit 
© Lichtempfindliches Material 

@ Beschrieben wird ein lichtempfindliches Material mit einer 
sehr geringen Absorption fur Licht kurzer Wellenlangen, das 
sich bezuglich Trockenatzbestandigkeit auszeichnet. Dieses 
lichtempfindliche Material umfaSt eine Verbindung mit 
Terpenoid -Skelett. Vorzugsweise ist die Verbindung mit 
Terpenoid -Skelett eine Verbindung mit einer einwertigen 
Menthyigruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen 
F rmel (1). 



einen geschlossenen Ring bilden konnen. 
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Formel (1) 



w rin bedeuten: 

R ein Wasserst ffatom oder eine einwertige Kohlenwasser- 
st ffgruppe und 

die Rest R 1 (di gleich d r voneinand r verschied n sein 
konnen) inzeln jeweils ein Wasserstoff- der Hal g natom 
od r eine Kohl en wasserst ff-, Hydroxyl-, Alkoxy-, Amin 
Imid-, Amid-, Sulf nyl-, Carboxyl-, Carbonyl- d r Sulf na- 
midgrupp , w bei zwei benachbarte Rest R 1 zusammen 

Die folgenden Angaben slnd den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 
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1 , , < Beschreibung i 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein lichtempfindliches Material mit Eignung zur Ausbildung eines feinen 
Musters bei der Herstellung einer Halbleitervprrichtung und dergleichen. 1 
5 Bei der Herstellung von elektronischen Teilen, wie eines Halbleiterelements, wird mit Hilfe der Photolithogra- 
phic ein f eines ] Muster gebildet. Die Technik der Photolithographic lauft wie folgt ab. Zuerst wird durch 
Auftragen eines Resistmaterials auf beispielsweise ein Halbleitersubstrat ein PhotoresistdUnnfilm gebildet Der 
so gebildete PhotoresistdUnnfilm wird anschlieSend durch ein vorgegebenes Maskenmuster belichtet und da- 
nach verschiedenen Verfahren wie Entwickeln und Spiilen unterzogen, um ein Resistmuster auszubilden. Dieses 

io Resistmuster wird anschlieBend als atzbestSndige Maske in einem Atzverfahren verwendet, wobei die freiliegen- 
den Teile des Substrats unter Bildung eines Musters aus feinen Linien oder einem Fenster gefitzt werden. 
Dadurch wird das gewflnschte Muster erhalten. SchlieBlich wird das auf dem Substrat verbliebene Resistmuster 
en tf ernt, wodurch ein Diinnfilm muster erhalten wird , 
Angesichts eines Trends in jttngster Zeit in Rictitung auf eine weitere Erhdhung der Integration von Halblei- 

15 terelementen wurde die Entwicklung einer, Photolithographietechnik gefordert, die ein noch feineres Muster zu 
reahsieren vermag. Um einer derartigen Forderung zu genttgen, wird gegenwartig die Verwendung von Belich- 
tungsquellen ktirzerer Wellenlange untersucht Beispielsweise wurde ein Verfahren zur Ausbildung eines feine- 
ren Resistmusters unter Verwendung eines ArF-Excimerlasers (Wellenlange 193 nm) oder der fQnften harmoni- 
schenOberschwingung eines YAG-Lasers (Wellenlange 218 nm) entwickelt Unter Verwendung einer derarti- 

20 gen Lichtquelle wurde es mSglich, die minimale Linienbreite eines Verdrahtungsmusters in den Submikronbe- 
reich zu verringern. Die Untersuchungen zur Ausbildung eines derartigen feineren Musters gehen jedoch noch 
weiter. 

Im Hinblick auf eine wirksame DurchfQhrung eines feinen Mustergebungsverfahrens ist gegenwartig die 

EntwMdung-dnes Resistmaterials erforderlich, das sich bezOglich Trockenatzbestandigkeit in der Stufe der 

25 Ausbildung eines Verdrahtungsmusters auszeichnet 1 

In diesem Zusammenhang ist die Verwendung einer Hchtempfindlichen Zusammensetzung mit einer aromati- 
schen Verbindung als Resistmaterial bekannt. Als dieser Typ von Resistmaterial wurden verschiedene Arten von 
Resistmaterialien, die Phenolharz als Grundmaterial enthalten, entwickelt Wenn dieser herkOmmUche Resist- 
matenaltyp jedoch bei einem Mustergebungsverfahren unter Verwendung von kurzwelligem Licht als Licht- 
30 quelle gemaB den obigen Ausfuhrungen verwendet wird, ist es aufgrund der hohen Lichtabsorption des Resist- 
matenals unmoghch, daB das Belichtungslicht tief genug zu einer erforderlichen SteUe, die von der Oberfiache 
des Resistfilms entfernt ist, vordringt Dies ftihrt dazu, daB es sehr schwierig war, mit diesem herkdmmlichen 
Resistmaterial ein feines Muster auszubilden. Dies wirft jedoch Probleme auf. 
Andererseits wurde die Verwendung von Polymethylmethacrylat (PMMA) ohne aromatischen Ring unter- 
35 sucht, da dieses Harz eine geringe Lichtabsorption aufweist Die Harze dieses Typs sind jedoch mit dem Problem 
behaftet, daB sie eine geringe Trockenatzbestandigkeit aufweisen. 

Wie oben ausgef tthrt, wurde folglich gefordert, ein lichtempf indliches Material zu entwickeln, das eine geringe 
Lichtabsorption und eine ausreichende Trockenatzbestandigkeit aufweist, um ein feines Muster im Submikron- 
bereich reahsieren zu kdnnen. 
40 Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist somit die Bereitstellung eines Hchtempfindlichen Materials, das sich 
beziighch Durchiassigkeit fur Licht kurzer Wellenlange, insbesondere gegenuber einem KrF-Excimerlaserstrahl 
sowie einem ArF-Excimerlaserstrahl, auszeichnet und eine ausreichende Trockenatzbestandigkeit aufweist 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein lichtempfindliches Material zur Ausbildung eines Musters, das 
eine Verbindung mit einem Terpenoid-Skelett umfaBt 
45 Vorzugsweise ist die Verbindung mit Terpenoid-Skelett eine Verbindung mit einer einwertigen Menthyl- oder 
Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1): 



R 




Ponnel ( 1 ) 



worm bedeuten: 

R ein Wasserstoff atom oder eine einwertige Kohlenwasserstoffgruppe, 

die Reste R 1 , die gleich oder verschieden sein kdnnen, jeweils ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine 
65 Kohlenwasserstoffgruppe, eine Hydroxylgmppe, eine Alkoxygruppe, eine Aminogruppe, eine Imidgruppe, eine 
Amidgruppe, eine Sulfonylgruppe, eine Carboxylgruppe, eine Carbonylgruppe oder eine Sulfonamidgruppe, 
wobei zwei benachbart Reste R 1 gemeinsam unter Bildung eines geschlossenen Rings verbunden sein kdnnen. 
Weitere Aufgaben und Vorteile der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung. 
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1 Die beigefOgte Zeichnung veranschaulicht bevorzugte Ausfuhrungsformen der vorliegenden Erfindung und 
1 dient zusammen mit der obigen allgemeinen Beschreibung und der folgenden detaillierten Beschreibung bevor- 
zugter Ausf Qhrungsf ormen zur Erlauterung der Prinzipien der vorliegenden Erfindung. 

Fig. 1 zeigt in graphischer Darstellung die Beziehung zwischen dem Monomergehalt, dem Gehalt an einer 
alkalilaslichen Gruppe und dem Gehalt an einer durch eine SSure zersetzbaren f unktionellen Gruppe. 5 

ErfindungsgemaB wurde festgestellt, daB sich eine Verbindung mit Terpenoid-Skelett beztiglich Trockenatz- 
bestandigkeit auszeichnet obwohl sie keinen aromatischen Ring auf weist Die vorliegende Erfindung beruht auf 
dieser Erkenntnis. 1 . 

Da diese ein Terpenoid-Skelett enthaltende Verbindung keinen aromatischen Ring in ihrem Moleklll besitzt 
weist die ein Terpenoid-Skelett enthaltende Verbindung inharent eine geringe Absorption von Licht kurzer 10 
Wellenlangen, beispielsweise von KrF- oder ArF-Excimerlaserstrahlen, auf, d h. sie besitzt eine ausgezeichnete 
Durchiassigkeit fUr Licht einer derartigen kurzen Weilenlange. . . / 

Durch die Einarbeitung einer derartigen, ein Terpenoid-Skelett enthaltenden Verbindung ist es maglich, ein 
lichtempfindliches Material herzustellen, das sich bezttglich Durchlassigkeit gegenOber Licht kurzer Wellenlta- 
gen, beispielsweise UV-Strahlen, tiefem UV-Licht, KrF-Excimerlaserstrahlen einer Weilenlange von 248 nm 15 
oder ArF-Excimerlaserstrahlen einer Weilenlange von 193 nm, auszeichnet und gleichzeitig eine ausgezeichnete 
Trockenatzbestandigkeit besitzt Unter Verwendung eines erfindungsgemaBen lichtempfindlichen Materials ist 
die akkurate Ausbildung eines Musters im Viertelmikronbereich maglich. 

Insbesondere wenn eine ein Terpenoid-Skelett enthaltende Verbindung mit einer Menthylgruppe oder Ment- 
hylderivatgruppe verweridet wird, ist es maglich, ein lichtempfindliches Material herzustellen, das eine habere 20 
Trockenatzbestandigkeit aufweist Die GrQnde dafiir werden im folgenden ausgefuhrt Erstens bleiben, da die 
Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe aus einer Ringstruktur besteht, selbst wenn eine Kohlenstoff-Koh- 
lenstoff-Bindung hiervon getrennt wird, andere Kohlenstoff-Kohlenstoffbindungen noch bestehen. Zweitens 
kann diese ausgezeichnete Trockenatzbestandigkeit kann einer Wirkung, die davon herrQhrt, daB die eine 
Menthyl- oder Menthylderivatgruppe enthaltende Verbindung chiral ist, oder einer sterischen Wirkung, die 25 
davon herrtihrt, daB in der Menthylgruppe eine Alkylsubstituentengruppe, beispielsweise eine Isopropylgruppe 
oder Methylgruppe vorhanden ist, zugeschrieben werdea Drittens tragt die Anwesenheit einer Substituenten- 
gruppe zur Stabilisierung der Ringkonformation bei, wodurch die Trockenatzbestandigkeit in gewttnschter 
Weise beeinfluBt wird 

Es sei daraufhingewiesen, daB sich Terpen im Hinblick auf Sicherheitsbelange auszeichnet, da Terpen in der 30 
Natur vorkommt und als Rohmaterial fOr Duftstoffe, als Nahrungsmittel oder Medikament verwendet wird 
Selbst wenn die ein Terpenoid-Skelett enthaltende Verbindung in einem Polymer verwendet wird weist ein 
daraus hergestelltes lichtempfindliches Material folglich ausgezeichnete Sicherheit auf, da die aus der Zerset- 
zung des lichtempfindlichen Materials hervorgehende Verbindung ein Terpen ist 

Details liber die erfindungsgemaBen lichtempfindlichen Materialien werden im folgenden erlautert 35 

Beispiele fOr die lichtempfindlichen Materialien sind Harze, deren Rttckgrat so ausgestaltet ist, daB es durch 
Lichteinwirkung abgetrennt werden kann, Harzzusammensetzungen mit einer Verbindung, deren Ldslichkeit 
durch Belichtung erhaht wird (Positivresist), Harze, die bei Belichtung vernetzt werden kannen, und Harzzusam- 
mensetzungen mit einer Verbindung, deren Laslichkeit durch Belichtung verringert wird (Negativresist). 

Ein weiterer geeigneter Resist ist ein chemisch verstarkter Resist dessen Empfindlichkeit durch eine photo- 40 
chemische Reaktion oder eine thermische Reaktion nach Belichten erhaht werden kann. 1 

Beispiele fQr positive chemisch verstarke Resists sind lichtempfindliche Zusammensetzungen mit einer Ver- 
bindung mit der Fahigkeit zur Erzeugung einer Saure bei Bestrahlung mit Licht (oder einem sogen. Photosaure- 
generator), einer Verbindung mit mindestens einer Bindung, die durch eine Saure zersetzt werden kann, bei- 
spielsweise einer Verbindung mit einer die Laslichkeit hemmenden Gruppe, und einem alkalilaslichen Harz 45 
neben den oben erwahnten erforderlichen Verbindungen. 

Beispiele filr negative, chemisch verstarkte Resists sind lichtempfindliche Zusammensetzungen mit einem 
Photosauregenerator, einem alkalilaslichen Harz und einer Verbindung mit der Fahigkeit zur Vernetzung des 
alkalilaslichen Harzes in Gegenwart einer Saure oder einer Verbindung, deren Laslichkeit in Anwesenheit einer 
Saure verringert wird _ . so 

Das erfindungsgemaBe lichtempfindliche Material ist dadurch gekennzeichnet daB eine Gruppe mit Terpe- 
noid-Skelett in das Moleklilskelett einer diese lichtempfindlichen Materialien bildenden Verbindung, beispiels- 
weise die Rflckgratkette oder Seitenkette einer Harzkomponente, oder in das Skelett weiterer Komponenten, 
beispielsweise einer lichtempfindlichen Komponente, oder einer anderen einen Photosauregenerator oder einen 
Laslichkeitsinhibitor umfassenden Komponente eingeftthrt ist m 55 

Der Gehalt an Terpenoid-Skelett im Feststoffgehalt des lichtempfindlichen Materials sollte vorzugsweise 
5-95 Gew.-% betragen. Wenn der Gehalt an Terpenoid-Skelettgehalt 5 Gew.-% unterschreitet nimmt die 
erreichbare Trockenatzbestandigkeit des Musters ab. Wenn andererseits der Gehalt an Terpenoid-Skelett 
95 Gew.-% Uberschreitet, kannen die Aufiasung und die Empfindlichkeit des lichtempfindlichen Materials 
verringert werden. Vorzugsweise liegt der Gehalt an Terpenoid-Skelett im Bereich von 20—75%. 60 

ErfindungsgemaB bezeichnet der Ausdruck "eine Verbindung oder Verbindungen mit einem Terpenoid-Ske- 
lett w eine V rbindung oder Verbindungen, bei denen es sich urn Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer 
CsHs-Grundzusammensetzung entsprechend der Isoprenregel handelt Hierzu geharen sauerstoffhaltige Ver- 
bindungen, die von derartigen Kohlenwasserstoffverbindungen abgeleitet sind Verbindungen, die sich im Grad 
der Nichtsattigung unterscheiden, und Derivate derartiger Verbindungen. Ferner ist erforderlich, daB sich "eine 
Verbindung oder Verbindungen mit einem Terpenoid-Skelett* als Komponente fur das erfindungsgemaBe 
lichtempfindliche Material eignet (eignen). 

Beispiele fQr die Kohlenwasserstoffverbindungen, sauerstof fhaltigen Verbindungen, die von dem Kohlenwas* 

3 
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serstoff abgeleitet sind, Verbindungen, die sich Im Grad der Nichtslttigung unterscheiden, und Derivate der 
Verbindungen sind solche mit einem Terpenoid-Skelett in ihrer MolekQlstruktur, beispielsweise Myrcen, Caren, 
Ocimen, Pinen, Limonen, Camphen, Terpinolen, Tricyclen, Terpinen, ( Fenchen, Phellandren, Sylvestren, Sabinen, 
Citronellol, Pinocampheol Geraniol, Fenchylalkohol, Nerol, Borneol, LinaJoL Menthol*, Terpineol, Carveol, 
5 Thujylalkohol, Citronellal, Ionon, Iron, Cinerol, Citral, Menthon, Pinol, Cyclocitral Carvomethon, Ascaridol, 
Safranal, Carvotanaceton, Phellandral, Pimelintenon, Citron ellsaure, Perillaldehyd, Thuj n, Caron, Tageton, 
Campher, Bisabolen, Santalen, Zingiberen, Caryopnyllen, Curcumen, Cedren, Cadinen, Longifolen, Sesquibeni- 
hen, Farnesol, Patschulialkohol, Nerolidol, Carotol, Cadinol, Lanceol, Eudesmol, Cedrol, Guajol, Kessoglykol, 
Cyperon, HinokisSure, Eremophilon, Santalsaure, Zerumbon, Camphoren, Podocarpren, Miren, Phyllocladen, 

io Totaren, Phytol, Sclareol Manool, Hinokiol, Ferruginol, Totarol, Sugiol, Ketomanoyloxid, Manoyloxid, Abietin- , 
saure, Pimarins&ure, Neoabietinsaure, LevopimarinsSure, Iso-d-pimarinsiure, Agathendicarbonsaure, Ruben-: 
s&ure,TriterpenoderCarotinqid. i , ' 

Von diesen Verbindungen sind Verbindungen mit einem moriocvclischen Terpenoid-Skelett, Hemiterpen, 
Mono terpen, Di terpen und Sesquiterpen beztiglich der Alkalildslichkeit besonders bevorzugt I I 

15 Diese Verbindungen werden durch Umwandeln derselben in eine Komponente des erfindungsgemaBen 
lichtempTindlichen Materials verwendet ' 

Wenn eine Verbindung mit Terpenoid-Skelett als Harz komponente in einem Iichtempfindlichen Material 
verwendet werden soil, ist die Verwendung eines eine Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe enthaltenden 
Polymers bevorzugt. Menthol (C10H20O), das sich als Rohmaterial zur Herstellung eines eine Menthylgruppe 

20 oiler Menthylderivatgruppe enthaltenden Polymers eignet, ist leicnt verftigbar, sicher zu handhaben, billig und 
chemisch stabiL h 

Im folgenden werden ein Terpenoid-Skelett enthaltende Verbindungen zur Verwendung in dem erfindungs- 
gemaBen Iichtempfindlichen Material unter Bezugnahme auf die Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe 
detailliert erkiart 

25 Die Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe laBt sich durch die folgende allgemeine Formel (1) wiederge- 




Formel (1) 



In dieser allgemeinen Formel (1) bedeuten: 
R ein Wasserstoffatom oder eine einwertiger Kohlenwasserstoffgruppe, die Reste R l , die gleich oder verschie- 
den sein kdnnen, jeweils ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine Kohlenwasserstoffgruppe, eine Hydroxyl- 
45 gruppe, eine Alkoxygruppe, eine Aminogruppe, eine Imidgruppe, eine Amidgmppe, eine Sulfonylgruppe, eine 
Carboxylgruppe, eine Carbonylgruppe oder eine Sulfonamidgruppe, wobei zwei benachbarte Reste R 1 gemein- 
sam einen geschlossenen Ring bilden kdnnen. 

Die Kohlenwasserstoffgruppe in dieser allgemeinen Formel (1) kann eine aliphatische Gruppe oder eine 
aromatische Gruppe sein. Diese aliphatischen oder aromatischen Gruppen kttnnen durch ein Heteroatom, 
50 beispielsweise ein Stickstoffatom, Sauerstoffatom, Schwefelatom oder Phosphoratom, substituiert sein. Des 
weiteren kann die aliphatische Gruppe eine gesattigte oder ungesattigte Bindung enthalten und geradkettig 
oder verzweigtketttg sein, wobei die Kette gegebenenfalls durch eine cyclische Verbindung substituiert sein 
kann. Die aromatische Gruppe kann durch die obige aliphatische Gruppe gegebenenfalls substituiert sein. 
Wenn R 1 eine Aminogruppe ist, kann das Wasserstoffatom hiervon durch die obige Kohlenwasserstoffgruppe 
55 substituiert sein. 

Beispiele fUr die Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1) sind eine 8-Butyl- 
menthylgruppe, eine 8-p-Naphthylmenthylgruppe und eine 8-a-Naphthylmenthylgruppe> BezQglich der Position 
dieser Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe in einem Polymer gibt es keine Beschr&nkung, so daB sie sich 
in jeder beliebigen Position im Polymer befinden kann. Ein eine beliebige dieser Gruppen enthaltendes Polymer 

60 kann im allgemeinen durch Einftlhren der Gruppe in eine Verbindung mit einer polymerisierbaren Doppelbin- 
dung als Seitenkette der Verbindung unter Bildung einer Verbindung mit einer Menthylgruppe oder Menthylde- 
rivatgrupp und Polymerisieren d r Verbindung durch Homopoiym risation oder Copolymerisation zur Her- 
stellung des angestrebten Polymers hergestellt werden. 

Der Gehalt an der Verbindung mit einer Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe in ihrem Skelett, 

65 bezogen auf den Feststoffgehalt des Iichtempfindlichen Materials, sollte vorzugsweise mindestens 5 Gew.-% 
und hdchstens 95 Gew.-% betragen. Wenn der Gehalt an dieser Verbindung 5 Gew.-% unterschreitet, nimmt die 
Trockenatzbestandigkeit des Musters in unerwQnschter Weise ab. Wenn andererseits der Gehalt an dieser 
Verbindung 95 Gew.-% flbersteigt, werden die Aufldsung und die Empfindlichkeit des Iichtempfindlichen Mate- 

4 
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1 rials verringert Folglich liegt der Gehalt an einer Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe im Skelett 
1 hiervon, bezogen auf den Feststoffgehalt eines lichtempfindlichen Materials, insbesondere im Bereich v n 
20-75 Gew>%. . . « 

Erfindungsgemafi kann die Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe in einer beliebigen gewflnschten 
Komponerite des lichtempfindlichen Materials vorhanden sein. Wenn dies der Fall ist, sollte die Gruppe vorzugs- 5 
weise in einer Feststoffkomponente des lichtempfindlichen Materials in einer in den oben angegebenen Bereich 
fallenden Menge vorliegen. 1 1 lm , 

ZweckmSBigerweise wird die Verbindung mit einer Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe in ihrem 
Skelett in Form eines Copolymers durch Copolymerisieren derselben mit einer Vinylverbindung verwendet, so 
daB sie als Harzkomponente des lichtempfindlichen Materials dient In diesem Fall kann eine hohe Aufldsung des 10 
lichtempfindlichen Materials erreicht werden. ' , 

In diesem Fall geeignete Vinylverbindungen sind Methylacrylat, Methylmethacrylat, a-Chloracrylat, Cyana- 
crylat, Trifluormethylacrylat, ct-Methylstyrol, Trimethylsilylmethacrylat, Trimethylsilyl-a-chloracrylat, Trime- 
thylsilylmethyl-a-chloracrylat, Maleinsaureanhydrid, Tetrahydropyranylmethacrylat, Tetrahydropyranyl- 
ct-chloracrylat, tert.-Butylmethacrylat, tert-Butyl-a-chloracrylat, Butadien, Glycidylmethacrylat, Isobornylme- 15 
thacrylat, Menthylmethacrylat, Norbornylmethacrylat, Adamantylmethacrylat und Allylmethacrylat 

Wenn eine Acrylverbindung, beispielsweise Methylmethacrylat, a-Chlormethacrylat, Trifluorethyl-a-chlor- 
methacrylat, Trifluormethylacrylat oder eine Olefinsulfonsaure f Qr die Copolymerzusammensetzung verwendet 
werden soil, kann sie vorzugsweise zur Herstellung eines Positivresists verwendet werden. Wenn andererseits 
eine Acrylverbindung mit Vinylgruppen, Allylgruppen oder Epoxygruppen in der Alkoholeinheit eines Esters 20 
oder eine Acrylverbindung mit einer Alkoholeinheit eines Esters mit 4 oder, mehr Kohlenstoffatomen fttr die 
Copolymerzusammensetzung verwendet werden soli, kann sie, vorzugsweise zur Herstellung eines Negativre- 
sists verwendet werden. In diesem Fall geeignete Acrylverbindungen lassen sich durch die folgende allgemeine 
— Formel(5)wiedergeben: ; , 



R8 

^R7 



R 9 0 Formel (5) 




Formel (2) 




25 



30 



worin bedeuten: 

R 7 ein Wasserstoffatom oder eine einwertige organische Gruppe, 35 
R 8 , R 9 und R 10 jeweils unabhangig voneinander ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom oder eine Alkylgruppe. 

Wenn eine eine Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe enthaltende Verbindung, die zur Herstellung des 
Polymers verwendet werden kann, eine Acrylverbindung der obigen allgemeinen Formel (5) ist, kann sie einf ach 
polymerisiert oder copolymerisiert werden. Somit ist die Verwendung einer derartigen Verbindung bevorzugt 
Die oben erwahnte Acrylverbindung kann ferner durch die folgende allgemeine Formel (2) wiedergegeben 40 
werden. Diese Verbindung kann unter Gewinnung eines angestrebten Polymers homopolymerisiert oder copof 
lymerisiert werden. 



45 



50 



worin bedeuten: 

R 3 eine Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe und R 4 eine Alkylgruppe, Carboxylgruppe, Alkoxycarbon- 
ylgruppe, ein Halogenatom oder ein Wasserstoffatom. m m 

Die obige Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe kann in eine Polycarbonsaure mit einer polymensier- 
baren Struktur gemaB der folgenden allgemeinen Formel (3) eingeftthrt werden. Dies ist angesichts der dabei 55 
erreichbaren hohen Aufldsung bevorzugt 



60 



Formel ( 3 ) 

worin bedeuten: 65 
R 5 und R 6 einwertige organische Gruppen oder Wasserstoffatorae, wobei mmdestens einer der Reste eine 
Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1) darstellt. 
Einer der Reste R 5 und R 6 kann eine durch S&ure zersetzbare oder vernetzbare Gruppe enthalten. 
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Die Verbindungen der allgemeinen Fprmel (3) sind nicht auf solche vom Z-Typ oder E-Typ beschrankt Dieses 
Monomer wird zuerst'homopolymerisiert oder copolymerisiert, worauf das erhaltene Polymer bei der Herstel- 
lung eines lichtempfindlichen Materials verwendet wird. V i 1 f ■ , 1 

Die Verbindung der allgemeinen Formel (2) oder (3) kann mit einer durch eine Saure zersetzbaren oder 
vernetzbaren Verbindung copolymerisiert werden. Die durch Saure zersetzbare oder vernetzbare Verbindung 
wird durch die folgende ailgemeihe Formel (4) Wiedergegeben: 1 1 i' 



i ' , Formel (4) .'' \ , , , '; V | , ■ 

, ■ , 1 ;\ 4 

worinbedeuten: ' 1 

R 13 eine einwertige organische Gruppe imd R u Alkyl, ein Halogenatom oder ein Wasserstoffatom. ' ( 

Wenn eine Verbindung def allgemeinen Formel (4) die durch eine Sfture zu zersetzende Verbindung ist, kann 
die Gruppe — (C«0)0— R 13 die durch eine Saure zu zersetzende Gruppe entsprechend den folgenden Ausfuh- 
rungen oder die Gruppe, bei der R 1 3 durch eine derartige Saure zersetzt wird, sein. 

Wenn das eine Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe enthaltende Monomer oder Copolymer als Ergeb- 
nis einer Zersetzung durch die Wirkung einer Saure in einer Entwicklerldsung ldslich wird, kann das von einem 
derartigen Monomer oder Copolymer herrUhrende erfindungsgemftBe lichtempflndliche Material als ein positi- 
ve^ chemisch verstarkter Resist verwendet werden. Wenn das Monomer, oder Copolymer mit der Menthylgrup- 
pe oder Menthylderivatgruppe andererseits als Ergebnis der Wirkung einer Sfture in einer Entwicklerldsung 
unldslich wird, kann das von einem derartigen Monomer oder Copolymer herrOhrende erfindungsgemftBe 
lichtempflndliche Material als negatives chemisch verstarkter Resist verwendet werden. 1 

Der positive, chemisch verstftrkte Resist ist somit ein lichtempfindliches Material mit drei Komponenten, & h. 

(a) einem die Harzkomponente des lichtempfindlichen Materials bildenden alkalildslichen Harz, 

(b) einer die Aufldsung hemmenden Verbindung, bei der es sich um eine durch eine Sfture zersetzbare 
Verbindung handelt, und 

(c) einem Photosfturegenerator, bei dem es sich um eine Verbindung mit der Ffthigkeit zur Erzeugung einer 
Sfture bei Bestrahlung mit Licht, beispielsweise chemischer Strahlung, energetischer Strahlung oder Mate- 
riestrahlung, handelt 

Das alkalildsliche Harz kann eine durch Sfture zersetzbare Gruppe, d. h. eine die Aufldsung hemmende 
Gruppe als eine Copolymerkomponente enthalten. Dadurch wird ihm auch die Funktion eines Ldslichkeitsinhi- 
bitors verliehen. Da der chemisch verstftrkte Resist vom Positivtyp von einer die Ldslichkeit hemmenden 
Verbindung bzw. einem Ldslichke its inhibitor begleitet wird, ist er in alkalischer L5sung vor Bestrahlung mit 
Licht (chemische Strahlung, Nichtbestrahlungszustand) unldslich. Der chemisch verstftrkte Resist wird somit 
derart behandelt, daB die Schicht des chemisch verstftrkten Resists nach Auf tragen auf ein Substrat belichtet und 
anschlieBend einer Brennbehandlung unterzogen wird, wobei aus dem Photosfturegenerator eine Sfture erzeugt 
wird Die so gebildete Sfture zersetzt den Loslichkeitsinhibitor, wodurch der Resist in einer alkalischen Ldsung 
ldslich wird. Der diese Rezeptur aufweisende Resist ist ein Resist vom Positivtyp. Wenn jedoch ein chemisch 
verstarkter Resist vom Negativtyp gewQnscht wird, sollte anstelle der obigen Komponente (b) eine Verbindung 
mit der Ffthigkeit zur Verne tzung der Harzkomponente mit einer Sfture oder eine Verbindung, deren Ldslichkeit 
durch eine Sfture verringert wird, eingearbeitet werden. 

Der chemisch verstftrkte Resist kann in Abhftngigkeit von der Wahl seiner einzuarbeitenden Komponenten 
entweder in Form eines Resists vom Positivtyp oder Negativtyp verwendet werden. Wenn der Resist beispiels- 
weise als Resist vom Positivtyp verwendet werden soil, sollte die Harzkomponente vorzugsweise ein Copolymer 
aus einer Vinylverbindung mit als Seitenkette einer Molektilstruktur der allgemeinen Formel (1) oder einer 
Acrylverbindung der allgemeinen Formel (5) und einem Monomer mit einer durch Sfture zersetzbaren funktio- 
nellen Gruppe sein. 

Insbesondere wenn die Harzkomponente ein Copolymer eines Monomers der allgemeinen Formel (2) oder 
eines Monomers der allgemeinen Formel (3) und einer Verbindung mit einer durch Sfture zersetzbaren oder 
vernetzbaren funktionellen Gruppe beispielsweise der allgemeinen Formel (4) ist, kann sie durch Einarbeiten 
eines Photosfturegenerators zu einem geeigneten, chemisch verstftrkten Resist formuliert werden. 

Wenn jedoch mindestens einer der Reste R 5 und R 6 in der allgemeinen Formel (3) eine organische Gruppe mit 
einer Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1) ist und der andere Rest aus einer 
durch Saure zersetzbaren oder vernetzbaren Gruppe besteht, kann das Homopolymer der Verbindung durch 
einfaches Zumischen eines Photosfturegenerators zu dem Homopolymer geeigneterweise als chemisch verstftrk- 
ter Resist verwendet werden. 

Beispiele fur durch Sfture zersetzbare funktioneile Gruppen sind Ester, wie Isopropylester, Ethylester, Methy- 
lester, Methoxymethylester, Ethoxyethylester, Methylthiomethylester, Tetrahydropyranylester, Tetrahydrofur- 
anylester, Methoxyethoxymethylester, 2-Trimethylsilylethoxymethyiester, 2A 2-Trichlorethylester, 2-Chlorethy- 
lester, 2-Bromethylester, 2- Jodethylester, 2-Fluorethylester, o)-Chloralkylester, 2-Trimethylsilylethylester, 2-Me- 
thylthioethylester, l^-Dithianyl-2-methylester, tert-Butylester, Cyclopentylester, Cyclohexylester, 3-Oxocycloh- 
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exylester, Allylester, 3-Buten-l r yl-ester, Isobornylester, 4-Trimethylsilyl-2-buten-l-yI-ester, 9-Anthrylmethyle- 
ster,2-9',10'-Dioxoanthrylmethylester, l-Pyreny!methylesteri2-Trifluormethyl-6-chromylmethyIester f Piperony- 
lester, 4-Picolylester, Trimethylsilylester, Triethylsilylester, Isopropyidimethylsilylester, Di-tert-butyldimethylsi- 
lylester, Thiolester, Oxazol 2-AlkyI-U-oxazoIin, 4-Alkyl-5-oxo-l,3-oxazolin, 5-AIkyl-4-oxo-13-dioxolan, Ort- i 
hoester, Pentaaminkobaltkomplexe, Triethylstannylester, Tri 7 n-butylstannylester/N,N-Dimethylamid, Pyrrolidi- 5 
namid, Piperidinamid, 5,6-Dihydrophenanthridinamid, N T 7-Nitix>indorylester, N-8-Nitro-lA3,4-tetrahydrochi- 
nolylamid, Hydrazid, N-Phenylhydrazid und N,N'-Diisoprbpylhydrazid; Ether, wie tert-Butoxycarbonyiether, 
Methylether, Methoxymethylether, Methylthiomethylether, tert-Butylthiomethylether, tert-Butoxymethylet- 
her f 4-Pentenyloxymethylether, tert-Butyldimethylsiloxymethylether^ Thexyldimethylsiloxymethylether, 2-Me- 
thoxyethoxymethylether, 2A2-TrichlorethoxymethyIether, Bis-2'-chlorethoxymethylether, 2'-Trimethylsilylet- 10 
hoxymethylether, 2'-Triethylsi1ylethoxymethylether, 2'-Triisopropylsi!ylethoxymethylether, 2'-tert-Butyldime- 1 , 
thylsilylethoxymethylether, Tetrahydropyranylether, Tetrahydrothiopyranylether, 3-Bromtetrahydropyranylet- 
her, 1-Methoxycyclohexylether, 4-Methoxytetrahydropyranyiether, 4-Methoxytetrahydrothiopyranylether, 

4- Methoxytetrahydrothiopyranyletherf.S.S-dioxid, l,4-Dioxan-2-yletner, Tetrahydrofuranylether, Tetrahydrp- 
thiofuranylether, 2,3,3a,4,5,6;7,7a-Octahydro-7,8,8-trimethyl^ 1-Ethoxyethylet- 15 
her, U'-Chlorethoxyethylether, 1 -Methyl- 1-methoxyethylether, 2,2,2-TrichIorethylether, 2-TrimethylsilyIethy- 
lether, tert-Butylether, Allylether, 4A4-Tris^-dichloiphthalimidphenyImethylether, 4,4',4"-Tris-4',5'-di- 
bromphthalimidphenylmethylether, 4,4',4"-Tris-4^'-jodphthalimidphenylmethylether f 9-Anthrylether, 9-9'-Phe- 
nyMO'-oxoanthrylether (Tritironether), l^-Benzodithiolan^-ylether, Benzisothiazolyl-S,S-dioxidether, Trime- 
thylsilylether, Triethylsilylether, Triisopropylsilylether, Dimethylisopropylsilylether, Diethylisopropylsilylether, 20 
Dimethylthexylsilylether und tert-Butyldimethylsilylether, Acetale, wie Methylenacetal, Ethylidenacetal, 
2,2,2-Trichlorethylidenacetal, 2,2,2-Tribromethylidenacetal und 2A2-Trijodethylidenacetal, Ketale, wie 
l-tert-Butylethylidenketal, Isopropylidenketal (Acetonid), Cyclppentylidenketal, Cyclohexylidenketal und Cy- 

-cloheptylidenketai, cyclische Orthoester, wie Methoxymethylenacetal, Ethoxymethylenacetal, Dimethoxymethy- 
lenorthoester, 1-Methoxyethylidenorthoester, l-Ethoxyethylidenorthoester, 1,2-Dimethoxyethylidenorthoester, 25 
l-N,N-Dimethylaminoethylidenorthoester und 2-Oxacyclopentylidenorthoester, Silylketenacetale, wie Trime- 
thylsilylketenacetal, Triethylsilylketenacetal, Triisopropylsilylketenacetal und tert-Butyidimethylsilylketenace- 
tal, Silylether, wie Di-tert-butylsilylther, !3-lM^ f 3'-TetraisopropyldisiloxanyIidenether und Tetra-tert-but- 
oxydisiloxan-l,3-diylidenether, acyclische Acetale oder Ketale, wie Dimethylacetal, Dimethylketal, Bis-2A2-tri- 
chiorethylacetal, Bis-2,2,2-tribromethylacetal, Bis-2^^trijodethylacetal, Bis-2A2-trichlorethylketal, Bis-2A2-tri- 30 
bromethylketal, Bis-2A2-trijodethylketal, Diacetylacetal und Diacetylketal, cyclische Acetale oder cyclische 
Ketale, wie 1,3-Dioxan, 5-Methylen-l,3-dioxan, 5,5-Dibrom-13-dioxan, 13-Dioxolan, 4-Brommethyl-l,3-dioxo- 
ran,4-3'-Butenyl 1,3-dioxoran und4,5-Dimethoxymethyl-13-dioxoran, acyclische Dithioacetale oder Dithioketa- 
le, wie S.S'-Dimethylacetal, S,S'-Dimethylketal, S^'-Diethylacetal, S,S'-Diethylketal, S,S'-Dipropylacetal, 
S,S'-Dipropylketal, S,S'-Dibutylacetal, S,S'-Dibutylketal, SS'-Dipentylacetal, S,S'-Dipentylketal, S,S'-Diacetyla- 35 
cetal und S,S,-Diacetylketal, cyclische Dithioacetale oder DitHoketale, wie 1,3-Dithianacetal, 1,3-Dithianketal, 
U-Dithiolanacetal und 1,3-Dithiolanketal, O-Trimethyisilyl-S-alkylacetale, O-Trimethylsilyl-S-alkylketale, acy- 
clische Monothioacetale, wie O-Methyl-S-2-methylthioethylacetaI, acyclische Monothioketale, wie O-Methyl- 

5- 2-methylthioethylketal, cyclische Monothioacetale oder Monothioketale, wie 1,3-Oxathiolanacetal, Diselenoa- 
cetal und Diselenoketal, Cyanohydrine, wie O-Trimethylsilylcyanohydrin, O-l-Ethoxyethylcyanohydrin und 40 
O-Tetrahydropyranylcyanohydrin, Hydrazone, wie N, N-Dimethylhydrazon, Oxime, wie Oximderivate und 
O-Methyloxim, sowie cyclische Derivate, wie Oxazolidin, l-Memyl-2-lMiydroxyalkyUmidazol und N,N-Dime- 
thylimidazolidin. 

Unter ihnen sind tert-Butylester, wie tert-Butylmethacrylat, Ethoxyethylmethacrylat, 3-Oxocyclohexylmetha- 
crylat, tert.-Butyl-3-naphthyl-2-propennat, Isobornylmethacrylat, Trimethylsilylmethacrylat und Tetrahydropy- 45 
ranylmethacrylat, Trimethylsilylester und Tetrahydropyranylester bevorzugt In diesem Fall ist es ferner m6g- 
lich, anstatt der oben genannten Methacrylate Acrylate zu verwenden. 

Der Gehalt an dem Monomer mit einer Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe in seinem Skelett in 
diesen Copolymeren sollte zweckmaBigerweise mindestens 5 Mol-% und hbchstens 95 Mol-%, bezogen auf die 
Gesamtmolzahl an Monomeren, betragen. Wenn der Gehalt an dem Monomer 5 Mol-% unterschreitet, wird die 50 
Trockenatzbestandigkeit des Musters in unerwttnschter Weise verringert Wenn andererseits der Gehalt an dem 
Monomer 95 Mol-% ttbersteigt, werden die AuflSsung und die Empfindlichkeit des lichtempfindlichen Materials 
in unerwttnschter Weise verschlechtert Folglich betragt der Gehalt an dem Monomer vorzugs weise 20—75 

Mol-%. . t 

Wenn das Basisharz ein Monomer mit einer die Ldslichkeit hemmenden Gruppe in seinem Skelett enthalt, 55 
sollte der Monomergehalt zweckmaBigerweise im Bereich von 10—95 Mol-%, bezogen auf die Gesamtmolzahl 
der Monomeren, liegen. Wenn der Gehalt an dem Monomer weniger als 10 Mol-% betragt, l&Bt sich kein Resist 
mit einem ausreichenden Grad an Ldslichkeitshemmung herstellen. Wenn andererseits der Gehalt an dem 
Monomehr 95 Mol-% Qbersteigt, wird die AuflOsung des lichtempfindlichen Materials in unerwttnschter Weise 
beeintrachtigt Folglich betragt der Gehalt an dem Monomer vorzugsweise 15—70 Mol-%. 60 

Die Basisharzkomponente des erfindungsgemaBen lichtempfindlichen Materials kann ferner eine alkalil6sli- 
che Gruppe enthalten. In diesem Fall kann als Beispiel eines eine alkalilOsliche Gruppe enthaltenden Monomers 
ein Monomer verwendet werden, das selbst in Alkalil6sung oder basischer Ldsung aufgeldst werden kann. 
Beispiele fttr derartige Monomere sind Carbonsauren, Sulfonsauren und Saureanhydride. Ferner kann ein 
Monomer mit zwei oder mehr alkalildslichen Gruppen verwendet werden. Diese Monomere kdnnen auch es 
weitere funktionelle Gruppen, wie Ether-, Alkohol-, Amin-, Imin-, Imid-, Sulf onamid- oder Amidgruppen enthal- 
ten. . 
Die oben erwahnten Monomere kdnnen als Polymer, das mit einem Polymer aus einer Monomerverbmdung 
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i der allgemeinen Formel (2) oder der allgem inen Formel (3) zu vermischen ist, oder als Copolymer hiervon mit 
, einer M onomerverbindung der allgemeinen Formel (3) verwendet werden. 

BezQglich der Verbindung mit einer alkalildslichen Gruppe ist es bevorzugt, eine Verbindung der allgemeinen 
Formel (5) zu verwenden. Wenn R 7 in dieser Verbindung eine einwertige organische Gruppe ist, kann eine 
5 funktionelle Gruppe mit der Fahigkeit, in einer alkalischen Ldsung oder basischen Ldsung aufgeldst zu werden, 
, in diese organische Gruppe eingefQhrt werden, 1 • i 

Wenn im Falle eines ( r ( i 

i 

(a) ein alkalildsliches Harz, 
10 (b) eine die Ldslichkeit hemmende Verbindung und 
(c) einen Photos&uregenerator 1 

i 1 
umfassenden lichtempfindlichen Materials eine Menthyl- oder Menthylderivatgruppe in dem Skelett des alkali- 
ldslichen Harzes vorhanden ist, wird vorzugsweise ein Copolymer aus einer Verbindung mit einer alkalildslichen 

15 Gruppe der allgemeinen Formel (5) und einer Verbindung der allgemeinen Formel (2) oder der allgemeinen 
Formel (3) verwendet Wenn des weitereri mindestens einer der Reste R 5 und R 6 in der allgemeinen Formel (3) 
eine organische Gruppe mit einer Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1) ist 
und der andere Rest eine organische Gruppe mit einem Wasserstoffatom oder einer alkalildslichen Gruppe ist, 
kann das Homopolymer hiervon als alkalildsliches Harz verwendet werden. Es ist selbstverstlndlich mdglich, 

20 daB ein Monomer mit einer die Ldslichkeit hemmenden Gruppe als Copolymerkomponente verwendet wird 

Die Basisharzkomponente des erfindungsgemaBen lichtempfindlichen Materials kann ferner ein Acryiatmo- 
nomer der allgemeinen Formel (5), ein Imidmonomer, ein Sulfonamidmononier, ein Amidmonomer oder einen 
Alkylaminosulfonylalkylester auf Acryls&urebasis enthalten, Beispiele far derartige Estermonomere auf Acryl- 
s&urebasis sind Methacrylatmonomere, Acrylatmonomere, Cortonatmonomere und Tiglatmonomere. 

25 In diesem Fall kann in R 7 der allgemeinen Formel (5) zur Steuerung der Aikalildslichkeit der Harzkomponente 
eine beliebige organische Gruppe enthalten sein. ' 

Wenn die Copolymerzusammensetzung eine alkalildsliche Gruppe enthllt, sollte der Gehalt an einem Mono- 
mer mit der alkalildslichen Gruppe zweckmaBigerweise in einem Bereich von 1—95 Mol-%, bezogen auf die 
Gesamtmolzahl an Monomeren, liegen. Wenn der Gehalt an dem Monomer 1 Mol-% unterschreitet, kann die 

30 Alkalildslichkeit nach Belichtung unzureichend sein. Wenn andererseits der Gehalt an dem Monomer 95 Mol-% 
Obersteigt, wird die Empfindlichkeit des lichtempfindlichen Materials in unerwttnschter Weise beeintr§chtigt 
Der Gehalt an dem Monomer mit alkalildslichen Gruppe betr&gt vorzugsweise 1—70 Mol-%. 

Wenn die Basisharzkomponente ein Acrylatmonomer der allgemeinen Formel (5) enthait, sollte der Gehalt an 
dem Monomer zweckmSBigerweise im Bereich von 1 —80%, bezogen auf die Gesamtmolzahl an den Monome- 

35 ren, liegen. Wenn der Gehalt an dem Monomer die Untergrenze unterschreitet oder die Obergrenze Obersteigt, 
kann die Aufldsung verschlechtert werden. Der bevorzugt eingearbeitete Gehalt an dem Methacryls&uremono- 
mer betragt 1 —70%. Ferner kann ein Gemisch aus mehreren Copolymeren als Basisharzkomponente verwen- 
det werden. 

Die Verbindungen der allgemeinen Formeln (3) bis (5) kdnnen nicht nur als Copolymer, sondern auch als 
40 getrenntes Homopolymer, um in geeigneter Weise miteinander zur Verwendung als Basispolymer vermischt zu 
werden, verwendet werden. , 

Der als Komponente in die Zusammensetzung eines chemisch verstarkten Resists einzuarbeitende Photosau- 
regenerator ist eine Verbindung, die bei Bestrahlung mit chemischer Strahlung eine Siure freisetzt Beispielswei- 
se eignen sich ftir diesen Zweck Aryloniumsalze, Naphthochinondiazidverbindungen, Diazoniumsalze, Sulfonat- 
45 verbindungen, Sulfoniumverbindungen, Jodoniumverbindungen und Sulfonyldiazomethanverbindungen. 

Spezielle Beispiele ftir diese Verbindungen sind Triphenylsulfoniumtriflat, Diphenyljodoniumtriflat, 23,4,4-Te- 
trahydroxybenzophenon-4-naphthochinondiazidsulfonat, 4-N-Phenylamino-2-methoxyphenyldiazoniumsulfat, 
4-N-Phenylamino-2-methoxyphenyIdiazonium-p-ethyIphenylsulfat, 4-N-Phenylamino-2-methoxyphenyldiazoni- 
um-2-naphthylsulfat, 4-N-Phenylamino-2-methoxyphenyldiazoniumphenylsulfat, 2^-Diethoxy-4-N-4'-methox- 
50 yphenylcarbonylphenyldiazonium-3-carboxy-4-hydroxyphenylsulfat, 2-Methoxy-4-N-phenylphenyldiazonium- 
3-carboxy-4-hydroxyphenylsulfat, Diphenylsuifonylmethan, Diphenylsulfonyldiazomethan, Diphenyidisulfon- 
a-methylbenzointosylat, Benzointosylat und Pyrogalloitrimecylat 

Als Photosauregenerator kdnnen ferner die in den folgenden Tabellen und durch die folgenden chemischen 
Formeln dargestellten Verbindungen verwendet werden: 

55 

Tabelle 1 

(Midori Kagaku Co., Ltd.) 

so MPI-1 03 (CAS.No{87709-41 -9]), 

BDS-105 (CASJMo{145612-66-4]), 

NDS-103 (CAS.No![l 10098-97-0]X 

MDS-203 (CASJ^o027855-15-6]), 

Di-Boc Bisphenol A (CASJ4o{l 17458-06-7]), 
65 Pyrogalloltritosylat (CAS.Nop0032-64-8]), 

DTS-102 (CAS.No{75482-18-7]), 

DTS-103 (CAS.Nof7 1449-78-oR 

MDS-103 (CAS.Noj;i27279-74-7]) r 

8 
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1 MDS- 1 05 (CAS.No{ 1 1 6808-67-4]), i .' ' ! ■ 

>Mbs-205(CAS.No{8i4i6-37-7]), , 

BMS-105(CAS.No{149934-68-9]), 1 

tms-105 (cas.No{127820-38-6]), 

NB-101 ([20444-09-1]), , 5 

Tabelie2 , f i ■ 

(Midori Kagaku Co, Ltd) 

10 

NB-201 ([4450-68-4]), 

NBC-101 ([119137-03-0]), 1 

DNB-101fflH719-51-6U 

DNB-102 ([131509-55-2]), 

DNB-103 ([132898-35-2]), , 15 

DNB-104 ([132898-36-3]), ■ ' 

DNB-105 $132898-37-45, 
DAM-101 (CAS.No{1886-74-4]), 
DAM-102 (CAS.No{28343-24-0]), 

DAM-103 (CAS.No{14159-45-6]), 20 

DAM-104 (CAS.Noi 130290-80-1]), 

([130290-82-3]), 

DAM-201 (CAS.No{28322-50-l]), 



30 



40 

1 



50 



55 



60 



65 



9 
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30 



35 
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40 
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50 
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CH 2 -S< 



BF 4 " 



OH 

SbF 8 - 
CH-j CH 3 




OVsKOVs-KO 
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PF, 



SO BF 4 " 




PF 6 - 



PF 6 " 



E t 
E 



t >N-<g>-N 2 + PF 6 - 



(CCH 3 ) 3 C-<g>-^I + CF 3 S0 3 - 



CC 6 H 5 Fe + C 6 H 5 3 PF 6 ' 



sowie Jodoniumsalze, Sulfoniumsalze, Disulfonderivate oder Imidosulfonderivate der folgenden chemischen 
Formeln: 



11 



BNSDOCID: <DE__1 9525221 A1_l_> 




30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 





(<@^)-s CF 3 so 3 - 



AsPr 




ohKoVs; 



< BF 4 - 



BF 4 " 



12 



BNSDOCID: <De_1952S221A1_l_> 




BNSDOCID: <DE 1 9525221 A1_l_> 



10 



DE 195 25 221 Al 

1 i 

c i-<0)-so 2 -so 2 -{cfy-ci 

< 

H, C^(0)^S0 2 -S0 2 -(O)-CH3 f 
CHg. 0^(oVs0 2 «S0 2 -^VoCHg 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



50 
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CH 
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Ferner kdnnen als Photosauregenerator die Verbindungen der folgenden chemischen Formeln verwendet 
werden: 
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i„i NO-S-R' 
O 

worin C 1 und C 2 einzeln eine Einfachbindung oder Doppelbindung bedeuten, R' eine unter — CF* — CF2CF3, 
-CF2CF2H und (CF 2 )n-Z' (mit n = 1 bis 4, Z' gleich einer unter H, Alkyl Aryl oder der folgenden chemischen 
Formel ausgewahlten Gruppe) ausgewahlte Gruppe darstellt und X' und Y' 

(1) zusammen unter Bildung eines monocyclischen Rings oder polycyclischen Rings mit gegebenenfalls 
einem oder mehreren Heteroatomen verbunden sein kdnnen, 

(2) miteinander unter Bildung eines aromatischen Rings verbunden sein kdnnen, 

(3) einzeln ein Wasserstof fatom, eine Alkylgruppe oder Arylgruppe bedeuten kdnnen, 

(4) zu einer ein weiteres Sulfonyloxyimid enthaltenden Restgruppe kombiniert sein kdnnen oder 

(5) zu einer polymerisierbaren Kette oder einer RQckgratkette kombiniert sein kdnnen. 
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m, = 1-5 

i 



Insbesondere wenn ein PhotosSuregenerator mit einem Naphthalinskelett verwendet wird, kann die Licht- 
durchdringung nahe einer WellenlSnge von 193 nm in bevorzugter Weise verbessert werden. 

Beispiele fttr den PhotosSuregenerator mit einem Naphthalinskelett sind Sulfonyl- oder Sulfonatverbindun- 

20 gen mit einer cyclischen Gruppe, wie Naphthalin-, Pentalen-, Inden-, Azulen-, Heptalen-, Biphenylen-, as-Inda- 
cen-, s-Indacen-, Acenaphthylen-, Fluoren-, Phenalen-, Phenanthren-, Anthracen-, Fluoranthen-, Acephenanthry- 
ien-, Aceanthrylen-, Triphenylen-, Pyren-, Chrysen-, Naphtacen-, Pleiaden-, Picen-, Perylen-, Pentaphen-, Penta- 
cen-, Tetraphenylen-, Hexaphen-, Hexacen-, Rubicen-, Coronen-, Trinaphthylin-, Heptaphen-, Heptacen-, Py- 
ranthren-, Ovalen-, Dibenzophenanthren-, Benz[a]anthracen-, Dibenzo[aj]anthracen-, Indeno[l,2-a]mden-, An- 

25 thra[2,l-a]naph"thacen- oder IH-Benzo[a]cyclopent(j]anthraceiiringe, 4-Chinondiazidverbindungen mit einer cy- 
clischen Gruppe und einer an die cyclische Gruppe gebundenen Hydroxylverbindung, wobei 1 Beispiele fur die 
cyclische Gruppe Naphthalan-, Pentalen-, Inden-, Azulen-, Heptalen-, Biphenylen-, as-Indacen-, s-Indacen-, Acen- 
aphthylen-, Fluoren-, Phenalen-, Phenanthren-, Anthracen-, Fluoranthen-, Acepbenanthrylen-, Aceanthrylen-, 
Triphenylen-, Pyren-, Chrysen-, Naphtacen-, Pleiaden-, Picen-, Perylen-, Pentaphen-, Pentacen-, Tetraphenylen-, 

30 Hexaphen-, Hexacen-, Rubicen-, Coronen-, Trinaphthylen-, Heptaphen-, Heptacen-, Pyranthren-, Ovalen-, Di- 
benzophenanthren-, Benz[a]anthracen-, Dibenzo[aj]anthracen-, Indeno[l^-a]inden-, Anthra[2,l-a]naphthacen- 
oder lH-Benzo[a]cyclopent[j]anthracenringe sind, sowie Salze aus einer Reaktion zwischen einem Triflat und 
einem Sulfonium oder Jodonium mit Naphthalin-, Pentalen-, Inden-, Azulen-, Heptalen-, Biphenylen-, as-Inda- 
cen-, s-Indacen-, Acenaphthylen-, Fluoren-, Phenalen-, Phenanthren-, Anthracen-, Fluoranthen-, Acephenanthry- 

35 len-, Aceanthrylen-, Triphenylen-, Pyren-, Chrysen-, Naphtacen-, Pleiaden-, Picen-, Perylen-, Pentaphen-, Penta- 
cen-, Tetraphenylen-, Hexaphen-, Hexacen-, Rubicen-, Coronen-, Trinaphthylen-, Heptaphen-, Heptacen-, Py- 
ranthren-, Ovalen-, Dibenzophenanthren-, Benz[a]anthracen-, Dibenzo[aJ]anthracen-, Indeno[l^-aJnden-, An- 
thra[2,l -a]naphthacen- oder 1 H-Benzo[a]cyclopentjj]anthracenringen als Seitenkette. 
Besonders bevorzugt hierbei sind Sulfonyl oder Sulfonat mit einem Naphthalinring oder Anthracenring, 

40 4-Chinondiazidverbindungen mit einer Hydroxylverbindung, die an Naphthalin oder Anthracen gebunden ist, 
sowie Salze aus einer Umsetzung zwischen einem Triflat und Sulfonium oder Jodonium mit einer Naphthalinsei- 
tenkette oder Anthracenseitenkette. Bevorzugt sind insbesondere Trinaphthylsulfoniumtriflat, Dinaphthyljodo- 
niumtriflat, Dinaphthylsulfonylmethan, NAT-105 (CAS.No{l 37867-6 1-91 Midori Kagaku Co, Ltd), NAT-103 
(CAS.No{131582-00-8], Midori Kagaku Co, Ltd), NAI-105 (CAS.No{85342-62-7j Midori Kagaku Co, Ltd), 

45 TAZ-106 (CAS.No.[69432-40-2l Midori Kagaku Co, Ltd), NDS-105 (Midori Kagaku Co, Ltd), CMS-105 (Midori 
Kagaku Co, Ltd.), DAM-301 (CAS.No.[138529-81-4], Midori Kagaku Co, Ltd), SI-105 (CAS.No{34694-40-7X 
Midori Kagaku Co, Ltd), NDI-105 (CAS.No{ 1337 10-62-0], Midori Kagaku Co, Ltd), EPI-105 
(CAS.No{135133-12-9l Midori Kagaku Co, Ltd) und PI-105 (CAS.No{41 580-58-9], Midori Kagaku Co, Ltd). 
Ferner kflnnen Verbindungen der folgenden chemischen Formel verwendet werden. 

50 



55 



60 



65 



18 



BNSDOCID: <DE__1 9525221 A1 J_> 



DE 195 25 221 

i .' 1 1 . , 

i ■ 

S0 2 OCH 2 ^ 

oz 
oz 

oz 

Z : Alkylgruppe 

OCH 3 

SO z OCH 2 -^-N0 2 

OCHg 

I, 

OC 2 H 5 

S0 2 OCH 2 H@)-N0 2 
OC 2 H 5 

(ggj-so^so^ci 







19 



10 



15 



20 



30 



DE 195 25 221 



i. .. I 



?C 2 H 5 

°2 OCH 2"CO)-N0 2 




SOU 0CH 9 -<O 




NO 



OC 2 H 5 



.)( 



OC 4 H 9 , 

-SO 2 0,CH 2 -(O)-N0 2 




OC 4 H 9 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



OCg H7 




SO, 0CH 2 -<O)-N0, 



OC 3 H 7 
OC 4 H 9 




SO, OCHoHfO, 



20 



BNSDOCID: <DE_19525221A1_I_> 



DE 195 25 221 




BNSDOCID: <DE_1 952522 1A1_I_> 



21 



DE 195 25 221 




22 

BNSDOCID: <DE_19525221A1_I_> 



DE 195 2£ 221 Al 




Besonders bevorzugt hierbei sinid Trihaphthylsulfoniumtriflat, Dinaphthyljodoniumtriflat, Dinaphthylsulfonyl- 
methan, NAT-105 (CAS.No{ 137867-6 1-9 J Midori Kagaku Co., Ltd), NDI-105(CAS.No. [133710-62-0], I 
Midori Kagaku Co., Ltd) und NAI-105 (CASJST6{85342-62-7]. . 1 . , 1 

Wenn dariiber hinaus ein Photosauregenerator mit einem Terpenoid-Skelett verwendet wird, kann die Licht- 
durchdringung nahe einer Wellenlange von 193 nm in bevorzugter Weise verbessert werden. , 

Ais Verbindungen mit Terpenoid-Skelett konnen beliebige der oben genannten Verbindungen verwendet 
werdea Das heiBt, es kttnnen Sulfonyl- oder Suif onatverbindungeq mit Myrcen, Caren, Ocimen, Pinen, Limonen, 
Camphen, Terpinolen, Tricyclen, Terpinen, Fenchen, Phellandren, Sylvestren, Sabinen, Citronellol Pinocamphe- 
ol, Geraniol, Fenchylalkohol, Nerol Borneol Linalol Menthol, Terpineol Carveol Thujylalkohol Citronellal 
Ionon, Iron, Cineol Citral, MenthonJ 1 Pinol Cyclocitral Carvomethon, Ascaridol Safranal, Carvotanaceton, 
Phellandral, Pimelintenon, Citronellsaure, Perillaldehyd, Thujon, Caron, Tageton, Campher, Bisabolen, Santalen, 
Zingiberen, Caryophyllen, Curcumen, Cedren, Cadinen, Longifolen, Sesquibenihen, Farnesol, Patschulialkohol, 
Nerolidol, Carotol, Cadinol, Lanceol, Eudesmol, Cedrol, Guajol, Kessoglykol, Cyperon, Hinokisiure, Eremophi- 
lon, Santalsaure, Zerumbon, Camphoren, Podocarpren, Miren, Phyllocladen, Tptaren, Phytol, Sclareol, Manool, 
Hinokiol,Ferruginol,T6taro!, Sugiol, Ketomanoyloxid, Manoyloxid; Abietinsaure, Piraarinsaure, Neoabietinsau- 
re, Levopimarinsaure, Iso-d-pimarinsaure, Agathendicarbonsaure, Rubensaure, Triterpen oder Carotinoid, 
4-Chinonazidverbindungen mit einer Hydroxylgruppe, die an ein Terpenoid-Skelett, wie Myrcen, Caren, Oci- 
men, Pinen, Limonen, Camphen, Terpinolen, Tricyclen, Terpinen, Fenchen, Phellandren, Sylvestren, Sabinen, 
Citronellol, Pinocampheol, Geraniol, Fenchylalkohol, Nerol, Borneol, Linalol, Menthol, Terpineol, Carveol, 
ThujylalkohoL Citronellal, Ionon, Iron, Cineol, Citral, Menthon, Pinol, Cyclocitral, Carvomethon, Ascaridol, 
Safranal, Carvotanaceton, Phellandral, Pimelintenon, Citronellsaure, Perillaldehyd, Thujon, Caron, Tageton, 
Campher, Bisabolen, Santalen, Zingiberen, Caryophyllen, Curcumen, Cedren, Cadinen, Longifolen, Sesquibeni- 
hen, Farnesol, Patschulialkohol, Nerolidol, Carotol, Cadinol, Lanceol, Eudesmol, Cedrol, Guajol Kessoglykol, 
Cyperon, Hinokisaure, Eremophilon, Santalsaure, Zerumbon, Camphoren, Podocarpren, Miren, Phyllocladen, 
Totaren, Phytol, Sclareol, Manool, Hinokiol, Ferruginoi, Totarol, Sugiol, Ketomanoyloxid, Manoyloxid, Abietin- 
saure, Pimarinsaure, Neoabietinsaure, Levopimarinsaure, Iso-d-pimarinsaure, Agathendicarbonsaure, Ruben- 
saure, Triterpen oder Carotinoid, gebunden ist, sowie Salze aus einer Reaktion zwischen einem Triflat und 
Sulfonium oder Jodonium mit einem Terpenoid-Skelett, wie Myrcen, Caren, Ocimen, Pinen, Limonen, Camphen, 
Terpinolen, Tricyclen, Terpinen, Fenchen, Phellandren, Sylvestren, Sabinen, Citronellol, Pinocampheol, Geraniol, 
Fenchylalkohol, Nerol, Borneol, Linalol, Menthol, Terpineol, Carveol, Thujylalkohol, Citronellal, Ionon, Iron, 
Cineol, Citral, Menthon, Pinol, Cyclocitral, Carvomethon, Ascaridol Safranal, Carvotanaceton, Phellandral, 
Pimelintenon, Citronellsaure, Perillaldehyd, Thujon, Caron, Tageton, Campher, Bisabolen, Santalen, Zingiberen, 
Caryophyllen, Curcumen, Cedren, Cadinen, Longifolen, Sesquibenihen, Farnesol Patschulialkohol Nerolidol 
Carotol, Cadinol Lanceol, Eudesmol, Cedrol, Guajol Kessoglykol, Cyperon, Hinokisaure, Eremophilon, Santal- 
saure, Zerumbon, Camphoren, Podocarpren, Miren, Phyllocladen, Totaren, Phytol, Sclareol, Manool, Hinokiol 
Ferruginoi, Totarol, Sugiol, Ketomanoyloxid, Manoyloxid, Abietinsaure, Pimarinsaure, Neoabietinsaure, Levopi- 
marinsaure, Iso-d-pimarinsaure, Agathendicarbonsaure, Rubensaure, Triterpen oder Carotinoid, ais Seitenkette 
verwendet werden. Bevorzugt unter diesen Verbindungen sind Trimenthylsulfonylmethan, Trimenthylsulfoni- 
umtriflat, Dimenthylmethylsulfoniumtriflat, Menthyldimethylsulfoniumtriflat, Dimenthyljodoniumtriflat und 
Menthyijodoniumtriflat 

Der Gehalt an dem dem Basisharz zuzusetzenden Photosauregenerator liegt zweckmaBigerweise lm Bereich 
von 0,001-50 Mol-%. Wenn der Gehalt an diesem Photosauregenerator 0,001 Mol-% unterschreitet, ware es 
unmSglich, eine ausreichende Menge Saure zu erzeugen, so daB die Ausbildung eines gewtaschten Musters 
schwierig ware. Wenn andererseits der Gehalt an diesem Photosauregenerator 50 Mol-% ilbersteigt, wtirden die 
Aufldsung und die Empfindlichkeit des lichtempfindlichen Materials in unerwtinschter Weise beeintrachtigt 
werdea Folglich betragt der bevorzugte Gehalt an diesem Photosauregenerator 0,01 —40 Mol-%. 

Das erfindungsgemaGe lichtempfindliche Material kann ein chemisch verstarkter Resist vom Positivtyp mit 

(a) einem alkalildslichen Harz, 

(b) einer die LSslichkeit hemmenden Verbindung und 

(c) einem Photosauregenerator 

oder mit einem Ldslichkeitsinhibitor bzw. einer die Ldslichkeit hemmenden Verbindung ais Copolymerkompo- 
nente der Harzkomponente sein. Es ist f erner mdglich, den Ldslichkeitsinhibitor in die Harzkomponente einzu- 
mischen* 

BezQglich der Arten dieses Loslichkeitsinhibitors gibt es keinerlei Einschrankungen, sofern er eine Substituen- 
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1 tengruppe oder erne funktionelle Gruppe aufwieist; die in Gegenwart einer Saure zersetzt werden kann. Die 
Zersetzungsprodukte kdnnen unter dem EinfluB einer Alkalilosung Reste wie —(C-OJO—, — OS(— 0)2— oder 
— O— ,erzeugen. 1 
Beispiele fttr den Ldslichkeitsinhibitor sind von Phenolverbindungen abgeleitete Verbindungen, wie tert-Bu- 

5 toxycarbonylether, Methylether, Methoxymethylether, Methylthiomethylether, tert-Butylthiomethylether, 
tert-Butoxymethylether, 4-Pentenyloxymethylether, tert.-Butyldimethylsiloxymethylether, Thexyidimethylsil x- 
ymethylether, 2-Methoxyethoxymethylether, 2,2£-Trichl6rethoxymethylether, Bis-2'-chlorethoxymethylether, 
2'-TrimethylsilyIethoxymethylether, 2'-Triethyisilylethoxymethylether, 2'-Triisopropylsilylethoxymethylether, 
2'-tert-ButyldimethyIsiIylethoxymethylether f Tetrahydropyranylether, Tetrahydrothiopyranylether, 3-Bromte- 

10 trahydropyranylether, 1-Methoxycyclohexylether, 4-Methoxytetrahydropyranylether, 4-Methoxytetrahydrot- 
hiopyranylether, 4-Methoxytetrahydrothiopyranylether-S,S-dioxid, l,4-Dioxan-2-ylether, Tetrahydrofuranylet- 
her, Tetrahydrothiofuranylether, 23, 3a,4,5,6,7,7a-Octahydro-733-trimethyl-4^^ 

1-Ethoxyethylether, l-2'-Chlorethoxyethylether, 1 -Methyl- 1-methoxyethylether, 2A2-Trich!orethyiether, 2-Tri- 
methylsilylethylether, tert-Butylether, Allylether, 4 > 4^4 / '-Tris-4 / ^'-dichloIphthalimidphenylmethylethe^ > 

15 4,4^4 , '-T^is-4^5'-Dib^omphthalimidphenylmethylethe^, 4,4\4"-Tris-4'^'-Jodphthalimidphenylmethylether > 9-An- 
thrylether, 9-9'-PhenyM0'-oxoanthrylether (Tritironether), l^-Benzodithiolan-2-ylether, Benzisothiazolyl-S,S- 
dioxidether, Trimethylsilylether, Triethylsilylether, Triisopropylsilyiether, Dimethylisopropylsilylether, Diethyli- 
sopropylsilylether, Dimethyl thexylsilylether und tert-Butyldimethylsilylether. 
Bevorzugt von diesen Verbindungen sind solche, die durch SchQtzen einer Phenolverbindung mit einer 

20 tert-Butoxycarbonylgruppe, tert-Butoxycarbonylmethylgruppe, Triraethylsilylgruppe, tert-Butyldimethylsilyl- 
gruppe oder Tetrahydropyranylgruppe hergeleitet werden kdnnen. 

Ferner ist die Verwendung von Estern einer Polycarbonsfiure moglich, z. B. isopropylester, Ethylester, Methy- 
lester, Methoxymethylester, Methylthiomethylester, Tetrahydrbpyranylester, Tetrahydrofuranylester, Methoxy- 
ethoxymethylester, 2-TrimethylsilyIethoxymethyIester, 2£2-Trichlorethylester, 2-Chlorethylester, 2-Bromethy- 

25 lester, 2-Jodethylester, 2-Fluorethylester, oo-Chloralkylester, 2-TrimethylsiIylethylester, 2-MethylthioethyIester, 
l,3-Dithianyl-2-methyIester, tert-Butyl ester, Cyclopentylester, Cyclohexylester, Allylester, 3-Buten-l-ylester, 
4-Trimethylsily]-2-buten-l-ylester, 9-AnthrylmethyIester, 2-9',10'-Dioxoanthrylmethylester, 1-Pyrenylmethyle- 
ster, 2-Trifluormethyl-6-chromylmethylester, Piperonylester, 4-Picolylester, Trimethylsilylester, Triethylsilyle- 
ster, tert-Butyldimethylsilylester, Isopropyldimethylsilylester, Di-tert-Butyldimethylsilylester, Thiolester, Oxa- 

30 zoi, 2-AlkyM3-oxazolin, 4-Alkyl-5-oxo-l,3-oxazolin, 5-AIkyl-4-oxo-l,3-dK>xolan, Orthoester, Pentaaminkobalt- 
komplexe, Triethylstannylester, Tri-n-butylstannylester, N,N-Dimethylamid, Pyrrolidinamid, Piperidinamid, 
5,6-Dihydrophenanthridinamid, N-7-Nitroindorylester, N-8-Nitro-l,23,4-tetrahydrochinolylamid, Hydrazid, N 
Phenylhydrazid, N,N'-Diisopropylhydrazid und tert-Butylester. Ferner ist die Verwendung von Verbindungen 
der folgenden chemischen Formel mdglich: 
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Unter diesen Estern ist die Verwendung von Polyhydroxynaphthol mit einem Naphthalinskelett in einer durch 
tert-Butoxycarbonylgruppen geschtltzten Form aufgrund seiner verbesserten Lichtdurch&ssigkeit gegenfiber 
Licht einer Wellenltage von 1 93 nm bevorzugt 40 

Ferner ist die Verwendung einer Verbindung der folgenden ailgemeinen Forme! (6) mdglich: 1 




O 

Formel (6) 



45 



50 



worm bedeuten: 

R 11 und R 12 , die gleich oder verschieden sein kdnnen, einzein ein Wasserstoffatom, ein Halogenatom, eine 
Cyanogruppe, eine Nitrogruppe oder eine einwertige organische Gruppe, wobei R H und R 12 miteinander unter 
Bildung eines geschlossenen Rings verbunden sein kdnnen, X > C«6 oder — SO2— , Y eine zweiwertige 55 
organische Gruppe, wobei mindestens einer der Reste R u und R 12 und Y mit einer Substituentengruppe oder 
einer funktionellen Gruppe, die durch eine SSure Zersetzt werden kann, versehen ist 

Beispiele ftlr die als R 11 oder R 12 einfOhrbare einwertige organische Gruppe sind Alkylgruppen, wie Methyl, 
Ethyl, Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl, s-Butyl und tert-Butyl, substituierte oder unsubstituierte alicyclische 
Gruppen oder heterocyclische Gruppen, wie Cyclohexyl, Piperidyl oder Pyranin. 60 

Beispiele fQr die zweiwertige Substituentengruppe Y sind ungesattigte aliphatische Gruppen, wie Ethylen, 
Propylen und Butylen, substituierte oder unsubstituierte alicyclische Gruppen oder heterocyclische Gruppen, 
wie Cyclohexan, Pyradin, Pyran oder Morphoran. 

Wenn eine eine Verbindung mit einer Substituentengruppe oder einer funktionellen Gruppe, die in Anwesen- 
heit einer Saure unter Bildung von Zersetzungsprodukten mit der F&higkeit zur Erzeugung von Resten, wie 65 
— (C=»0)0— , — OS( - 0)2— oder — O— unter dem EinfluB einer Alkalildsung zersetzt werden kann, enthalten- 
de Harzkomponente verwendet werden soil, liegt der Gehalt an der Verbindung zweckmUBigerweise im Bereich 
von 1—60 Mol-%, bezogen auf die Menge der Harzgrundlage. Wenn der Gehalt an der Verbindung auBerhalb 
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dieses Bereichs liegt, kanh die Auftragung der Verbindung schwierig .werden. In diesem Fall kann die durch eine 
SSure zersetzbare Gruppe nicht in die Basisharzkomponente eingearbeitet werden. 

Wenn das eifindiingsgem&Be lichtempfindliche Material als ein chemisch verstfirkter Resist vom Negativtyp 
verwendet werden soli, kanh i der Resist durch geeignetes Zugeben eines Photbs&uregenerators und eines 
5 Photovernetzungsmittels zu einem Copolymer aus einer Reaktion zwischen einer Vinylverbindung oder einer 
Acrylverbindung der allgemeinen Formel (5) mit einer Menthyl- oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen 
Formel (1) und einer alkaliloslichen Acrylverbindung der allgemeinen, Formel (5), wie Methacryls&ure oder 
Acrylsaure, oder einer Vinylverbindung hergestellt werden. ' ■ ( ■ • 

In diesem Fall konnen neben den oben anhand von Beispielen angegebenen Verbihdungen mit einer Eignung 
10 fttr einen Positivresist als Photosa'uregenerator auch halogenierte alkylsubstituierte Triazin- oder Naphthylidin- 
verbindungen verwendet werden. Ferner ist die Verwendung von in der folgenden Tabelle und durch die, 
folgenden chemischen Foriheln dargestellten Verbindungen mdglich. , < ( 

1 . , Tabelle3 ' . i . , 1 , ' 

15 'I 1 i , , 

Midori Kagaku Co. Ltd. I '\ ' 
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TAZ-101 (6 5 4 2- 6 7 - 2) 

TAZ-102 , 24502-22-1 

TAZ- 10 3' , 11 1 3 7 1 2- 6 0 -5 

i 

TAZ— 104 , 358 4-23-4 



TAZ — 105 .1 17482-^75-4 

30 TAZ- 1 0 6 ... 6 9 4 3 2-4 0-2 

TAZ— 1 1 0 4 2 573-57-9 

TAZ— 113 42880-07-9 



TAZ-114 42 8 8 0-0 8-0 

TAZ-118 151052-45-8 

TAZ-1 19 139545-3 8-3 

TAZ- 120 42880-12-6 

TAZ- 115 42880-0 9-1 

TAZ-1 16 42880-03-5 
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Als Photovernetzungsmittel kann eine Vinylverbindung mit einer Epoxygruppe in ihrer Seitenkette, ein 
Acrylpolymer der allgemeinen Formel (5) oder eine Verbindung vom Melamintyp, wie methylolsubstituierte 
Triazin- oder Naphthylidinverbindungen, verwendet werdea 

In der obigen Beschreibung wurde das erfindungsgemaBe lichtempfindliche Material anhand der Verwendung 
bei chemisch verstarkten Resists erlautert Bei der Verwendung des Iichtempfindlichen Materials als chemisch 
verstarkter Resist ist es jedoch rforderlich, daB das Polymer den folgenden Bedingungen genfigt Das Polymer 



60 



65 



33 



BNSDOCID: <DE_1 9525221 A1J_> 



DE 195 25 221 Al 

- i « \ 

! 1 

muB einen Erweichungspunkt von 20° C oder darQber und ein Mittelmolekulargewicht von 500—500 OOOaufwei- 
isea Wenn der Erweichungspunkt des die Harzkomponente des lichtempfindlichen Materials bildenden Poly- 
mers 20° C unterschreitet, kann die durch den PhotosSuregenerator durch Bestrahlung mit chemischer Strahlung 
erzeugte Sfiure in ttbermaBigem MaBe in der Brennbehandlung in die Resistschicht diffundieren, wodurch die 
Aufldsung des Resists bei der Musterbildung mdglicherweise verringert wird 

Wenn andererseits das Molekulargewicht des Polymers zu hoch ist, kann die Vernetzungsreaktion des 
Polymers gefdrdert werden, wenn die Resistzusammensetzung mit Elektronenstrahlung bestrahlt und nach 
Bestrahlen mit Elektronenstrahlung gebrannt wird, so daB die Bildqualitat oder Empfindlichkeit des Resists 
beeintrachtigt wird, wenn der Resist ein Resist vom Positivtyp ist 

Im folgenden werden Beispiele fQr die Herstellung des erfindungsgemaBen lichtempfindlichen Materials und 
das Verfahren zur Ausbildung eines Resistmusters unter Verwendung des lichtempfindlichen Materials anhand 
, von chemisch verstarkten Resists vom Positivtyp eriautert 

Wenn es gewQnscht wird, das erf indungsgemaBe lichtempfindliche Material als chemisch verstarkten Resist zu 
verwenden, werden das obige Polymer, eine durch eine Saure zersetzbare Verbindung (falls erforderlich) und 
eine Verbindung mit der Fahigkeit zur Erzeugung einer Saure bei Bestrahlung mit chemischer Strahlung in 
einem organischen Losungsmittel gelost, wbrauf zur Herstellung des Resists filtriert wird. 

Wenn das erf indungsgemaBe lichtempfindliche Material in derselben Weise verwendet werden soil, wie das 
bei dem herkommlichen Resist der Fall ist, werden das obige Polymer, ein Photovemetzungsmittel oder ein die 
RQckgratkette bildendes durch Licht spaltbares Mittel in einem organischen Losungsmittel geldst, worauf zur 
Herstellung des Resists filtriert wird. 

Die in diesem Fall geeigneten organischen Ldsungsmittel sind Losungsmittel vom Ketontyp, wie Cyclohexan- 
on, Aceton, Methylethylketon oder Methylisobutylketon, Ldsungsmittel vom Cellosolvetyp, wie Methylcellosol- 
ve, 2-Ethoxyethylacetat, 2-Methoxyethylacetat, 2-Propyloxyethylacetat oder 2-Butoxyethylacetat, Ldsungsmit- 
tel vom Glykoltyp, wie Propylenglykolmonomethyletheracetat, Losungsmittel vom Estertyp, wie Ethylacetat, 
Butylacetat und Isoamylacetat, Ldsungsmittel vom Lactontyp, wie y-Butyrolacton, stickstoffhaltige Ldsungsmit- 
tel, wie Dimethylsulfoxid, Hexamethylphosphortriamid, Dimethylformamid und N-Methylpyrrolidon. Diese Ld- 
sungsmittel kdnnen alleine oder in Kombination verwendet werden. Diese Ldsungsmittel kdnnen eine geeignete 
Menge aromatisches Ldsungsmittel, wie Xylol und Toluol, aliphatischen Alkohol, wie Isopropylalkohol, Ethylal- 
kohol, Methylalkohol, Butylalkohol, n-Butylalkohol, s-Butylalkohol, tert-Butylalkohol und Isobutylalkohol, ent^ 
halten. 

Neben den obigen drei Komponenten kann in dem Resistmaterial auch ein grenzflftchenaktives Mittel als den 
Beschichtungsfilm modifizierendes Mittel, weitere Polymerarten, wie Epoxyharze, Polymethacrylat, Propylen- 
oxid/Ethylenoxid-Copolymere und Polystyrol sowie Farbstoffe als die Reflexion verhindernde Mittel eingear- 
beitet sein. 

Im folgenden wird das Verfahren zur Ausbildung eines Musters unter Verwendung des erfindungsgemaBen 
Photoresistmaterials detailliert erkl§rt 

Die durch Aufldsen der obigen Komponenten in einem organischen Ldsungsmittel hergestellte Photoresist- 
materialldsung wird durch Spinnbeschichten oder Tauchbeschichten auf die Substratoberfl&che aufgetragen. 
Die aufgetragene Schicht wird anschlieBend im allgemeinen bei einer Temperatur von 150° C oder darunter oder 
vorzugsweise bei einer Temperatur von 70— 120°C getrocknet, um eine lichtempfindliche Harzschicht (einen 
Resistfilm) auszubilden. Das in diesem Fall zu verwendende Substrat kdnnen beispielsweise Siliziumpiattchen, 
Siliziumpiattchen mit einem aus Isolierfilmen gebildeten Stufenteil, Elektroden oder Schaltverbindungen oder 
Rohmasken oder auch Halbleiterpiattchen aus Gruppe III-V-Verbindungen (wie GaAs, AlGaAs) sein. 

Der Resistfilm wird anschlieBend einem Strahlungsmuster ausgesetzt, d h. durch eine vorgegebene Maske mit 
chemischer Strahlung bestrahlt Die bei dieser Belichtung zu verwendende chemische Strahlung kann Ubiicher 
Weise UV-Strahlung kurzer Welleniange, aber auch Elektronenstrahlung, Rdntgenstrahlung, Lichtstrahlung aus 
einer Niedrigdruckquecksilberlampe, Excimerlaserstrahlung, wie KrF- oder ArF-Excimerlaserstrahlung, Syn- 
chrotronbahnstrahlung, g-Linienstrahlung sowie Ionenstrahlung sein. 

Der musterbelichtete Resistfilm wird anschlieBend durch Erwarmen desselben mit Hilfe einer Heizplatte oder 
eines Ofens auf eine Temperatur von nicht mehr als 150°C oder durch Bestrahlung mit Infrarotstrahlung einem 
Brennschritt unterzogen. 

Danach wird der so gebrannte Resistfilm im Rahmen eines Tauchverfahrens oder eines Sprtlhverfahrens unter 
Verwendung aikalischer Ldsung entwickelt, um den belichteten Teil des Resistfilms selektiv zu entfernen. Dabei 
wird das gewttnschte Muster erhalten. Die als Entwicklerldsung geeignete waBrige Alkalildsung kann eine 
organische Alkalildsung, wie eine waBrige Ldsung von Tetramethylammoniumhydroxid oder eine anorganische 
Alkalildsung, wie eine waBrige Ldsung von Kaliumhydroxid und Natriumhydroxid, sein. Diese Alkalildsungen 
werden im allgemeinen in einer Konzentration von 15% oder weniger verwendet Ferner ist die Verwendung 
weiterer organischer Ldsungsmittel, wie Isopropylalkohol, Ethanol, Methanol, 1-Butanol, 2-Butanol, 1-Methyl- 
1-propanol und l-Methyl-2-propanol, als Entwicklerldsung mdglich. Diese organischen Ldsungsmittel kdnnen 
einzeln oder in Kombination verwendet werden. 

Nach der Entwicklungsbehandlung werden das Substrat und der Resistfilm mit Wasser oder einer Ldsung 
gespQlt 

BEISPIELE 

Diese Erfindung wird anhand der folgenden— die Erfindung in keiner Weise beschrankenden — Beispiele 
naher erlautert 
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i Beispiel 1/ 

l In jedem der foigenden Beispiele wurde eine Harzkomponente mit einer Verbindung mit einem Terpen id- 
Skelett zur Herstellung eines diese Harzkomponente enthaltenden lichtempfindlichen Materials verwendet Das 
erhaltene Iichtempfindliche Material wurde bewertet Insbesondere wurden verschiedene Arten von Verbindun- 
gen mit unterschiedlichen Terpenoidarten zur, Herstellung der verschiedenartigsteh Harzkbmponenten einge- 
setzt ' f i ' , 1 

Synthesebeispiel 1*1 

24 g Methacrylslure, 31 g Citronellol und 1,5 g p-Toluolsulfons&ure in 500 ml Toluol wurden bei ein^r Olbad- 
temperatur von 150°C 19 h lang auf RUckfluBtemperatur erw&rmt Danach wurde das Reaktionsgemisch durch 
Zusatz einer salzges&ttigten Natriumbicarbonatlflsung gequentscht Das Ldsungsgemisch wurde mit Ether 
extrahiert Die organischen Schichten wurden vereinigt und mit einer salzgesattigten Natriumbicarbonatldsung, 
einer NatriumhydroxidlSsung und anschlieBend einer salzges&ttigten Ammoniumchloridldsung gewaschen und 
schlieBlich ttber salzges£ttigter Salzlake und wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet Zuletzt wurde das erhalte- 
ne 6lige Produkt unter vermindertem Druck eingedampf t, wobei Citronellylmethacrylat erhalten wurde. 

Bewertung des von dem in Synthesebeispiel 1-1 hergestellten Monomer herriihrenden Homopolymers: 
2,1 g Citronellylmethacrylat und 0,4 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsanspringmittel wurden in 6 ml 
Toluol geldst 

Die erhaltene Ldsung wurde mit flussigem Stickstoff eingefroren und nach dreimal wiederholtem 20-minliti- 
gem Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die L5sung in einem Stickstoff strom bei 
einer Olbadtemperatur von 70° C 16 h erwarmt Nach dem Quentschen der Reaktion durch Zusatz von 600 ml 
Methanol wurde mit Methanol umgef allt. Das hierbei erhaltene Produkt wurde abfiltriert und unter vermipder- 
tem Druck eingedampf t, wobei Polycitronellylmethacrylat erhalten wurde. i 

Dieses Polycitronellylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung wurde auf ein Quarz- 
plattchen in einer Filmdicke von 1 nm aufgetragen. Der erhaltene Film wurde auf seine Durchl&ssigkeit fflr einen 
ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 

Weiterhin wurde der Film hinsichtlich seiner Atzrate mit Hilfe von gasf ormigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) 
bewertet. Die Bewertung der Trockenatzbestindigkeit erfolgte unter foigenden Bedingungen: 
Strdmungsgeschwindigkeit von CF4: 12,6 seem; 
Vakuum: 1^3 Pa und 
Mikrowellenleistung: 150 W. 

Anstelle des Polycitronellylmethacrylats wurden ein Novolakharz (Vergleichsbeispiel 1-1) bzw. Polymethacry- 
lat (Vergleichsbeispiel 1-2) verwendet und jeweils in Cyclohexanon geldsL 

Die Ldsungen der Vergleichsbeispiele 1-1 und 1-2 wurden in der geschilderten Weise auf ein Quarzpiattchen 
aufgetragen, um ihre Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl zu ermitteln. Weiterhin wurde die 
Atzrate derselben bei Verwendung von gasfdrmigem Kohlenstofftetrafluorid unter den zuvor angegebenen 
Bedingungen ermittelt Die Ergebnisse finden sich in Tabelle 4. 

Wurde die Atzrate von PM MA mi 1 1 angese tzt, betrug die Atzrate von Polymethacrylat 0,3. 

Tabelle 4 





Lichtdur chl as s ig- 
keit (1 fxm) 


Atzbestandigkeit 
(Relativwert) 


Er f indungsgemafl 


43% 


0,9 


Vergleichsbei- 
spiel 1-1 


io- 28 % 


3,9 


Vergleichsbei- 
spiel 1-2 


70% 


1 



Wie aus Tabelle 4 hervorgeht, besitzt ein Polymer mit Terpenoid-Skelett eine hohe Durchlassigkeit fiir den 
ArF-Excimerlaserstrahl von 193 nm und eine hervorragende Trockenatzbestandigkeit Im Vergleich dazu be- 
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sitzt das Novolakharz nur eine sehr geringe Durchiassigkeit fttr, den ArF-Excimerlaserstrahl von , 193 nra, I 1 
wahrend PMMA eine schl chte Trockenatzbestfindigkeit aufweist 1 1 , i , 1 i 

In den folgenden Beispielen 1-1 bis 1-3 wurden Copolymere'mit dem gemaB Synthesebeispiel 1-1 hergestellten 
Citronellylmethacrylat synthetisiert Mit deren Hilfe wurden danri lichtempfinclliche Materialien hergesteUt , 
5 Deren Eigenschaf ten wurden untersucht 1 , < t . t * 

, ■ - ■ ' i , ■ : 

' . , ' , Beispiel I- 1 , , 

1 ' i ' 

9 g Citronellylmethacrylat uhd ( 1 g Glycidylmethacrylat sowie 0,5 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsan- 
io sprmgmittelwunien in 30 ml Toluol geldst . , . 

Die erhaltene Ldsung wurde mit flOssigem Stickstoff eingefroren und nach 3mal wiederholter 20-minQtiger , 
Entgasung wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die Ldsung 16 h bei einer Ol(bad)temperatur 
von 70° C in eine m Stickstoff strom erwarmt Die Reaktion wurde durch Zusatz von Methanol gequentscht Nach 
dem Wiederausfallen mit Methanol wurde das Produkt abfiltriert uhd unter Vakuum eingedampft, wobei das \ 
15 gewtinschte Copolymer erhalten wurde. ' 1 , i i 

1 g des erhaltenen Copolymers wurde in 9 ml Methyl-3-methoxypropionat geldst worauf die erhaltene 
Ldsung in einer Dicke von 1 nm aiif eiri Siliziumpiattchen aufgetragen wurde. Das Ganze wurde dann bei 100°C , 1 

vorgebrannt AnschlieBend wurde der aufgetragene Film einem Elektronenstrahl (Strahlungsdosis: 10 ^tCcrn -2 , 
20 keV) ausgesetzt und anschlieBend in Methylethylketon mustergerecht entwickelt Das gebildete Muster 
20 wurde bewertet 11 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
gebildet worden war. im 

Beispiel 1-2 ' ■ 

25 i 

9 g Citronellylmethacrylat, 1 g Allylmethacrylat und 0,5 g Azoisobutyronitril als Polymerisationanspringmittel 
wurden in 30 ml Toluol geldst. 1 , i 

Die erhaltene Ldsung wurde mit flUssigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholtem 20-minQtigem 
Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die Ldsung 16 h bei einer Ol(bad)temperatur von 1 
30 70° C in einem Stickstoff strom erwarmt Nach dem Quentschen der Reaktion durch Zusatz von Methanol wurde , 
erneut mit Methanol ausgef ailt Das hierbei erhaltene Produkt wurde abfiltriert und unter Vakuum eingedampft, 
wobei das gewtinschte Copolymer erhalten wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in eine Ldsung OberfQhrt Die hierbei erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen, gebrannt, einem Elektronenstrahl ausgesetzt und dann ( 
35 unter den in Beispiel I- 1 beschr iebenen Bedingungen zu einem zu bewertenden Muster entwickelt 

Es wurde ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im erhalten. 

Beispiel 1-3 

40 5 g Citronellylmethacrylat, 5 g a-Chlorfluorethylacrylat und 0,5 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsan- 
springmittel wurden in 28 ml Tetrahydrofuran (im folgenden als THF" bezeichnet) geldst 

Die erhaltene Ldsung wurde mit flOssigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholter 20-minQtiger 
Entgasung wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die Ldsung 16 h lang bei einer Ol(bad)tempera- 
tur von 60° C unter einem Stickstoff strom erwarmt Nach dem Abschrecken bzw. Quentschen der Reaktion 

45 durch Zusatz von Hexan wurde erneut mit Hexan ausgefailt Das erhaltene Produkt wurde abfiltriert und unter 
Vakuum eingedampft, wobei das gewUnschte Copolymer erhalten wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in eine Ldsung Uberftthrt Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen, gebrannt, unter den in Beispiel 1-1 angegebenen Bedingungen ' 
einem Elektronenstrahl ausgesetzt und dann mit methylisobutylketon zu einem Muster entwickelt Dieses wurde 

50 bewertet 

Es wurde ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im erhalten. 

Synthesebeispiel 1-2 

55 Es wurde eine andere Art Copolymers mit dem in Synthesebeispiel 1-1 erhaltenen Monomer hergesteUt Das 
erhaltene Copolymer wurde bewertet 

Citronellylmethacrylat, tert-Butylmethacrylat und Methacrylsaure wurden im Verhaltnis 50/30/20 zu 10 g 
Gemisch vereinigt Das Gemisch wurde zusammen mit Azoisobutyronitril in 40 ml THF geldst 

Die erhaltene Ldsung wurde mit flttssigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholter 20-minfitiger 
60 Entgasung wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die Ldsung 9 h lang bei einer Ol(bad)tempera- 
tur von 60°C unter einem Stickstoffstrom erwarmt AnschlieBend wurde die Reaktion durch Zusatz von Hexan 
gequentscht Nach dem Wiederausfallen mit Hexan wurde das Produkt abfiltriert und unter Vakuum einge- 
dampft, wobei das gewOnschte Copolymer erhalten wurde. 

Dieses Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung wurde in einer Filmdicke von 1 &im 
65 auf ein Quarzplattch n aufgetragen. Der hierbei entstandene Film wurde auf seine Durchiassigkeit fttr einen 
ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% 
betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber PMMA. 

Der Film wurde ferner unter Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu 
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PMMA auf seine Atzrate hin untersucht Wurde die Atzrate von PMMA mit 1 angesetzt, betrug die Atzrate 
dieses Copolymers 0,3. Dies belegt benf alls die Oberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

1 Die Bewertung der Trockenatzbestandigkeit erfolgte unter folgenden Bedingungen: 
Strdmungsgeschwindigkeit von CF4: 12,6 seem; 

Vakuum: 133 Pa; , , 5 

Mikrowellenleistung: 150W, , 1 

In den folgenden Beispielen M bis Ml wurden chemisch verst&rke Resists mit dem in Synthesebeispiel 1-2 
erhaltenen Copolymer hergestellt und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

, BeispielI-4 10 
1 ' , 

2 g des gemaB Beispiel 1-2 erhaltenen Copolymers uiid 0,04 g Triphenylsulfoniumtriflat als Photosiuregenera- 
torwurdenta8ml2-Ethoxyethylacetatgeldst , , 1 

Die Ldsung des erhaltenen Copolymers wurde in einer Filmdicke von 03 (un auf ein Siliziumplattchen 
aufgetragen und dann bei 100°C vorgebrannt Nach Einwirkung eines ArF-Excimerlaserstrahls (40 mjem" 2 ) 15 
wurde der Film in einer w&Brigen Ldsung von Tetramethylammoniumhydroxid zu einem Muster entwickelt 
Dieses wurde bewertet Es zeigte sich, daB ein Linienmuster mit einen Linienbreitenabstand von 0,15 |xm 
erhalten wurde, 

Weiterhin wurden die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandigkeit des aufgetragenen Films entsprechend 
Synthesebeispiel 1-1 bewertet Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchl&ssigkeit 60% und die Atzbest&ndigkeit 20 
03 betrugen. Dies belegt die Oberlegenheit dieses Resists gegenUber PMMA. , 

Beispiele 1-5 bis 1-7 

Ein Photosauregenerator entsprechend Tabelle 5 wurde entsprechend Beispiel 1-4 auf ein Siliziumplattchen 25 
aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwicklung entsprachen denjenigen des 
Beispiels 1-4. Hierbei wurden Muster erhalten, deren Eigenschaften bewertet wurden. In jedem dieser Beispiele 
betrug die Menge an verwendetem PhotosSuregenerator 0,05 g. 

Weiterhin wurden die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandigkeit der aufgetragenen Filme entsprechend 
Synthesebeispiel 1-1 bewertet Die Ergebnisse finden sich in der folgenden Tabelle 5. Die Atzraten in diesen 30 
Beispielen basieren auf der Atzrate von PMMA. 

Tabelle 5 

35 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Aim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-5 


D ipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-6 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-7 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



55 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-8 60 

2 g des in Beispiel 1-2 hergestellten Copolymers, 0,04 g Triphenylsulfoniumtriflat als Photos&uregenerator und 
0,1 g 33-Bis-4'-tert-butoxycarbonyIoxynaphthalinyl-l(3H)-isoben2ofuranon als L5sIichkeitsinhibitor wurden in 
8 ml2-Ethoxyethylacetat geldst. 

Die Ldsung des erhaltenen Copolymers wurde in einer Filmdicke von 0,8 \im auf ein Siliziumplattchen 65 
aufgetragen und dann bei 100°C vorgebrannt Nach Einwirkung eines ArF-Excimerlaserstrahls (40 mjem"" 2 ) 
wurde der Film in einer wSBrigen Ldsung von Tetramethylammoniumhydroxid zu einem Muster entwickelt 
Dieses wurde bewertet. Es zeigte sich, daB ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite v n 0,15 
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|Am erhalten wurde. ■ ' , 

Weiterhin wurden die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandigkeit des aufgetragenen I*ilms entsprechend 
Synthesebeispiel 1-1 bewertet, wobei es sich zeigte, daB die Lichtdurchlassigkeit 55% und die Atzbestandigkeit 
0,3 betrugen. Dies belegt die Oberlegenheit dieses Resists gegenttber PMMA. 

1 , Beispiele 1-9 bis I-ll • ■ < , * 

• • i .i ■ ii' 

Wie aus Tabelle 6 hervorgeht, wurde ein PhotosSuregenerator entsprechend Beispiel 1-8 auf ein Siliziumpiatt- 
chen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrenneris, der Belichtung und Entwicklung entsprachen denjenigen 
des Beispiels 1-8. Hierbei wurden Muster erhalten, deren Eigenschaften bewertet wurden. In jedem dieser 
Beispiele betrug die Menge an verwende ten Photos&uregenerator 0,05 g. , 

Die Bewertung der Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandigkeit der aufgetragenen Filme erfolgte. entspre- 
chend Synthesebeispiel 1-1. Die Ergebhisse finden sich in. der folgenden Tabelle 6. Die Atzraten in diesen 
Beispielensindauf denjenigen von PMMA bezogen. 1 ( i \ j 

Tabelle6 ' 1 

■ . 1 i I 

■ ' ■ ' i i 



Beispiel 


Photo's Sur e- 
' generator 

1 ■ 


Lichtdurch- 
lSssigkeit 
(1 ixm) % 

1 1 1 


Xtzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-9 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 

: 


0,3 


1-10 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0>3 


I-ll 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. f Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \x,m 
erhalten wurde. 

Erfindungsgemafl kdnnen das Monomer der allgemeinen Formel (2), tert-Butyhnethacrylat (eine durch eine 
Saure zersetzbare funktionelle Gruppe) und Methacrylat (eine alkalildsliche Gruppe) in beliebigem Verhiltnis 
gemischt werden, solange nur die Menge dieser Komponenten in den schrafflerten Bereich in Fig* 1 f Silt 

Synthesebeispiel 1-3 

Die in Synthesebeispiel 1-1 beschriebene Synthese wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe 
Menge Pinocampheol ersetzt wurde. Hierbei wurde Pinocamphylmethacrylat erhalten. 

Bewertung eines aus dem im Synthesebeispiel 1-3 hergestellten Monomer herrtthrenden Homopolymers: 
Polypinocamphylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 unter Verwendung des Pinocamphylme- 
thacrylats als Monomer hergestellt Das erhaltene Polypinocamphylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst 
Die erhaltene Ldsung wurde zur Untersuchung der Transparenz fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) auf 
ein Quarzplattchen aufgetragea Hierbei zeigte es sich, daB bei Umrechnung der Filmdicke auf 1 [im die 
Lichtdurchlassigkeit des Polypinocamphylmethacrylats 45% betrug. 

Der Film wurde unter den bereits eriauterten Bedingungen auf seine Atzrate bei Verwendung von gasfdrmi- 
gem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate des Polypmocamphylmetha- 
crylats unter Annahme einer Atzrate von 1 ftir PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-12 bis 1-14 wurden Copolymere mit dem Pinocamphylmethacrylat gemaB 
Synthesebeispiel 1-3 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt 
Deren Eigenschaften wurden untersucht 

Beispiel 1-12 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Pinocamphylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-3 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in eine Ldsung QberfOhrt Diese wurde auf 
ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwicklung erfolgten 
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entsprechend Beispiel 1-1, wobei Muster erhalten wurden. Diese wurden auf ihre Eigenschaften hin untersiicht 

Es zeigte sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster, mit einer Linienbreite von 0,5 jim erhalten 
wurde. \ 1 "» i , 1 ' ' . , 

t • i 

Beispiel 1-13 , . ^ 5 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Pinocamphylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-3 ersetzt wurde. , 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in eine Lasting Qberffihrt Diese wurde auf 
ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwicklung entspra- ,to 
chen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster erhalten, deren Eigenschaften untersucht wurden. t , 

Es zeigte sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jxm erhalten 
wurde. | 1 ' • 1 ' , 1 f • v ' i 

'■■t,i , ' 1 i i 1 I I i 

1 Beispiel 1-14 ' , 15 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Pinocamphylmethacrylat entsprechend Synthesebeispiel 1-3 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in eine Lasting QberfQhrt Diese wurde auf 
ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbreiinens, der Belichtung und Entwicklung entspre- 20 
chen denjenigen des Beispiels 1-2, wobei Muster erhalten wurden, deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Es zeigte sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 pm erhalten 
wurde. 1 », 

» ) 

1 Synthesebeispiel 1-4 25 

Es wurden verschiedene Arten von Copolymeren mit dem Monomer gemaB Synthesebeispiel 1-3 hergestellt 
und auf ihre Eigenschaften hin untersucht , , 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellyime- 
thacrylat durch Pinocamphylmethacrylat ersetzt wurde. Das erhaltene Copolymer wurde in Cyciohexanon 36 
geldst Ein unter Verwendung der erhaltenen Ldsung hergestellter Him wurde auf seine Durchlassigkeit fUr 
einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% 
b trug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenUber der Lichtdurchlftssigkeit von PMMA. 

Der Film wurde weiterhin auf seine Atzrate unter Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) 
im Vergleich zu PMMA getestet Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer 35 
Atzrate von 1 fflr PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-15 bis 1-22 wurden chemisch verstftrke Resists mit dem Copolymer gemaB 
Synthesebeispiel 1-4 hergestellt und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-15 bis Beispiel 1-18 40 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-4 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften 
untersucht 45 

Wie im Falle des Synthesebeispiels 1-1 wurden auch die Durchsichtigkeh und Trocken&tzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 7 zusammengefaBt Tabelle 7 enthait darttber hinaus Angaben ttber den . 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

50 



55 



60 



65 
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, Tabelle 7 



1 

5 


Beispiel 

i 1 


Photosaure- 
generator 

i 


Lichtdurch- 
lSssigk it 

d m) % 

t i * 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


,1-15 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat f 


60 


0,3 


15 


1-16 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


i 1-17 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


1-18 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


1 

60 


0,3 

1 

l 



Es zeigte sich, dafi in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Lineinbreite von 0,15 Jim 
30 erhaltenwurde. ( 

Beispiel 1-19 bis Beispiel 1-22 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel I- 1 1, wobei jedoch 
35 das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-4 ersetzt wurde. Unter 
Verwendung der Resists wurden in der geschiiderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaf ten bewer- 
tet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 8 zusammengefaBt Tabelle 8 enthalt darttber hinaus Angaben iiber den 
40 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 8 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lSssigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


1-19 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


1-20 


Diphenyl j odoni um- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-21 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-22 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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1 Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien-und Zwischenraummuster mit einer Uneinbreite von 0,15 \xm 
erhalten wurde. , j ' 

Synthesebeispiel 1-5 

Die in Synthesebeispiel 1-1 beschriebene Synthese wurde wiederholt, wobei Citroriellol durbh dieselbe Menge 
Geraniol ersetzt wurde. Hierbei wurde Geranylmethacrylat erhalten. i 1 

Bewertung des von dem in Synthesebeispiel 1-5 erhaltenen Monomer herrQhrenden Homopolymers: 
Polygeranylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 unter Verwendung des Geranylmethacrylats 
als Monomer hergestellt Das erhaltene Polygeranylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene io 
Ldsung wurde auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, urn die Durchiassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB bei Umrechnung der Filmdicke auf 1 \im die Lichtdurchiassig- 
keit des Polygerahylmethacrylats 45% betrug. , , • * 

Der Film wurde unter den bereits erlauterten Bedingungen auf seine Atzrate bei Verwendung von gasfdrmi- 
gem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate des Polygeranylmethacrylats 15 
unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-23 bis 1-25 wurden Copolymere mit dem gemaB Synthesebeispiel 1-5 hergestell- 
ten Geranylmethacrylat synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien herge- 
stellt Diese wurden auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

1 20 

BeispielI-23 . 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Geranylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-5 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in eine Ldsung iiberfGhrt Diese wurde 25 
dann auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwicklung 
erfolgten entsprechend Beispiel 1-1, wobei Muster erhalten wurden, deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Es zeigte sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im erhalten 
wurde. 

1 30 

Beispiel 1-24 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Geranylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-5 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in eine Ldsung Qberfllhrt Diese wurde 35 
anschlieBend auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung erfolgten unter den in Beispiel 1-1 angegebenen Bedingungen. Hierbei wurden Muster erhalten, 
deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Es zeigte sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im erhalten 
wurde. , 40 

Beispiel 1-25 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Geranylmethacrylat entsprechend Synthesebeispiel 1-5 ersetzt wurde. 45 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in eine Ldsung ttberftthrt Diese wurde 
dann auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwicklung 
erfolgten unter den in Beispiel 1-1 angegebenen Bedingungen, wobei Muster erhalten wurden, deren Eigenschaf- 
ten untersucht wurden. 

Es zeigte sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 *im erhalten 50 
wurde. 

Synthesebeispiel 1-6 

Es wurde eine andere Art Copolymer mit dem Monomer gemaB Synthesebeispiel 1-5 hergestellt, worauf das 55 
Copolymer auf seine Eigenschaften hin untersucht wurde. 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Geranylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon 
gel6st Ein mit Hilfe dieser Ldsung auf einem Quarzplattchen gebildeter 1 nm dicker Film wurde auf seine 
Durchl&ssigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die licht- 60 
durchlSssigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber der Lichtdurchlfissigkeit von PMMA. 

Von dem erhaltenen Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 
die Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) bestimmt Hierbei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 far PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenttber PMMA. 65 

In den folgenden Beispielen 1-26 bis 1-33 wurden chemisch verstirke Resists mit dem Copolymer gemaB 
Synthesebeispiel 1-6 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-26 bis Beispiel 1-29 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte.entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer d s Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-6 ersetzt wurde. 
5 Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 1 , 1 1 ■ ' i i 1 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 wurden die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 9 zusammengefaBt Tabelle 9 enthait darQber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligeri Werte fOr die fyzrate sind auf denjenigen von PMMA 
io bezogen. 

Tabelle9 



15 


Beispiel 


1 PhotosSure- 
generator 1 


Lichtdurck- 
lassigJcext 
(i Mm,) % 


i — 

&tzrate 
( Re l at IV- 
wert) , 

i 


20 


1-26 


Triphenylp 
sulfonium^- 
triflati 


60 


0,3 


25 


1-27 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 

1 ! — 


0,3 

1 


30 


1-28 


NAT -105 

(Midori Kagaku > 
Co • , Ltd • ) 


61 


0,3 


35 


1-29 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



40 Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \un erhalten wurde. 

Beispiel 1-30 bis Beispiel 1-33 

45 Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel I- 11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-6 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 wurden die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
50 telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 10 zusammengefaBt Tabelle 10 enthait darflber hinaus Angaben aber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



55 



60 



65 



42 



BNSDOOD: <DE_1 9525221 A1_l_> 



DE 195 25 221 Al 

i . I ■ , • . 

TabellelO, 



Beispiel 


E>hotosfiure- 
generator , 


Lictitdurch- 
lassigKem 

(1 Mm) % ' 

1 i 


Atzrate 

I K© J. oulv" 

wert) , 1 


\ 

5 


1-30 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat ' 


1 i 

i . 55' , 

; 1 " 

.i ( ■ * 


0,3 

i < 

i s . ( 


10 

1 


1-31 


Diphenyl jbdonium- 
triflat 

' * ' i 


i 'i •' 

i 


0,3 


1 , 

> 15 


1-32 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd.) 


1 


i 

0,3 


20 


1-33 


NAI-105, " ' 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich,daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 umherstellbar war. 11 30' 

Synthesebeispiel 1-7 

Die Syn these des Synthesebeispiels M wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Fenchylalkohol ersetzt wurde. Hierbei wurde Fenchylmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-7 erhaltenen Monomer herrtthrenden Homopolymers: 
Polyfenchylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Fen- 
chylmethacrylat verwendet wurde. Das erhaltene Polyfenchylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die 
erhaltene Ldsung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchiassigkeit fur einen ArF-Excimerla- 
serstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyfenchylmethacrylats 
nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 uin 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyfenchylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-34 bis 1-36 wurden Copolymere mit Fenchylmethacrylat entsprechend Synthese- 
beispiel 1-7 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-34 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Fenchylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-7 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels I-i. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- imd Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u,m 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-35 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Fenchylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-7 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 

wurden. . . . . . 

Hierbei zeigte es sich, daB ein n gatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
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erhalten wurde. i , ■ ( , 

ii , , 1 i ■ 1 1 

( Beispiel 1-36 « 

5 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedocfa das Citronellylme- 
thacrylat durch Feiichylmethacrylat g maB Synthesebeispiel 1-7 ersetzt wurde. . , 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in L6sung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
, lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 

io wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. I 1 

i , 

Synthesebeispiel 1-8 

is- ' f * . , , ; 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-7 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde bewertet. 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gem&B Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Fenchylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst. 
20 Unter Verwendung dieser Lftsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenflber PMMA. 
_ Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
25 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt' die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenttber PMMA. 1 

In den folgenden Beispielen 1-37 bis 1-44 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-8 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
i 

30 t Beispiel 1-37 bis Beispiel 1-40 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-8 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und auf ihre 
35 Eigenschaften hin untersucht 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 11 zusammengefaBt Tabelle 11 enthalt darttber hinaus Angaben 
ttb r die verwendeten Photosauregeneratoren. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von 
PMMAbezogen. ' 

40 

Tabelle 11 



45 


Beispiel 


Photosfiure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


50 


1-37 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


55 


1-38 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-39 


NAT* 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-40 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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i ■ ■ , :\ : ( , ■ . 

Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 

0,15 pmerhalten wurde: / ' ( i i ' 1 I ' 

1 ' ' •' i \ . 1 " . . 

Beispiel Ml bis Beispiel 1-44 i 

1 i , i . i 1 J 5 

1 1 I i f I- ' J 

Die Herstellung der chemisch v'erstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, iwobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-8 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und auf ihre 
Eigenschaften hin untersucht , ■ 1 i ; 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestftndig- io 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 12 zusammengefaBt Tabelie 12 enthftlt darttber hinaus Angaben i , 
liber den jeweils verwendeten Photos iuregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. \ t't , ( 1 i 

- ! , i , ' 1 i i I- I 

1 TabeUe 12 1 , i is 

, ■ , i 'i , i , 

■ . 1 i - i ' i , . 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 

, i, 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-41 


— Tr-iphenyl 

sulfonium- 
triflat 


55 

— 


0,3 

f 


1-42 


•Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 

1 


0,3 


1-43 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


1-44 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



30 



35 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 yum erhalten wurde. 

45 

Synthesebeispiel 1-9 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citroneilol durch dieselbe Menge 
Nerol ersetzt wurde. Hierbei wurde Nerylmethacrylat erhalten. t 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-9 erhaltenen Monomer herriihrenden Homopolymers: so 
Polynerylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Neryl- 
methacrylat verwendet wurde. Das erhaltene Polynerylmethacrylat wurde in Cyciohexanon geldst Die erhalte- 
ne Ldsung wurde auf ein Quarzpl&ttchen aufgetragen, um die Durchlissigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit des Polynerylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 ^im 45% betrug. 55 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darttber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasf6rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polynerylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 0,3 betrug. 

In den foigenden Beispielen M5 bis 1-47 wurden Copolymere mit Nerylmethacrylat entsprechend Synthese- 
beispiel 1-9 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 60 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel I -45 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 65 
thacrylat durch Nerylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-9 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Beiichtung und Entwick- 

45 
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lung entsprachen denjenlgen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. i ' , 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

5 ,. . 

1 1 • Beispiel 1-46 1 i 

' , " f i 1 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprecnend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylrae- 

thacrylat durch Nerylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-9 ersetzt wurde. 

10 Das hierbei eirhaltene Copolymer wurde entsprecnend Beispiel 1-2 in L6sung gebracht Die erhaltene Ldsung 

wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Eiitwick- 

lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 

wurden. i , 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
15 erhalten wurde. , . ,' 

Beispiel 1-47 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
20 thacrylat durch Nerylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-9 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

25 Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 1 

Synthesebeispiel 1-10 

i 

30 Es wurde eine,andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-9 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde bewertet 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Nerylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzpiattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser 
35 dann auf seine Durchl&ssigkeit fUr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
40 Oberlegenheit dem Copolymers gegenUber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-48 bis 1-55 wurden chemisch verstftrkte Resists mit dem Copolymer des, 
Synthesebeispiels I- 10 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-48 bis Beispiel 1-51 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels I- 10 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und auf ihre 
Eigenschaften hin untersucht 
50 Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 13 zusammengefaBt Tabelle 13 enthait darttber hinaus Angaben 
fiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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i.: Tabelle 13, 



Beispiel 

, i 

, 1 i 


Photosaure;- 
generator 

1 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

r (i m) % , 

i 


Xtzrate 
(Relativ- 
w rt) 


i . 1 

1-48 

i i « 


i 

Tr iphenyl- , 

sulfonium- 

triflat 


60 


0,3 


1-49 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1 

1-50 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 

1 


0,3 


1-51 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd . ) 


60 


0,3 



I 

Es zeigte sichJdaB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster rait einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 



Beispiel 1-52 bis Beispiel 1-55 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels M0 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und auf ihre 
Eigenschaf ten hin untersucht 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 14 zusammengefaBt Tabelle 14 enthalt dariiber hinaus Angaben 
Uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 1 
von PMMA bezogen. 



BNSDOCID: <DE_1 9525221 A1_l_> 



47 



DE 195 25 2:21 Al 



35 



45 



i. .. t 

Tabeile 14 



50 



55 



60 



65 



1, ' 



5 


Beispiel 


Photosciur — 
generator , 

i . i 

i 

* 1 i ii 


lassigkeit ■ ' 
(1 m) % 


Atzrate 
(Relativ- 
wert) . 1 

i 


10 


1-52 


Triphenyl- 
, sulf onium- 
triflat i 


i 

55 


0,3 

i i 

i \ « , 


15 


1-53 


Diphenyl jddbnium- 
triflat 


' 59 ■ , 1 1 

I "i J 

/ ! 


0/3 


20 


1-54 


NAT- 105 

(Midori Kagaku j 
Co,, Ltd.) 


1 


0,,3 


25 


1-55 


NAI-105 " 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.,) 


- 60' ; ; ,. 


0,3 



so ClS^m'ShalteJl S^frdS jedem dieSei " Beisplele ein Lmien ' ™d Zwischenraummuster mit einer Linlenbreite 

Synthesebeispiell-ll 



von 



iJElilS^^f des .Syntnesebeisplels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Borneol ersetzt wurde. Hierbei wurde Bornylmethacrylat erhalten. »vicnge 
Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-1 1 erhaltenen Monomer herrtthrenden Homopolymers- 

SSSSCSSf\ WUr ? ^ P *? l r d Wr* - *" I " 1 her eestellt, wobei jedoch als MonoS^Bornyl- 
™ en d« wurde. Das erhaltene Polybornylmethacrylat wurde in Cyciohexanon gelost. Die erhalte- 
M93 n m 7,rri t S em Quarzpiattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Lcimerlaserstrahl 

iimr^L^«T t - e,, V? , ^ b ? Ze,gt . e es s,c ^ *** die Lichtdurchlassigkeit des Polybornylmethacrylats nach 
Umrechnung auf erne Filmdicke von 1 um 45% betrug. J 7 ' 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 

dung von gasfermigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es si(S daBd^e Atzra^von 

Polybornylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug 

In den folgenden Beispielen 1-56 bis 1-58 wurden Copolymere mit Bornylmethacrylat entsprechend Svnthese- 



Beispiel 1-56 

t u?J^!^^ e d6S , ^P 01 ^ 16 " erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Bornylmethacrylat gemMB Synthesebeispiel 1-1 1 ersetzt wurde. * 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Losung gebracht Die erhaltene Losuns 
wurde auf em Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
wurdenT 1 ' en denjen,gen des ******* M " Hi »bei wurden Muster gebildet deren Eigenschaften untersucht 

erhalten e wuJde te " Si ° h ' negatives Linien " ^ Zwischenraummuster mit einer Lmienbreite von 0,5 jim 

Beispiel 1-57 

th^S,i^ teI L U S e dCS , C °P° , y n,ers STfo] &* entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jed ch das Citronellylme- 
thacrylat durch Bornylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-1 1 ersetzt wurde. "suyime 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Losung gebracht Die erhaltene Ldsune 
wurde auf em Silizmmplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennliis, der Belichtung un?Emw£- 
wXn! 5 e " denjenigen des Beis P ie >s 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 

Hierb i zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit ein r Linienbreite von 0,5 um 
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erhaken wurde. 



Beispiel 1-58, 



Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiei 1-3, wpbei jedocli das Citronellylme- 
thacrylat durch Bornylmethacrylat gemafi Synthesebeispiei 1-1 1 ersetzt wurde. 1 ■ i 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrenneris,der Belichtung und Entwick- 
Iung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Mustengebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. » 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 Jim 

erhalten wurde. . 1 i , ' t 

i ' ' >< • 1 . 

! i i Synthesebeispiei 1-12 i I I 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiei 1-11 erhaltenen Monomer hergestelh. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht ( 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiei 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Bornylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzpiattchen ein 1 jim dicker Film gebildet und dann auf 
seine Durchlassigkeit fUr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiek 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenOber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-59 bis 1-66 wurden chemisch verstftrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-12 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften tun untersucht 

Beispiel 1-59 bis Beispiel 1-62 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-12 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchsichtigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind iri Tabelle 15 zusammengefaBt Tabelle 15 enthait darttber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf,denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 15 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 pm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-59 


Triphenyl- 
sulfonitua- 
triflat 


60 


0,3 


1-60 


Diphenyljodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-61 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-62 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



45 



50 



55 



60 



65 
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i Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim herstellbar war. ( 

1 1 i 

1 Beispiel 1-63 bis Beispiel 1-66 

5 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechehd Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Syhthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-12 ersetzt wurde. 
> Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 

Eigenschaf ten bewertet 

10 Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchl&ssigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 16 zusammengefaBt Tabelle 16 enthalt darflber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

., ■ . . 1 

15 Tabelle 16 . 



20 


Beispiel 

i 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


25 


1-63 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


30 i 


, 1-64 

i. 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


35 


1-65 


NAT 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


40 


1-66 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



I 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 p.m erhalten wurde. 

45 

Synthesebeispiel 1-13 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Cinerol ersetzt wurde. Hierbei wurde Cinerylmethacrylat erhalten. 
50 Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-13 erhaltenen Monomer herrQhrenden Homopolymers: 
Polycinerylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Ciner- 
ylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polycinerylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene 
L5sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polycinerylmethacrylats nach 
55 Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 |xm 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Him darflber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polycinerylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 f Ur PMMA 03 betrug. 
In den folgenden Beispielen 1-67 bis 1-69 wurden Copolymere mit Cinerylmethacrylat entsprechend Synthese- 
60 beispiel 1-13 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-67 

65 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Cinerylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-13 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 

50 
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lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. . ( ' i 

hierbei zeigte es sich, daC ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 Jim 

erhalten wurde. , 

, , 1 , BeispielI-68 i 

, ' < . i ' 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Cinerylmethacrylat gemftB Synthesebeispiel M3 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung io 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 1 ■ , , i ... 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. i ■ , 15 

Beispiel 1-69 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Cinerylmethacrylat gemafi Synthesebeispiel 1-13 ersetzt wurde. 20 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ltisung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein f Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
Iung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. — , 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 25 
erhalten wurde. 

, Synthesebeispiel 1-14 

Es wurde eine 1 andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-13 erhaltenen Monomer hergestellt. 30 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Cinerylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelSst 
Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 pm dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchiassigkeit ftir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 35 
daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlep enheit gegenQber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberiegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. 40 

In den folgenden Beispielen 1-70 bis 1-77 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 1 
Synthesebeispiels 1-14 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 



Beispiel 1-70 bis Beispiel 1-73 



45 



Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-14 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 50 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 17 zusammengefaBt Tabelle 17 enthait darQber hinaus Angaben 
ilber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

55 



60 



65 
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Tabelle 17 ' ; 



5 


BeJ.spi.el 


PhotosSure— • 

generator 

i i 

t i 1 i 

'i i ii 


Lichtdurch- ' 
lassigkeit ,> 
(1 foa) % 


Atzrate 
(R'lativ- 
wert) , i 


10 


1-70 


Triphenyl- 
sulf Ionium- 
triflat 

1 1 


i 

60 

• t 1 

1 ' 

■ . 1 


0,3,, 

( i 


15 


1-71 


1 

Diphenyl jodonium- 
triflat 


', ' 5 ^ ■ , 1 1 

i 'i ■' 


0J3 

1 

l . 

t 


20 


1-72 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


1 

1 

61, 

1 1 


1 


25 


1-73 


NAI-105 V 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 

1 ' 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
30 Linienbreite von 0,15 \lttl erhfiltlich war. , 

Beispiel 1-74 bis Beispiel 1-77 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel I- 11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-14 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchl&ssigkeit und TrockenStzbestfindig- 
keit ermitteit Die Ergebnisse sind in Tabelle 18 zusammengefaBt Tabelle 18 enth&lt darQber hinaus Angaben 
40 fiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 18 



45 
50 


Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 ixm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


1-74 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 




1-75 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-76 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-77 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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1 

1 Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele eih Linien-, und Zwischenrauinmuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. | i 

I ■ • . ■■ 

Svnthesebeispiel 1-15 

Die Synthese, des Synthesebeispiels M wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Pinol ersetzt wurde. Hierbei wurde Pinylmethacrylat erhalten. i ' 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-15 erhaltenen Monomer herrUhrenden Homopolymers: 
Polypinylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt wobei jedoch als Monomer Pinylme- 
thacrylat verwendet wurde. Dieses Polypinylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gel6st Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, um die Durchiassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (19? nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit des Polypinylmethacrylats nach Umrechnung auf 
eine Filmdicke von 1 ^m 45% betrug. , , i ' 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darUber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfSrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polypinylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-78 bis 1-80 wurden Copolymere mit Pinylmethacrylat entsprechend Synthese- 
beispiel 1-15 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 
1 

Beispiel 1-78 , 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel M, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Pinylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-15 ersetzt wurde. , 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel M in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. . . . 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 

erhalten wurde. 1 

Beispiel 1-79 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Pinylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-15 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene L6sung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-80 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Pinylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-15 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer linienbreite von 03 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-16 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-15 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Pinylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzpiattchen ein 1 nm dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchiassigkeit fflr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenflber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenUber PMMA. ^ 

In den folgenden Beispielen 1-81 bis 1-88 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-16 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-81 bis Beispiel 1-84 ~ 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis' Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des iSyhthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-16 ersetzt wurde. 
5 Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
tendieser Muster wurden bewertet 1 ( 1 ' i ' 

Weiterhin wQrden/wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenitzbest&ndig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 19 zusammengefaBt Tabelle 19 enthalt dartlber hinaus Angaben 
Qber den jeweiis verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Weirte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 
io von PMMA bezogen. , 

' 1 . 't 

Tabelle 19 ( • , 



15 


Beispiel 


1 PhotosSure- 

i 


Lichtdurch- 
lassiyjteiu 

(l m«) % 

1 1 1 


At z rate 

wert) i 

i 


20 


1-81 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


25 


1-82 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 

i 


0,3 


30 


1-83 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


35 


1-84 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd*) 


60 


0,3 



40 Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,1 5 |im erhal t lich war. 

Beispiel 1-85 bis Beispiel 1-88 

45 Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-16 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
50 keit ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 20 zusammengef aBt Tabelle 20 enthalt dartlber hinaus Angaben 
Qber den jeweiis verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle2Q 



B ispiel 

\ 


Photosaure- 
generator 1 

■ i i ii 


Lichtdurch- , 
la'ssigkeit , , 
(1 im) % , , 

1 ™i — 


Atzrate 
(Relativ- 
w rt) 


\ 

5 


1-85 


Triphenyl- 
sulfoniuia7 
triflat , 


■■■■■ 55 , 

. i • • i 


0,3 

11 i 


10 

1 1 


1-86 


Dipheny 1 jodoniumr 
triflat 


i ' 1 i t 
59 

■ / 'i 

i 


; o>. 3 ■ 


1 , 

I 15 


1-87 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co 1 . , Ltd. ) 


1 

, ,61' 


o;3 


1 20 


1-88 


NAI-105i 
(Midori Kagaku 
Co., LtdJ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 pm erhalten wurde. 1 1 30' 

Synthesebeispiel 1-17 

Die Synthese des Synthesebeispiels I-l wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Ascaridol ersetzt wurde. Hierbei wurde Ascaridylmethacrylat erhalten. 35 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-17 erhaltenen Monomer herrQhrenden Homopolymers: 
Polyascaridylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel I-l hergestellt, wobei jedoch als Monomer 
Ascaridylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polyascaridylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die 
erhaltene L5sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchiassigkeit ftir einen ArF-Excimerla- 
serstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyascaridylmethacry- 40 
lats nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \im 45Vo betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dartiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff ,(CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyascaridylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 ftir PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-89 bis 1-91 wurden Copolymere mit Ascaridylmethacrylat entsprechend Synthe- 45 
sebeispiel 1-17 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

BeispielI-89 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel I-l, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Ascaridylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-17 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel I-l in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels I-L Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 55 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negadves Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 Jim 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-90 60 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Ascaridylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-17 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene L6sung 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 65 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 

55 
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erhalten wurde. . * , 

Beispiel 1-91 1 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte ehtsprechend Synthesebeispiel 1-3, w bei jedoch das Citroneilylme- 
, thacrylat durch Ascaridylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-17 ersejzt wurde. , , 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lurig entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien^ und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite vori 0,5 Jim 
erhalten wurde. I 

Synthesebeispiel 1-18 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-17 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citroneilylmethacry- 
lat durph Ascaridylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 jun dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf6rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Ahnahme einer Atzrate von 1 fUr PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegentiber PMMA. 1 

In den folgenden Beispielen 1-92 bis 1-99 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-18 synthe tisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
i 

, Beispiel 1-92 bis Beispiel 1-95^ 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-18 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften ermittelt 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 21 zusammengefaflt Tabelle 21 enthalt darOber hinaus Angaben 
fiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 21 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /ra) % 


Xtzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-92 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


1-93 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-94 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-95 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 
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1 Als, Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
'Linienbreite von 0,15 urii erhaltlich war. j .' , 

1 Beispiel 1-96 bis Beispiel 1-99 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-18 ersetzt wurdej 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 22 zusammengefaBt Tabelle 22 enth&lt darUber hinaus Angaben 
ttber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 
vonPMMAbezogen. ( , 

Tabelle22 

1 ■ i 





Beispiel 

i 


Photosaure- 
, generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 pm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 




-Triphenyl^- 




0,3 




1-96 


sulfonium- 
triflat 


55 


1 1-97 


Diphenyl jodoniuia- 
triflat 


59 


0,3 


1-98 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-99 , 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


i 

60 


0,3 



I 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-19 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Farnesol ersetzt wurde. Hierbei wurde Farnesylmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-19 erhaltenen Monomer herrOhrenden Homopolymers: 
Polyfarnesylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Far- 
nesylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polyfarnesylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhalte- 
ne Ldsung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchiassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit des Polyfarnesylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \un 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darttber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyfarnesylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 Mr PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-100 bis M02 wurden Copolymere mit Farnesylmethacrylat entsprechend 
Synthesebeispiel 1-19 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, 
deren Eigenschaften ermittelt wurdea 

Beispiel MOO 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Farnesylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-19 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
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lung entsprachen denjenigen des Beispiels .1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. * > ( ' 1 j 11 '■' 1 , * i 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 pm 
erhalten wurde. i - 1 

BeispielI-101 < , , ■ 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Farnesyimethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-19 ersetzt wurde. 
io Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpiattcheri aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. 1 , ' f , , ■ - \ 1 ' i ( \. , 

Hierbei zeigte es sich; daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |im 
is erhalten wurde. i ' i , , 

> Beispiel 1-102 I 

i i 
Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
20 thacrylat durch Farnesyimethacrylat gemSB Synthes ebeispiel 1-19 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 

wurden. . ^ 

25 Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. , 

i ■ ' . ( ■ 

Synthesebeispiel 1-20 ' 

30 Es wurde eine andere Art yon Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-19 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Farnesyimethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzpl&ttchen ein 1 pm dicker Film gebildet und dann auf 
35 seine Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit ^egenttber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
40 Oberlegenheit des Copolymers gegenflber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-103 bis 1-110 wurden chemisch verstirkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-20 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-103 bis Beispiel 1-106 

45 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-20 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 
50 Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trocken&tzbest&ndig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 23 zusammengefaBt Tabelle 23 enth&lt darUber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

55 
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• Tabelle 23 





1 , * 

Photos aure— 

generator 1 

i • i , 
• t i ,i 

> 


Lichtdurch- t 
iassigk it ; , 
(i m) % , , 


Atzrate 
(Relativ- ( 
wert) 


1 

5 


1-103 


Triphenyl- 
sulfonium- 

trif lat 1 

i ' ' 


60, 

■ i 


0,3 

I i 

1 i 1 


10 

1 i 


1-104 


i , • 

Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 

i 


, 0^3 

! ' 1 

1 


1 , 

I 15 


1-105 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co 1 . , Ltd.,) 


i 

. i6l' 


1 

o;3 


20 


1-106 


NAi-105, 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd: ) 


60 


0,3 


25 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 jim erhaitlich war. ' ' 1 30 1 

i 

Beispiel 1-107 bis Beispiel 1-110 

Die Herstellung der chemisch verstSrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-20 ersetzt wurde. 35 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 24 zusammengefaBt Tabelle 24 enthait darttber hinaus Angaben 
Ober den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen 40 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 24 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 

1 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-107 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


1-108 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-109 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


1-110 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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i Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 

0,15 \im erhalten wurde. ( 

i i 

1 Synthesebeispiel 1-21 

Si. 

Die Syn these des Synthesebeispiels I- 1 wurde wiederholt, wobei jedoch das Citronellol durch dieselbe Menge 
Patschulialkohol ersetzt wurde. Hierbei wurde Patschulylmethacrylat erhalten* i 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-21 erhaltenen Monomer herrQhrenden Homopolymers: 
Polypatschulylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer 
10 Patschulylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polypatschulylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gelds t Die 
erhaltene Ldsung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fdr einen ArF-Excimerla- 
serstrahl (193 nm) zu ermittela Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polypatschuiylmethacry- 
lats nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 nm 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Him darttber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
15 dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermitteit Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polypatschulylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-111 bis 1-113 wurden entsprechend Synthesebeispiel 1-21 Copolymere mit 
Patschulylmethacrylat synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, 
deren Eigenschaften untersucht wurden. 
20 ■ • 

Beispiel 1-111 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 

tha crylat durch Patschuschulylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-21 ersetzt wurde._ 

25 Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Ent wick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 yim 
30 erhalten wurde. , 

Beispiel 1-112 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
35 thacrylat durch Patschulylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-2 1 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

40 Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0J5 \im 
erhalten wurde. , 

Beispiel 1-113 

45 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Patschulylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-21 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 

50 wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-22 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-21 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Patschulylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
60 Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 jim dicker Film gebildet und dieses 
dann auf seine Durchlassigkeit far einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmig m Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
65 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Ob rleg nheit des Copolymers gegenttber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-114 bis 1-121 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-22 synth tisi rt und auf ihre Eigenschaften hin unt rsucht 

60 



BNSDOCID: <DE_1 9525221 A1_l_> 



'DE 195 25 221 Al 

Beispiel 1-1 14 bis Beispiel 1-117 

1 f* '. ' ' l i , ' ' '* ' i i 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erlfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 

jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-22 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten ,Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 

tendieser Muster wurden bewertet, 1 i J 1 1 i ' 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchllssigkeit und Trockenatzbestftndig- 

keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 25 zusammengefaBt Tabelle 25 ehthaltdarttber hinaus Angaben 

Uber den jeweils verwendeten Photosaiiregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 

vonPMMAbezogen. ( . 

' « • «i 

Tabplle25 1 



to 



Beispiel 


1 Photosaure- 
generator 


Lichtdu^ch-^ 
lassigkeit 
fl inn) % 

I 

( i 


Atzrate 
(Relativ- , 
wert) 

i 


1-114 


Triphenyl^ 
sulfoniuriK 
trif lat 


60 


0,3 


1-115 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 

i ■ 1 


0,3 

1 


1-116 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0;3 


1-117 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd-) 


60 


0,3 



i 15 



20 



i 

30' 



35 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit ,einer 40 
Linienbreite von 0,15 p,m erhaitlich war. 

Beispiel 1-1 18 bis Beispiel 1-121 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 45 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-22 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlftssigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 26 zusammengefaBt Tabelle 26 enthalt darttber hinaus Angaben 50 
ttber den jeweils verwendeten Photosaiiregenerator. Die jeweiligen Werte fflr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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, j Tabelle26 



1 

5 


*Rp* 1 eni pi 

< ■ i 

i 1 


riiucubaur 

generator 


±j X 1 b>UlLLl#U 

lSssigkeit 
t (1 /«*) % , 

V 1 1 
1 


(Relativ- 
wert) 

» 


10 


, 1-118 


Triphenyl- 
sulfonium- 
tririat 


55 


0,3 


15 


1-119 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


-.■ 1 

59 

■ . 


0,3 


20 


, i 1-120 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 




1-121 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 


60 


0,3 


25 




Co. , Ltd. ) 




i 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 u,m erhaiten wurde. 

Synthesebeispiel 1-23 

Die Synthese des Syhthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch das Citronellol durch dieselbe Menge 
35 Nerolidol ersetzt wurde. Hierbei wurde Nerolidylmethacrylat erhaiten. 

Bewertung des von dem gem&B Synthesebeispiel 1-23 erhalteren Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polynerolidylmethacryiat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer 
Nerolidylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polynerolidylmethacryiat wurde in Cyclohexanon geldst Die 
erhaltene L6sung wurde auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, urn die Durchl&ssigkeit fur einen ArF-Excimerla- 
40 serstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchl&ssigkeit des Polynerolidylmethacry- 
lats nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 |xm 45% betrug. ( 
Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasf6rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polynerolidylmethacryiat unter Annahme einer Atzrate von 1 f Or PMMA 03 betrug. 
45 In den folgenden Beispielen 1-122 bis 1-124 wurden entsprechend Synthesebeispiel 1-23 Copolymere mit 
Nerolidylmethacrylat synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempftndliche Materialien hergestellt, 
deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-122 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel I- 1, wobei jedoch das Citroneilylme- 
thacrylat durch Nerolidylmethacrylat gem&B Synthesebeispiel 1-23 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel M in Ldsung gebracht Die erhaltene L6sung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
55 lung entsprachen denjenigen des Beispiels M. Hierbei wurden Muster gebiidet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u.m 
erhaiten wurde. 

60 Beispiel 1-123 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Nerolidylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-23 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
65 wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebiidet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 nm 
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erhalten wurde. ■ . 1 1 ■ 1 

1 ' ' ■ " 1 . . i 

( Beispiel 1-124 1 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 5 
thacrylat durch Neroiidylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-23 ersetzt wurde, 1 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in L6sung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein SiliziumplSttchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Beiichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. , ,10 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde, 1 

Synthesebeispiel 1-24 

' ' 1 • ' ' . 15 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-23 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gem&B Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citroneilylmethacry- 
lat durch Neroiidylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyciohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 Jim dicker Film gebildet und dieser 20 
dann auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenOber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem-Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 25 
Oberlegenheit des Copolymers gegenflber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-125 bis M32 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-24 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

i, Beispiel 1-125 bis Beispiel 1-128 30 

Die Herstellung der chemisch verstSrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-24 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 35 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenfitzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 27 zusammengefaBt Tabelle 27 enthftlt darttber hinaus Angaben 
ttber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

40 

Tabelle 27 1 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 nm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


45 


1-125 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


so 


1-126 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


ss 


1-127 


1 NAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


60 


1-128 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedera der Beisptele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 |im erhaltlich war. t , 1 1 i 1 

Beispiel M29b bis Beispiel 1-132 ' 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-24 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaf ten bewertet 1 j ' ; 

10 Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestfindig- . 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 28 zusammengefaBt Tabelle 28 enthalt daruber hinaus Angaben ( 
flber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fUr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. ' { \ 1 ^ ' i. , 

! , i i 1 1 i \ i 1 

15 i Tabelle28 i 

■ ; 1 ' ! I , 



20 


Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
, lassigkeit 
(l W) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


25 


1-129 


Triphenyl- 
sulfoniumr 
triflat 


55 


0,3 


30 


1-130 


Di phenyl jodonium- 
triflat 

i 




0,3 


35 


1-131 


NAT • 105 ' 
(Midori Kagaku 
Co,. , Ltd . ) 


61 


0,3 


40 


1-132 


NAI • 105 , 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jun erhalten wurde. 

45 

Synthesebeispiel 1-25 

Die Synthese des Synthesebeispiels M wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Carotol ersetzt wurde. Hierbei wurde Carotylmethacrylat erhalten. 
50 Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-25 erhaltenen Monomer herrOhrenden Homopolymers: 
Polycarotylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Caro- 
tylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polycarotylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polycarotyimethacrylats nach 
55 Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 |xm 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde vo^dem Film darttber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polycarotylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 ftir PMMA 03 betrug. 
In den folgenden Beispielen 1-133 bis 1-135 wurden Copolymere mit Carotylmethacrylat entsprechend Synthe- 
60 sebeispiel 1-25 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempf indliche Materialten hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-133 

65 Die Herstellung des Copolymers erf lgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Carotylmethacrylat g maB Synthesebeispiel 1-25 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
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lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren, Eigenschaften untersucht 

wurden. ' i ( ' "\ ,, ' • , , ' ' i . ' 

Hierbei zeigte es sich, dafi ein negatives Linien- und Zwischenraummuster nut einer Luuenbreite v n (V5 Jim 

erhalten wurde. 1 , 

Beispiel 1-134 i 

• l I i 1 ■ " < I 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Syiithesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citroneilylme- 
thacrylat durch Carotylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-25 ersetzt wurde. ; 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene L6sung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei ( wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. i 1 ■* ' 1 . 1 > * ' 1 

Hierbei zeigte es sich, dafi ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |un 

erhalten wurde. ' . . ' t ' 

Beispiel 1-135 1 ( 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Carotylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-25 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden duster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 

wurden. .... 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Luuenbreite von 0,5 *im 

erhalten wurde. 1 , ( 

Synthesebeispiel t-26 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-25 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Carotylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser L6sung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 urn dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlerenheit gegenttber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung yon gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenOber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-136 bis 1-143 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-26 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-136 bis Beispiel 1-139 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-26 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet r 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 29 zusammengefaBt Tabelle 29 enthalt dartiber hinaus Angaben 
iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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, Tabelle 29 



5 


Dai C1Tl4 A*l 

' I 1 
, 1 1 


rXlOtOSaUTe" 

generator 1 

< i' 


i-iicnuaurcn— 
ISssigkeit 

r (1 Mm) % 

. i 1 
i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


,1-136 


Triphenyl- 
sulfonium- 1 


60 


0,3 


15 


1-^137 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


. 1-138 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


1-139 


NAI ■ 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 

i 



Als Ergebnis zeigte es sich, dafi in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
30 Linienbreite von 0,1 5 \im erhaltlich war. 

Beispiel M40 bis Beispiel 1-143 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-26 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilHerten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbest&ndig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 30 zusammengefaBt Tabelle 30 enthfllt darQber hinaus Angaben 
40 fiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 30 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(l /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


1-140 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


1-141 


Diphenyl jodoniutn- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-142 


NAT -105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


65 


1-143 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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1 Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispieleeih Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 itm erhalten wurdel | i 

Synthesebeispiel 1-27 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Cadinol ersetzt wurde. Hierbei wurde Cadinylmethacrylat ferhalten. i 1 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-27 erhaltenen Monomer herriihrenderi Homopolymers: 
Polycadinylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt wobei jedoch als Monomer Cadi- 
nylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polycadinylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geidst Die erhaltene io 
Ldsung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermittela Hierbei zeigte es sich, daB die lichtdurchlassigkeit des Polycadinyimethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 p,m 45% betrug. i 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darQber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von is 
Polycadinylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-144 bis 1-146 wurden entsprechend Synthesebeispiel 1-27 Copolymere mit 
Cadinylmethacrylat synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, 
deren Eigenschaf ten untersucht wurden. 

BeispieS 1-144 , 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel H, wobei jedoch das Citroneilylme- 
— thacrylat durch Cadinylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-27 ersetzt wurde. — ~ 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 25 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 

wurden. ... 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 p.m 
erhalten wurde. 1 30 

Beispiel 1-145 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Cadinylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-27 ersetzt wurde. 35 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in L6sung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |im 40 
erhalten wurde. 1 

Beispiel 1-146 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 45 
thacrylat durch Cadinylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-27 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet deren Eigenschaften bewertet 

wurden. ... *° 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 

erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-28 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-27 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Cadinylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in qyclohexanon geidst 
Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 Jim dicker Film gebildet und dieser eo 
dann auf seine Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies b legt die Oberlegenhett gegentlber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 03 betrug. Dies belegt die 65 
Oberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-147 bis 1-154 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-28 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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i .'| ; , ■ • 

Beispiel 1-147 bis Beispiel 1-150 1 " , 

Die Herstellung der chemisch verst&rkteii Resists erfolgte'entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, w bei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-28 ersetzt wurde. 
5 Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet ' 1 < i 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Syiithesebeispiels 1-1 die Durchlftssigkeit und Trockenatzbest&ndig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 31 zusammengefaBt Tabelle 31 enthait daraber hinaus Angaben 
Uber den jeweils verwendeten Phptosauregenerator. Die jeweiligen Werte fdr die Atzrate sind auf denjenigen 
to von PMM A bezogen. t 

■ ' ' Tabelle 31 - ; . ''' 



15 


Beispiel 


1 Photos&ure- 
gener ax-or • 


Lichtdiirch- 
(1 jim) % 


Atzrate 
I xcexa ui v— , 
wert) V 

i 


20 


1-147 


Triphenyl,r 
sulfonium- 
tr'iflat- 


60 

i 


0,3 


25 


1-148 


Diphenyl jodonium- 

triflat 

i 


59 

1 ! _ 


0,3 

1 


30 


1-149 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. # Ltd.) 


61 


0>3 


35 


1-150 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



40 Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenrauramuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 y.m erhaltlich war, 

Beispiel 1-151 bis Beispiel 1-154 

45 Die Herstellung der chemisch verstirkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-28 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin warden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchl&ssigkeit und Trocken&tzbest&ndig- 
50 keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 32 zusammengefaBt Tabelle 32 enthait darilber hinaus Angaben 
ttber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle32 



Beispiel 

i • 

, 1 


Photosaurep 
generator 

i i' 

i 


(| 

Lichtdurch- 
lassigkeit 
, (1 Mm) % 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


c 
9 

1 


* 

i 1-151 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 1 


55 


0,3 


10 


1-152 , 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


I » 

i 


0,3 


15 


1-153 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
do*, Ltd.) 


61 


0,3 


20 


1-154 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 

i 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten' wurde. 

Synthesebeispiel 1-29 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Lanceol ersetzt wurde. Hierbei wurde Lancylmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-29 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Pblylancylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jeldoch als Monomer Lancyl- 
methacrylat verwendet wurde. Dieses Polylancylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gelfist Die erhaltene 
Lftsung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die lichtdurchlassigkeit des Polylancylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \im 45% betrug. ' 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darUber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polylancylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-155 bis 1-157 wurden Copolymere mit Lancylmethacrylat entsprechend Synthe- 
sebeispiel 1-29 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-155 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Lancylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-29 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in L6sung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels I- 1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-156 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Lancylmethacrylat gem&B Synthesebeispiel 1-29 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in L6sung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels I-Z Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. . . . . . 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster nut einer Linienbreite von 0,5 \un 
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erhalten wurde. . 1 , 

• ' v- . . ; . /*» • ■ ■ 

, ( ' t ' Beispiel I-157; 1 , , '' ' , .• , 

5 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das CitroneUylme- 
thacrylat durch Lancylmethacrylat gemSB Synthesebeispiel 1-29 ersetzt wurde. >' , , ■ 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1*3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetrageii! Die MaBnahmen des Vorbrennensj der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, dereh Eigenschaften bewertet 
io wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB eih positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |im , 
erhalten wurde. 1 . , ' . , 1 V 

1 i i 1 11 

1 ' , Synthesebeispiel 1-30 . i , 1 . 

15 -i * ' i ' , 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-29 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaJ3 Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Lancylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel5st 
20 Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzpiattchen ein 1 ^m dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ^rF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenOber PMMA 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
25 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 ftir PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenOber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1*158 bis 1-161 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-30 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

30 Beispiel 1-158 bis Beispiel 1-161 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 diirch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-30 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
35 ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 33 zusammengefaBt Tabelle 33 enthalt darUber hinaus Angaben 
ttber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

40 

Tabelle 33 



45 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


50 


1-158 


Triphenyl- 
sulfoniuxa- 
triflat 


60 


0,3 


55 


1-159 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-160 


MAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


65 


1-161 


NAI - 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit ' einer 
Linienbreite von 0,15 Jim erhaltlich war. ' 1 ' , • -j ' ■ ' , i 

\ , ' ' ■ ■ '< ' ' ' ' " , . 

Beispiel 1-162 bis BeispielM65 

Die Herstellung der chemisch verstSrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, w bei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-30 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet , . 1 i ; 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 34 zusammengefaBt. Tabelle 34 enthalt darQber hinaus Angaben 
ttber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMM A bezogen. ( » \ 1 , 1 St i 

Tabelle34 , , , 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 

1 . ■« 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-162 


1 

Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


i , 1 
55 


0,3 

1 


1-163 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


1— ' — 

59 


0,3 


1-164 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co* , Ltd. ) 


61 


0,3 


1-165 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. # Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 fim erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-31 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Eudesmol ersetzt wurde. Hierbei wurde Eudesmylmethacrylat erhalten. , 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-31 erhaltenen Monomer henHhrenden Homopolymers: 
Polyeudesmylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergesteilt, wobei jedoch als Monomer 
Eudesmylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polyeudesmylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die 
erhaltene Ldsung wurde auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimerla- 
serstrahl (193 nm) zu ermittela Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit des Polyeudesmylmethacry- 
lats nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \im 45 % betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurden von dem Film darQber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyeudesmylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen M66 bis 1-168 wurden Copolymere mit Eudesmylmethacrylat entsprechend 
Synthesebeispiel 1-31 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergesteilt, 
deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-166 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel M, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Eudesmylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-31 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
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lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. , , 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite v n 0,5 \im 
erhalten wurde. 

' i 1, BeispielM67 1 I 

, ' lf i • 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Eudesmylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-31 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 1 , , i , 

Hierbei zeigte es sich daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 

erhalten wurde. > 

* 1 i i 

Beispiel 1-168 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Eudesmylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-31 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jxm 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-32 

i 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-31 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Eudesmylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenUber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 ftir PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenUber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-169 bis 1-176 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des, 
Synthesebeispiels 1-32 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-169 bis Beispiel 1-172 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-32 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trocken&tzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 35 zusammengefaBt Tabelle 35 enthalt darttber hinaus Angaben 
fiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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1 - Tabelle 35 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


■I 

Lichtdurch- 
lassigk it 
< (1 fan) %, 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1 1-169 

■' i 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


1-170 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


,59 

i 1 
i ' 


0,3 

1 


' 1-171 

1 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


i 

1-172 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 

1 

1 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster rait einer 
Linienbreite von 0,15 \im erhaltlich war. 

Beispiel 1-173 bis Beispiel M76 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-32 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 36 zusammengefaBt Tabelle 36 enthalt darflber hinaus Angaben 
ttber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMM A bezogen. 

Tabelle 36 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(l ism) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-173 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


1-174 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-175 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-176 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 u.m erhalten wurdej ( ' , ■ 'j • . 1 , i 

1 • . Synthesebeispiel 1-33 

Die Syn these des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Cedrol ersetzt wurde. Hierbei wurde Cedryimethacrylat erhalten. ■ , , 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-33 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Poiycedrylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Cedryl- 
io methacrylat verwendet wurde. Dieses Poiycedrylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl i 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB d}e Lichtdurchiassigkeit des Polycedrylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \im 45% betrug. . i » » ■ , 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von den? Film darQber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
15 dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Poiycedrylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fUr PMMA 0,3 betrug. ' 

In den folgenden Beispielen 1-177 bis 1-179 wurden Copolymere mit Cedryimethacrylat entsprechend Synthe- 
sebeispiel 1-33 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. , i , 

20 ' '' 

1 ) ( Beispiel 1-177 

\ t , • 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 

thacrylat durch Ce dryimethacrylat g emaB S ynthesebeispiel 1-33 ers etzt wurde. , 

25 Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 1 ' 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |xm 
30 erhalten wurde. , ( , 

Beispiel 1-178 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
35 thacrylat durch Cedryimethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-33 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

40 Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u,m 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-1 79 

45 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das CitroneDylme- 
thacrylat durch Cedryimethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-33 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 

50 wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 pm 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-34 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-33 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Cedryimethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \xm dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberiegenheit gegentiber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des .Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberiegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-180 bis 1-187 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolym rds 
Synthesebeispiels 1-34 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-180 bis Beispiel M83 

Die Herstellung der cheinisch verstarkten Resists erfolgte entsprecherid Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-34 ersetzt wurde., 

Unter Verwendung der Resists 'wurden in der bereits geschiJdertenWeise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
tendieser Muster wurflen bewertet 1 , ' ' 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 37 zusammengefaBt Tabelle 37 ehthalt, darQber hinaus Angaben 
ttber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. , 

Tabelle 37 ' . 



10 

i i 



Beispiel 


1 Photosfiure- 
generator j 


Lichtdujrchr 
ISssigkeit 

(1 W) % 

i 


Atzrate 
(Relativ- 
wert) i 

i 


1 ( 

I 15 


1-180 


Triphenyl*- 
sulfoniuxie 

triflat 


60 

1 . 

1 ' 


0,3 


20 


1-181 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 

. . 1 


0,3 

1 


25 


1-182 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd!) 


61 


0,3 


t 

30 


1-183 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 


J 35 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 40 
Linienbreite von 0,15 um erhaltlich war. 

Beispiel 1-184 bis Beispiel 1-187 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 45 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-34 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 38 zusammengefaBt Tabelle 38 enthait darttber hinaus Angaben 50 
Uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte filr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



55 
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1 TabeUe38 

1 I 



"Do ■? cm' ol 

, 1 


generator 1 

< i' 

i 


Lichtdurch— 
lassigk it 
( 1 Hm) % 

i 


&tzrat 
(Relativ- 
, wert) 

i 


,1-184 


Triphenyl- 
sulfonium- 

uTl £ JLau 


55 | 


0,3 

i 


1-^185 

t 


Dipheny 1 j odoniuia- 
triflat 


59 j 

l 1 


0,3 


' 1-186 

i 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


■ 

61 


0,3 


1-187 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 

1 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,1 5 Jim erhaltenj wurde. 

Synthesebeispiel 1-35 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Guajol ersetzt wurde. Hierbei wurde Guajylmethacryiat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-35 erhaiteren Monomer herrQhrenden Homopolyraers: 
Polyguajylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Guajyl- 
methacryiat verwendet wurde. Dieses Polyguajylmethacrylat wurde in Cyclohexanon gel6st Die erhaltene 
Ldsung wurde aiif ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die D urchins sigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyguajylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 |im 45% betrug. , 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darttber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyguajylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispieien M88 bis M90 wurden Copolymere mit Guajylmethacryiat entsprechend Synthe- 
sebeispiel 1-35 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-188 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylrae- 
thacrylat durch Guajylmethacryiat gemaB Synthesebeispiel 1-35 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel I- 1 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurdea 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-189 

Die H rstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Guajylmethacryiat gemaB Synthesebeispiel 1-35 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene L6sung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen d s Beispiels 1-2. Hi rb i wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierb i zeigte es sich, daB ein negativ s Linien- und Zwischenraummust r mit einer Linienbreite von 03 H m 
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erhalten wurde. • .' ' ' 1 , 

, Beispiel 1-190 1 , ' 

1 - i 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 5 
• thacrylat durch Guajylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-35 ersetzt wurde. 1 ^ 1 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet deren Eigenschaf ten bewertet 
wurden. , ,10 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer, Linienbreite von 0,5 |tm 

erhalten wurde. 1 

1 

1 1 1 ■ 

Synthesebeispiel 1-36 

, • ' > 15 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-35 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemHB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Guajylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzpl&ttchen ein 1 jim dicker Film gebildet und dieser 20 
dann auf seine Durchl§ssigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 25 
Oberlegenheit des Copolymers gegenOber PMMA, 

In den folgenden Beispielen 1-191 bis 1-198 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-36 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

1 Beispiel 1-191 bis Beispiel M94 30 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-36 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderteh Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet _ 35 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels I- 1 die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 39 zusammengefaBt Tabelle 39 enthalt dartiber hinaus Angaben 
Qber den jeweils yerwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
,von PMMA bezogen. 

40 

Tabelle 39 i 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 pm) % 


&tzrate 

(Relativ- 

wert) 


45 


1-191 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


50 


1-192 


Diphenyljodonium- 
triflat 


59 


0 # 3 


55 


1-193 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


60 


1-194 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 


65 
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Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite v n 0,15 jim erh&ltlich war. i i ( ' ' I 1 

\ , 1 - i i i ' . ( • ' 

Beispiel 1-195 bis Beispiel 1-198 

' 1 1 i ■ i 1 i. ■ 1 11 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-1 1, w bei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-36 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet , 1 j ' 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trocken&tzbest&ndig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 40 zusammengefaBt Tabelle 40 enth&lt dartlber hinaus Angaben , 
Uber den jeweils verwendeteri Photosauregenerator. pie jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
v n PMM A bezogen. 1 , \ 1 , 1 1 ' 

" i.i i ' 1 i i 1 I I 

■i . Tabelle 40 ' , , 



Beispiel 


PhotosSure- 
generator 

1 ' ■ * 


Lichtdurch- 
, lassigkeit 
(1 Ana) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-195 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 

i ■ 


55 


0,3 


1-196 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


i 

59 


0,3 


1-197 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-198 


NAI • 105, 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 tun erhalten wurde. 

Syntbesebeispiel 1-37 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Kessoglykol ersetzt wurde. Hierbei wurde Kessoglycoxylmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gem&B Synthesebeispiel 1-37 erhaltenen Monomer herrQhrenden Homopolymers: 
Poly kessoglycoxylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer 
Kessoglycoxylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polykessoglycoxylmethacrylat wurde in Cyclohexanon 
geldst Die erhaltene L5sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen 
ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermittela Hierbei zeigte es sich, daB die Uchtdurchl&ssigkeit des Polykesso- 
glycoxylmethacrylats nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \im 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darttber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelL Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polykessoglycoxylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fflr PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-199 bis 1-201 wurden Copolymere mit Kessoglycoxylmethacrylat entsprechend 
Synthesebeispiel 1-37 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, 
deren Eigenschaf ten untersucht wurden. 

Beispiel 1-199 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel M, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Kessoglycoxylmethacrylat gemfiB Synthesebeispiel 1-37 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die erhaltene L5sung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 



78 



' . 1 1 

1 DE 195 25 221 Al 

i i . 1 ; | , • ■ 

lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht \ l 
wurden. 1 I ' 1 i ' 1 1 ' • , , i 1 i • 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn . 

erhalten wurde. ■■ « , ' i 

i 1 i ' ' 5 

( , ' Beispiel I T 200 ' t ' 

. i i ii ■ 1 i ( i . 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Kessoglycoxylrnethacrylat gemftB Synthesebeispiel 1-37 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung io . 
wurde auf ein SiliziumplSttchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- i , 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden, \ < \ ■ • ', ' , [ ' . v ' i , ' 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im / . 

erhalten wurde. 1 ' 1 , , i i ' is 

1 Beispiel 1-201 1 y j 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Kessoglycoxylrnethacrylat gem&B Synthesebeispiel 1-37 ersetzt wurde. 20 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. » " 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \irn 25 
erhalten wurde. 1 

1 ' * 1 

Synthesebeispiel 1-38 ( 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-37 erhaltenen Monomer hergestellt 30 1 
Das erhaltene copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht , 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Kessoglycoxylrnethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon 
geldst Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzpl&ttchen ein 1 jim dicker Film gebildet und 
dieser dann auf seine Durchiassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte 35 
es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenUber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. 40 

In den folgenden Beispielen 1-202 bis 1-209 wurden chemisch verstfirkte Resists mit dera Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-38 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-202 bis Beispiel 1-205 

45 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-38 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
t n dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchiassigkeit und Trocken&tzbest&ndig- 50 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 41 zusammengefaBt Tabelle 41 enth&lt darttber hinaus Angaben 
Uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

55 



60 



65 
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, ■ Tabelle 41 

■ 1 i 



1 

5 


Beispiel 

( i 


Pno to s aur e 
generator 1 


jj j. cn ta ujl en — 
lassigkeit 
(1 nm) % 

i 


At z late 

(Relativ- 
wert) 


10 


, 1-202 


Triphenyl- 
sulfoniuia- 


60 


0,3 

1 


15 


I-r203 

1 


Diphenyl jodoniuia- 
triflat 


59 

1 i 

l 1 


0,3 


20 


1-204 

t 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


1-205 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


t 

60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
30 Linienbreite von 0,1 5 \im e rhal tlich war. 

Beispiel 1-206 bis Beispiel 1-209 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-38 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschiMerten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 42 zusammengefaBt Tabelle 42 enthalt darttber hinaus Angaben 
40 Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fflr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMM A bezogen. , 

Tabelle 42 



45 
50 


Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


1-206 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0 # 3 


1-207 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 




60 


1-208 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-209 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. # Ltd.) 


60 


0,3 
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1 Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispieleein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurd . i » 1 

l 1 * ■ 

Synthesebeispiel 1-39 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durcih dieselbe Men^e 
Phytol ersetzt wurde. Hierbei wurde Phytyimethacrylat erhalten, » 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-39 erhaltenen Monomer herrtihrenden Homopolymers: 
Polyphytylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Phytyi- 
methacrylat verwendet wurde. Dieses Polyphytylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, urn die Durchiassigkeit fflr einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die lichtdurchiassigkeit des Polyphytylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 |xm 45% betrug. , , 1 m 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darttber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyphytylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. i 

In den folgenden Beispielen 1-210 bis 1-212 wurden Copolymere mit Phytyimethacrylat entsprechend Synthe- 
sebeispiel 1-39 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 
i 

Beispiel 1-210 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel M, wobei jedoch das Citronellylme- 
~thacrylat durch Phytyimethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1^39 ersetzt wurde. , 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 1 

Beispiel 1*211 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Phytyimethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-39 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
Iung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 

wurden. . . ..... ~ c 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 n.m 

erhalten wurde. 

Beispiel 1-212 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Phytyimethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-39 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 

wurden. . . . . . . e 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 nm 

erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-40 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-39 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das CitroneUylmethacry- 
lat durch Phytyimethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzpiattchen ein 1 Jim dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchiassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit geg nUber PMMA m 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. # m 

In den folgenden Beispielen 1-213 bis 1-220 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-40 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-213 bis Beispiel 1-216 

Die Herstellung der chemisch verstftrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-40 ersetzt wurde. 
5 Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten,Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
tendieser Muster wurden bewertet ' ' i ' 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchiassigkeit und Trocken&tzbestftndig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 43 zusammengefaBt Tabelle 43 enthftlt darttber hinaus Angaben 
tiber den jeweils verwendeten Photosfturegenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
to von PMMA bezogen. , , ■ 

Tabelle43 • 1 



15 


Beispiel 


1 Photos Sure- 
generator 

i 


Lichtdurch'- I 
x ass lgKeit 
(1 Jim) % 

J ! 1 


Atzrate 
(R6iariv M , 
wert) "i 


20 


1-213 


Triphenyli- 
sulfonium- 
triflat 


60 

». 


0,3 


25 


1-214 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 

1 ! — 


0,3 


30 


1-215 


NAT- 105 

(Midori Kagaku • 
Co./ Ltdw) 


61 


0,3 


35 


1-216 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



40 Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 \im erhftltlich war. 

Beispiel 1*217 bis Beispiel 1-220 



45 



Die Herstellung der chemisch verstftrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-40 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet m 
Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchiassigkeit und Trockenfttzbestftndig- 
50 keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 44 zusammengefaBt Tabelle 44 enthftlt darttber hinaus Angaben 
Uber den jeweils verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



55 
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Tabelle44> 





1 

irllO to s aure" | 

generator 1 

■ « i ii 


lassigkeit >' , 
(1 Mm) % 


S 4" 9i*a+ , p 

A La J- CI w»*3 

(Relativ- 
weart) ' 

i 


1-217 


Triphenyl- 
sulf onium- 
tririat ( f 




0,3 \- _ 

" i 


1-218 


Dipheny 1 j odonium- 
trif lat 


i > 
59 • , 

i 'i 

i 


, 0,3 

1 . 

i ' 

I , 


1-219 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co j / Ltd.) 


i 

. 6i 1 


0,3 


1-220 


NAI • 105 , 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


' 60 , 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischehraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 |im erhalten wurde. ' 1 

Synthesebeispiel 1-41 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Sclareol ersetzt wurde. Hierbei wurde Sclarylmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel Ml erhalten^n Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polysclarylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Sclaryl- 
methacrylat verwendet wurde. Dieses Polysclarylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchl&ssigkeit des Polysclarylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 nm 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dartiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigera Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polysclarylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-221 bis 1-223 wurden Copolymere mit Sclarylmethacrylat entsprechend Synthe- 
sebeispiel 1-41 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialmen hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-221 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Sclarylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel Ml ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1*1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 

wurden. . . . . . ^ - 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit emer Linienbreite von 0,5 \im 

erhalten wurde. 

Beispiel 1-222 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Sclarylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel Ml ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
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erhalten wurde. , 1 • 1 , , 

ii ,, ■ 1 i 1 

, Beispiel 1-223 ' 1 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
, thacrylat durch Sclarylmethacrylat gem&B Synthesebeispiel Ml ersetzj wurde, ■ , 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 nm 
erhalten wurde. i 

Synthesebeispiel 1 1-42 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-41 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gem&B Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Sclarylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser. Losung wurde auf einem Quarzpl&ttchen ein 1 \im dicker Him gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchl&ssigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegentiber PMMA 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegentiber PMMA 1 

In den folgenden Beispieien 1-224 bis 1-231 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-42 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

, Beispiel 1-224 bis Beispiel 1-227 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-42 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 45 zusammengefaBt Tabelle 45 enth&lt daruber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosiuregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 45 



Beispiel 


Photosfiure- 
generator 


Lichtdurch- 
l&ssigkeit 
(1 nm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-224 


Triphenyl- 
sulfonixom- 
triflat 


60 


0,3 


1-225 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-226 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-227 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 

Linienbreite von 0,15 ^merhaitlich war. ' , i ' , I 1 

'» i ' " , - 

Beispiel 1-228 bis Beispiel 1-231 , , . 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml,i wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeisipiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-42 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet , i I 

Weiterhin wurden, wie audi im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlissigkeit und Trockenfttzbesttadig- io 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 46 zusammengefaBt tabelle 46 enthalt darflber hinaus Angaben i , 
Uber den jeweils verwendeten, Photosfcuregenerator. Die jeweiligen, Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. \ » \ i 

'••!.' " . ' i ' 1 I I ' 

1 TabeUe46 1 , i 15 

. ' / 'f ■ , i, < 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 

■ >< 

, u ! 


i 

Lichtdijirch- 
l&ssigkeit 
(1 fun) % 

i 


i 

Atzrate 

(Relativ- 

wert) 








0,3 


1-228 


-Triphenyl 

sulfonium- 
triflat 


55 

i ■ 1 


1-229 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-230 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-231 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 n,m erhalten wurde- 45 

Synthesebeispiel M3 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Manool ersetzt wurde. Hierbei wurde Manylmethacrylat erhalten. so 

Bewertung des von dem gem&B Synthesebeispiel 1-43 erhaltenen Monomer herrflhrenden Homopolymers: 
Polymanylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Manyl- 
methacrylat verwendet wurde. Dieses Polymanylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polymanylmethacrylats nach 55 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \im 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dartiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polymanylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fOr PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-232 bis 1-234 wurden Copolymere mit Manylmethacrylat entsprechend Synthe- 60 
sebeispiel 1-43 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-232 

65 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Manylmethacrylat gemiiB Synthesebeispiel 1-43 ersetzt wurde. 
Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
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wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des V rbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden 1 Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. , 1 ' l( 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. ' 

. ( ■ " ' ' ' i 

1 BeispieM-233 , i 

i 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Manylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel M3 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Ehtwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 11 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 pin 

erhalten wurde. , 1 

i i 

Beispiel 1-234 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Manylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-43 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene LOsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen d es Beis piels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. ( 1 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 p.m 
erhalten wurde. 

1 Synthesebeispiel 1-44 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-43 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das QtroneUylmethacry- 
lat durch Manylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser Lftsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 p.m dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fOr einen ArF-Excimerlaserstrabl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. , 

In den folgenden Beispielen 1-235 bis 1-242 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-44 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-235 bis Beispiel 1-238 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-44 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 47 zusammengefaBt Tabelle 47 enthalt dartlber hinaus Angaben 
tiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte far die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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i 1 TabeUe47 



Beispiel 

i . 

, 1 

i 


PhotosSure,- 
generator 


'i 

Lichtdurch- 
lassigk it 
, (l m») % , ; 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


• 1-235 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


1-236 , 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 

1 t 

t 1 

i 


0,3 


1-237 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


I-238_ 


NAI - 105 

_ (Midori Kagaku 

Co., Ltd.) 


60 


1 



Als 1 Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 urn erhaltlich war. 

Beispiel 1-239 bis Beispiel 1-242 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-44 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 48 zusammengefaBt Tabelle 48 enthait daruber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten PhotosSuregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMM A bezogen. i 

Tabelle 48 



Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 jra) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-239 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


1-240 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-241 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


1-242 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedera dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhaiten wurde. . . . '.' ' , 

\ 1 ' i ' 1 i * 

i Synthesebeispiel 1-45 ' ' 

5 , 1 i ' , ( , v ' , ' - t ' ' 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, 1 wobei jedoch Citronell 1 durch dieselbe Menge 
Hinokiol ersetzt wurde. Hierbei wurde Hinokylmethacrylat erhaiten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-45 erhaltenen Monomer herrOhrenden Homopolymers: 
Poly hinokylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Hin- 
10 okylmethacrylat verwendet wurde! Dieses Polyhinokylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchl&ssigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyhinokylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \im 45% betrug. , , . . \ ' \ . 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darttber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
15 dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohienstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyhinokylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. ' > ' 

In den folgenden Beispielen 1-243 bis 1-245 wurden Copolymere mit Hinokylmethacrylat entsprechend Syn- 
thesebeispiel 1-45 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden tichtempfindliche Materialien hergestellt, 
deren Eigenschaf ten untersucht wurden. , 
20 ■ , ' -i| 

1 H Beispiel 1-243 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend SynthesebeispieM-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Hinokylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-45 ersetzt wurde. 
25 Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpl&ttchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften t untersucht 
wurden. 1 1 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 um 
30 erhaiten wurde. 

Beispiel 1-244 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
35 thacrylat durch Hinokylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-45 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend BeispM 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpl&ttchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

40 Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \un 
erhaiten wurde. 

Beispiel 1-245 

45 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Hinokylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-45 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht. Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
50 wurden. > 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhaiten wurde. 

Synthesebeispiel 1-46 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-45 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Hinokylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
60 Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 jxm dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegentiber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohienstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
65 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegentiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-246 bis 1-253 wurden chemisch verstirkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-46 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-246 bis Beispiel 1-249 

I . ' I i I! • ' . 1 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis, Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch clas Copolymer des Synthesebeispiels 1-46 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
tendieser Muster wurden bewertet , 1 L , 1 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlissigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelie 49 zusammengefaBt f abelle 49 enthalt darttber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. , > 

' • • ■■ 

TabeUe43 , 1 

1 . * . • . i i \, . 



i_ : i , i 



Beispiel 


PhotosSure- 
generator 

l 


Lichtdujrch- 
l&ssigkeit 

(1 W) % 

i 

i i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 

i 


1-246 


Triphenyl^ 
sulfoniuriH 
trif lat 1 


60 


0,3 


1-247 


Diphenyljodonium- 
triflat 


59 

i ■ 1 


0,3 


1-248 


N^T-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


i i 

61 


o;3 


1-249 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 \im erhaltlich war. 

Beispiel 1-250 bis Beispiel 1-253 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-1 1, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-46 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch ini Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelie 50 zusammengefaBt Tabelie 50 enthalt' dartlber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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, TabeUe50 



5 


Beispiel 

i . , 

i | ' 


Photosaure- 
generator 

1 i' 


Lichtdurch- 
ISssigk it 
1 (1 Mm) % 

i 


JLtzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-250 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


1-251 

I 

i 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 

i 1 


0,3 


20 


. 1-252 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


i 

61 


0,3 


25 


1-253 


MAX • 105 
(Midori Kagaku 
"Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-47 

Die Synthese des Synthesebeispiels M wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
35 Ferruginol ersetzt wurde. Hierbei wurde Ferruginylmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-47 erhalten^n Monomer herrOhrenden Homopolymers: 
Polyferruginylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer 
Ferruginylmethacrylat verwendet wurde. Dieses Polyferruginylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die 
erhaltene Ldsung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerla- 
40 serstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlissigkeit des Polyferruginylmethacry- 
lats nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \im 45% betrug. , 
Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dartiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt. Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Pol^erruginylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 
45 In den folgenden Beispielen 1-254 bis 1-256 wurde Copolymere mit entsprechend Synthesebeispiel 1-47 
Ferruginylmethacrylat synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, 
deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-254 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Ferruginylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-47 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in Lftsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein SiliziumplSttchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
55 lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

60 Beispiel 1-255 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellyime- 
thacrylat durch Ferruginylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-47 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
65 wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprach n denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden, 

Hierb i zeigt s sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite v n03nra 
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1 » ' . 1 

erhalten wurde. 1 ' 1 1 ( 1 

1 ' ' ' ■ • ! • • 

l Beispiel 1-256 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch I; erriiginylmethacrylat gemiB Synthesebeispiel M7 ersetzt wurde, 1 i 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpl&ttchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
Iung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurdea , 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 

erhalten wurde. 1 

' 1 | i 

1 1 Synthesebeispiel 1-48 

1 1 - i 1 • i 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-47 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gem&B Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Ferruginylmethacrylal ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelttst 
Unter Verwendung dieser' L5sung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 p.m dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine DurchlSssigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daBrdie Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-257 bis 1-264 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-48 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

1 Beispiel 1-257 bis Beispiel 1-260 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-48 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels I- 1 die Durchl&ssigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 51 zusammengefaBt Tabelle 51 enthiilt daruber hinaus Angaben 
Qber den jeweils yerwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 51 



Beispiel 


Photo sfiure- 
generator 


Lichtdurch- 
iassigkeit 
(1 ftm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-257 


Triphenyl- 
sulfoninm- 
triflat 


60 


0,3 


1-258 


D ipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-259 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-260 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 |xm erhaltlich war. 1 i . 1 , , 

Beispiel 1-261 bis Beispiel 1-264 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, jvobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-48 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 1 j ' ; 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 52 zusammengefaBt Tabelle 52 enthalt darOber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 
vonPMMAbezogen. ( 1 , t ' • , , 

! . i ! ' 1 i i ' I i 

i Tabelle52 1 , , 



Beispiel 


PhotosSure- 
geherator 

■ .i 
ji .i 


Lichtdurch- 
, lassigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-261 


Triphenyl- 
sulfoniuia- 
triflat 


55 "" 


0,3 


1-262 


Diphenyljodonium- 
triflat 


t 


0,3 


1-263 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-264 

i 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-49 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-1 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Totarol ersetzt wurde. Hierbei wurde Totarylmethacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gem&B Synthesebeispiel 1-49 erhaltenen Monomer herrtlhrenden Homopolymers: 
Polytotarylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Tota- 
rylmethacrylat verwendet-wurde. Dieses Polytotarylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit filr einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polytotarylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \im 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darOber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfarmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF#) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polytotarylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-265 bis 1-267 wurden Copolymere mit Totarylmethacrylat entsprechend Synthe- 
sebeispiel 1-49 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-265 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-1, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Totarylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-49 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolym r wurde entsprechend Beispiel 1-1 in L6sung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
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lung entsprachen denjenigen des Beispiels I-l. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 

wurdea . '■.!■»....... 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Lmienbreite von 0,5 urn 

erhaltenwurde. , . 

.,5 

< 1 Beispiel 1-266 i 

. M . 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Totarylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel M9 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene i-dsung io 
wurde auf ein Siiiziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden* ' < i 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Lmienbreite von 0,5 Jim 

erhaltenwurde. 1 , < * 5 

Beispiel 1-267 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Totarylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-49 ersetzt wurde. 20 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in L5sung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siiiziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurden. -~ 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbi;eite von 0,5 'urn 25 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-50 

Es wurde eine'andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-49 erhaltenen Monomer hergestellt 30 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Totarylmethacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzpiattchen ein 1 u.m dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 35 
daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlesenheit gegenttber PMMA 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenttber PMMA. In den folgenden Beispielen 1-268 bis 1-275 wurden chemisch 40 
verstarkte Resists mit dem Copolymer des Synthesebeispiels 1-50 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin 1 
untersucht 



Beispiel 1-268 bis Beispiel 1-271 



45 



Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-50 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels I-l, die Durchl&ssigkeit und Trockenatzbestandig- 50 
keit bewertet 

Die Ergebnisse sind in Tabelle 53 zusammengefaBt Tabelle 53 enthftlt darttber hinaus Angaben ttber den 
jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von 
PMMA bezogen. 

55 



60 



65 
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Tabelle53 



5 




ArllOuOSaUir — 

generator , 

. i i ii . 


1 ' '. • 

iiicrrcaurcn— 
lfissigkeit 
(1 fm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-268 


Triphehyl- 
sulf onium- 
trirlat , 


i 60 

i 1 • ' ' 

l 


0,3,, 


15 


1-269 


i 

Diphenyl j odonium- 
trif lat 




1 


20 


1-270 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd* ) 


1 

1 

61 ( 

1 i 


1 

0,3 


25 


1-271 


NAI-105 (i : 
(Midori 1 Kagaku 
Co. # Ltd.) 


60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
30 Linienbreite von 0,1 5 \im erhaitlich war. 

Beispiel 1-272 bis Beispiel 1-275 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-50 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trocken&tzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 54 zusammengefafit Tabelle 54 e nth alt darflber hinaus Angaben 
40 tiber den jeweils verwendeten Photos auregenera tor. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMM A bezogen. 

Tabelle 54 



45 
50 


Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


1-272 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


1-273 


Diphenyl jodoni um- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-274 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-275 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedera dieser Beispiele ein Linieh- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 um erhalten wurdel ' ( i ' . . I 1 

\ , 1 •» i 1 . . » 

Synthes beispiel 1-51 , ' 

' ' » 1 • 1 * c 

i , 1 1. i i 5 

Die Synthese des Synthesebeispiels I-l wurde wiederholt, wobei jedoch Citroriellol durch dieselbe Menge 
Sugiol ersetzt wurde. Hierbei wurde Sugylmethacryiat erhalten. , ■ 

Bewertung des von dem gemaB SynthesebeispielI-51 erhaltenen Monomer herrflhrenden Homopolymers: , 
Polysugylmethacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel I-l hergestellt, wobei jedoch als Monomer Sugyl- 
methacrylat verwendet wurde. Dieses Polysugylmethacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene io 
Ldsung wurde auf ein Quarzpifittchen aufgetragen, urn die Durchiassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl 1 i 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Uchtdurchlissigkeit des Polysugylmethacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 jim 45% betrug. i 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darUber hinaus die Atzrate bei Verweri-, ' 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei ^eigte es sich, 1 daB die Atzrate von 15 
Polysugylmethacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fUr P MM A 03 betrug. 1 

In den folgenden Beispielen 1-276 bis 1-278 wurden Copolymere mit Sjugylmethacrylat entsprechend Synthese- 
beispiel 1-51 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. , , , 1 1 

1 20 
1 Beispiel 1-276 

, i- ? ' , , 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel I-l, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Sugylmethacryiat gem§B Synthesebeispiel 1-51 ersetzt wurde. 1 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel I-l in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 25 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels I-l. Hierbei wurden, Muster gebildet, deren Eigenschaften 1 untersucht 
wurden. , 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |im 
erhalten wurde. 1 1 ' ' 30' 

1 

Beispiel 1-277 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das CitroneDylme- . . 
thacrylat durch Sugylmethacryiat gemaB Synthesebeispiel 1-51 ersetzt wurde. 35 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 40 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-278 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wobei jedoch das Citronellylme- 45 
thacrylat durch Sugylmethacryiat gemaB Synthesebeispiel 1-51 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung . 
wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften bewertet 
wurdea so 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 nm 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-52 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-51 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylmethacry- 
lat durch Sugylmethacryiat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzpiattchen ein 1 jim dicker Film gebildet und dieser 60 
dann auf seine Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB di Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate di ses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die 65 
Oberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-279 bis 1-286 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-52 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

95 
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f Beispiel 1-279 bis Beispiel 1-282 

i , " t , 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-52 ersetzt wurde. 
5 Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
■ ten dieser Muster wurden bewertet ■ i 

Weiterhih wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trocken&tzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 55 zusammengefaBt Tabelle,55 enthait darttber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
io von PMMA bezogen. 

Tabelle 55 



15 


Beispiel 1 

t 


Photosfiure- 
generator 


Lichtdurch- 
l&ssigkeit 
(1 urn) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


20 


i 

1-279 

i 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


25 


1-280 


Diph^enyl j odonium- 
triflat 


59 


0i,3 


30 


i 

1-281 


NAT- 105 
(Midori KagaJcu 
Co. / Ltd.) 


61 


0,3 


35 


1-282 


MAI -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Unienbreite von 0,1 5 \im erhaltlich war. , 

Beispiel 1-283 bis Beispiel 1-286 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-52 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet* 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 56 zusammengefaBt Tabelle 56 enthait darttber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fflr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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i .' Tabelle56 



Beispiel 


PhotosSure- 
gener ator 

■ i' 


Lichtdurch- 
ISssigkeit 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 

i 


i 1-283 


Triphienyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


10 


1-284 , 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 

i 1 


0,3 


15 


1-285 

1 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


20 


1-286 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd.) 


60 


0,3 

i 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Iinien- und Zwischenraumrauster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-53 

24 g AcrylsSure, 31 g Citroneliol und 1,5 g p-ToluoIsulfonsaure in 500 ml Toluol wurden bei einer Olbadtempe- 
ratur von 150°C 19 h lang auf RtlckfluBtemperatur erwarmt Danach wurde das Reaktionsgemisch durch Zusatz 
einer salzgesattigten NatriumbicarbonatlSsung gequentscht Das Ldsungsgemisch wurde mit Ether extrahiert 
Die organischen Schichten wurden vereinigt und mit einer salzgesattigten Natriumbicarbonatldsung, einer 
Natriumhydroxidldsung und anschlieBend einer salzgesattigten Ammoniumchloridldsung gewaschen und^ 
schlieBHch Uber salzgesattigter Salzlake und wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet Zuletzt wurde das erhalte- 
ne dlige Produkt unter vermindertem Druck eingedampft, wobei Citronellylacrylat erhalten wurde. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-53 erhaltenen Monomer herrOhrenden Homopolymers: i 
Polycitronellylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-1 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Citronel- 
lylacrylat verwendet wurde. Das erhaltene Polycitronellylacrylat wurde in Cyclohexanon gel6st Die erhaltene 
L&sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchiassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit des Polycitronellylacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 Jim 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurden von dem Film daiUber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasf6rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polycitronellylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 ftir PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-287 bis 1-289 wurden Copolymere mit Citronellylacrylat entsprechend Synthese- 
beispiel 1-53 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-287 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel M, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Citronellylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-53 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-1 in L6sung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-1. Hierbei wurden Muster gebildet, -^eren Eigenschaften untersucht 

wurden. , 
Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 

erhalten wurde. 

Beispiel 1-288 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellylme- 
thacrylat durch Citronellylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-53 ersetzt wurde. 
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Das hierbei erhaltene Copolymer, wurde entsprechend Beispiel 1-2 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, deir Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-2. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 
wurden. 1 . » 1 , 

5 Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 

erhaltenwurde. 1 i ' ' ■ i 1 

i i » , i , .i 

Beispiel 1-289 , 
1 . 1 j 1 * 

10 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Synthesebeispiel 1-3, wbbei jedoch das Citronellyime- 
thacrylat durch Citronellylacrylat gemfiB Synthesebeispiel 1-53 ersetzt wurde. ( , 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-3 in Ldsung gebracht Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwick- 
lung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-3. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften untersucht 

is wurden. i ' ' 1 , ... i 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 nm 
erhaltenwurde. 1 1 1 • ■ 

1 1 
, Synthesebeispiel 1-54 , 

20 ' ' ' ' ' * 

Es wurde eine andere Art 'von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-53 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-2, wobei jedoch das Citronellyimethacry- 
lat durch Citronellylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
25 Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchiassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber PMMA. , 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeisptels 1-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
30 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenflber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-290 bis 1-297 wurden chemisch versttrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-54 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

35 Beispiel 1-290 bis Beispiel 1-293 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-54 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
40 ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchiassigkeit und Trocken&tzbest&ndig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 57 zusammengefaBt Tabelle 57 enthait darttber hinaus Angaben 
Qber den jeweiis verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabelle 57 





Beispiel 

i 


| r-rr 1 — " " 

Photos Sure- 
generator , 

i 


Lichtdurch- 
lassigkeit , 
(1 ,*«),% 

' '''' 


Atzrate 
(Relativ- 
werfc) 1 




1-290 


Tz;iphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


i 

i 60 

i , i 

1 1 

i | ' • 


0,3 




1-291 

i 


Dipheriy 1 IjocJonium- 


59 , 1 

i 'i ■ 

— i — . 


0,3 ■ 

1 ' 1 




1-292 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co,. , Ltd. ) 


i 


0*3 




1-293 


NAI105 " ' 
(Midori Kagaku 


6b 


0,3 






| Co. , Ltd. ) 







Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 erhaitlich war. 1 ■ 

i 

Beispiel 1-294 bis Beispiel 1-297 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfoigte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-54 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Faile des Synthesebeispiels 1-1, die DurchlSssigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 58 zusammengefaBt Tabelle 58 enthilt dartiber hinaus Angaben 
ttber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 58 



Beispiel 


Photos Sure- 
generator 


Lichtdurch- 
ISssigkeit 
(1 im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-294 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


1-295 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-296 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


1-297 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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i Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele, ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 vim erhalten wurde. '« , 

1 Synthesebeispiel 1-55 1 . 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Pinocampheol ersetzt wurde. Hierbei wurde Piriocamphylacrylat erhalten. , i 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-55 erhaltenen Monomer herrilhrenden Homopolymers: 
Polypinocamphylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer 
Pinocamphylacrylat verwendet wurde. Dieses Polypinocamphylacrylat wurde in Cyclohexanon gel6st Die erhal- 
tene Ldsung wurde auf ein Quarzpl&ttchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaser- 
strahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polypinocamphylacrylats 
nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 ^m45°/o betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dartiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polypinocamphylacrylat unter Annahme eiher Atzrate von 1 fdr PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-298 bis 1-300 wurden Copolymere mit Pinocamphylacrylat entsprechend Syn- 
thesebeispiel 1-55 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, 
deren Eigenschaften untersucht wurden* 

1 Beispiel 1-298 

i 1 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Pinocamphylacrylat gem&B Synthesebeispiel 1-55 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaitene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. , 

Beispiel 1-299 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Pinocamphylacrylat gem&B Synthesebeispiel 1-55 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. , 

Beispiel 1-300 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Pinocamphylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-55 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-56 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-55 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Pinocamphylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 ym dicker Film gebildet und dieser 
dann auf seine Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, 
daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenfiber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenttber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-301 bis 1-308 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-56 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-301 bis Beispiel 1-304 

. 1 r v ' ■. 1 i ■ i 1 • •/ ■ i - ■ 1 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-56 ersetzt wurde. , 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten ( Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 5 
ten dieser Muster wurden bewertet ' ' ; , 1 ' 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 59 zusammengefaBt Tabelle 59 ehthalt darQber hinaus Angaben 
iiber den jeweils verwendeten Photosaiiregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. ( , 10 
■ , - \ . ' ■ . '1 ' 1 

Tabelle59 ' • ' , 
1 . 1 .• . i. ■ \ . 



Beispiel 


' PhotosSure- 
generator ■ 


Lichtdu^chr 
lSssigkeit 

( 1 [Mm } 3» 

1 


&tzrate 
(Relativ- , 
wert ) i 


1-301 


Triphenylr 
sulf onium- 
tri f lat ' 


60 

1. 


0,3 


1-302 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 

1 


0,3 


1-303 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd* ) 




0/3 


1-304 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



1 15 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 40 
Linienbreite von 0,1 5 \un erhaltlich war. 

Beispiel 1-305 bis Beispiel 1-308 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 45 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-56 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaf ten bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 60 zusammengefaBt Tabelle 60 enthalt darQber hinaus Angaben 50 
Qber den jeweils verwendeten Photosaiiregenerator. Die jeweiligen Werte ffir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



101 



BNSDOCID: <DE_1 9525221 A1J_> 



DE 195 25 221 Al 

• , Tabelle60 



Beispiel 

, 1 i 


Photos aure- 
generator 


Lichtdiirch- 
lassigkeit 

. (i m) % 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


, 1-305 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat ' 


55 


0,3 


1-306 

i 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


, 1-307 

1 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-308 


NAI-105 
(Midori Kagaku 

Co~ — LtdvJ 


l 

60 


0,3 

1 

1 



Es zeigte sich, dafi in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-57 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
G raniol ersetzt wurde. Hierbei wurde Geranylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-57 erhaltenen Monomer herrOhrenden Homopolymers: 
Polygeranylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Geranyla- 
crylat verwendet wurde. Dieses Polygeranylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung wurde 
auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polygeranylacrylats nach Umrechnung auf eine 
Filmdicke von 1 \im 45% betrug. , 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dartiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polygeranylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-309 bis 1-311 wurden Copolymere mit Geranylacrylat entsprechend Synthese- 
beispiel 1-57 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-309 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Geranylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-57 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jxm 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-310 

Di Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Geranylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-57 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierb i zeigt s sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreit von 0,5 Jim 
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erhalten wurde. ' ' ' ' ■ , ' 

, BeispielI-311 ' , ' 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte eritsprechend Beispiei 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
■ durchGeranylaciylatgemaBSynthesebeispielI-57ersetztwurde- . i i 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde eritsprechend Beispiei 1-289 , in Losung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives IJnien- 1 und Zwischenraummuster mit einer Unienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 1 

|( Synthesebeispiel 1-58 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-57 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Geranylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenUber PMMA- 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 'fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenttber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-312 bis 1-319 wurden chemisch verstftrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-58 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

i Beispiei 1-312 bis Beispiei 1-315 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiei 1-4 bis Beispiei 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-58 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels I-t, die Durchl&ssigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 61 zusammengefaBt Tabeile 61 enthalt daruber hinaus Angaben 
Qber den jeweils yerwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 61 



Beispiei 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-312 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


1-313 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-314 


MAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-315 


NA1 • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 ^imerhaltlich war. •»'" t ■ \ > v' 1 ( , 

| Beispiel 1-316 bis Beispiel 1-319 ' 

5 , 1 1 i 1 i 1 i ' ' 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-58 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet i ', ' 

io Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 62 zusammengefaBt Tabelle 62 enth&lt dartiber hinaus Angaben , 
fiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. ( 1 t * t ' ,,• . \ ' v., 

is i 1 ' Tabelle62 -i ' ' ' • 

i 1 1 



20 


Beispiel 


Photos Sure- 
generator 

. K 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 im) % 


Atzrate 1 

(Relativ- 

wert) 


25 


1-316 


Triphenyl- 
sulf oniuia- 
triflat 


55 


0,3 


30 


1-317 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 




0,3 


35 


1-318 


NAT • 105 1 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


1-319 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

45 

Synthesebeispiel 1-59 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Fenchylalkohol ersetzt wurde. Hierbei wurde Fenchylacrylat erhaltea 
50 Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-59 erhaltenen Monomer herrUhrenden Homopolymers: 
Polyfenchylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Fenchyl- 
acrylat verwendet wurde. Dieses Polyfenchylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung wurde 
auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyfenchylacrylats nach Umrechnung auf eine 
55 Filmdicke von 1 iim 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermitteit Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyfenchylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fflr PMMA 03 betrug. 
In den folgenden Beispielen 1-320 bis 1-322 wurden Copolymere mit Fenchylacrylat entsprechend Synthese- 
60 beispiel 1-59 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-320 

65 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Fenchylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-59 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des V rbrennens, der Belichtung und 
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Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287.' Hierbei wurden Muster gebildet, 4eren Eigenschaften 
untersucht wurden. , 1 \ , ' ] ' ' i i 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 pro 
erhaltenwurde. 1 ' , » 

i ' i ■ 1 '' 5 

' BeispielI-321 i 
i • 1 > ■ . „ ■ 1 

■ 1 1 ' i 'i 1 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel Ir288, wobei jedpch das Citronellylacrylat 

durch Fenchylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-59 ersetzt wurde. i ; 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Lasting gebracht Die erhaltene \o 
L6sung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Diei MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und i , 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. | » 't 1 . , * 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jun 
erhaltenwurde. 1 1 1 is 

1 Beispiel 1-322 1 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Fenchylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-59 ersetzt wurde. 1 20 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziiimpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens," der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
be wertet wurden 1 . , ±1 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 pm 25 
erhaltenwurde. ' ( t 

SynthesebeispielI-60 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-59 erhaltenen Monomer hergestellt 30 1 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Fenchylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \xm dicker Film gebildet und dann auf seine 
Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die licht- 35 
durchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenttber PMMA. 40 

In den folgenden Beispielen 1-323 bis 1-330 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-60 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-323 bis Beispiel 1-326 

45 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-60 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandig- 50 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 63 zusammengefaBt Tabelle 63 enthilt dartiber hinaus Angaben 
Uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

55 



60 



65 
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, ] Tabelle 63 



1 

5 


Beispiel 

, ■■ 

, 1 i 


PhotosSur;e- 
generator 

i" 


Lxchtdurch- 
lassigk it 
1 (1 >m) % 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


, 1-323 

i 

i 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 1 


60 


0,3 


15 


1-324 


Diphenyl jodoniiiia- 
triflat ' • 


i 1 

,59 

i 1 


0,3 


20 


• 1-325 

1 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 

* 


1-326 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 

I 

i 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
30 Linienbreite von 0,1 5 \im erhaltlich war. 

Beispiel 1-327 bis Beispiel 1-330 

Die Herstellung der chemisch verstSrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-60 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschHderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet* 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlfcssigkeit und TrockenStzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 64 zusammengefaBt Tabelle 64 enth&lt dartiber hinaus Angaben 
40 fiber den jeweiis verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. , 

Tabelle 64 



45 
50 


Beispiel 


Photosfiure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fna) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


1-327 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


1-328 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-329 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-330 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 
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1 ,Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- unid Zwischenraummuster, mit einer, Linienbreite v n 

1 0,15 }im erhalten wurde. ( J i 

I 1 1 . 'i 

Synthesebeispiel 1-61 1 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citroriellol durch dieselbe Menge 
Nerolersetzt wurde. Hierbei wurde Nerylacrylat erhaltenu i 1 1 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-61 erhaltenen Monomer herrUhrenden Homopolymers: 
Polynerylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Nerylacrylat 
verwendet wurde. Dieses Polynerylacrylat wurde in Cyclohexanon gelSst Die erhaltene Ldsung wurde auf ein to 
Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polynerylacrylats nach Umrechnung auf eine Fllmdicke 
von 1 jim 45% betrug. ( , i 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dartiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 15 
Polynerylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-331 bis 1-333 wurden Copolymere mit Nerylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-61 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 
schaf ten untersucht wurden. 



Beispiel 1-331 



20 



Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
— durch Nerylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-61 ersetzt wurde. : 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 25 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u.m 
erhalten wurdei 30 

Beispiel 1-332 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Nerylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-61 ersetzt wurde. 35 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u,m 40 
erhalten wurde. 1 

Beispiel 1-333 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 45 
durch Nerylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-61 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragea Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. so 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. 



Synthesebeispiel 1-62 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-61 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Nerylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 u,m dicker Film gebildet und dieser dann auf 60 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenflber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die es 
Oberlegenheit des Copolymers gegenUber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-334 bis 1-341 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synth sebeispiels 1-62 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-334 bis Beispiel 1-337 

. ' i ''' ' i ' 1 , * ' ' " i 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte, entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, w bei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-62 ersetzt wurde. 
5 Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 1 ■ ' ■ i 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlfissigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelie 65 zusammengefaBt Tabelie 65 enthalt darfiber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ffir die Atzrate sind auf denjenigen 
10 von PMMA bezogen. 

Tabelie 65 - 1 , 



15 


Beispiel 


1 Photosaure- 
cjenejrauojr 


Lichtdurch- 

lassi^exL 

(1 M^) % 

i 


i . 

Atzrate 

1 Keiativ" ( 

wert) i 

i 


20 


1-334 


Trl phenyl,- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


25 


1-335 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 

* 


59 

i 


0,3 


30 


1-336 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


35 


1-337 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



40 Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 \im erhaltlich war* 

Beispiel 1-338 bis Beispiel 1-341 

45 Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-62 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlftssigkeit und Trockenatzbestandig- 
50 keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelie 66 zusammengefaBt Tabelie 66 enthalt dariiber hinaus Angaben 
uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



55 



60 



65 
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, 1 Tabelle66 



Beispiel 

1 1 . 

j , • 


Photos&ur;e- 
generator ' 


Lichtdiirch- 
ISssigkeit 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 

i 


, 1-338 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 1 


55 


0,3 


10 


1-339 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


' 1-340 

i 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


20 


i 

1-341 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd . ) 


i 

i , 

60 


0,3 

i 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 u.m erhalten wurde. 30 

Synthesebeispiel 1-63 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Borneol ersetzt wurde. Hierbei wurde Bornylacrylat erhalten. 35 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-63 erhaltenen Monomer herrfihrenden Homopolymers: 
Polybornylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Bornyl- 
acrylat verwendet wurde. Dieses Polybornylacrylat wurde in Cyclohexanon gei6st Die erhaltene Ldsung wurde 
auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, um die Durchiassigkeit fUr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit des Polybornylacrylats nach Umrechnung auf eine 40 
Filmdicke von 1 u.m 45% betrug. # 1 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darflber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polybornylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fflr PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-342 bis 1-344 wurden Copolymere mit Bornylacrylat entsprechend Synthesebei- 45 
spiel 1-63 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden Hchtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 
schaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-342 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Bornylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-63 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in L5sung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 55 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-343 60 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Bornylacrylat gemSB Synthesebeispiel 1-63 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in LOsung gebracht Die erhaltene 
L5sung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, d r Belichtung und 65 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u,m 
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erhalten wurde. 

• 1 , ■ . . '/» ■ ■ 

i i Beispiel 1-344 , i 1 ' ' ''. 

1 i , . ' 1 ' ■ 1 

Die Herst Hung des Copolymers erfolgte entsprechiend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durchBornylacrylatgemaBSynthesebeispielI-63ersemwiini(^ • ' ' , , 

Das hierbei erhaltene Cppolymer wurde, ehtsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
L6sung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaf ten 
bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |im , 

erhalten wurde. , i 1 , 

, 1 ' i\ i ' - , " i 

i , Synthesebeispiel 1-64 f , , |. | 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in SynthesebeispieM-63 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 1 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Bornylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanpn geldst Unter 
Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine Durchlassigkeit ftir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurch&ssigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberiegenheit gegenQber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafiuorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 ftir PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberiegenheit des Copolymers gegenOl>er PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-345 bis 1-352 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-64 synthe tisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-345 bis Beispiel 1-348 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-64 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbest&ndig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 67 zusammengefaBt Tabelle 67 enthalt darttber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 67 



Beispiel 


Photosfiure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-345 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


1-346 


Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-347 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 

Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


1-348 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedera der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 

Unienbreite von 0,15 urn erhaitlich war. 1 i i , ( j 1 

1 ' • '» ' , ' ' , • 

Beispiel 1-349 bis Beispiel 1-352 , ' < 

i , ' i 1 i' ' 5 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-64 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet , 1 i I 

Weiterhin wurden. wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchiassigkeit und Trockenfttzbestandig- io 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 68 zusammengefaBt Tabelle 68 enthalt daruber hinaus Angaben i , 
tlber den jeweils verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweilige^Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. \ * * ' ' 

! . ' . ' i ' I I 

1 Tabelle68 " , i i 15 

' 1 . 



i 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 

. •« 

■ 11 : 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-349 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflit 


j i 
55 


0,3 


1-350 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 

i ' t 


1-351 


NAT -105 
(Midori KageUcu 
Co • , Ltd • ) 


61 


0,3 


1-352 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 um erhalten wurde. 

45 

Synthesebeispiel 1-65 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Cinerol ersetzt wurde. Hierbei wurde Cinerylacrylat erhalten. ( 

Be wertung des von dem gemafi Synthesebeispiel 1-65 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers : so 
Polycinerylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Cineryl- 
acrylat verwendet wurde. Dieses Polycinerylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung wurde 
auf ein Quarzpl&ttchen aufgetragen, um die Durchlftssigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermittela Hierbei zeigte es sich, daB die lichtdurchl&ssigkeit des Polycinerylacrylats nach Umrechnung auf eine 
Filmdicke von 1 ^m45% betrug. m 55 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Rim daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasffirmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polycinerylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-353 bis 1-355 wurden Copoiymere mit Cinerylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-65 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- eo 
schaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-353 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 65 
durch Cinerylacrylat gemafi Synthesebeispiel 1-65 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein SiliziumplSttchen aufgetragen. Die MaBnahmen des V rbrennens, der Belichtung und 

111 



BNSDOCID: <DE 19525221 A 1_!_> 



DE 195 25 221 Al 

SteriucKS raChen denjenigen des Beispie,s I " 287 ' Hierbei wurden Muster g^ildet, deren Eigenschaften 
erhSte^d? 6 CS ^ ^ negatives Unien " Zwischenraummuster mit einer Unienbreite von 0,5 nm 

• 1 i. 

■ BeispielI-354 . , , 

H„Sf fS^f' UD f ? CS C ^Sl iya S n e J*? ,g . te enteprechend Beispiel 1-288,' wobei jedoch das CitroneUylacrylat 
durch Cinerylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-65 ersetzt wurde. uwieuywcryiai 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Losung gebracht Die erhaltene 

bSSSC^? f S1 l Si «f iu ? , P! a " ch 5 n aufgetragen. Die MaBnahmen des VorbrSnSSX Benching S3 

SSSSKSST"^ den J en * en des Bd*tab I-** Hierbei wurden Muster gebUdetderen EigVSSS 

erh2Si e wurdS e **■ ^ negatives Linien " ^ Zwischenraummuster mit einer Unienbreite von 0,5 urn 

i ■ i 

i i 

Beispiel 1-355 

^..^T/S erSt f ,Ung des Co J?^ ,yn, . ers e^o'ete entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrvlat 
20 durch Cinerylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-65 ersetzt wurde. v-uroneiiyiacryiat 

i * D .?„ S hierb !' erh e a, * en « Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht Die erhaltene 
EntSl W ^ 6 f Uf S,, lf ,Ump attch f n auf g«ragen. Die MaBnahmen des Vorbrennlns, der BeUchtung Sd 
teSS^rSS P denjemgen d6S Beis P iek Hierbei «*« Muster gebildet deren EfcSaSS 

erSen^uST CS ^ ^ P ° SitiVeS L5nien " U " d Zwischenraummuster mit einer Unienbreite von 0,5 urn 



to 



15 



25 



30 



35 



45 



50 



Synthesebeispiel 1-66 



Es wurde eine.andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-65 erhaltenen Monomer hereestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften bin untersucht monomer nergestellt 

H . erete ' ,un 8 des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellvlacrvlat 
durch Cinerylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer Wurde in cSSiSnfSS Lmter 
S^n dU Kf a dl - S t r ^f, Ung WUrde auf elnein Q«arzplattchen ein I urn dicker Film gXS und differ £nn auf 
II ? e ,? ur ^ h J as . sl F k . e,t f £ e,nen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zei«e es rfch daB die 
Lichtdurchlassig^it 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenOber PMMA ^ * 

^i den K f ° ,g ^ n , de , n c Beispi u' e . n . 1 " 356 bis X ' 363 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-66 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht copolymer ae S| 

Beispiel 1-356 bis Beispiel 1-359 

i Jiifh Hfl£ e,,UI ? g der J che ™ sch verstfirkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-66 ersetzt Wde. 

ten^seS 
keiTbe^erte^ 

nh V EL l^LT Ergebnisse smd m Tabelle 69 zusammengefaBt Tabelle 69 enthalt darOber hinaus Angaben 
vtn PMMAbewiST Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte for die Atzrate sind auf denSe! 



55 



60 



65 
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i ! Tabelle 69 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


■i 

Lichtdurch- 
lassigkeit 

(1 W) ,% 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 

i 


1-356 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


10 


1-357 , 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


,59 

l • 


0,3 


15 


' 1-358 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


20 


1-359 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 

1 

1 


25 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,1 5 |un erhaltlich war. 30 

Beispiel 1-360 bis Beispiel 1-363 

Die Herstellung der chemisch verst£rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-66 ersetzt wurde. 35 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 70 zusammengefaBt Tabelle 70 enthalt darQber hinaus Angaben 
Ober den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 40 
von PMM A bezogen. 1 

Tabelle 70 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 van) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-360 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


1-361 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-362 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


1-363 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 urn erhalten wurde. / 1 , ' i / i 1 

\ ' ■ . .;■ i i ( ; > < ■ 

1 Synthesebeispiel 1-67 , ( 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronell 1 durch dieselbe Menge 
Pinol ersetzt wurde. Hierbei wurde Pinylacrylat erhalten. , , 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-67 erhaltenen Monomer herrtthrenden Homopolymers: 
Poiypinylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Pinylacrylat 
to verwendet wurde. Dieses Poiypinylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung wurde auf ein 
Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchl&ssigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polypinylacrylats nach Umrechnung auf eine Filmdicke 
von 1 u,m45% betrug. ( 1 ■ ' ■ ', " ' , * ' ' ' i 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
15 dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate vori 
Poiypinylacrylat unter Annahme einer Atzrate yon 1 fur PMMA 03 betrug. 1 

In den folgenden Beispielen 1-364 bis 1-366 wurden Copolymere mit Pinylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-67 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 

schaften untersucht wurden. , 1 , 

1 1 ■ - 

1 )( Beispiel 1-364 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citroneliylacrylat 

durch Pinylacrylat gem|B Synthesebeispiel 1-67 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpl&ttchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 1 • 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 yim 
erhalten wurde. , ( , 

Beispiel 1-365 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citroneliylacrylat 
durch Pinylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-67 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplittchen aufgetragen. Die, MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
rhalten wurde. 

Beispiel 1-366 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citroneliylacrylat 
durch Pinylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-67 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpl&ttchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-68 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-67 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citroneliylacrylat 
durch Pinylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht. Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-367 bis 1-374 wurden chemisch verstftrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispi Is 1-68 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

114 



BNSDOCID: <DE_1 952522 1A1_I_> 



1 DE 195 25 221 Al , 

• , • • . ■ 

i 1 i 

Beispiel 1-367 bis Beispiel I-3J0 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte'entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wbbei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-68 ersetzt wurde. , 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 5 
ten dleser Muster wurden bewertet / • , ' 1 ' t 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 71 zusammengefaBt Tabelle 71 enthalt daruber hinaus Angaben 
fiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 
vonPMMAbezogen. , 10 

TabeUe71 



Beispiel 


1 Photosaure- 
generator 

1 


Lichtdujrqh- 
lfissigkeit 

■ 1 


Atzrate 
(Relativ- , 
wert ) 1 


1-367 


Triphenyl*- 
sulfoniuiar 
triflat' 


60 

1. 

1 


0,3 


1-368 


Diphenyljodonium- 
triflat 


59 

1 ■ ' 


0,3 


1-369 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-370 


NAI-105 
(toidori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 40 
Linienbreite von 0,15 ^m erhaltlich war. 

Beispiel 1-371 bis Beispiel 1-374 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 45 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-68 ersetzt wurde, 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchiassigkeit undTYockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 72 zusammengefaBt Tabelle 72 enthalt dartiber hinaus Angaben 50 
ttber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMM A bezogen. 



55 



60 



65 
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. i TabeUe72 

1 ■ ' i ■ 



f 

5 


! 

Bexspxel 

. 1 

, » i 


' Photos Sur e- 
gener ator 1 


• , 'i 
Lichtdurch- 

lassigkeit 

• i 1 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


, I-r371 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 1 


55 




15 


Xir.372 

t 


Diphenyl jodoniuin- 
triflat 


59 

i 1 


0,3 


20 


, 1-373 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 




1-374 


MAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) — 


60 


0,3 


25 






1 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 nm erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-69 

Die Synthese des Synthesebeispieis 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citroneliol durch dieselbe Menge 
35 Ascaridole ersetzt wurde. Hierbei wurde Ascaridylacrylat erhalten. 

B wertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-69 erhaltenen Monomer herrOhrenden Homopolymers: 
Polyascaridylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Ascari- 
dylacrylat verwendet wurde. Dieses Polyascaridylacrylat wurde in Cyclohexanon gelost Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fflr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
40 erinitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyascaridylacrylats nach Umrechnung auf 
eine Filmdicke von 1 \im 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darQber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyascaridylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 
45 In den folgenden Beispielen 1-375 bis 1-377 wurden Copolymere mit Ascaridylacrylat entsprechend Synthese- 
beispiel 1-69 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-375 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Ascaridylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-69 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragea Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
55 Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. 

60 Beispiel 1-376 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Ascaridylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-69 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht. Die erhaltene 
65 Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragea Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
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erhaltenwurde. ■ , 1 \ ■ . .* i 

l i ' i ' ' ' i , ,i 1 

1 BeispielI-377 i , 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Ascaridylaci^IatgemaBSynthesebeispiel I-69ersetztwurde. y 1 ( i ' 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurdei entsprechend Beisptel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmeh des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet deren Eigenschaften 
bewertet wurden. i 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite yon 0,5 \im 

erhaltenwurde. : ' i , 1 

I " ■ ' , 

i, i Synthesebeispiel 1-70 i l I 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel fc-&9 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht ' , ' 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemSB Synthesebeispiel t-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Ascaridylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
Verwendung dieser L6sung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 ^m dicker Film gebildet und dieses dann auf 
seine Durchlassigkeit far einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchiassigkeit 74% befrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenDber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
-Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fUr PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers ge&pniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-378 bis 1-385 wurden chemisch versttrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-70 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften fun untersucht 

Beispiel 1-378 bis Beispiel 1-381 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-70 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenitzbestfiudig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 73 zusammengefaBt Tabelle 73 enth&lt darttber hinaus Angaben 
Ober den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 73 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-378 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


1-379 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-380 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-381 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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<■ 

i AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster m{t einer 
Linienbreite von 0,15 ^im erhaltlich war. 1 ', 

1 Beispiel 1-382 bis Beispiel 1-385 

5 

1 , Die Hers tellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 

1 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-70 ersetzt wurde. 

i Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 

schaften bewertet 

io Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 74 zusammengefaBt Tabelle 74 enthait darQber hinaus Angaben 
Qber deh jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf dehjenigen 
i , von PMMA bezogen. 

15 , . Tabelle 74 , 



20 


Beispiel 

i 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fxm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


25 


1-382 


Tri phenyl - 
sulf6niuIIl- 
triflat 


55 




30 


, 1-383 

i. 


Diphenyl jodoniim- 
triflat 


59 


0,3 


35 


1-384 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


61 


0,3 


40 


1-385 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd . ) 


60 


0,3 



I 

Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jxm erhalten wurde. 

45 

Syn thesebeispiel 1-7 1 



Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Farnesol ersetzt wurde. Hierbei wurde Farnesylacrylat erhalten. 
50 Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-7 1 erhaltenen Monomer herrtlhrenden Homopolymers: 
Polyfarnesylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Farnesyl- 
acrylat verwendet wurde. Dieses Polyfarnesylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst. Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit des Polyfarnesylacrylats nach Umrechnung auf 
55 eine Filmdicke von 1 ^im 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyfarnesylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 0,3 betrug. 
In den folgenden Beispielen 1-386 bis 1-388 wurden Copolymere mit Farnesylacrylat entsprechend Synthese- 
60 beispiel 1-71 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-386 

65 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Farnesylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-71 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
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'Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden, ' , 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linieii- und Zwischenraummuster mit einer Unienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

i. , ,5 

! 1 ' Beispiel 1-387 1 i 

, ' < i 1 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Farnesylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-71 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene io 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 (i m 

erhalten wurde. . 15 

i i 

Beispiel 1-388 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Farnesylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-71 ersetzt wurde. 20 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
L6sung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5' p.m 25 
erhalten wurde. 

( Synthesebeispiel 1-72 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-71 erhaltenen Monomer hergestellt 30 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Farnesylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelds t Unter 
Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzpiattchen ein 1 urn dicker Rim gebildet und dieser dann auf 
seine, DurchlSssigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, daB die 35 
Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit *egenttber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf drmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. 40 

In den folgenden Beispielen 1-389 bis 1-396 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 1 
Synthesebeispiels 1-72 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-389 bis Beispiel 1-392 

45 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-72 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandig- 50 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 75 zusammengefaBt Tabelle 75 enthalt darttber hinaus Angaben 
fiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



60 
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Tabelle 75 ' 



5 


Beispiel 


PhotosSure- 
generator , 

i i ii 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
, (1 nn) % 


Atzrate 
(Relativ- 
wert), 1 


10 


1-389 


Tripjhehyl- 
sulf onium- 

triflat , 

i , 


1 . 

i , 60 

i, 


0,3 i, 

I \ • . 


15 


1-390 


i 

Dipheny ljodonium- 
trif lat 


\ ' 5*9 . , • 1 

I 'i 1 


o;3 

i 

) ■ 


20 


1-391 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


1 

61, 

i i 


i 

0,3 


25 


1-392 


nai-105 11 : 

(Midori 1 Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 

i 


0,3 



I 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
30 LinienbreitevonO,15^imerhaltUchwar. 

Beispiel 1-393 bis Beispiel 1-396 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
35 j doch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-72 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebiidet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchiassigkeit und Trockenatzbest§ndig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 76 zusammengefaBt Tabelle 76 enth&lt darOber hinaus Angaben 
40 Qber den jeweils verwendeten Photosfcuregenerator. Die jeweiligen Werte Rlr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 76 



45 i 

50 


Beispiel 


Photosaure— 
generator 

i 


Lichtdurch- 
lfissigkeit 
(l fin) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


1-393 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


1-394 


Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-395 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-396 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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i t . , i ■ , • - 

Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwschenraummuster mit eber Linienbreite v n 
0,15 \im erhalten wurde. f' ' i ' 1 ,, ' "i . ' J 1 

'» ' '. , ■ ' , » < 1 

Synthesebeispiel 1-73 ■ ( 1 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Patschulialkohol ersetzt wurde. Hierbei wurde Patschulylacrylat erhalten: , 1 

Bewertung des von dem gemSB Synthesebeispiel 1-73 erhaltenen Monomer herrtlhrenden Homopolymers: p 
Polypatschulylacrylat wurde entsprechend Synihesebeispiel 1-53 herjgestellt, wobei jedoch als Monomer Pat- 
schulylacrylat verwendet wurde. Dieses Polypatschulylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaitene h> 
Ldsung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlissigkeit fflr einen ArF-Excimerlaserstrahl 1 i 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polypatschulylacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \im 45% betrug. ' i 1 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darUber hinaus die' Atzrate bei Verweh-, 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei , zeigte es sich; daB die Atzrate von 15 
Polypatschulylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 ftir PMMA, 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-397 bis 1-399 wurden Copolymere mit patschulylacrylat entsprechend Synthese- 
beispiel 1-73 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 1 . , , 1 1 

1 20 
11 Beispiel 1-397 

(i ; , 

Die Herstellung des (Copolymers ferfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
"durch PatschuIylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-73 ersetzt wurde. — r — — — 1 — — — ~ 

Das hierbei erhaitene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaitene 25 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpl&ttchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entspracheh denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. _ ' 1 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 

erhalten wurde. 1 1 30 

1 

Beispiel 1-398 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Patschulylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-73 ersetzt wurde. 35 

Das hierbei erhaitene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaitene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprach en denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0J5 \im 40 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-399 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 45 
durch Patschulylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-73 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaitene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht. Die erhaitene • 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 50 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-74 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-73 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaitene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Patschulylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaitene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzp&ttchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser dann auf 60 
seine Durchiassigkeit fUr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenUber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 ftir PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 65 
Oberlegenheit des Copolymers gegentiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-400 bis 1-407 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-74 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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i Beispiel 1-400 bis Beispiel 1-403 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-74 ersetzt wurde. 
5 Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
, ten dieser Muster wurden bewertet i 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durqhlassigkeit und Trockenfitzbest&ndig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 77 zusammengefaBt Tabelle 77 enthait darUber hinaus Angaben 
Ober den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen 
io von PMMA bezogen. 

TabeUe77 



15 


Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lich!tdurch^- 
, lassicfKeit 
(1 fan) % 


Atzrate 

(Reiatj.v— 

wert) 


20 


i 

1-400 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


25 


1-401 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


30 


1-402 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


35 


1-403 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



40 Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwtschenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,1 5 \xm erhaltlich war. , 

Beispiel 1-404 bis Beispiel 1-407 

45 Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
j doch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-74 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbest&ndig- 
50 keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 78 zusammengefaBt Tabelle 78 enthait darUber hinaus Angaben 
Ober den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



55 
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i 1 Tabelle78, 

__ I ■ 1 



Beispiel 

, i . 


Photosaure- 
generator 

l 


Lichtdurch- 
ISssigkeit 

1 (1 % 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 

i 


5 

i 


' 1-404 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


10 


1-405 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 

i 1 


0,3 


15 


' 1-406 

i 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


20 


1-407 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 30 

Synthesebeispiel 1-75 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Nerolidol ersetzt wurde. Hierbei wurde Nerolidylacrylat erhalten. 35 

Bewertung des von dem gemSB Synthesebeispiel 1-75 erhaltenen Monomer herrilhrenden Homopolymers: 
Polynerolidylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Neroli- 
dylacrylat verwendet wurde. Dieses Polynerolidylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Quarzpl&ttchen aufgetragen, urn die Durchl&ssigkeit fOr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit des Polynerolidylacrylats nach Umrechnung auf 40 
eine Filmdicke von 1 jim 45% betrug. 1 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurden von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfSrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polynerolidylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-408 bis 1-410 wurden Copolymere mit Nerolidylacrylat entsprechend Synthese- 45 
beispiel 1-75 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-408 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Nerolidylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-75 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
L6sung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispieis 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 55 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-409 60 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Nerolidylacrylat gem§B Synthesebeispiel 1-75 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Lflsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 65 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispieis 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negadves Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u,m 
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erhalten wurde. , 1 , 

1 " ' , . " ' i • 

1 1 i Beispiel 1-410' ( , , ,■ . 

' 1 i 1 ■' ' 

5 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, w bei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Nerolidylacrylat gem&B Synthesebeispiel 1-75 ersetzt wiirde. \ '. f , ( 

Das hierbei erhalt ne Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurcien Muster gebildet, deren Eigenschaften 
to bewertet wurden. 1 

Hierbei zeigte es sich, daB eih positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 um 
erhalten wurde. 1 , . , , • ' 

1 '. i i Synthesebeispiel 1-76 , i i - i i 

15 'i 1 i 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-75 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften bin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gem&B Synthesebeispiel Ir54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Nerolidylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelds t Unter 
20 Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzpiattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser dann auf 
s ine Durchlassigkeit-fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung yon gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
25 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur' PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenttber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-411 bis 1-418 wurden chemisch verstftrkte • Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-76 syrithetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

1 1 

30 Beispiel 1-41 1 bis Beispiel 1-414 

Die Herstellung der chemisch verstftrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-76 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
3$ ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M , die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 79 zusammengefaBt Tabelle 79 enthait darilber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosduregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

40 

Tabelle 79 



45 


Beispiel 


Photosfiure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(l fm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


50 


1-411 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


55 


1-412 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-413 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-414 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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i Ak Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem ,der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linieiibreitevon045^merhaitlichwar. \ » , 

' Beispiel 1-415 bis Beispiel 1-418 ' 

Die Herstellung der chemisch verstirkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-76 ersetzt wurde.' 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und TrockenfitzbestSndig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 80 zusammengefaBt Tabelle 80 enthait darQber hinaus Angaben 
tiber den jeweils verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. , 

Tabelle 80 . 



10 



15 



Beispiel 

i 


PhotosSiire- 
( generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-415 


- Triphenyl- 

sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


1 1-416 

i, 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-417 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-418 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co. # Ltd.) 


60 


0,3 



20 



25 



30 



40 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 tun erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-77 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Carotol ersetzt wurde. Hierbei wurde Carotylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemSfi Synthesebeispiel 1-77 erhaltenen Monomer herrtlhrenden Homopolymers: 
Polycarotylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Carotyl- 
acrylat verwendet wurde. Dieses Polycarotylacrylat wurde in Cyclohexanon gelOst Die erhaltene Ldsung wurde 
auf ein Quarzpl&ttchen aufgetragen, urn die Durchl&ssigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die LichtdurchlSssigkeit des Polycarotylacrylats nach Umrechnung auf eine 
Filmdicke von 1 \im 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darQber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polycarotylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-419 bis 1-421 wurden Copolymere mit Carotylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-77 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 
schaften untersucht wurden. 

Beispiel M19 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Carotylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-77 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 



45 



50 



55 



60 



65 
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Entwicklung entsprachen den jenigen des Beispiels 1-287., Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurdeiL ■ . ' ' 1 »i h , • . ', , , "'i ( 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \ua 
erhaltenwurde. ' i 1 ' • 1 1 

5 ■ . ' ; . , ■ '. - • ■ 

' BeispielI-426 1 \ . . , . 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jecioch das Citronellylacrylat 
durch Carotylacrylat gem&B Synthesebeispiel 1-77 ersetzt wurde. j • 
10 Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die, MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und j 1 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 1 , » , • 1 1 i , 

Hierbei zeigte es sich!, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u,m 
15 erhalten wurde. ■ i ' i 1 

• i Beispiel 1-421 i i . . 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
20 durch Carotylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-77 ersetzt wurde. 1 ' 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpt&ttchen' aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 

25 Hierbei ze"igte~es"sich; daB ein positives Linien- und Zwischlenraummusi^^ 0J5'\xm 
erhalten wurde. , 

Synthesebeispiel 1-78 1 

30 Es wurde eine andere Art yon Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-77 erhaltenen Monomer hergestellt , 

Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 
Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 

durch Carotylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 

Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzpiattchen ein 1 um dicker Film gebildet und dieser dann auf 
35 seine Durchl&ssigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 

Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit ^egenfiber PMMA. 

m Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
40 Oberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-422 bis 1-429 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-78 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-422 bis Beispiel 1-425 

45 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-78 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- • 
ten dieser Muster wurden bewertet 
so Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchldssigkeit und Trocken&tzbest&ndig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 81 zusammengefaBt Tabelle 81 enthait dartiber hinaus Angaben 
Ober den jeweils verwendeten Photos auregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



60 



65 



126 



BNSDOCID: <DE_1 952522 1A1J_> 



I I 



DE 195 2$ 221 Al 

,■' Tabelle 81 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 1 

- i it) 

1 ' 


— ~ 

Lichtdurch- t 

ISssigkeit ; ' , 

(i m) % 

i — ! i — 


Atzrate 
(Relativ- , 
wert) 1 


f 

5 


1-422 


Triphenyl- 
sulfonium- 

triflat 1 

i it 


60 ( 

. i ■ * 


0,3 i 

t j 
» i 


10 

1 1 


1-423 


Diphenyl jodonium- 

triflat 

• i 1 i i 


. ' i i 
59 i 

i 


,' 0^3 ' 

I , 

( 1 


1 , 


1-424 


MAT • 105 
(Midori Kagaku 
Cou , Ltd.,,) 


i 

, ,61' 


o;3 


20 


1-425 - 


NAI-105, 1 
(Midori Kagaku 


'' 60 , 


0,3 






Co., Ltd;) 






25 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 1 
Linienbreite von 0,15 pm erhaltlich war. • ■ '30' 

Beispiel 1-426 bis Beispiel 1-429 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-78 ersetzt wurde. 35 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im, Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 82 zusammengefaBt Tabelle 82 enthalt dariiber hinaus Angaben 
fiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiiigen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen < 
von PMM A bezogen. 

Tabelle 82 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 jim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-426 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


1-427 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-428 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-429 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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i Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 urn erhalten wurde. 1 , 

Synthesebeispiel 1-79 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Cadinol ersetzt wurde. Hierbei wurde Cadinylacrylat erhalten. , . i 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-79 erhaltenen Monomer herrflhrenden Homopolymers: 
Polycadinylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Cadinyl- 
io acrylat verwendet wurde. Dieses Polycadinylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung wurde 
auf ein, Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit for einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nra) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polycadinylacrylats nach Umrechnung auf eine 
Fllmdicke von 1 \im 45% betrug. 
Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darOber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
15 dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermitteit Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polycadinylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 f(lr PMMA 0,3 betrug. 1 

In den folgenden Beispielen 1-430 bis 1-432 wurden Copolymere mit Cadinylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-79 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 
schaften untersucht wurden. 
20 • i 

Beispiel 1-430 

1 1 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Cadinylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-79 ersetzt wurde. 
25 Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaf ten 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 urn 
30 erhalten wurde. 1 

Beispiel 1-431 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
35 durch Cadinylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-79 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in L6sung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaf ten 
untersucht wurden. 

40 Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \un 
erhalten wurde. , 

Beispiel 1-432 

45 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Cadinylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-79 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 

50 bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-80 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-79 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Cadinylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
60 Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 um dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine Durchlassigkeit f(ir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf drmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
65 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenflber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-433 bis 1-440 wurden chemisch versutrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-80 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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i Beispiel 1-433 bis Beispiel 1-436 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Syhthesebeispiels I : 2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-80 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung; der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 5 
ten dieser Muster wurden bewertet 1 1 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 83 zusammengefaBt Tabelle 83 enthalt daiiiber hinaus Angaben 
Uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. , 10 

1 1 

Tabelle 83 



Beispiel 

f 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- , 
lassigkeit 

{ X fJuil) « 


Atzrate 
(Relativ- 

WOIL ) 


1 

1-433 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0/3 


1-434 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0|3 


1-435 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-436 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 

1 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 40 
Linienbreite von 0,1 5 \im erhaitlich war. 1 

Beispiel 1-437 bis Beispiel 1-440 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 45 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-80 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 84 zusammengefaBt Tabelle 84 enthalt darfiber hinaus Angaben 50 
Uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fUr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



55 



60 



65 
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Tabeile84 1 , 



5 


Beispxel 


Photosfiure— 
genera-tor 

l i i | 
■ 1 i ii 


Licntdurcn— 
lassigkeit , 
, (i ltd) % 


Atzrate 
(Relativ- 
wert), 1 


10 


1-437 


i , 

Triphenyl- 
sulf onium- 
trirlat 


'55' , ' 


0,3 , 

t i 


15 


1-438 


i ■ r 
Diphenyl jodonium- 
triflat 


: 59 

1 1 1 

' 1 '1 ■ 


o;3 

i 

( i ( 


20 


1-439 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. 9 Ltd. ) 

1 r-, 


1 

1 

61, 


! , 

\ 

0,3 


25 


1-440 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
- Go. > Ltd. ) 


60 

_ ( _. , !. ' 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 iim erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-81 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
35 Lanceol ersetzt wurde. Hierbei wurde Lancylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-81 erhaltenen Monomer herrtthrenden Homopolymers: 
Polylancylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Lancylacry- 
lat verwendet wurde. Dieses Polylancylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung wurde auf 
ein Quarzplattchen aufgetragen, um die DurchlSssigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
40 Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polylancylacrylats nach Umrechnung auf eine Filmdicke 
von 1 \im 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Rim darOber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polylancylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 far PMMA 0,3 betrug. 
45 In den folgenden Beispielen 1-441 bis 1-443 wurden Copolymere mit Lancylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-81 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 
schaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-441 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Lancylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-81 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
55 Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. 

60 Beispiel 1-442 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Lancylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-81 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
es Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragea Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
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i 

erhaltenwurde. . i '•!. , . 1 

I " . 1 .1 

1 Beispiel 1-443 1 

Die Hersteilung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jed ch das Citronellylacrylat 
durchl^ncylacrylatgemaBSynthesebeispiell-Efiersemwi^de. I' 1 ( # i ' 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurdei entsprechend Beispiel 1-289 in L6sung gebracht Die erhaitene 
L6sung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmeh des Vbrbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster; gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. . , ' 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster nut emer Limenbreite, von 0^ \im 

erhaltenwurde. , i - ' > 

i \ 1 ' < • ■ ■ ■ , , 1 ■ ' 

■I." Synthesebeispiel 1-82 i ( l. I 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel t-81 erhaltenen Monomer hergestellt. 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht , 

Die Hersteilung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Lancylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon ^geldst Unter 
Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzpiattchen ein 1 ^im dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
LichtdurchlSssigkeit 74% be^rug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenUber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungeh des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf5rmigem-Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenUber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-444 bis 1-451 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-82 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-444 bis Beispiel 1-447 

Die Hersteilung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-82 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 , die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 85 zusammengefaBt Tabelle 85 enthalt darflber hinaus Angaben 
Qber den jeweiis verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte Mr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 85 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(l /ra) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-444 | 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


1-445 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-446 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd . ) 


61 


0,3 


1-447 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
co. r Ltd.) 


60 


0,3 
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, Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 jim erhaltlich war. « ( 

. * * i 1 

I Beispiel 1-448 bis Beispiel 1-451 

5 , , ( 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolym r des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-82 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

io Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels I- 1 , die Durchl assigkei t und Trocken&tzbest&ndig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 86 zusammengefaBt Tabelle 86 enthftlt daruber hinaus Aiigaben 
ttber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Dip jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

i 15 Tabelle 86 



20 


Beispiel 

i 


Photosaure- 
generator 

* 


Lichtdurch- 
ISssigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


25 


1-448 - 


Triphenyl- , 

sulfoniuia- 

triflat 


55 


0,3 

i 


30 


1-449 

1 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


35 


1-450 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd. ) 


61 


0,3 


1-451 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0>3 



40 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

45 

Synthesebeispiel 1-83 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Eudesmol ersetzt wurde. Hierbei wurde Eudesmylacrylat erhalten. 
50 Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-83 erhaltenen Monomer herrflhrenden Homopolymers: 
Polyeudesmylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Eudes- 
mylacrylat verwendet wurde. Dieses Polyeudesmylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung 
wurde auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchl§ssigkeit des Polyeudesmylacrylats nach Umrechnung auf 
55 eine Filmdicke von 1 \xm 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darQber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyeudesmylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 
In den folgenden Beispielen 1-452 bis 1-454 wurden Copolymere mit Eudesmylacrylat entsprechend Synthese- 
60 beispiel 1-83 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-452 

65 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Eudesmylacrylat gem&B Synthesebeispiel 1-83 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
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Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287: Hierbei wiirden Muster gebildet, deren Eigenschaften 

untersucht wurden. , ' / , i ' , . . . . . . . 1 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Limenbreite von 0,5 Jim 

erhalten wurde. , , i 

' 5 

; Beispiel 1-453 ' '« 1 ' - i ' 

• i l i 1 ■ ' ' I ' 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend tieispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Eudesmylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-83 ersetzt wurde. i ; 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene io 
UJsung wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnatimen des Vorbrennens, der Belichtung und ( , 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. \ ' ■ \ 1 1 , . 1 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite yon 0,5 jim / 
erhalten wurde. 1 ' 1 , , • i l* 

1 Beispiel 1-454 1 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Eudesmylacrylat gem&B Synthesebeispiel 1-83 ersetzt wurde. 1 20 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen) des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertetwurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Limenbreite von 0,5 ^m 25. 
erhalten wurde. 1 , , 

Synthesebeispiel t-84 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-83 erhaltenen Monomer hergestellt 30 1 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemSB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Eudesmylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelds t Unter 
Verwendung dieser L6sung wurde auf einem Quarzpiattchen ein 1 ^m dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine Durchlassigkeit fUr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 35 
Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit »egen0ber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von I fttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenOber PMMA. 40 

In den folgenden Beispielen 1-455 bis 1-462 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-84 synthe tisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-455 bis Beispiel 1-458 

45 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-84 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 50 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 87 zusammengefaBt Tabelle 87 enthalt darttber hinaus Angaben 
Uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

55 



60 



65 
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Tabelle 87 



1 

5 


xJexspiel 

• • 


PhotosSure- 
generator 1 ' 

i 


Lichtdurch- 
lSssigkeit 

(1 jJM) % 

1 

1 


Atzrat 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-455 

i 


Triphenyl- 
sulfonium- 
tritiat i 


60 


0,3 


15 


, 1^456 


Dipheny 1 jodoniuii- 
triflat 


59 


0,3 


20 


, 1-457 

i 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


1-458 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co, /Ltd.) 


1 

60 


0,3 

i 



Als ,Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
30 Linienbreite von 0,1 5 \im erhal t lich war. 

Beispiel 1-459 bis Beispiel 1-462 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-84 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 88 zusammengefaBt Tabelle 88 enthalt daruber hinaus Angaben 
40 uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMM A bezogen. 

i 

Tabelle 88 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lSssigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


1-459 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 




1-460 


Diphenyl jodoniura- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-461 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-462 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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1 Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispieleein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. | ' 

I 1 *i 

Synthesebeispiel 1-85 

Die Synthesei des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronelloi durch dieselbe Menge 
Cedrol ersetzt wurde. Hierbei wurde Cedrylacrylat erhalten. i 1 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-85 erhaltenen Monomer herrQhrenden Homopolymers: 
Polycedrylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch ais Monomer Cedrylacry- 
lat verwendet wurde. Dieses Polycedrylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung wurde auf io 
ein Quarzpiattchen aufgetragen, urn die Durchiassigkeit ftir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polycedrylacrylats nach Umrechnung auf eine Filmdicke 
von 1 jim 45% betrug. t i ' « 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film-darQber hmaus die Atzrate bei verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von is 
Polycedrylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 f Or PMMA 0,3 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-463 bis 1-465 wurden Copolymere mit Cedrylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-85 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 
schaf ten untersucht wurden. 



Beispiel 1-463 



Synthesebeispiel 1-86 



20 



Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedochl das Citronellylacrylat 
durch Cedrylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-85 ersetzt wurde. — , 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in L5sung gebracht Die erhaltene 25 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. . . . . . 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit emer Linienbreite von 0,5 \im 

erhalten wurde. 30 

Beispiel 1-464 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Cedrylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-85 ersetzt wurde. 35 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. .... rt _ 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit emer Linienbreite von 0,5 \im 40 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-465 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 45 
durch Cedrylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-85 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. ... rt _ 50 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 nm 
erhalten wurde. 



55 



Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-85 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Cedrylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzpiattchen ein 1 ^m dicker Film gebildet und dieser dann auf 60 
seine Durchiassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber PMMA. 

W iterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 03 betrug. Dies belegt die 65 
Oberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-466 bis 1-473 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispi Is 1-86 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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Beispiel 1-466 bis Beispiel 1^69 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-86 ersetzt wurde. 
5 Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 1 * h 1 . i , ^ 

W iterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchl&ssigkeit und Tr cken&tzbest&ndig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 89 zusammengefaBt Tabelle 89 erith&lt darQber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten PhotosSuregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
io von PMMA bezogen. 1 

1 • , , Tabelle 89 , 

i i ' 1 ' 



15 


Beispiel 


1 . 1 

i PhotosSure- 
crenerator , 


Lichtdurch- 
ISssigkeit 

(i m) % 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


20 


1-466 


Triplienyl- 
sulfonium ( 7 
trif lat, 11 


• i — 

60 


0,3 


25 


1-467 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 

i 


0,3 


30 


1-468 


NAT -105 

(Midori Kagaku , 
Co., Ltd.) 


t ■ 


0,3 


35 


1-469 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



40 Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster rait einer 
Linienbreite von 0,1 5 \im erhiltlich war. 

Beispiel 1-470 bis Beispiel 1-473 

45 Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-86 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchl&ssigkeit und Trockenatzbestandig- 
50 keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 90 zusammengefaBt Tabelle 90 enthait daruber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweiligen Werte far die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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» 'i ; • 1 ■ 
Tabeile9Q 



Beispiel 


PhotosSure- 
generator , 

• l Id 


Lichtdurch- ' 
.lassigkeit 
(1 jm) % 

. i 


At z rate 
(Relativ- 
wert), 1 


5 


1-470 


Triphehyl- 
sulfoniuiQ- 
triflat , , 


t i 55 , 

■ 1 ;-" 

. . • ■ \ 


i * 

t s < 


10 


1-471 


Dipheriyl jodonium- 
triflat 


', 59 ■ , 1 1 

i 'i 


0,3 


I 

! 15 

t 


1-472 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co,. , Ltd. ) 


i 


I 

0/3 


20 


_ 1^473 


NAI-105, 11 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daft in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhaltenwurde. • i 30' 

Synthesebeispiel 1-87 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Guajol ersetzt wurde. Hierbei wurde Guajylacrylat erhalten. 35 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-87 erhaltenen Monomer herrdhrenden Homopolymers: 
Polyguajylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Guajylacry- 
lat verwendet wurde. Dieses Polyguajylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung wurde auf 
ein Quarzpiattchen aufgetragen, urn die Durch&ssigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, dafi die Lichtdurchliissigkeit des Polyguajylacrylats nach Umrechnung auf eine Filmdicke 40 
von 1 |i.m45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyguajylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fGr PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-474 bis 1-476 wurden Copolymere mit Guajylacrylat entsprechend Synthesebei- 45 
spiel 1-87 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materiaiien hergestellt, deren Eigen- 
schaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-474 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Guajylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-87 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjemgen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 55 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-475 60 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Guajylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-87 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 65 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |im 
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erhalten wurde. ( . , i ( 

Beispiel 1-476 i 

5 Die Herstellung des Copolymers rfolgte entsprechend Beispiel 1-289, w bei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Guajylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-87 ersetzt wurde. , " 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechencjl Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
, Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens,.der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaf ten 
io bewertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |tm 
erhalten wurde. i 

, 1 Synthesebeispiel 1-88 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-87 erhahenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaf ten hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gem&B Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch puajylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
20 Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 jxm dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine Durchl&ssigkeit ftir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegentlber PMMA. 1 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
25 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 , fQr PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegentiber PMMA. 1 

In den folgenden Beispielen 1-477 bis 1-484 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-88 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

30 Beispiel 1-477 bis Beispiel 1-480 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-88 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf - 
35 ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels I- 1 , die Durchlassigkeit und Trocken§tzbest&ndig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 91 zusammengefaBt Tabelle 91 enth&lt dariiber hinaus Angaben 
aber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

40 

Tabelle 91 



45 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
iassigkeit 
(1 m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


50 


1-477 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


55 


1-478 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-479 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-480 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 
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i Als, Ergebnis zeigte es sich, daB in jedera.der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 ^rherhaltlich war. \ j , 

' Beispiel 1-481 bis Beispiel 1-484 

Die Herstellung der chemisch verstirkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel 1-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-88 ersetzt wurdei 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schflftcn bewertet* 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchl&ssigkeit und Trockenatzbest&ndig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 92 zusammengefaBt Tabelle 92 enthalt darilber hinaus Angaben 
fiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMM A bezogen. , 

Tabelle 92 • 



10 



15 



Beispiel 

i 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 




Triphenyl- 


55 


0^3 


1-481 


sulfonium- 
triflat 


' 1-482 


Diphenyl jodoniuia- 
triflat 


59 


0,3 


1-483 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd, ) 


61 


0,3 


1-484, 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



20 



25 



30 



35 



40 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-89 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Kessoglycol ersetzt wurde. Hierbei wurde Kessoglycoxylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gem&B Synthesebeispiel 1-89 erhaltenen Monomer herrtthrenden Homopolymers: 
Polykessoglycoxylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer 
Kessoglycoxylacrylat verwendet wurde. Dieses Polykessoglycoxylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die 
erhaltene Ldsung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die DurchlSssigkeit fflr einen ArF-Excimerla- 
serstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit des Polykessoglycoxylacry- 
lats nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \un 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darQber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CPU) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polykessoglycoxylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fOr PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen M85 bis 1-487 wurden Copolymere mit Kessoglycoxylacrylat entsprechend 
Synthesebeispiel 1-89 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialmen hergestellt, 
deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-485 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Kessoglycoxylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-89 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpl&ttchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der B lichtung und 



45 



50 



55 



60 



65 
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i " i ."1 , 1 ■ 

Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287., Hierbei wurden Muster gebildet deren Eigenschaften 
untersucht wurden. , ' 1 . , , , , ' ' i 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite yon 0,5 n,m 
erhaltenwurde. ' , i 1 1 t ' ' 

i Beispiel 1-486 ' i l\ , 

' • 1 i ' 1 , „ ( 1 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Kessoglycoxylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-89 ersetzt wurde. 1 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Lttsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. i 1 , ■ . . t ' ' 1 , \ ■ 

Hierbei zeigte es sich!, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u.m 

erhaltenwurde. . . ! • 1 . . 1 1 1 . 1 

1 , j i i 

, * ■ / • 

• , Beispiel 1-487 , 

i 1 
Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Kessoglycoxylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-89 ersetzt wurde. 1 1 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen 1 aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 1 i. 

Hierbei zeigte es sich, ciaB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhaltenwurde. ' 

i . - , ,< , 

Synthesebeispiel J-90 1 

Es wurde eine andere Ar{ von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-89 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Kessoglycoxylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst 
Unter Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 urn dicker Film gebildet und dann auf 
seine Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit ^egenUber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenOber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-488 bis 1-495 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-90 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-488 bis Beispiel M91 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-90 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und TrockenitzbestSndig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 93 zusammengefaBt Tabelle 93 enthalt darOber hinaus Angaben 
fiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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' ' Tabelle 93 



OsS Jm 9 JjJ JL ^ 

, I ■ 

, 1 \ 


Photos Sure— 

generator 

■ i ( 
i 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

* (i m) ,% 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-488 

■' i 


Triphenyl- 
sulfonium- ,' 
triflat 


60 


0,3 


I 1 489 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 

i 1 


0,3 


1-490 

1 


NAT- 105 

, (Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-491 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 


60 


-0,3- 




Co., Ltd.) 




i 



10 



15 



20 



25 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,1 5 \im erhaltlich war, 30 

Beispiel 1-492 bis Beispiel 1-495 



35 



Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-90 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im. Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 94 zusammengefaBt Tabelle 94 enthait darQber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen 40 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 94 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 jm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-492 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


1-493 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


1-494 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-495 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



45 



50 



55 



60 



65 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- lind Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 nm erhalten wurde. | , i / I 1 

' i , • ' " , ■ 

' Synthesebeispiel 1-91 , < 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei 1 jedoch Citronell 1, durch dieselbe Menge 
Phytolersetztwurde-'HierbeiwuriePhytylacrylat erhalten. , , 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-91 erhaltenen Monomer herrOhrenden Homopolymers: 
Polyphytylacrylat wurde entsprechend 1 Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Phytylacry- 
10 lat verwendet wurde. Dieses Polyphytylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung wurde auf 
ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fOr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. , } 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyphytylacrylats nach ymrechnung auf eine Filmdicke 
von 1 jim 45% betrug. ( 1 ,\ ,, ' ■, , 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von deni Film dartiber hinaus die Atzrate bei Verwen- / 
15 dung von gasfSrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyphytylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 f ttr PMMA 03 betrugJ 

In den folgenden Beispielen 1-496 bis 1^498 wurden Copolymere mit Phytyiacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-91 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 
schaften untersucht wurden. , 1 , ■ 

20 

1 ,( Beispiel M96 

1 1 'i 1 , • 

Die Herstellung des Copolymers jerfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Phytyiacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-9 1 ersetzt wurde. , 
25 Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in LSsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. ' ■ 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 tun 1 
30 erhalten wurde. , f 

Beispiel 1-497 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Phytyiacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-91 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Lfisung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die, MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 ^tm 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-498 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Phytyiacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-91 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Lttsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 1 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 &im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-92 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-91 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Phytyiacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verw ndung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenttber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-499 bis 1-506 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-92 synth tisiert und auf ihre Eigenschaft n hin untersucht 

142 



BNSDOCID: <OE_1 952522 1A1J_> 



DE 195 25 221 Al 

' '< •"'< ; , ■ " 

Beispiel M99 bis Beispiel 1-502 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte enfsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-92 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten .Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
tendieser Muster wurden bewertet ' ' ' ; i ' 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 95 zusammengefaBt Tabelle 95 enthftlt darOber hinaus Angaben 
Uber den jeweils verwendeten Phptosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. ( 

TabeUe95 - 





Beispiel 


1 PhotosSure- 
generator • 

i 


i i 
Lichtdupch-r 
Ifiss^gkeit 
(1 /im) % 

i 


— ~r 

Atzrate 
(Relativ- , 
wert) i 


1-499 


Triphenylir 
sulfonium-: 
triflat 1 


60 

l 


0,3 




1-500 


Dipherjy 1 jodonitim- 
triflat 


59 

1 


0,3 


1-501 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. # Ltd:) 


1 i 

61 


0,3 


1-502 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Unien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,1 5 Jim erhaltlich war. 

Beispiel 1-503 bis Beispiel 1-506 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-92 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchiassigkeit und Trockemttzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 96 zusammengefaBt Tabelle 96 enthait darOber hinaus Angaben 
Uber den jeweits verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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; TabeUe96 



1 

5 


Beispiei 

i . , 

, i 


Photosaure- 
generator 1 

1 r 


Licntdurcn— 

lSssigkeit 

(1 Mm)' % 

. i 1 
i 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-503 


Triphenyl- 
sulfonium- 
tririat t 


55 


0,3 

i 


15 


, 1-504 


Dipheny 1 j odoniuia- 
triflat 


' * i i 

i 1 


0,3 


20 


, 1-505 

1 


MAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


1-506 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, dafi in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit elner Linienbreite von, 
30 0,15 jim erhalten wurde. 

i, 

Synthesebeispiel 1-93 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
35 Sclareol ersetzt wurde. Hierbei wurde Sclarylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-93 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polysclarylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Sclaryl- 
acrylat verwendet wurde. Dieses Polysclarylacrylat wurde in Cyclohexanon gelttst Die erhaltene Ldsung wurde 
auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fOr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
40 ermitteln. Hierbei zeigte es sich, dafl die Lichtdurchiassigkeit des Polysclarylacrylats nach Umrechnung auf eine 
Filmdicke von 1 \im 45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darQber hinaus die Atzrate bei Verwen- 1 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polysclarylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 
45 In den folgenden Beispielen 1-507 bis 1-509 wurden Copolymere mit Sclarylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spi 1 1-93 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 
schaften untersucht wurden, 

Beispiel 1-507 

50 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Sclarylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-93 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
L5sung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Beiichtung und 
55 Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispieis 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. 

60 Beispiel 1-508 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Sclarylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-93 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
65 Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Beiichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispieis 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

Hierbei zeigt s sich, daB ein negatives Linien- und Zwisch nraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 |un 
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erhaltenwurde. 1 ' , , 1 

! Beispiel 1-509 1 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 5 
durch SdarylaciylatgemaBSynta^^ . 1 1 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289, in Ldsung gebracht Die erhaltene 
L6sung wurde auf ein Siliziumplfittchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. . . . 10 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 Jim 

erhaltenwurde. 1 

,. Synthesebeispiel 1-94 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-93 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Sclarylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 |im dicker Film gebildet und dieser dann auf 20 
seine Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nra) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
LichtdurchlSssigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedinguhgen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei -Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 0^ betrug. Dies belegt die 25 
Oberlegenheit des Copolymers gegenttber PMMA* 

In den folgenden Beispielen 1-510 bis 1-517 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-94 synthedsiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

1 Beispiel 1-510 bis Beispiel 1-513 

Die Herstellung der chemisch verstftrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-94 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbesttndig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 97 zusammengefaBt Tabeile 97 enthalt darttber hinaus Angaben 
iiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

Tabelle 97 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 ftm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


45 


1-510 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


50 


1-511 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


55 


1-512 


NAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co. # Ltd.) 


61 


! 0,3 


60 


1-513 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 


65 



35 



145 



BNSDOCID: <DE__1 9525221 A1_l_> 



I 

I 1 t 

I 

DE 195 25 221 Al , 

i ■ '.. • ) , • . 

Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 jim erhaitlich war. . ' 

' Beispiel 1-514 bis Beispiel 1-517 

s • . 1 ■ 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis, Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-94 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in Ider bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet i 
io Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels I-i, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestfcndig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 98 zusammengefaBt Tabelle 98 enthait darflber hinaus Angaben ' 
fiber den jeweils verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMM A bezogen. i 1 , ( 1 '■ 1 , \, 

is TabeUe98 . , ' ' '', 1 . 



20 


Beispiel 


Photosfiure- 

generator 

i 

• H 

J 1 '1 1 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 1 

(Relativ- 

wert) 


25 


1-514 


1 

Triphenyl- 
sulfoniuxn- 

triflat 

i • 


55 '' 


0,3 


30 


1-515 


i 

Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


,' ' 59 , ■ 


0,3 


35 


1-516 


NAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


40 


1-517 


NAI - 105 
(Midori' Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 urn erhalten wurde. 

45 

Synthesebeispiel 1-95 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Manool ersetzt wurde. Hierbei wurde Manylacrylat erhalten. 

50 Bewertung des von dem gemkfi Synthesebeispiel 1-95 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polymanylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Manylacry- 
lat verwendet wurde. Dieses Polymanylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene L5sung wurde auf 
ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchl&ssigkeit des Polymanylacrylats nach Umrechnung auf eine Filmdicke 

55 von 1 |xm45% betrug. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) ermittelt Hierbei zeigte es sich* daB die Atzrate von 
Polymanylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-518 bis 1-520 wurden Copolymere mit Manylacrylat entsprechend Synthesebei- 
60 spiel 1-95 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren Eigen- 
schaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-518 

65 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jed ch das Citronellylacrylat 
durch Manylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-95 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Lttsung wurde auf ein Siliziumpl&ttchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
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Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels I-287i Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenscnaf ten 
untersucht wurden. ' i ' i 1 ' ' • i . . ' . 1 rt «. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite v n 0,5 u,m 

erhaltenwurde. ' ■ , 1 

, ' ' ' ' ' 5 

1 Beispiel 1-519 • 1 ' ■ i 

i i i , i .i 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Bieispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durchManyIacrylatgem^SynthesebeispielI-95ersetztwurde. i ; ... 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Losung gebracht Die erhaltene io 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und , , 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. ( *'t . , 1 l, i 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 uin 

erhaltenwurde. 1 .' t ' " 15 

' Beispiel 1-520 1 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durchManylacrylatgemaBSynthesebeispielI-95ersetetwurde. 20 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Losung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen de'njenigeni des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. * , — ^ — l . _ — — ^ m 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Limenbreite von 0,5 jim 25 

erhaltenwurde. 1 . 

Synthesebeispiel 1-96 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-95 erhaltenen Monomer hergestellt 30 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Manylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelttst Unter 
Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 um dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine DurchlSssigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 35 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit ^egenttber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf6rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 far PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenttber PMMA. 40 

In den folgenden Beispielen 1-521 bis 1-528 wurden chemisch verstfcrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-96 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-521 bis Beispiel 1-524 

45 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-96 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falie des Synthesebeispiels 1-1, die Durchiassigkeit und Trocken&tzbestindig- 50 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 99 zusammengefaBt Tabelle 99 enthalt daruber hinaus Angaben 
ttber den jeweils verwendeten Photos§uregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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( Tabelle 99 

i . ' 1 . , 



I 

5 


T%a*i dnln a*1 

, 1 


1 ruu uus aure* 
generator 1 


XjXCJTI UO.U. IT cn. 

lassigkeit 

. (1 m)' % 

1 

i 


AuZraLe 

(Relativ- 
wert) 


10 


1-521 

i 


Triphenyl— 
sulfonium- 
triflat i 


60 


0,3 


15 


, IT522' 

I 

i 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


1 ' '59 

i 

t 1 


0,3 


20 


1-523 

1 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. / Ltd. ) 


61 


0,3 


25 


1-524 


NA1-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



AlsErgebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
30 Linienbreite von 0,15 urn erhaitlich war. 

t, 

Beispiel 1-525 bis Beispiel 1-528 

Die Herstellung der chemisch verstSrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-96 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 100 zusammengefa&t Tabelle 100 enthait dariiber hinaus Angaben 
40 uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

i 

Tabelle 100 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lSssigkeit 
(1 m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


1-525 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 




1-526 


Dipheny Ijodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-527 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


65 


1-528 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Unien- und Zwischenraummuster mit einer linienbreite von 

0,15 um erhalten wurdeL < i i M ' i . t 1 

\ ( 1 • •» ) \ . ' , ( • 

1 Synthesebeispiel 1-97 , , i 

1 1 r i 1 i • 11 ' ' 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederhoii wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Hinokiol ersetzt wurde. Hierbei wurde Hinokylacrylat erhalten. ^ 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-97 erhaltenen Monomer herrtthrenden Homopolymers: 
Polyhinokylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Hinokyl- 
acrylat verwendet wurde. Dieses Polyhinokylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung wurde ,io 
auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchiassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl,,^ nm) zu i , 
ermitteln. Hierbei zeigte es sicji, daB die LichtdurchKLssigkeit des Polyhiriokylacryiats nach Umrechnung auf erne 
Filmdickevonl *im 45% betrug. ' ' , ' * F i 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darttber hinaus die Atzrate bei verwen- 
dung von gasfdrmigem Teirafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei, zeigte es sich, daB die Atzrate von ts 
Polyhinokylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 f Or PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-529 bis 1-531 wiirden Copolymere mit Hinokylacrylat entsprechend Synthese- 
beispiel 1-97 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaftenuntersuchtwurden. > , , 1 20 

1 x Beispiel 1-529 

Die Hersteliung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das CitroneUylacrylat 
durch Hinokylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-97 ersetzt wurde, •' 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Ldsung gebracht Die erhaltene 25 
LSsung wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. ........ j 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster nut einer Linienbreite von 0,5 jim 

erhalten wurde. ' 1 ' 30 

Beispiel 1-530 

Die Hersteliung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das CitroneUylacrylat 
durch Hinokylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-97 ersetzt wurde. *5 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. . . . . . ^ c 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 um 40 

erhalten wurde. 

Beispiel 1-531 

Die Hersteliung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das CitroneUylacrylat 45 
durch Hinokylacrylat gem&B Synthesebeispiel 1-97 ersetzt wurde. .1 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
be^vertet wurden. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-98 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-97 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Hersteliung des Copolymers erfolgte gemiB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das CitroneUylacrylat 
durch Hinokylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 \im dicker Film gebildet und dieser dann auf 60 
seine Durchiassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenUber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenttber PMMA. m t 

In den folgenden Beispielen 1-532 bis 1-539 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-98 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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( Beispiel 1-532 bis Beispiel 1-535 , 

i i 

Die Herstellung der chemisch verstSrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, w bei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-98 ersetzt wurde. 
5 Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
( . ten dieser Muster wurden bewertet 1 ( , 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchl§ssigkeit und Trockenatzbest&ndig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 101 zusammengefaBt Tabelle 101 enthilt darQber hinaus Angaben 
tiber den jeweils verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen 
io von PMM A bezogen. 

i 

' Tabelle 101 



15 


Beispiel 

i 


PhotosSure- 

cren £»t*» tr*T* 


Liciitdurchr- 
(l urn) % 


Atzrate 
I Reiativ- 
wert) 


20 


i 

1-532 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


25 

i 


1-533 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


30 


i 

1-53,4 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


35 


1-535 


NAI . 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



40 Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0, 1 5 \xm erhaitlich war. 

Beispiel 1-536 bis Beispiel 1-539 

45 Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-98 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels M, die Durchlissigkeit und Trockenatzbest&ndig- 
50 keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 102 zusammengefaBt Tabelle 102 enthait darttber hinaus Angaben 
flber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 



55 



60 
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, Tabellel02 



Beispiel 


PhotosSure- 
generator ' 


Lichtdurch- 
.Lass lgjcei U 
t (1 Mm) % 

i 


Xtzrate j 

f Dal l V- 

wert) 


, 3>536 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 1 


55 


0,3 


1^537 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1 1-538 

1 


MAT . 1 05 

(Midori Kagaku 
Co • , Ltd • ) 


61 


0,3 


1-539 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 

i 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 1-99 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citronellol durch dieselbe Menge 
Ferruginol ersetzt wurde. Hierbei wurde Ferruginylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 1-99 erhalteren Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polyferruginylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Ferru- 
ginylacrylat verwendet wurde. Dieses Polyferruginylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene L5- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimeriaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polyferruginylacrylats nach 
Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 una 45% betrug. i 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polyferruginylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-540 bis 1-542 wurden Copolymere mit Ferruginylacrylat entsprechend Synthese- 
beispiel 1-99 synthetisiert. Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel 1-540 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Ferruginylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-99 ersetzt wurde. 

Das hierbei .erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in L6sung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. . . , . . 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 

erhalten wurde. 

Beispiel 1-541 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Ferruginylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-99 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 

untersucht wurden. t . .... ,* c 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 u,m 
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erhalten wurde. , ' , 

f , Beispiel 1-54^' ' ■ , ,. \ 

5 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-2SB, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Ferruginylacrylat gem&B Synthesebeispiel 1-99 ersetzt wurde. \ ■ I , , 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in L5sung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumpl&ttchen aufgetrageri. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
io bewertet wurden. ' 1 

Hierbei zeigte es sich, daB eih positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jxm 
erhalten wurde. 1 • , ' .' , , < 

1 ( Synthesebeispiel MOO, i i • i i 

15 'I " ' i '. i , , 

Es wurde eine andere Axt von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-99 erhaltenen Monomer hergestelit 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften bin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel I r 54 f wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Ferruginylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
20 Verwendung dieser Losung wurde auf einem Quarzpldttchen ein 1 um dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synth esebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung yon gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
25 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMX 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-543 bis 1-550 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 1-100 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

30 Beispiel 1-543 bis Beispiel 1-546 

Die Herstellung der chemisch verstairkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels I- 100 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestelit Die Eigenschaf- 
35 ten dieser Muster wurden bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 , die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 103 zusammengefaBt Tabelle 103 enth&lt dartiber hinaus Angaben 
Ober den jeweils verwendeten Photos£uregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

40 

Tabelle 103 



45 


Beispiel 


Photosfiure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


50 


1-543 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


55 


1-544 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


1-545 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


1-546 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 |im erhaltlich war. ' i i , , . j i ' 

Beispiel 1-547 bis Beispiel 1-550 , 

' • ' 1 i/ f ' <• • ' 5 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml,,wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-100 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet i i . j . An 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- to 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 104 zusammengefaBt Tabelle 104 enthalt darflber hinaus Angaben f , 
Uber den jeweils verwendeten, Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. i 1 ' 1 , 1 ' > 

■••!.' . ' 1 I- I ' 

1 Tabelle 104 ' *. i is 



Beispiel 


Photos Sure- 
generator 

.1, 

■ 11 ! 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


f 

Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-547 


— Irdphenyl^ 

sulf onium- 
triflat 


55 

1 i 

I 


0,3 


1-548 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 

1 


0,3 

i ' t 


1-549 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-550 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 p.m erhalten wurde. 

*5 

Synthesebeispiel 1-101 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederholt, wobei jedoch Citroneliol durch dieselbe Menge 
Totarol ersetzt wurde. Hierbei wurde Totarylacrylat erhalten. 

Bewertung des von dem gemafi Synthesebeispiel 1-101 erhaltenen Monomer herrtthrenden Homopolymers: 50 
Polytotarylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Totaryl- 
acrylat verwendet wurde. Dieses Polytotarylacrylat wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung wurde 
auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fUr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu 
ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die lichtdurchlassigkeit des Polytotarylacrylats nach Umrechnung auf eine 
Filmdicke von 1 jim 45% betrug. # 55 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darQber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polytotarylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fUr PMMA 03 betrug. 

In den folgenden Beispielen 1-551 bis 1-553 wurden Copolymere mit Totarylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-101 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 60 
Eigenschaf ten untersucht wurden. 

Beispiel 1-551 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 65 
durch Totarylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-101 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-287 in Losung gebracht Die erhaltene 
LSsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrenhens, der Belichtung und 
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Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 1 ' ' > ■ • * 

Hierbei zeigte es sich, daD ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 1 , 

5 i ' 

, t . Beispiel 1-552 , _ 1 , ( ' 

, Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 

durch Totarylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-101 ersetzt wurde. 
to Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels I-288 r Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

t Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 Jim 

i is erhalten wurde. 

i i i * i i 

1 i i 

Beispiel 1-553 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
20 durch Totarylacrylat gemaB Synthesebeispiel I- 101 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene (Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Losung wurde auf ein Siliziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
bewertet wurden. 

25 Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5, pm 
erhalten wurde. i 

Synthesebeispiel 1-102 

i 

30 Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel I- 101 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Totarylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 nm dicker Film gebildet und dieser dann auf 
35 seine Durchlassigkeit far einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenUber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
40 Oberlegenheit des Copolymers gegenttber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-554 bis 1-561 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels I- 1 02 synthe tisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 1-554 bis Beispiel 1-557 

45 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-102 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 
50 Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 105 zusammengefafit Tabelle 105 enthalt darQber hinaus Angaben 
(lb r den jeweils verwendeten Photo sauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

55 



60 



65 



154 



BNSDOCID: <DE_J 9525221 A1J_> 



DE 195 25 221 Al 

i 

i 'Tabelle 105, 



Beispiel 

* • 


Photos&ure- 
generator 

• i" 


Lichtdurch- 
lSssigk it 

1 (1 % 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

werfc) 

i 


5 

i 


, 1-^554 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 1 


60 


0,3 


10 


1 1-555 , 


Diphenyl jodoniuxn- 
triflat 


59 

• i 

i 1 


0,3 

i 


15 


1-556 

1 


NAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd,) 


61 


0,3 


20 


1-557 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 

i 


25 



Als Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbreite von 0,15 jira erhiltlich war. 30 

Beispiel 1-558 bis Beispiel 1-561 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-102 ersetzt wurde. 35 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilHerten Weise Muster, gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels I-i, die Durchlassigkeit und Trocken&tzbestfindig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 106 zusammengefaBt Tabelle 106 enth&lt dariiber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte far die Atzrate sind auf denjemgen 40 
von PM MA bezogen. 1 

Tabelle 106 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 nm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1-558 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


1-559 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


1-560 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


1-561 


NAX • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



50 
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. * ■ ; i , • ■ 

Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiel ein Linien: und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 

0,15 p.m erhalten wurde. 1 ( ' '\ ' 1 i " 

I 1 ' ■ ' ■(' i ' ' ,' 1 1 ' , 

' SynthesebeispielM03 1 ' 

5 , 1 . , i ( . , _ t ' ' ' 

Die Synthese des Synthesebeispiels 1-53 wurde wiederfrol*. wobei jedoch Citronell 1 durch dieselbe Menge 
Sugiol ersetzt wurde. Hierbei wurde Sugylacrylat erhalten. ' ( 1 

Bewertung des von dem gemfiB Synthesebeispiel 1-103 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
Polysugylacrylat wurde entsprechend Synthesebeispiel 1-53 hergestellt, wobei jedoch als Monomer Sugylacrylat 
10 verwendet wurde. Dieses Polysugylacrylat wurde in Cyclohexanon gelttst Die erhaltene Ldsung wurde auf ein 
Quarzplattchen aufgetragen, 1 urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polysugylacrylats hach Umrechnung auf eine, Filmdicke 
von 1 nm 45% betrug. 1 ( , i, 1 s , ( 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
15 dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohjenstoff (CF 4 ) ermittelt Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate von 
Polysugylacrylat unter Annahme einer Atzrate von 1 fflr PMMA 03 betrugJ " \ ( > ' 

In den folgenden Beispielen 1-562 bis 1-564 wurden Copolymere mit Sugylacrylat entsprechend Synthesebei- 
spiel 1-103 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempfindliche Materialien hergestellt, deren 
Eigenschaf ten untersucht wurden. , 
20 i ■ 1 1 

.„ Beispiel 1-562 

Die Herstellung des Copolymers' erfolgte entsprechend Beispiel 1-287, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Sugylacrylat gemaB Synthesebeispiel M03 ersetzt wurde. ' ( . 
25 ~~Das^Kierbei~ef haltene Copolymer wur^e eritsprechend Beispiel "1-287 1 in~ Wsung^ebTacht Die~erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siiiziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-287. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaf ten 
untersucht wurden. i 1 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
30 erhalten wurde. 

Beispiel 1-563 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-288, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
35 durch Sugylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-103 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-288 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siiiziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-288. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
untersucht wurden. 

40 Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 03 nm 
erhalten wurde. 

Beispiel 1-564 

45 Die Herstellung des Copolymers erfolgte entsprechend Beispiel 1-289, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Sugylacrylat gemaB Synthesebeispiel 1-103 ersetzt wurde. 

Das hierbei erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel 1-289 in Ldsung gebracht Die erhaltene 
Ldsung wurde auf ein Siiiziumplattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und 
Entwicklung entsprachen denjenigen des Beispiels 1-289. Hierbei wurden Muster gebildet, deren Eigenschaften 
50 bewertet wurden. i 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel M04 

55 

Es wurde eine andere Art von Copolymer mit dem in Synthesebeispiel 1-103 erhaltenen Monomer hergestellt 
Das erhaltene Copolymer wurde auf seine Eigenschaften hin untersucht 

Die Herstellung des Copolymers erfolgte gemaB Synthesebeispiel 1-54, wobei jedoch das Citronellylacrylat 
durch Sugylacrylat ersetzt wurde. Das hierbei erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Unter 
60 Verwendung dieser Ldsung wurde auf einem Quarzplattchen ein 1 |xm dicker Film gebildet und dieser dann auf 
seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB die 
Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenilber PMMA. 

Weiterhin wurde der Film im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen des Synthesebeispiels 1-54 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) hin untersucht Dabei zeigte es sich, daB 
^5 die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenilber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 1-565 bis 1-572 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthese beispi Is 1-104 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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1 , , BeispielI-565 bis Beispiel 1-568 . , 

' - ! 1 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-4 bis Beispiel 1-7, w bei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels h2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-104 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt-Die Eigenschaf- 

tendieser Muster wurden bewertet i ', « •_ ^ J--. 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 107 zusammengefaBt Tabelle 107 enthait dartlber hinaus Angaben 
Qber den jeweils verwendeten Photosiuregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjemgen 
von PMMA bezogen. , 

Tabelle 107 



Beispiel 

i 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch-\ 
ISssigkeit 


Atzrate 
(Relativ- 

t-t^s, mm 4- \ 

wert ) 


i 

1-565 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


1-566 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0^3 


i 

1-567 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


1-568 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



AIs Ergebnis zeigte es sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer 
Linienbrei te von 0,1 5 |xm erh&ltlich war. 1 

Beispiel 1-569 bis Beispiel 1-572 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel 1-8 bis Beispiel Ml, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 1-104 ersetzt wurde- 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster gebildet und deren Eigen- 
schaften bewertet . jpw 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels 1-1, die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sind in Tabelle 108 zusammengefaBt Tabelle 108 enthalt dartlber hinaus Angaben 
Uber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 
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Tabellel08 



5 


Beispiel 


PhotosSure- 
generator , 1 

1 1 ' 
> < i ii > 


Li chtdur ch- 
i lassigkeit' 
(1 /*m) % 


Atzrat 

(Relativ- 

wert) 


10 


1-569 


Triplienyl- 
sulfonium- 
tr^flat , , 

1 , lJ — i_j i — 


i i 
55 


0,3 


15 


1-570 


Dipheny 1 j odonium*- 
trif lat 


■/ 59 ■ ' 

J 

. j 




20 


1-571 


NAT- 105 
(Midori , Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 

i i 


i 


25 


1-572 


NAI-105": 
. (Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


' 60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem dieser Beispiele ein Linien- urid Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 \im erhalten wurde. , t 

Synthesebeispiel M05 

Das als L6slichkeitsinhibitor in den obigen Beispielen verwendete 33-Bis-4'-tert-butoxycarbonylphthalinyI- 
35 l(3H)-isobenzofuranon wurde wie folgt hergestellt 5,4 g 33-Bis-4'-hydroxynaphthalinyl-l(3H)-isobenzofuranon 
wurde in 300 ml Acetonitril geldst, worauf 03 mg 4'-Dimethyiaminopyridin zugegeben wurden. Diese Ldsung 
wurde tropf enweise mit 68 g Di-tert-butylpyrocarbonat, das in 20 ml Acetonitril geldst war, versetzt, worauf das 
Ganze 1 h bei Raumtemperatur erwarmt wurde. Anschlie&end wurde die Ldsung rait Ethylacetat extrahiert, mit 
einer waBrigen Zitronensaureldsung, einer salzgesittigten Natriumbicarbonatldsung und salzgesfittigter Salzla- 
40 ke gewaschen und schlieBlich Qber wasserfreiem N atriums ulf at getrocknet AnschlieBend wurde das Produkt 
umkristallisiert 

Beispiel II 

45 In jedem der folgenden Beispiele wurde eine Basisharzkomponente mit einer Verbindung mit Menthyl- oder 
Menthylderivatgruppe als Skelett zur Herstellung eines lichtempfindlichen Materials verwendet Das erhaltene 
lichtempfindliche Material wurde bewertet Insbesondere wurden verscniedene Arten von Verbindungen und 
verschiedene Verhaltnisse der Copolymerkomponenten zur Herstellung der verschiedensten Basisharze einge- 
setzt. , 

50 ' 

Synthesebeispiel IM 

24 g Methacrylsaure, 31 g Menthol und 15 g p-Toluolsulfons&ure in einer Ldsung in 500 ml Toluol wurden bei 
einer Olbadtemperatur von 150°C 19 h lang auf RUckfluBtemperatur erwarmt. Danach wurde das Reaktionsge- 

55 misch durch Zusatz einer salzgesattigten Natriumhydrogencarbonatldsung gequentscht Das Ldsungsgemisch 
wurde mit Ether extrahiert Die organischen Schichten wurden vereinigt und mit einer salzgesattigten Natrium- 
bicarbonatldsung, einer wSBrigen Natriumhydroxidldsung und anschlieBend einer salzgesattigten Ammonium- 
chloridldsung gewaschen und schlieBlich Uber salzgesattigter Salzlake und wasserfreiem Natriumsulfat getrock- 
net Zuletzt wurde das erhaltene dlige Produkt unter vermindertem Druck eingedampft, wobei Menthylmetha- 

60 crylat erhalten wurde. 

Bewertung des von dem in Synthesebeispiel II- 1 hergestellten Monomer herruhrenden Homopolymers: 
2,1 g Menthylmethacrylat und 0,4 g Azoisobutyronitrit als Polymerisationsanspringmittel wurden in 6 ml Toluol 
geldst 

Die erhaltene Ldsung wurde mit flQssigem Stickstoff eingefroren und nach dreimal wiederholtem 20-minttti- 
65 gem Entgasen wieder auf Raumt mperatur erwarmt Danach wurde die Ldsung 16 h in einem Stickstoff strom 
bei einer Olbadtemperatur von 70°C erwarmt Nach dem Quentschen der Reaktion durch Zusatz von 600 ml 
Methanol wurde mit Methanol abermals gefailt Das hierbei erhaltene Produkt wurde abfiltriert und unter 
Vakuum eingedampft, wobei Polymenthylmethacrylat erhalten wurde. 
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Dieses Polymenthylmethacrylat wurde in Cyclohexahon geldst Die erhaltene Ldsung wurde auf ein Quarz- 
piattchen in einer Filmidicke von 1 |im aufgetragen. Der erhaltene Film wurde auf seine Durchiassigkeit fUr einen 
ArF-Excimerlaserstrahl(li93nm)hinuntersucht ' . 

Weiterhin wurde der Film' mit Hilfe von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) auf seine Atzrate hin 1 
untersucht Die Bewertung der f rockenatzbestandigkeit erfolgte unter foljgenden Bedingungen: 5 
Strdmungsgeschwindigkeit von CF4: 12,6 seem; L. ' , 1 

Vakuum:l,33Paund 11 

MikrowellenIeistung:150W. , , 

Anstelle des Polymenthylmethacrylats wurde ein Novolakharz (Vergleichsbeispiel II- 1) bzw. Polymethacrylat 
(Vergleichsbeispiel II-2) verwendet und jeweils in Cyclohexanon geldst 10 

Die Ldsungen der Vergleichsbeispiele II- 1 und II-2 wurden in der geschilderten Weise auf ein Quarzplattchem 1 
aufgetragen, um ihre Durchiassigkeit ftir einen ArF-Excimerlaserstrahl zu ermitteln. Weiterhin wurde die 
Atzrate derselben bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrailuorkphlenstoff unter den zuvor angegebenen 
BedingungenermitteitDieErgebnisse findensichinTabeIlel09. 1 1 I , 

Wurde die Atzrate von PMMA mit 1 angesetzt, betrug die Atzrate von polymethacrylat 03. ( , 1 15 

' Tabellel09 ' , V 





1 

1 1 


LichtdurchlSssig- 
<keit (1 /im) 


AtzbestSndigkeit 
(Relativwert) 


20 














Erf indungsgeiaaB 


43% 


0,9 

' , 1 


25 




Vergleichsbei- 
spiel II-l 


10~ 28 % 


t 

t r 

3,9 


1 

30 




Vergleichsbei- 
spiel II-2 


70% 


1 


35 



40 



Wie aus Tabelle 109 hervorgeht, besitzt ein Polymer mit Terpenoid-Skelett eine hohe Durchiassigkeit fQr den 
ArF-Excimerlaserstrahl von 193 nm und eine hervorragende Trockenatzbestandigkeit Im Vergleich dazu be- 
sitzt das Novolakharz nur eine sehr geringe Durchlassigkeit fQr den ArF-Excimerlaserstrahl von 193 nm, 
wahrend PMMA eine schlechte Trockenatzbestandigkeit aufweist 45 

In den folgenden Beispielen IM bis II-3 wurden Copolymere mit dem gemaB Synthesebeispiel II- 1 hergestell- 
ten Polymenthylmethacrylat synthetisiert Mit deren Hilfe wurden dann lichtempfindliche Materialien herge- . 
stellt, deren Eigenschaften untersucht wurden. 

Beispiel IM 50 

9 g Menthylmethacrylat und 1 g Glycidylmethacrylat sowie 0,5 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsan- 
springmittel wurden in 30 ml Toluol geldst 

Die erhaltene Ldsung wurde mit fliissigem Stickstoff eingefroren und nach 3mal wiederholter 20-minOtiger 
Entgasung wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die Ldsung 16 h bei einer Ol(bad)temperatur 55 
von 70° C in einem Stickstoff strom erwarmt Die Reaktion wurde durch Zusatz von Methanol gequentscht Nach 
dem Wiederausfailen mit Methanol wurde das Produkt abfiltriert und unter Vakuum eingedampft, wobei das 
gewunschte Copolymer erhalten wurde. 

1 g des erhaltenen Copolymers wurde in 9 ml MethyI-3-methoxypropionat geldst, worauf die erhaltene 
Ldsung in einer Dicke von 1 jim auf ein Siliziumplattchen aufgetragen wurde. Das Ganze wurde dann bei 100°C 60 
vorgebrannt AnschlieBend wurde der aufgetragene Film einem Elektronenstrahl (Strahlungsdosis: 10 iiCcm"" 2 , 
20 keV) ausgesetzt und anschlieBend in Methylethylketon mustergerecht entwickelt Das gebildete Muster 
wurde bewertet 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
gebildet wurde. 65 
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, f i Beispiel II-2 ( 

• i " ■ i 

9 g Menthylmethacrylat 1 g Allylmethacrylat und 0,5 g Azoisobutyronitril als P lymerisationsanspringmittel 
wurden in 30 ml Toluol geldst 
5 Die rhaltene Ldsung wurde mit flQssigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholtem 20-minQtigem 
Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die Ldsung 16 h bei einer Ol(bad)temperatur von 
70° C in einem Stickstoff strom erwarmt Nach dem Quentschen der Reaktion durch Zusatz von Methanol wurde 
emeut mit Methanol ausgef alit Das hierbei erhaltene Produkt wurde abfiltriert und unter Vakuum eingedampft 
wobei das gewUnschte Copolymer erhalten wurde. 
io Das erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel II- 1 in eine Ldsung QberfQhrt Die hierbei erhaltene 
Ldsung wurde unter den in Beispiel II- 1 beschriebenen Bedingungen auf ein Siliziumplattchen aufgetragen, 
gebranht, einem Elektronenstrahl ausgesetzt und dann zu einem zu bewertenden Muster entwickelt 1 
Es wurde ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim erhalten. 



15 Beispiel II-3 



5 g Menthylmethacrylat, 5 g a-Chlorfluorethylacrylat und 0,5 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsan- 
springmittei wurden in 28 ml Tetrahydrofuran (im folgenden als THF" bezeichnet) geldst 

Die erhaltene Ldsung wurde mit flQssigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholter 20-minOtiger 
20 Entgasung wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die Ldsung 16 h lang bei einer Ol(bad)tempera- 
tur von 60° C in einem Stickstoffstrom erwarmt Nach dera Abschrecken bzw. Quentschen der Reaktion durch 
Zusatz von Hexan wurde emeut mit Hexan ausgef allt Das erhaltene Produkt wurde abfiltriert und unter 
Vakuum eingedampft, wobei das gewQnschte Copolymer erhalten wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde entsprechend Beispiel II- 1 in eine Ldsung QberfQhrt Die erhaltene Ldsung 
25 wurde unter den in Beispiel II- 1 angegebenen Bedingungen auf ein Siliziumplattchen aufgetragen, gebrannt, 
einem Elektronenstrahl ausgesetzt und dann mit Methylisobutylketon zu einem Muster entwickelt Dieses 
wurde bewertet 

Es wurde ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 pin erhalten. 

t 

30 Synthesebeispiel II-2 

Es wurde eine andere Art Copolymer mit dem in Synthesebeispiel IM erhaltenen Monomer hergestellt Das 
erhaltene Copolymer wurde bewertet 

Menthylmethacrylat, tert-Butylmethacrylat und Methacryls&ure wurden im Verhaltnis 50/30/20 zu 10 g Ge- 
35 misch vermischt. Das Gemisch wurde zusammen mit Azoisobutyronitril in 40 ml THF geldst 

Die erhaltene Ldsung wurde mit flQssigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholter 20-minOtiger 
Entgasung wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die Ldsung 9 h lang bei einer Ol(bad)tempera- 
tur von 60° C in einem Stickstoffstrom erwarmt AnschlieBend wurde die Reaktion durch Zusatz von Hexan 
gequentscht Nach dem Wiederausfallen mit Hexan wurde das Produkt abfiltriert und unter Vakuum einge- 
40 dampft, wobei das gewQnschte Copolymer erhalten wurde. 

Dieses Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ldsung wurde in einer Filmdicke von 1 \xm 
auf ein Quarzplattchen aufgetragen. Der hierbei erhaltene Film wurde auf seine Durchlassigkeit fQr einen 
ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% 
betrug. Dies belegt die Cberlegenheit gegenQber PMMA. 
45 Der Film wurde ferner unter Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu 
PMMA auf seine Atzrate hin untersucht Wurde die Atzrate von PMMA mit 1 angesetzt, betrug die Atzrate 
dieses Copolymers 03. Dies belegt ebenfalls die Oberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

Die Bewertung der Trockenatzbestandigkeit erfolgte unter folgenden Bedingungen: 
Strdmungsgeschwindigkeit von CF4: 12,6 seem; 
50 Vakuum: 133 Pa; 

Mikrowellenleistung: 150 W. 

In den folgenden Beispielen II-4 bis II- 11 wurden chemisch verst&rke Resists mit dem in Synthesebeispiel II -2 
erhaltenen Copolymer hergestellt und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

55 Beispiel II-4 

2 g des gemaB Beispiel II-2 erhaltenen Copolymers und 0,04 g Triphenylsulfoniumtriflat als Photosauregene- 
rator wurden in 8 ml 2-Ethoxyethylacetat geldst 

Die Ldsung des erhaltenen Copolymers wurde in einer Filmdicke von 0,8 11m auf ein Siliziumplattchen 
60 aufgetragen und dann bei 100°C vorgebrannt Nach Einwirkung eines ArF-Excimerlaserstrahls (40 mjem"" 2 ) 
wurde der Film in einer waBrigen Ldsung von Tetramethylammoniumhydroxid zu einem Muster entwickelt 
Dieses wurde bewertet Es zeigte sich, daB ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 
p.m erhalten wurde. 

Weiterhin wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit des aufgetragenen Films entsprechend 
65 Synthesebeispiel IM bewertet Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 60% und die Atzbest&ndig- 
keit 03 betrugen. Dies belegt die Oberlegenheit dieses Resists gegenQber PMMA. 
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i Beispiele II -5 bis II-7 

Unter Verwendung des in Tabelle 110 dargestellten PhotosSuregenerators wurden gemaB Beispiel IM 
chemisch verstSrkte Resists hergestellt Die Ldsungen wurden jeweiis eritsprechend Beispiel IM auf ein Sihzi- 
umpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwicklung entsprachen 
denjenigen des Beispiels IM. Hierbei wurden Muster erhalten, deren Eigenschaften bewertet wurden. In jedem 
dieser Beispiele betrug die Menge an verwendetem photosauregenerator p,05 g. i 

Weiterhin wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit der aufgetragenen FUme entsprechend 
Synthesebeispiel IM bewertet Die Ergebnisse flnden sich in der folgenden Tabelle 110. Die Atzraten, in diesen 
Beispieleri sind auf die Atzrate von PMMA bezogen. 

Tabelle 110 



10 



Beispiel 


PhotosSure- 
, generator 


Licntdurch- 
lassigkeit 
(1 im) % 


At 2 rate 

(Relativ- 

wert) 


II-5 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


II-6 


. NAT- 105 

! (Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


i 

II-7 


NAI.105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



J5 



20 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Beispiel II-8 

2 g des in Beispiel II-2 hergestellten Copolymers, 0,04 g Triphenylsulfoniumtriflat als Photosauregenerator, 
und 0,1 g a^-Bis^'-tert-butoxycarbonyloxynaphmalinyl-ltSHHsobenzofuranon wurden in 8 ml 2-Ethoxyethyl- 

acetatgel5st . ^ M , . 

Die erhaltene Copolymerldsung wurde in einer Filmdicke von 03 Jim auf ein Sihziumpiattchen aufgetragen 
und dann bei 100°C vorgebrannt Nach Einwirkung eines ArF-Excimerlaserstrahls (40 mjcm -2 ) wurde der Film 
in einer w§Brigen Ldsung von Tetramethylammoniumhydroxid zu einem Muster entwickelt Dieses wurde 
bewertet Es zeigte sich, daB ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im erhalten 
wurde. , . 

Weiterhin wurden die Durchiassigkeit und TrockenatzbestSndigkeit des aufgetragenen Films entsprechend 
Synthesebeispiel IM bewertet, wobei es sich zeigte, daB die Lichtdurchlassigkeit 55% und die Atzbestandigkeit 
0,3 betrugen. Dies belegt die Oberlegenheit dieses Resists gegenuber PMMA. 

Beispiele U-9bisII-ll 

Unter Verwendung des in Tabelle 111 dargesteUten Photosauregenerators wurden gemaB Beispiel II-8 
chemisch verstarkte Resists hergestellt Die L6sungen wurden jeweiis entsprechend Beispiel II-8 auf ein Sihzi- 
umpiattchen aufgetragen. Die MaBnahmen des Vorbrennens, der Belichtung und Entwicklung entsprachen 
denjenigen des Beispiels II-8. Hierbei wurden Muster erhalten, deren Eigenschaften bewertet wurden. In jedem 
dieser Beispiele betrug die Menge an verwendetem Photosauregenerator 0,05 g. 

Die Bewertung der Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit der aufgetragenen Filme erfolgte entspre- 
chend Synthesebeispiel IM. Die Ergebnisse finden sich in der folgenden Tabelle 111. Die Atzraten in diesen 
Beispielen sind auf diejenige von PMMA bezogen. 
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Tabelle 111 1 , 



5 


Beispiel 


Photos aure- 
generatori 

■ i i ii 

i 1 


Lichtdurch- 
1 lassigkeit, , 
f 1 urn) % 

i ' ' ' 


Atzrate 

(Relative 

wert) 


10 




Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


15 


ri-io 


NAT • 105 ' ' 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


i ' • i 

61 < 

■ / 't • 

i 


" i 

1 , • 


20 


n-ii 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 

H 


! 

, , 60 


1 

0,3 



25 Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jim 
erhalten wurde. 1 

In diesen Beispielen kdnnen Menthylmethacrylat (das Monomer der allgemeinen Forrael (2))^ tert-Butylme- 
thacrylat (eine durch eirie Saure zersetzbare funktionelle Gruppe) lind Methacrylat (eine alkalildsliche Gruppe) 
miteinander in beliebigem Verhfiitnis gemischt werden, solange nur die Menge dieser Koraponenten in den 

30 schraffierten Bereich in Fig. 1 fallt 

'i i 
1 Synthesebeispiel II-3 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verh&ltnis Ment- 
35 hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 50/25/25 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenOber 
PMMA. 

40 Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf 6rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fUr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit gegenliber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-12 bis 11-19 wurden chemisch verstarke Resists mit dem Copolymer gemaB 

45 Synthesebeispiel II-3 hergestellt und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-12 bis Beispiel 11-15 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
50 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-3 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der geschiiderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften 
untersucht 

Wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden auch die Durchlassigkeit und Trockenfttzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 112 zusammengefaBt Tabelle 1 12 enthalt darQber hinaus Angaben aber den 
55 verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle H2 



Beispiel 


Photosfiure- 
generator 

• i 


Lichtdurch- 
lassigkeit , 

(1 M») % 


Atzrate 
(Relativ- , 
wert) 1 


11-12 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 1 

j : u ; — — 


i i 

60 

. i' ■ 


0,3, 


11-13 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 i 

i *. 

i 


, 0,3 

I * 


11-14 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


i 

, , 61' 


1 

0,3 


11-15 


NAI-.105, 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd;) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im \ 
erhaltenwurde. ' ' 30 

Beispiel IM6 bis Beispiel IM9 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-3 und 3,3-Bis- 35 
4 / -tert-butoxycarbonyloxynaphthalinyl-l-(3H)-isobenzofuranon durch 3^-Bis-3-tert-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyl-l-(3H>-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet .. . . 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 13 zusammengef aBt Tabelle 1 1 3 enthalt darQber hinaus Angaben Qber 40 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabellell3 



1 

5 


■Riz» i cni pi 

t . , 

, ' ' ' 


riiuL.UDCtuic 

generator 1 


JjXvll 1 1 J 1 1 1 W*1J. 

lassigkeit 
(1 |nn) % 


X 4- ♦*» 

(Relativ- 
wert) 


10 


i 

11-16 

1 


Triphenyl- 
sulfonium- 
tririat i 


55 


0,3 

i 


- 

15 


11-17 


Diphenyl jodonium- 
tririat ( 


' ' ,59 ' '■ 

' ' 1 1 

1 1 


0,3 


20 


, 11-18 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 




11-19 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 


60 


0,3 


25 




Go . 9 — t Ltdv-) 




1 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
30 rhalten wurde. 

Synthesebeispiel II-4 

Die Herstellung des Copolymers gemafi Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhiltnis Ment- 
35 hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 50/20/30 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Per auf einem Quarzpiattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) bin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenOber 
PMMA. 

40 ' Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenOber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-20 bis 11-27 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels II-4 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-20 bis Beispiel H-23 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel IM bis Beispiel II-7, wobei 
50 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels IM ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trocken&tzbest&ndigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelie 1 14 zusammengefaBt Tabelle 114 enthalt daruber hinaus Angaben iiber den 
55 verwendeten Photosaureenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA bezo- 
gen. 



60 



65 



164 



BNSDOCID: <OE_1 9525221 A1_l_> 



DE 195 25 221 Al 



Tabellell4 

, 1 1 .. 



Beispiel j 

t 


PhotosSure- ; 
generator < 

■ i i * i 


Lichtdurch- 1 
lassigk it , , 
(1 ftm), % , 


Atzrate 
(Relativ- , 
Wert) 


11-20 


Triphenyl- 
sulfonium- 
, triflat • 


.' , 60 

' 1 1 


0,3 

* < 

*■ i 


11-21 


i,i 

Di'phenyl jodonium- 
triflat 


59 1 , 

1 1 

1 


',' 0i3 ' 

j 1 

1 , , 


11-22 


NAT • 105 ! 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


1 


t 

0/3 


11-23 


NAI-105 
(Midori Kagaku 


1 

1, 

60 


0,3 




Co., Ltd 1 .) 







10 



15 



20 



25 



Es zeigte sieh, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Unienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 1 30 

Beispiel 11-24 bis Beispiel 11-27 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel H-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-4 und 33-Bis- 35 
4Mert.-butoxycarbonyloxynaphthalmyl-l-(3^ 

halinyl-l-(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurdea Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet # 
Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbesttadigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 15 zusammengefaBt Tabelle 115 enthftlt darQber hinaus Angaben ttber 40 
den verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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, ; Tabelle 115 

i _ i , 



1 

5 

i ■ 


Beispiel 

s 1. 


t 

Pho t o s Sure— 
generator i , 


TjicrTtdmreli— 

U^vAl WVAWI Mm vil 

lassigkeit 
(1 ixm)' % 

f i 


AL6J. CI l»t5 

(Relativ- 
werrt) 


10 


11-24 


Triphenyl— 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


15 


11-25 

i 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


1 59 

t 

i t 


0>3 


20 


11-26 

1 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


i 

61 


0,3 


25 


11-^27 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 

Co..., _Ltd._).J 


1 

60 


0,3 

1 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
30 erhalten wurde. 

i, 

Synthesebeispiei II-5 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiei 11*2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
35 hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 45/35/20 geindert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchl&ssigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA. 

40 Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiei II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 1 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-28 bis 11-35 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels II-5 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-28 bis Beispiel 11-31 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
so jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-5 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschiiderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 14 zusammengefaBt Tabelle 1 14 enthalt darttber hinaus Angaben fiber den 
55 verwendeten Photos auregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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, ' Tabelle 116 



Beispiel 

i 


Photosfiure- 
generator 


|| 

Lichtdurch- 
ISssigkeit 
(1 >m) % 

i 


Atzrat 

(Relativ- 

weiH:) 

i 


5 

i 


i 11-28 

t 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 1 


60 


0/3 


10 


11-29 , 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 

1 i i 
i l 


0,3 


15 


1 11-30 

1 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
do. , Ltd.) 


61 


0,3 


20 


11-31 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


t 

60 


0,3 

1 

1 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-32 bis Beispiel 11-35 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-5 und 3,3-Bis- 35 
4'-tert-butoxycarbo nyloxynaphthaHnyl-l-(3H)-isobenzofuranon durch 3,3-Bis-5'-tertJbutoxycarbonyloxynapht- 
halinyl-l-(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 117 zusammengefaBt Tabelle 1 17 enthalt dariiber hinaus Angaben fiber 40 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabellell7 1 , 

■ < i. ' 



5 


Beispiel 

i 


PhotosSure- 
generator ( 

■ 1 i 

• • 1 i .i 


Liclitdurch-' 
, lSssigkeit 
(1 |ik) % ' 1 


, Atzrate 
(Relativ- 

wertjr 1 


10 


11-32 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


i ; 

55, 


0,3 


15 


11-33 


Diphenyljodonium- 
trif lat 


1 •. ' 


0,3 

1 

1 ' 


20 


11-34 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


1 

1 

61 


1 

0/3 


25 


11-35 


NAI-105 w ;« 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 

1 ' 


0,3 



I 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jim 
30 erhalten wurde. 

1 Synthesebeispiel II-6 

Die Herstellung des Copolymers gemiB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
35 hylmethacrylat/tert - Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 45/30/25 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Per auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebiidete Film wurde auf seine Durchlassigkeit f0r einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber 
PMMA. 

40 „ Der Film wurde, im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

In den folgenden Beispielen II-36 bis 11-43 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels II-6 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

Beispiel 11-36 bis Beispiel 11-39 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
50 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-6 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaf ten bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 18 zusammengefaBt Tabelle 1 18 enthfilt darQber hinaus Angaben Qber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 1»8 

• 1 , 



Beispiel 


Photosaure- 
generator , 1 

■ i i ii 


Lichtdurch- 1 
i, xassxgjv it 
. (1 fim) % ' 


Atzrate 
wert) 1 


, i 

5 


11-36 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat ' 


1 1 

6b 


0/3, 

t i 


i 101 

1 i 


11-37 

i 


Diphehy 1 j odonium- 
triflat 


59., ' ' 


d,3 

i 

i 1 ' 


1 

, ' 15 


11-38 


it x m i r\ c 

NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


1 

,61 


1 

0,3 


20 


11^39 . 


_(mdori_Kagalcu 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, dafl in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 1 
0,15 urn erhal ten wurde. 1 30 

Beispiel 11-40 bis Beispie! 11-43 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-4 und 3,3-Bis- 35 
ktert.-butoxycarbonyloxynapta^^ 

halinyi-l-(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden m der geschilderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II I die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 19 zusammengefaBt Tabelle 119 enthfilt daruber hinaus Angaben fiber 40 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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,' Tabelle 119 

■ i . < 



1 

5 


Beispiel 


, PhotosSure- 
generator i 


i 

Lichtdttrch- 
lassigkeit 
(1 jm) % 


Atzrate 

(Relativ-. 

werrt) 


10 


11-40 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat r 


55 


0,3 

i 


15 




Diphenyl jodoniiim- 
trif lat 


' 59 

i 

' ' ' i 

i I 




20 


11-42 

I 

1 


NAT 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


i 

61 


0,3 


25 


11-43 


NAI ■ 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


l 

60 


0,3 

1 



Es, zeigte sich, daB in jedem Falle cin Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jim 
30 erhalten wurde. 

i, 

Synthesebeispiel II-7 

Die Herstellung des Copolymers gemafi Synthesebeispiel II- 2 wurde wiederholt, wobei das Verhftltnis Ment- 
35 hylme thacry lat/tert-Bu tylmethacrylat/Methacryls&ure auf 45/25/30 ge&ndert wurde. 

Das erhaitene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzpl&ttchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchl&ssigkeit filr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hterbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlissigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber 
PMMA. 

40 ' Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von I fflr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-44 bis 11-51 wurden chemisch verstirkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels II-7 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

Beispiel II-44 bis Beispiel 11-47 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
50 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-7 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaf ten bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 120 zusammengefaBt Tabelle 120 enthalt darQber hinaus Angaben tiber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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i ' 

i TabeUel20 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
Ifissigkeit 

* (1 M*0 ,%. 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 

i 


1 11-44 

' 1 


Triphenyl- , 
sulfoniim- , 
triflat 


60 


0,3 


10 


ii-45 , 


Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


.'59 


0,3 

1 


15 


11-46 

1 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


i 

61 


0,3 


20 


11-47 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


°< 3 

1 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 |im erhalteh wurde. 30 

Beispiel 11-48 bis Beispiel 11-51 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-7 und 3,3-Bis- 35 
4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthaiinyl- 1 -(3H)-isobenzofuranon durch S^-Bis-Z'-tert-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyl-l-(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 121 zusammengefaflt Tabelle 121 enthait daruber hinaus Angaben Qber 40 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 121 1 , 

i i, 1 • • i 



5 


Beispiel 


PhotosSure- 
generator 1 


Lichtdurch-' 
,iassigkeit 
(1 /iin) % 

1 it 


Atzrat 
(Relativ- 
wert) 1 


10 


11-48 


Triphfenyl- 
sulfonium- 

triflat 

i . 1 


i 

— -r 1 




15 


11-49 


i 1 * 
Diphehyl jodonium- 

triflat 


■ 59 . i 

i ' 1 
/ '1 


01,3 

t 

t t 


20 


11-50 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co.,, Ltd. ) 


1 

1 

l t 




25 


11-51 


NAI-105 ii i 
(Midori' Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, dafl in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \xm 
30 erhalten wurde. 

i i 
Synthesebeispiel II-8 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
35 hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 45/20/35 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser L6sung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit ffir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber 
PMMA. 

40 Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfOrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
g nheit des Copolymers gegenQber PMMA 

In den folgenden Beisptelen 11-52 bis 11-59 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels 11-8 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel H-52 bis Beispiel 11-55 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel IX-4 bis Beispiel II-7, wobei 
50 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-8 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 122 zusammengefaBt Tabelle 122 enthalt darUber hinaus Angaben fiber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogea 
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i ' 

, ; Tabelle 122 



Beispiel 

, i . 


Photosfiure- 
generator 

• i' 


' 'i 
Lichtdurch- 

lassigk it 


&t2rate 
(Relativ- 


5 

1 


11-52 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 




10 


li-53 , 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 

1 1 


0,3 


15 


' 11-54 

1 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd- ) 


61 


0,3 


20 


l 

11-55 


NAT • 105 

_( Midori, Kagaku 
Co., Ltd.) 


l 

60 


0,3 

1 

1 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 uin erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-56 bis Beispiel 11-59 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel IMI, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-8 und 33-Bis- 35 
4^tert-butoxycarbonyIoxynaphthalmyW^ 

halinyM-(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschiiderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaf ten bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchiassigkeit und Trockenatzbestdndigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 123 zusammengefaBt Tabelle 123 enthait darflber hinaus Angaben ttber 40 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjemgen von PMMA 
bezogen. 
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• Y 'I 

Tabelle 123 1 , 

•i i. 1 



5 


Beispiel 

t 


' PhotosSure- 
generator ! 

. i i 

i , 

i ii 


Lichtdurch— 1 
ISssigkeit , 
h (i /im) % 1 » 

' ", ' 


9f ■■ !. ■ 

Atzrate 
(Relativ- 
wert) i 


10 


11-56 


Triphenyl- 
sulf onium- 
trizlat 

f 


i ; 

55 


0,3 


15 


11-57 


1 Diphenyljodonium- 
trif lat 


—rr~- — i 

59 , , 

i ' 1 


P/3 

t 


20 


11-58 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co* , Ltd . ) 


1 

1 

61 

1 

1 i 1 


1 , , 

0,3 


25 


11-59 


NAI-105 „ i 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


, 60 

1 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
30 erhalten wurde. 

1 Synthesebeispiel II-9 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaitnis Ment- 
hylmethacrylat/terL-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 40/40/20 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzpl&ttchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegendber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 f fir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenUber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-60 bis 11-67 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II-9 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

Beispiel 11-60 bis Beispiel 11-63 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-9 ersetzt wurde. 
Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 124 zusammengef aBt Tabelle 124 enthait darOber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftlr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 1?4 



1 , 



Beispiel 


Photos aure- ; 
generator. 

• i i ii 


Lictitdurch-' 
lassigkeit , ■' 
(1MTO) % , , 


', Atzrate 
(Relativ- 
wert) 1 


1 

c 


11-60 


i > 

Triphenyl- 
sulfonium- 

triflat 1 

i * 


60 

■ ■ 

• 1 1 


0,3, 

i < 

i \ > 


I 1 


11-61 


Diphenyljodonium- 
triflat 


' 59 , 1 ' 

( 


6,3 


1 


11-62 


NAT- 105 
(Midori 1 Kagaku 
Co., Ltd.) 


1 

, , 61 


1 

0,3 


20 


11-63 


NAI-105 

. (Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 ,• 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- un<i Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 1 
0,15 iimerhaltenwurde. ' » i < 30 

Beispiel 11-64 bis Beispiel 11-67 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-9 und 33-Bis- 35 
4'-tert-butoxycarbonyloxynaphthalinyl-l-(3H)-isobenzofuranon durch 33-Bis- 1 '-tert-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyl-l-(3H>-isonaphthalinofuran6n ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet « . - ■ 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durehlassigkeit und Trockenatebestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 125 zusammengefaBt Tabelle 125 enthalt darOber hinaus Angaben Uber 40 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fUr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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, Tabelle 125 



1 

5 


1 ■ 

, ' 1 


generator 1 

• i' 

i 


xj X CXI UU Hi c n— 

lassigkeit 
(1 nm) % 


Atzrat 

(Relativ- 

wert) 

i 


10 


11-64 

i 1 


Triphenyl-r 
sulfonium- 
triflat i 


55 


0,3 


15 


, 11-65 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


, 11-66 

i 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


71 


0,3 


25 


11-67 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) | 


1 

7b 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \un 
30 erhalten wurde. . - 

Synthesebeispiel 11-10 

Die Herstellung des Copolymers gemftB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
35 hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 40/35/25 getodert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst auf einem Quarzplattchen mit dieser L5sung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchiassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenUber 
PMMA. 

40 Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf drmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 1 
genheit des Copolymers gegenUber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-68 bis 11-75 wurden chemisch verstftrkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels 11-10 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel II-68 bis Beispiel 11-71 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
50 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-10 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 126 zusammengefaBt Tabelle 126 enthalt darQber hinaus Angaben fiber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fflr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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i 

i Tabelle 126 



Beispiel 


Photosaur^- 
generator 

• i' 


't 

Lichfcdurch- 
lassigkeit 

i (1 Mm) %, 

I 


Atzrate 
(Relativ- ; 
wert) 

i 


5 

1 


1 11-68 


Triphenyl- 
sulfonium- , 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-69 , 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


,'59 

i 1 
i ' 


0,3 

i 


15 


' 11-70 

1 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


20 


11-71 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd* ) 


60 


0,3 

1 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite vori 

0,15 \im erhalten wurde. 30 

i 

Beispiel 11-72 bis Beispiel 11-75 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei. 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-10 und 33-Bis- 35 
4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthalinyl-l-(3H)-isobenzofuranon durch 33-Bis-2'-tert.-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyl-l-(3H>-isonaphthaUnofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchiassigkeit und Trockenfttzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 127 zusammengefaBt Tabelle 127 enthalt darttber hinaus Angaben flber 40 
den verwendeten Photos§uregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 127 1 

, V , , ' ' i 

^ , j ; 



5 




it 1 
generator 

. * i it 


T 4 'r^ii-t-Hiir-r^h— i * 

iii en uu urcii"* 1 
lSssigkeit j 

(i im) % 

1 » 

' , ' 1 


(Rfelativ- 
wert) i 


10 


11-72 


Tripheriyi- 
sulfonium- 

i 


1 

1 

65 




15 


11-73 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


; ■ 6'9 , , 

• ■ 1 

1 '1 • 


0/3 , 


20 


11-74 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


1 

1 

71, 


l , . 

f 

0,3 


25 


11-75 


NAI-105 ( m 
(Midori i Kagaku 
Co., Ltd.) 


,. 70 

t 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 pm 
30 erhalten wurde. 

' i • » 

1 Synthesebeispiel 11-11 

Die Herstellung des Copolymers gem&B Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
35 hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 40/30/30 geandert wurde. 

Das erbaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst D*r auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fUr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber 
PMMA. 

40 . Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf drmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fUr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-76 bis 11-83 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels II- 1 1 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-76 bis Beispiel 11-79 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
50 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II- 11 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbest&ndigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 128 zusammengef aBt Tabelle 128 enthait dardber hinaus Angaben flber den 
53 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fUr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 128 



Beispiel 


Photosaure- 
g nerator , 

i i , 
. i i il 

i 


Lichtdurch-' 
i.lassigkert 
, (l /m) % 


, Xtzrate 
(Relativ- 
wert) 1 


t 

c 


11-76 


Triplienyl- 
sulfonium- 
triflat 

J LJ i 


i i 
i . 60 


0*3 


i i 


11-77 


Dipheriy 1 ! j ddonium- 
triflat 


' ' ' 1 1 

i 'i 


0,3 

i 


1 

i 15 


11-78 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. f Ltd * ) 


i 


t 

0,3 


20 


11-79 


NAI*105 u 
(Midori Kagaku 
Co. # Ltd.) 


6b 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in je^iem der Beispiele ein Linieii- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 M^merhalten wurde. 1 1 ' 30 

Beispiel 11-80 bis Beispiel 11-83 

Die Hersteilung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Syrithesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-l 1 und 33-Bis- 35 
4^tert-butoxycarbonyloxynaphthaliny^^^ 

halinyl-l-(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
tenWeise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchl&ssigkeit und Trockenfttzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 129 zusaramengefafit Tabelle 129 enthfilt darttber hinaus Angabm fiber 40 
den verwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte ffir die Atzrate sind auf denjemgen von PMMA 
bezogen. 
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i 

. Tabelle 129 



1 

5 


Beispiel 

i ■ 

. 1 


_ PhofcosSure- 
generator 

i 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
i (i /**) % 

1 


kt z rate 

(Relativ- 

wert) 

i 


10 


, 11-80 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat ' 


65 


0,3 


15 


11-81 

I 

i 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


69 

\ ' t i 

• 1 


0,3 


20 


, 11-82 

i 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


71 


0,3 


25 


11-83 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


70 


0,3 

i 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 um 
30 erhalten wurde. . 

Synthesebeispiel 11-12 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
35 hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 40/25/35 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine LichtdurchlSssigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber 
PMMA. 

40 Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 1 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-84 bis 11-91 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels 11-12 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-84 bis Beispiel 11-87 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
50 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-12 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 130 zusammengef aBt Tabelle 130 enthalt darOber hinaus Angaben fiber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ffir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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,; Tabelle 130 .:, 



Beispiel 


Photosaure- 
generator, 

i i 


Lictitdurch- 
• lassigkeit ( ' 
(1 Mm) % 


Atzrate 
(Relativ- 
weart) 1 


5 


11-84 


Triphenyl- 
sulfonium- 

triflat 1 

i • * • • 


60 

■ l s 


0,3, 

t < 


10 

1 I 


11-85 


Diphehy 1l jddonium- 
triflat 


59 , ' 

i ■. ' 

1 


, d,3 

( 1 , 


1 , 

i' 15 


11-86 


NAT - 105 
(Midori 1 Kagaku 
Co. , Ltd, ) 


1 

, , 61 


1 

0/3 


20 


11-87 


NAIrlOS U 
(Midori Kagaku 
Co . / Ltd . ) 


1 

60 


0 f 3 


! 25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein linieh- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 

0,15 \im erhalten wurde. 1 1 30 

i 

Beispiel 11-88 bis Beispiel 11-91 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-12 und 33-Bis- 35 
4'-tert-butoxycarbonyloxynaphthalinyl- l r (3H)-isobenzofuranon durch 33-Bis-4'-tert-butoxycarbonyIoxynapht- 
halinyl-l-(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Faile des Synthesebeispiels II- 1 die Durchl&ssigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 131 zusammengefaBt Tabelle 131 enthalt darttber hinaus Angaben Qber 40 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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i 

, Tabelle 131 



1 

5 


Beispiel 


Photosaur - 
generator 

■ i" 


Lichtdurch- 
l&ssigkeit 

, (i m) % 

i ■ 
i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


, 11-88 

1 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 1 


65 


0/3 


15 


11-89 

i 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


69 


0,3 


20 


• 11-90 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


l 

71 


0,3 


25 


11-91 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . y LtdT)" 


l 

70 


0,3 

1 

. ' 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 |im 
30 erhalten wurde^ 

Synthesebeispiel 11-13 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
35 hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 40/20/40 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber 
PMMA. 

40 Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenQber PMMA 

In den folgenden Beispielen II-92 bis 11-99 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels 11-13 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-92 bis Beispiel 11-95 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
so jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-13 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wiu-den die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 132 zusammengefaBt Tabelle 132 enthalt darilber hinaus Angaben Uber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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i * Tabelle 132> 



Beisoiel 

- '''' 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
t (1 lira) %, 


Xtzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 

i 




Triphenyl- , 
sulfonixim- ,' 
triflat 


60 


0,3 


10 


, 11-93 . 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


,'59 


0,3 

1 


15 


' 11-94 

1 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


20 


1 

11-95 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 

i 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 nmerhal ten wurde. 30 

Beispiel 11-96 bis Beispie! 11-99 

Die Herstellung chemisch verstiirkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-13 und 3,3-Bts- 35 
4^tert-butoxycarbonyIoxynaphthaIinyl-lK3 

halinyl-l-(3H)-isonaphthaHnofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
tenWeise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 133 zusammengefaBt Tabelle 133 enthilt darfiber hinaus Angaben fiber 40 
den verwendeten Photosfturegenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjemgen von PMMA 
bezogen. 
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Tab Ue 133 1 , 



5 


Beispiel 


•< ,, 

PhotosSure- 
generator t 1 

t I , 

■ i l il 


Lichtdurch- 
lassigk it 


", At 2 rate 
(Relativ- 
wert) 1 


10 


11-96 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat , 


65, 




15 


11-97 


Dipheny 1 j odonium- 
trif lat 


69 11 

i 'i J 


0,3 

t 


20 


11-98 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


i 

71 


1 

0,3 


25 


11-99 


NAI-105 1' 1 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


70 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 pin 
30 erhalten wurde* 

i i i 1 i 

' Synthesebeispiel 11-14 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
35 hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 35/45/20 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber 
PMMA. 

40 „ Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemtB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-100 bis 11-107 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels II- 1 4 syn thetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

Beispiel 11-100 bis Beispiel 11-103 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
so jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-14 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergesteltt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenltzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 134 zusammengefaBt Tabelle 134 enthalt darttber hinaus Angaben Qber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 134 \ 

l , 'I . t; ' 1 , 



Beispiel 


Photosaure- ; 
generator i 

1 t i , 

• I Id 

1 ' 


Lichtdurch- 
ISssigkeit ( ( 
(1 -Mm). % , , 


At z rate 
(Relativ- : 
Wert) 


5 


11-100 


Triphenyl- 
sulfonium- 

trif lat ' 

j if • 


"i i 
60 

• i • , • 

l 1 

] 


0,3. 

i i 

^ ! t 


10 

1 i 


11-101 


Diphenyljodonium- 
triflat 


i 


1 

, 0,3 

i 




11-102 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co. , ' Ltd. ( ) 


i 

, , 61' 


i 

0,3 


20 


11-103 


NAI-105. 
(Midori Kagaku 

Co. , Ltd; ) 

i 


" 60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linieii- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 nm erhaltenwurde. ' 30 

Beispiel 11-104 bis Beispiel 11-107 

Die Herstellung chemiseh verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-14 und 3,3-Bis- 35 
4'- tert-butoxycarbonyloxynaphthalinyl- 1 r(3H)-isobenzofuranon durch 33-Bis-6'-tert.-butoxycarbonyIoxynapht- 
haiinyl-l-(3HVisonaphthaIinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchiassigkeit und Trocken&tzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 135 zusammengef aBt Tabelle 1 35 enth&lt daruber hinaus Angaben Qber 40 
den verwendeten Photosfiuregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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, ; TabeUe 135 



I 

5 


Beispiel 

, 1 i 1 


PhotosSure- 
generator 

1 i' 

i 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

. (l pm) % 

. • i 1 

! 


Atzrate 

(Relativ- 

weift) 


10 


, 11-104 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 1 


65 


0,3 


15 


■ 11-105 


Diphenyljodoniuro- 
triflat 


i 1 


0,3 


20 


, 11-106 

1 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Go. , Ltd. ) 


71 


0,3 


25 


11-107 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


70 


0,3 

1 

! 



Es'zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jim 
30 erhaltenwurde.! 

Synthesebeispiel 11-15 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
is hylme thacrylat/tert- B utylme t hacryla t/M eth acryls Sure auf 35/40/25 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel6st Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fOr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber 
PMMA. 

40 Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf6rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenttber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-108 bis 11-115 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels 11-15 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-108 bis Beispiel 11-111 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
so jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II- 15 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in TabeUe 136 zusammengefaBt TabeUe 136 enthalt dartiber hinaus Angaben Qber den 
55 verwendeten Photos auregenerator. Die jeweiiigen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



60 



65 



186 



BNSDOCID: <DE_1 9525221 A1_l_> 



DE 195 25 221 Al 

i 

. ' Tabelle 136 



Beisrjiel 

1 


Photos Sure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 pm) % ( 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 

i 


1 11-108 


Triphenyl- , 

sulfonium- 

triflat 


60 


0,3 


10 


11-109 


Diphenyljodonium- 
triflat 


i * 

i 


0,3 

i 


15 


11-110 

1 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd*) 


61 


0,3 


20 


1 

11-111 


NAI • 105 

-(-Midori- Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


i 

60 


0,3 

1 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster rait einer Linienbreite von 
0,15 urn erhalten wurde. 30 

Beispiel IM 12 bis Beispiel II-l 15 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispieis II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-15 und 33-Bis- 35 
4^tert.-butoxycarbonyloxynapta 

halinyM-(3H>isonaphthaIinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
tenWeise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet : . 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 137 zusammengefaBt Tabelle 137 enthalt darOber hinaus Angaben Qber 40 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte flir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 137 1 , 



5 


Beispiel 

i ■ 


\ , 

Photosaure- 
generator 

1 1 t 
• ' 1 il 

i 


■i i i ■ , 
Lichtd^ch- 
lassigkeit 1 
(1 fin) % 


, Atzrate 
(Relativ- 
wert) 1 


10 


11-112 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat , 


i ! 
65 

■ . I 


0,3 


15 


11-113 


Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


' '69 1 

• ■ i 

# -i 


0,3 , 

I 

i t 


20 


11-114 


NAT-105 

( Midori , Kagaku 

Co. , Ltd. ) 


r "" 

i 

71 


1 

9/ 3 


25 


11-115 


NAI-105ii 1 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


70 

1 ' 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
30 erhalten wurde. 

1 Synthesebeispiel 11-16 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11*2 wurde wiederholt, wobei das Verhaitnis Ment- 
35 hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 35/35/30 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelflst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser L5sung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit ffir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttber 
PMMA. 

40 Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf&rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-116 bis 11-123 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Syn thes eb eispi els 11-16 syn the tisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

Beispiel II-l 16 bis Beispiel 11-119 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
so jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-16 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschiiderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trocken&tzbest&ndigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 138 zusammengefaBt Tabelle 138 enthalt darQber hinaus Angaben tiber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte filr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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< ' Tabelle 138 



Beispiel 

1 1 1 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lSssigkeit 

r (l Mm) ,%, 


Atzrat 

(Relativ- 

wert) 


5 


1 11-116 

1 1 


Triphenyl- 
sulfonium- , 
triflat 


60 


0,3 


10 


ii-117 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


15 


' 11-118 

1 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


1 

61 

1 i 


0,3 


20 


11-119 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


1 f 

60 


0,3 

t 

I 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jxra erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-120 bis Beispiel 11-123 

Die HersteDung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei- 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-16 und 33-Bis- 35 
4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthalinyK^^ 

halinyl-l-(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaf ten bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die DurchlSssigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 139 zusammengefaBt Tabelle 139 enthait darOber hinaus Angaben tiber 40 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



45 
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Tabelle 139 ' 

• f. 1 * i 



Beispiel 


Photos&ure- 
generator 

• * i «i 


Licntaurch- 
, l^ssigkeit > 
U Mia) % 


1 

Atzrate 
(kelativ- 
wert) 1 


11-120 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat , 


t ; 
65, 

■ i 1 ' t 


°' 3 , 


11-121 


Diphenyl'jodonium- 
triflat 


■ 69 . 1 

1 '! ' 


. — 

0,3 

l , 

i 


11-122 


NAT* 105 

( Midori , Kagaku 

Co. , < Ltd. ) 


1 " 

1 1 


1 f 

0,3 


11-123 


NAI-105 ii 
(Midori Kagaku 


70 

t t 


0,3 




Co., Ltd.) 





Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

1 Synthesebeispiel 11-17 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei jedoch tert-Butylme- 
thacrylat durch Ethoxyethylmethacryiat ersetzt und das Verhaltnis Menthylmethacrylat/Ethoxyethylmethacry- 
lat/Methacrylsaure auf 35/30/35 geandert wurden. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fttr eirien ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) bin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Uchtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf&rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
g nheit des Copolymers gegenOber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-124 bis 11-131 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels IM7 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-124 bis Beispiel 11-127 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-17 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trocken&tzbest&ndigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 140 zusammengefaBt Tabelle 140 enthalt darQber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 140 

i ' 1 , 



Beispiel 

i 


Photosaure- 
generator i 

1 ■ 1 i 
i 

i 1 


Lichtdurch- 
lassigkeit , ' 
<l.jim),% 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-124 


i . 

Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat i 


i • 60 


0,3 


11-125 


Diphenyljodonium- 
triflat 


59 - 

I 


, 0,3 


11-126 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd.) 


i 

, ,61' 


i 

0,3 


11-127 


NAI-105, " 
(Midori Kagaku 

Co., Ltd.) 

i 


60 , , 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linieii- und Zwischenraummuster mit einer linienbreite von 
0,15 p.merhal ten wurde. 1 

Beispiel 11-128 bis Beispiel 11-131 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels IM7 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaftenbewertet Mmm . ^ „_»... 

Weiterhin wurden wie irn Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 141 zusammengefaBt Tabelle 141 enthalt darflber hinaus Angaben Uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 141 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


II-128 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-129 


Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-130 


NAT - 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


11-131 


NA1 • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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i Es zeigte sich, daB in jedem Falle in Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 um 
erhalten wurde. . 

1 Synthesebeispiel IM8 

5 

Die Herstellung des Copolymers gem&B Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei jed ch tert-Butylme- 
thacrylat durch 3-Oxycyclohexylmethacrylat ersetzt und das Verhfiltnis Menthylmethacrylat/3-Oxocydohexyl- 
methacrylat/Methacrylsaure auf 35/25/40 ge&ndert wurden. , 
Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser Ldsung 
io ausgebildete Film wurde auf seine Durchl&ssigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber 
PMMAL i 
Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gem&B Synthesebeispiel II-2 auf seine 
i Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
15 Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenQber PMMA. i 

In den folgenden Beispielen 11-132 bis 11-139 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-18 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

20 . Beispiel 11-132 bis BeispielIM35 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-18 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
25 Eigenschaften bewertet « 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlissigkeit und Trocken&tzbest&ndigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 142 zusammengefaBt Tabelle 142 enthalt daruber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 I 

Tabelle 142 



35 


Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
iassigkeit 
(1 tan) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-132 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-133 


Diphenyljodonivim- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-134 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-135 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
60 0,15 iim erhalten wurde. 

Beispiel 11-136 bis Beispiel 11-139 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
65 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels IM8 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchiassigkeit und Trocken&tzbest&ndigkeit 
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ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 143 zusammengefaBt 'Tabelle 143 enthalt darfiber hinaus Angaben Qber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 1 



1 i 



Tabelle 143 



Beispiel 

. 1 


ir ao uO s aure - 
generator 

i 


l'Sssigkeit 

(i m) % 


t\ w<& X. CI i»w 

(Relativ- 
wert) 


I 

I±-136' 


Triphenyl- 
sulf onium- , 
triflat 


, t 1 1 

55 

i 1 

t 


0,3 


, 11-137 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-138 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 

Co rf-'Lt&ir)— 


i 

6i 


0,3 


11-139 

i 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



10 



15 



20 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- 
erhalten wurde. 



und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jim 



Synthesebeis piel 11-19 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei jedoch tert-Butylme- 
thacrylat durch tert-Butyl-3-naphthyI-2-propenoat ersetzt und das Verhaitnis Menthylmethacrylat/tert-Butyl- , 
3-naphthyl-2-propenoat/Methacryls&ure auf 35/20/45 gefindert wurden. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geidst Der auf einem Quarzpl&ttchen mit dieser Ldsungi 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttber 
PMMA, - 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenttber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-140 bis II- 147 wurden chemisch verstftrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II- 19 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-140 bis Beispiel 11-143 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-19 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestelit und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 144 zusammengefaBt Tabelle 144 enthalt darttber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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60 
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Tabelle 144 ' 



5 


Beispiel 

i 


1 

PhotosSur - 
generator 

• i i ii 


Lichtdi^rch- ' 
,lassigk it ,' 
, (1 M*0 % 


Xtizrate 
(Relativ- 
w rt) 1 


10 


11-14 0 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat , 


60 


0,3,, 


15 


11-141 

• 


Diphenylijodonium- 
trxflat 


/ ■. 


0,3 

1 

( l , 


20 


11-142 


NAT- 105 

( Midori , Kagaku 

Co. , Ltd.) 

! ■ 


; 1 ! 

1 

61 


1 

0„3 


25 


11-143 


NA^I • 105 1' : 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 

( , ! 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster rait einer Linienbreite von 
30 0,15 u.m erhalten wurde. 

1 Beispiel 11-144 bis Beispiel 11-147 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel H-ll, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-19 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 145 zusammengefafit Tabelle 145 enthait daruber hinaus Angaben Qber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 145 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-144 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-145 


D ipheny 1 j odoni um- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-146 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-147 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein ;Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jim 
erhalten wurde. 1 ' ' i ' 1 ,, ' ' i . I 

1 Synthesebeispiel II-20 , 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt; wobei jedoch tert-Butyime- 
thacrylat durch Isobornylmethacrylat ersetzt und das Verhaltnis Menthylmethacrylat/Isobornylmethacrylat/ 
Methacrylsaure auf 30/50/20 geSndert wurden. 1 , , 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelfcst Der aufieinem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fUr einen ArF r Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Uberlegenheit gegenQberi 

PMMA. i 1 , ' ' ' , t . . , VT ^ - . 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 aiif seme 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB <Jie 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Uberle- 
genheit des Copolymers gegenttber PMMA. ( 

In den folgenden Beispielen IM48 bis IM55 wurden chemisch verstirkte Resists nut dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-20 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

i ) t 

Beispiel 11-148 bis Beispiel 1*1-151 
ii 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-20 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 1 . 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockemltzbest&ndigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 146 zusammengefafit TabeUe 146 enthalt darttber hinaus Angaben ttber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 146 



10 



15 



20 



25 



30 



Beispiel 


Photosfiure- 
generator 


Lichtdurchr- 
lassigkeit 
(1 /jm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


35 


11-148 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


40 


11-149 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


45 


11-150 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


50 


11-151 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 


55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein linien- und Zwischenraummuster mit einer linienbreite von 
0,15 jxm erhalten wurde. 

Beispiel 11-152 bis Beispiel 11-155 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-20 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet , 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 



60 
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i ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 147 zusammengefaBt Tab lie 147 enthalt darfiber hinaus Angaben fiber 
i d h verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ffir die Atzrate sind aiif denjenigen von PMMA 
bezogeh. 1 ' ( 1 

' Tabelle 147 



10 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 

i 

i 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 pm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 

i 


15 


1 t 
11-152, 


Triphenyl- ■ 

sulfonium- 

triflat 


55 


0,3 


20 


11-153 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


25 


11-154 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . / Ltd . ) 


1 

61 


0,3 

I 


t 

30 


11-155 

1 

l 


NA1 • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


I 

0,3 



Es zeigte sich f daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 |xm 
erhalten wurde. 

35 

Synthesebeispiel 11-21 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei jedoch tert-Butylme- 
thacrylat durch Tetrahydropyranylmethacrylat ersetzt und das Verhaltnis Menthylmethacrylat/Tetrahydropyra- 
40 nylmethacrylat/Methacrylsaure auf 30/45/25 geandert wurden. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit ffir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenfiber 
PMMA. 

45 Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf6rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 ffir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenfiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-156 bis 11-163 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

50 S yn these beisp iels 11-21 synthet isiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

Beispiel 11-156 bis Beispiel 11-159 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
55 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-21 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 148 zusammengefaBt Tabelle 148 enthalt darfiber hinaus Angaben fiber den 
60 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ffir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 148 , 



Beispiel 

t 


PhotosSure- ; 
generator i 

■ i I il 


Lichtdurch- 
lassigkeit ; ( 
(1 nm), % , 


Xtzrate 
(Relativ- , 
wert) 


1 

5 


11-156 


1 

Triphenyl- 
sulfonium- 

triflat 1 

i ' ' 


i . •' 60.' 


0,3, 


10 

"I l 


11-157 


Dipheny 1 j odonium- 

triflat 

■ , 1 i 


■ 1 ' 

1 


, 0,3 


1 , 


11-158 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd-) 


1 

, , 61 


f 

0,3 


20 


11-159 


NAI-105 

.(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


'' 60 , 


0,3 


25 



Es zeigte sich, da8 in jeciem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 

0,15 \im erhalten wurde. ' 1 1 30 

i 

Beispiel 11-160 bis Beispiel 11-163 

Die Herstellung chemisch verstirkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-21 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden ia der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaf ten bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchl&ssigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 149 zusammengefaBt Tabelle 149 enthalt darflber hinaus Angaben aber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen von PMM A 40 
bezogen. 

Tabelle 149 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Xtzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-160 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-161 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-162 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


0,3 


11-163 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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i Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite v n Q,15 \un 
erhalten wurde. , 1 i 

Synthesebeispiel 11-22 ' ■ 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei jedoch tert-Butylme- 
thacrylat durch Ethoxyethylacrylat ersetzt und das yerhftltnis Menthylmethacrylat/Ethoxyethylacrylat/Metha- 
crylsSureauf 30/40/30 geandert wurde. i 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplftttchen mit dieser L5sung 
10 ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fflr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) bin untersucht. 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlfissigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegentiber 
PMMA. I 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gem&B Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
is Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fOr, PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegentiber PMMAL < 

In den folgenden Beispielen 11-164 bis 11-171 wurden chemisch verstfirkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-22 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

20 , i Beispiei 11-164 bis Beispiel 11-167 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel IM bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer <les Synthesebeispiels 11-22 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
25 Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbesttodigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 150 zusammengefaBt Tabelle 150 enthalt darttber hinaus Angaben flber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 I, 

Tabelle 150 



35 


Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-164 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-165 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0, 3 


50 


11-166 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-167 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co w Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beisptele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
60 0,1 5 nm erhalten wurde. 

Beispiel 11-168 bis Beispiel 11-171 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
65 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-22 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle d s Synthesebeispi Is IM die Durchlassigkeit und Trock natzbest&ndigkeit 
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1 ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 151 zusammengefaBt Tabelle 151 enthait daillber hinaus Angaben flber 
1 den verwendeten Photosiuregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. • 

1 ' TabeUel51 



Beispiel 

i 


PhotosSure- 
generator 

i 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-168 


Triphenyl- 
sulfonium-' 
triflat 


'55 • 


0,3 

i 


• 11-169 

1 


Diphenyljodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-170 


NAT - 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 

1 

I 


11-171 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-23 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei jedoch tert-Butylme- 
thacrylat durch 3-OxocycIohexylacrylat ersetzt und das Verhaitnis MenthyImethacrylat/3-Oxocyclohexylacry- 
lat/Methacrylsaure auf 30/35/35 ge&ndert wurden. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzpi&ttchen mit dieser Ldsungi 
ausgebildete Film wurde auf seine DurchlSssigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) bin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegentlber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gem§B Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigemTetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenttber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-172 bis IM79 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-23 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-172 bis Beispiel 11-175 

Die Herstellung der chemisch verstftrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel H-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-23 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 152 zusammengefaBt Tabelle 152 enthait darttber hinaus Angaben flber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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TabeUel52 ' , 

I i l ' ( ■ 



5 


Bei.spi.el 


generator 


■i.i • 

JuJLwXruClurGxl— 

ISssigkeit 

■ 


i 

At z rate 
(Relativ- 
wert) i 


10 


11-172 


Triphtenyl- 
sulfonium- 

JL J- X CL L« 

1 1 




0,3„ 

i 


15 


11-173 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


.' ' 59 , > 

> 'i 


0i,3 


20 


11-174 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


h j 

l 

• i 


0,3 


25 


11-175 


NAI-105 ii 
(Midori 1 Kagaku 
Co., Ltd.) 


' 60 


0,3 



i 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 \im erhalten wurde. 

' i 

Beispiel 11-176 bis Beispiel 11-179 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-23 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 53 zusammengef aBt Tabelle 1 53 enthait darttber hinaus Angaben ttber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 153 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lSssigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-176 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-177 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-178 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-179 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 
erhalten wurde. ' ' ' , i ' 'i ' ' » • , , . ' 1 

Synthesebeispiel 11-24 , 

Die Hersteliungdes Copolymers gerniB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederhdlt; wobei jedoch tert-Butylme- 
thacrylat durch Tetrahydropyranylacrylat ersetzt uhd das Verh&ltnis MenthylmethacrylatA'etrahydropyranyl- 
acrylat/Methacrylsaureauf 30/30/40 geandertwurden. > ' , , 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel6st Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Lftsung 
ausgebildete Film wurde atf seine Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Uberlegenheit gegenttben 

P ^erVilm wurde iml Vergleich zu PMMA unter den Bedinguhgen gemftB Synthesebeispiel II-2 auj seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfttrmifeem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es s^ch, daB dje 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Uberle- 
genheit ides Copolymers gegenQber PMMA. ' # '* ■ , ' 

In den folgenden Beispielen 11-180 bis 11-187 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II-24 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

i 1 i 

Beispiel IM80 bis Beispiel lfc-183 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel IM bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-24 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 1 , ^ , m . , . 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die 5 Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelie 154 zusammengefaBt Tabelie 154 enthait darttber hinaus Angaben Qber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Wer^e fttr die Atzrate sind auf denjemgen von PMMA 
bezogen. 

Tabelie 154 



1 10 



15 



20 



25 



30 



Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
iassigkeit 
, (1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


35 


11-180 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


40 


11-181 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


45 


11-182 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


50 


11-183 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 


55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,1 5 jim erhalten wurde. 60 

Beispiel 11-184 bis Beispiel 11-187 

Die Herstellung chemisch verst&rkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels H-24 ersetzt es 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet ^ , ^ , „ ■ «> 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
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i ermittelt Die Ergebniss e sind in Tab He 1 55 zusammengefaBt Tabelle 1 55 enthait darflber hinaus Angaben Qber 
( den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fUr die Atzrate sind aiif denjenigen von PMMA 
bezogeii i 1 

' . 1 ■ \ 

5 i, , '' Tabelle 155 



10 


Beispiel 

t 1 


Photo s&ure- 
generator 

i 

i 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


15 


i 

i 

11-184, 


Triphenyl- < 

sulfonium- 

triflat 


55 


0,3 


20 


11-185 

1 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


25 


11-186 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


30 


11-187 

1 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd • ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

35 

Synthesebeispiel U-25 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei jedoch tert-Butylme- 
thacrylat durch Isobornyiacryiat ersetzt und das VerhSltnis Menthylmethacrylat/Isobornylacrlyat/Methacryl- 
40 saure auf 30/25/45 getodert wurden. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplittchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersuchtl 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenOber 
PMMA. 

45 m Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemftB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf drmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fUr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenOber PMMA In den folgenden Beispielen 11-188 bis 11-195 wurden chemisch 
verst&rkte Resists mit dem Copolymer des Synthesebeispiels 11-25 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin 

50 untersucht 

Beispiel 11-188 bis Beispiel 11-191 

Die Herstellung der chemisch verstirkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel IM bis Beispiel II-7, wobei 
55 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels U-25 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 156 zusammengefaBt Tabelle 156 enthait dariiber hinaus Angaben Qber den 
60 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ffir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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« Tabelle 156 



Beispiel 

. »■ 

, • i 


PhotosSure- 
generator 


■i 

Lichtdurch- 
lassigkeit 

, (i m) % 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 

i 


i 11-188 


Triphenyl- ( 

sulfonium- 

triflat 


60 


0,3 


10 


11-18$ 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 

1 I 

i ) 

t 


0,3 


15 


' 11-190 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


i 0,3 


20 


11-191 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
,00., Ltd* ) 


60 


0,3 

1 

1 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalteii wurde. 30 

Beispiel 11-192 bis Beispiel 11-195 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-25 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergesteiit und deren Eigen- 
schaften bewertet . 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenfctzbest&ndigkeit . 
ermittelt Die Ergebnisse sind inTabelle 157 zusammengefaBt Tabelle 157 enthait darQber hinaus Angaben Uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 1 



Tabelle 157 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-192 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-193 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-194 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-195 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



45 



50 



55 



60 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von <X15 \im 
erhalten wurde. • , . •'•!•• , 

' • i ». , * ' , . 

1 Synthesebeispiel 11-26 \ ( , 

5 , t i , i | i ' & 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel H-2 wurde wiederholt, w bei das Verhaitnis Ment- 
hylmethaciylat/tert-Butylmethaciylat/Methacrylsaure auf 30/20/50 ge&ndert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelOst Der auf einem Quarzpl&ttchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchiassigkeit fUr einen ArF-E*cimerIaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
10 Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchl&ssigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttber 

PMMA. , , ' ' If ' ( ' 

Der Film wurde ini Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gem&B Synthesebeispiel II-r2 auf seine ' 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von i] ftir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- / 
15 genheit des Copolymers gegenOber PMMA. ( " ■ , ' 

In den fblgenden Beispielen 11-196 bis II-203 wurden chemisch verstfirkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-26 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

1 1 

, BeispielIM96 bis Beispiel 11-199, 

20 . ' ' 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-26 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet • ' ( 

25 Wte auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbest&ndigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 158 zusammengefaBt Tabelle 158 en thai t daruber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 1 

1 

30 Tabelle 158 ( 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-196 


Trinaphthyl 

sulfonium- 

triflat 


65 


0,3 


45 


11-197 


Dinaphthyl- 
jodiumtrif lat 


74 


0,3 


50 


11-198 


Dinaphthyl- 

sulfonyl- 

methan 


61 


0,3 


55 


11-199 


NAT- 103 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-200 bis Beispiel 11-203 

Die Herstellung chemisch verst&rkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-26 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchiassigkeit und Trocken&tzbestEndigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 159 zusammengefaBt Tabelle 159 enth&lt darilber hinaus Angaben Qber 
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1 den yerwendeten Photosiuregenerator. Die jeweiligen' Werte fUr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. , | i 

1 TabeUe 159 



Beispiel 

i 1 


Photosaure- 
generator 

i 


i Lichtdurch- 
ISssxgkeit 
(1 nm) % 


Atzrate 

(Relativ— 

wert) 


i 

11-200 


Trinaphthyl- 

sulfonium- 

triflat 


60 

1 • t 


0,3 


11-201 


Dinapntnyl- 
jbdoniumtrif lat 


/ *k 


ft 


II T 202 


Dinaphthyl- 

sulfonyl- 

methan 


61 


0,3 


11-203 


NAT -103 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


1 

Of 3 



I, 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 *im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-27 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt wobei das Verhaltnis Ment- 
hylmethaciylat/tert.-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 25/55/20 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQben 
PMMA 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-204 bis 11-211 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-27 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

Beispiel 11-204 bis Beispiel 11-207 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7 wurde unter 
Verwendung der in TabeUe 160 dargestellten Photosauregeneratoren wiederholt, wobei jedoch das, Copolymer 
des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-27 ersetzt wurde. Unter Verwendung 
der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in TabeUe 160 zusammengefaBt TabeUe 160 enthalt dariiber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 160 ' 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
geherator 

■ • i ii 

. i ■ ■ 


,L4-chtdurch- > 
lassigkeit ' 1 
,(i im) % 

i 


Atzrate 
(Relativ- i 
wert) 


10 


11-204 


NDS-105 
(Midori Kagaku 


'• * , t 


0,3', , 

i 


15 


11-205 


CMS • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


1 55 , 

( 

1 


0,3 

1 . 

1 


20 


11-206 


DAM- 301 ' 
(Midori Kagaku 
Co., Ltdu ) 


1 

1 1 

54 


1 

0,3 


25 


11-207 


SI • 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


i ■ 1 

53 

1 . . 


0,3 

1 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 yuri erhalten wurde. 

Beispiel 11-208 bis Beispiel 11-21 1 

35 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II-ll wurde unter 
Verwendung der in Tabelle 161 darges tell ten Photos&uregeneratoren wiederholt, wobei jedoch das Copolymer 
des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-27 ersetzt wurde. Unter Verwendung 
der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 
40 Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenitzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 161 zusammengefaBt Tabelle 161 enthfilt dartiber hinaus Angaben (Iber 
den verwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



50 



55 



60 



65 
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Tabelie 161 ■ 



Beispiel 


Photosaurer 
generator . 


Lichtdurch- ' 
, lassigkeit 
(1 /xm) % . ', ' 

i i 


Atzrate 
(Relativ- 1 
wert) 

* 


1 

5 


11-208 


NDS-105 

(Midori Kagaku i 
iCo., Ltd!) 


i ■ 

■ : ( &3" 

'• ' ■ 1 


0,3 

" i 

1 1 


10 

'1 i 

i 


11-209 


CMS • 105 

(Midori Kagaku 
Co* , Ltd. ) 


• • i 
51 i -i • 

i 

i . 


: o,3 

i , . 


,' 15 


11-210 | 


DA}1-301 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd! 1 ) 


i i 

54 

i . 


0,3 


20 


11-211 


SI -105 , 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


, . . - 1 

51 

1 ■ ' 


0,3 

1 


25 



' 30 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhaken wurde. 

Synthesebeispiel 11-28 

35 

Die Herstellung des Copolymers gem&B Synthesebeispiel 11-2 wurde wiederholt, wobei das Verhlltnis Ment- 
hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 25/50/25 geftndert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelds t Der auf einem Quarzpl&ttchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchiassigkeit fttr einen ArF-Exciraerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber 40 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfSrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fUr PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenQber PMMA. 45 

In den folgenden Beispielen 11-212 bis 11-219 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-28 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

Beispiel 11-212 bis Beispiel 11-215 

50 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists entsprechend Beispiel IM bis Beispiel II-7 wurde unter 
Verwendung der in Tabelie 162 dargestellten Photosauregenertoren wiederholt, wobei jedoch das Copolymer 
des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-28 ersetzt wurde. Unter Verwendung 
der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchiassigkeit und TVockenatzbestindigkeit ermit- 55 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelie 162 zusammengefafit Tabelie 162 enthait darQber hinaus Angaben ttber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



65 
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i ] Tabelle 162 



5 


Beispiel 

i 


Photos Sure- 
, generator . 


Lichtdurch- 
lSssigkeit 
1 (1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


1 11-212 

1 ■ 1 i 


NDI • 105 

(Midori Kagaku t 

\-*\J m f i_l X-\X • } 


70 


0,3 


15 


, 11-213 


EPI-105 
(Midori Kagaku 
Co . . Ltd . ) 


69 

i i 


0,3 


20 


i 

11-214 

I 


PI • 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


65 


0,3 


25 , 


11-215 


FDS-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


65 


0,3 



Es zeigte sich, da8 in jedem der Beispiele ein Unien- und Zwischenraummuster mit einer Unienbreite von 
0,15 urn erhalten wurde. 

Beispiel 11-216 bis Beispiel 11-219 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11 wurde unter 
Verwendung der in Tabelle 163 dargestellten Photosauregeneratoren wiederholt, wobei jedoch das Copolymer 
des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-28 ersetzt wurde, Unter Verwendung 
der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 163 zusammengefaBt Tabelle 163 enthalt darUber hinaus Angaben Qber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



50 



55 



60 



65 
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Beisoiel 

U w -X. lU £J*l* w JU 

, * 1 


Photos avure— 
generator 

i 


Lichtdurch- 
lSssigkeit 
(1 pm) ,% 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 

i 


5 

i 


1 11-216 

1 i 


NDI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


70 

1 ' 1 


0,3 


10 


11-217 


EPI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


,65 


0,3 

1 


IS 


1 

11-218 

i 


PI • 105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


63 

1 


0,3 


20 


11-219 


FDS • 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


62 


0,3 


25 



I 

Es zeigte sicn, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwichenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 um 30 
erhalten wurde. 



Synthesebeispiel 11-29 

Die Herstellung des Copolymers gem&B Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das VerhaMtnis Ment- 35 
hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 25/45/30 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel5st Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttber 
PMMA. ( 40 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 ftir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit dem Copolymers gegenttber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-220 bis 11-227 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 45 
Synthesebeispiels II-29 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

Beispiel 11-220 bis Beispiel 11-223 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7 wurde unter 50 
Verwendung der in Tabelle 164 dargestellten Photosauregeneratoren wiederholt, wobei jedoch das Copolymer 
des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-29 ersetzt wurde. Unter Verwendung 
der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trocken&tzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 164 zusammengefaBt Tabelle 164 enth&lt daruber hinaus Angaben fiber den 55 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



60 



65 
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5 


Beispiel 


t>hotosaure- 
generator , 

. 1 i 

• 1 Id 


Lictitdurch- 
lassigkeit , ' 

i 


Xtzrate 
(Relativ- , 
wert) 


10 


11-220 


Dinaphthylmethyl- 
sulfonium- 
triflat .' - 

-1 iJ ; — 


i i 
' ' , ■ 6 ? 


0,3, 


15 


11-221 


Naphthyldimethyl- 
sulfoniumtriflat 


70. ' ' 

/ ■. ■' 




20 


11-222 


Naphthylmethyl- 

jodonium- 

triflat 

ii 


1 

, , 70 


i 

0,3 


25 


11-223 


Dinaphtliyl- 
phehy lsulf onium- 
triflat , 




0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 uroerhalten wurde. ( 

Beispiel 11-224 bis Beispiel 11-227 

Die Herstellung chemisch verstSrkter Resists entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11 wurde unter 
35 Verwendung der in Tabelie 165 dargestellten Photosauregeneratoren wiederholt, wobei jedoch das Copolymer 
des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-29 ersetzt wurde. Unter Verwendung 
der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaf ten bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II I die Durchl&ssigkeit und TrockenatzbestSndigkeit 
ermittel t Die Ergebnisse sind in Tabelie 1 65 zusammengef afi t Tabelie 1 65 enthalt daraber hinaus Angaben Qber 
40 den verwendeten Photosiuregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen* 

Tabelie 165 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-224 


Dinaphthylmethyl- 

sulfonium- 

triflat 


65 


0,3 




11-225 


Naphthyldimethyl- 
sulfoniumtriflat 


68 


0,3 


60 


11-226 


Naphthylmethyl- 

jodonium- 

triflat 


68 


0,3 


65 


11-227 


Dinaphthyl- 
pheny lsul f onium- 
triflat 


63 


0,3 
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Es zeigte sich daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Unienbreite von 0,15 urn 

erhalten wurde. ' 1 , 1 1 m . ' " ■ , J 

.. ' ' i i , ■ , « 

Synthesebeispiel 11-30 . . , 

i i 1 1 . i 1 ' 

Die Hersteltung des Copolymers gem&B Synthesebeispiel H-2 wurde wiederh hV wobei das Verhaitnis'Ment- 
hylmethaciylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 25/40/35 geftndert wurde; 

Das erhaltene Copolymer wurde in t Cyclohexanon gel6st Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser L5sung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchiassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine LichtdurchiSssigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenOber 
PMMA. 1 - ■' ' i •' ■ 1 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungeh gemftB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendurig von gasffcrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die liberie- , 
genheit cjles Copolymers gegenOber PMMA. , > 1 1 

In den folgenden Beispieien 11-228 bis 11-235 wurden chemisch vprstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-30 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht , 

Beispiel 11-228 bis Beispiql IJ-231 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des. Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-30 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet ' ... 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabellei 166 zusammengefaBt Tabelie 166 enthalt darOber hinaus Angaben Uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftifr die 'Atzrate sind auf denjenigeh von PMMA 
bezogen. 

Tab&lel66' 



to 



15 



20 



25 



30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
iSssigkeit 
(1 lira) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-228 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-229 


Dipheny 1 j odonivuo- 
triflat 


59 


0,3 


11-230 


NAT : 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


11-231 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



35 



40 



45 



50 



55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Unienbreite von 
0,15 am erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-232 bis Beispiel 11-235 

Die Herstellung chemisch verstfirkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-30 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- es 
schaften bewertet . 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelie 167 zusammengefaBt Tabelie 167 enthalt darttber hinaus Angaben Uber 
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iden verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen . Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. "i 

1 Tabelle i67 



10 


Be i spiel 

i * 


Photosfiure- 
genera-tor 


1 Lxchtdurch- 
lassigkeit 
(1 *m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


15 


, 11-232 

i 


i 

Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat , 


1 55 

i 

i 1 


0,3 


20 


11-233 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-234 

t 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd • ) 


61 


0,3 


25 


11-235 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


1 

1 

0,3 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-31 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 25/35/40 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Uberlegenheit gegenOber 
PMMA ^ ^ 1 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate, von 1 fdr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenUber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-236 bis 11-243 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-31 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-236 bis Beispiel 11-239 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-31 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 168 zusammengefaBt Tabelle 168 enthalt darQber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 168 



i 



1 1 



Beispiel 

i 


1 i 

Photos&ure- 
generator 1 

• i i ii 

i 1 


1 ■ t 
Lichtdurch- t 
lSss'igkeit , , 
(1 /im) % , , 


At z rate 
(Relativ- , 
wert) 


5 


11-236 


Triphenyl- 
sulfonium- 

triflat • ' 

i ' ' 




0,3 

i i 
• I 


10 

: 1 1 


11-237 


Dipheny 1 j odonium- 
trif lat 


1 


0,3 




11-238 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Ctf. , Ltd.,,) 


I 

i i 61 


f 

o;3 


20 


11-239 


, — 

NAll • 105i 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd!) 


i 

60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linieii- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 erhalten wurde. ' 1 30 

Beispiel 11-240 bis Beispiel 11-243 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-31 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaf ten bewertet . 

Weiterhin wurden wieim Falle des Synthesebeispiels IM die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 169 zusammengefaBt Tabelle 169 enthalt dartiber hinaus Angaben ttber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fdr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 



Tabelle 169 



Beispiel 


Photos Sure- 
generator 


Lichtdurch- 
ISssigkeit 
(1 /ra) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-240 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-241 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-242 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co./ Ltd.) 


61 


0,3 


11-243 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 
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10 



15 



20 



25 



1 



i Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Unienbreite von Q,15 urn 

" ( enwur " ■ ' '■ : ■' « 

Synthesebeispiel 11-32 

kJ^u erSt ? , w? 8 ^ Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederh It, wobei das Verhaltnis Ment- 
hyhnethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf f 25/30/45 geindert wurde. crnaraus went 

m«£jfi!SiSt Co P°|y mer t wu . rde i n Cyclohexanoii gelfist Der auf einem Quarzplattchen mit dieser L6sung 
ausgebildete Film wurde auf seme Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrkhi (193 nm) hin untersucht 
PMMA. C$ Seme Lichtdurch,fissi f k «it 74% betrug. Dies belegt die tfterlegenheit gegenSSr 

l£Z ™ m . wurd< ?j m Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
! 5*' Ve ™? nd I un * von gasfermigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sicj daB SI 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate voii 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheitdes Copolymers gegenOber PMMA. uDene 
«A den K f ° ,ge . nde , I J f^PWen n-244 bis 11-251 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II-32 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht ^poiymer aes 

Beispiel n-244 bis Beispiel 11-247 

JSSX rst i Uun f der verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel IM bis Beispiel II-7, wobei 

w d rH^ i^v PO,yme J" des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-32 ereeS 
SgenscSten bewertet" 8 $ ° geschilderten Weise Muster hergesteUt und [deren 

viL?„H?fn b ^ SS f Smd m TabeUe 17 0 .^fammengefaBt Tabelle 170 enthalt darflber hinaus Arigabfn fiber™ 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 



30 



Tabelle 170 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(l m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-244 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-245 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-246 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-247 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



60 



65 



alburn Shaken wufde Jedem ^ Bekpie,e ein Linien " und Zw «chenraummuster mit einer Unienbreite von 

Beispiel 11-248 bis Beispiel 11-251 

• ?' e u I i erSt o ,Un ? chem i sch verstfirkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels H-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-32 ersetzt 
Saften beweSr 6 ^ ^ ***** " der ^^W«tenWebe Musterhergwtemund deren E?gen- 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II I die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 171 zusammengefaBt Tabelle 171 enthalt darflber hinaus Angaben fiber 
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1 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Wertie ffir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
' bezogen. | ' 

, , Tabeile 171 



t 



Beispiel 

i 1 _ 


Photos Sure- 1 
generator 

i 


r Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 tim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 

i 


i 

i 

11-248 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 

' 1 i 
i 1 


0,3 


11-249 

1 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11^250 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 




11-251 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


1 

0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraumrauster mit einer Linienbreite von 0,15 ^m 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-33 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel II-2 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis Ment- 
hylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacryhaure auf 25/25/50 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel5st Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchiassigkeit fUr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberiegenheit gegenttbei* 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberie- 
genheit des Copolymers gegenflber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-252 bis II-259 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-33 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-252 bis Beispiel 11-255 

Die Herstellung der chemisch verstarieten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-33 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabeile 172 zusammengefaBt Tabeile 172 enthalt darOber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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' i ' i ; , 1 ■ 

Tabellel72 1 , 

'i. 1 ■ 1 i 



5 


Beispiel 


Photos&ure- 
generator ( 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

, (i m) % 


Atzrate 
(Relativ- 
wert) 1 


10 


11-252 


1 i 
Tripheriyl- 
sulfonium- 
triflat , 


, 60 

1. 


0,3 

i • 


15 


11-253 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


' 59 . i ' 

i 1 


0,3 

1 

l ' ' 


20 


11-254 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


j 

1 

61, 

i i 


1 

0,3 


25 


11-255 


NAI-105 n 1 
(Midori' Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 \im erhalten wurde. 

Beispiel 11-256 bis Beispiel 11-259 

Die Herstellung chemisch verst&rkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II- 1 1, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-33 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschildenen Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaf ten bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die DurchlSssigkeit und TrockenStzbest&ndigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 73 zusammengef aBt Tabelle 1 73 enthalt darflber hinaus Angaben uber 
40 den verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
b zogen. 

TabeUe 173 



45 

50 


Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-256 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 i 


0,3 




11-257 


Dipheny ljodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-258 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


65 


11-259 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedera Falle ein Xiiiien- und Zwischenrauramuster mit einer Linienbreite von 0,15 \xm 
erhaltenwurde. ' 1 ' ' ' ■ .. J ' 

i 1 » , i 1 

Synthesebeispiei 11-34 , , 

Die Herstellung d<?s Copolymers gem§B Synthesebeispiei li-2 wurde wiederhblt, wobei das Verhaitnis Ment- 
hylmethacrylat/tert.-Butylmethacrylat/Methacrylsaiire auf 2^/20/55 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexaiion gelSst Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchiassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahi (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB, seine Uchtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies beiegt die Uberlegenheit gegenttber 
PMMA. • ' ' ■ 'i . ' f 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiei II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfbrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CIf4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annkhme einer Atzrate von 1 f ttr PMMA 03 betrug. Dies bfelegt die Oberle- 
genheitdes Copolymers gegenttber PMMA; l ■ ' i • L 

In den folgenden Beispielen IIr260 bis 11-267 wurden chemisch yerstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-34 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

• Beispiel 11-260 bis Beispiel 11-263 

Die Herstellung der chemisch versta^kten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-34 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet- > 1 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 174 zusammengefaBt Tabelle 174 enthait darflber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photos auf egenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 174 



10 

\ 



15 



20 



25 



30 



Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- • 
lassigkeit 
(1 M») % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-260 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-261 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-262 


NAT • 105 
(Midori Ragaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-263 


NAZ • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



35 



40 



45 



50 



55 



Es zeigte sich, daB in jedera der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer linienbreite von 
0,15 \im erhaltenwurde. 

60 

Beispiel 11-264 bis Beispiel 11-267 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-34 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 55 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 175 zusammengefaBt Tabelle 175 enthait daruber hinaus Angaben Ober 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte far die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. ' . 1 , 

1 Tabellel75 



10 


Beisniel 


Jrilw LUSaUTc 

generator 


T Xji cn uuurcn* 
ISssigkeit 
(1 /im) % 


At z rate 

(kelativ- 

wert) 


15 


II- 264 

i i • 

i 


Triphenyl- 
sulfonium- 1 
triflat 


1 55 

i 

• 1 • i 
t i 


0,3 


20 


11-265 

t 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1 ' 

11-266 

1 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 

i 


0,3 


25 ~ 


11-267 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


i 

0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0 t 15 |xm 
erhalten wurde. 

35 Synthesebeispiel 11-35 

16 g Maleinsaure, 20 g Menthol und 10 g p-Toluolsulfons&ure wurden 10 h bei einer Olbadtemperatur von 
150°C in 30 ml Toluol unter RtlckfluB erwarmt AnschlieBend wurde das Reaktionsgemisch durch Zugabe einer 
salzgesattigten Natriumbicarbonatldsung gequenscht Das Gemisch wurde mit Ether extrahiert, die organischen 
40 Schichten vereinigt und mit salzgesattigter Natriumbicarbonatldsung und salzgesattigter Ammoniumchloridld- 
sung gewaschen. Nach einem Trocknen fiber salzgesattigter Salzlake und wasserfreiem Natriumsulfat wurde das 
erhaltene dlige Produkt einer fraktionierten Destination unterworfen, wobei Maleinsguremonomenthylester 
und Dimenthylmaleat erhalten wurden. 
2JS g Maleinsduremonomenthylester, 1 g 2-Methyl-2-propanol und 0,7 g p-ToluolsulfonsSure wurden 19 h bei 
45 einer Olbadtemperatur von 150°C in 30 ml Toluol unter RQckfluB erwarmt AnschlieBend wurde das Reaktions- 
gemisch durch Zugabe einer salzges&ttigten Natriumbicarbonatldsung gequenscht Das Gemisch wurde mit 
Ether extrahiert, die organischen Schichten vereinigt und mit salzgesattigter Natriumbicarbonatldsung, w£firi- 
ger Natriumhydroxidlosung und salzgesattigter Ammoniumchloridldsung gewaschen. Nach einem Trocknen 
iiber salzgesattigter Salzlake und wasserfreiem Natriumsulfat wurde das erhaltene dlige Produkt einer Destilla- 
so tion bei verringertem Druck unterworfen, wobei Menthyl-3-tert-butoxycarbonyl-2Z-propenoat erhalten wurde. 
Bewertung des von dem gemaB Synthesebeispiel 11-35 erhaltenen Monomer herruhrenden Homopolymers: 
10 g Menthyl-3-tert-butoxycarbonyl-2Z-propenoat wurden zusammen mit 0,5 g Azoisobutyronitril als Polyme- 
risationsanspringmi ttel in 40 ml THF geldst 

Die erhaltene Losung wurde mit flOssigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholtem 20minUtigem 
55 Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt AnschlieBend wurde die Ldsung 10 h bei einer Olbadtempera- 
tur von 60° C in einem Stickstoff strom erwarmt AnschlieBend wurde die Reaktion durch Zugabe von 600 ml 
Hexan gequenscht Nach abermaligem Ausfailen mit Hexan wurde das Produkt filtriert und unter Vakuum 
eingeengt, wobei Polymenthyl-3- 1 ert-butoxycarbonyl-2Z-propenoat erhalten wurde. 
Die oben beschriebene Polymerisationsreaktion wurde unter denselben Bedingungen wiederholt, wobei 
eo jedoch 1 0 g Dimenthylmaleat als Monomer verwendet wurden. Dabei wurde Polydimenthylmaleat erhalten. 

Die oben beschriebene Polymerisationsreaktion wurde unter denselben Bedingungen wiederholt, wobei 
jedoch 10 g Maleinsauremonomenthylester als Monomer verwendet wurden. Dabei wurde P lymaleinsauremo- 
nomenthylester erhalten. 

jedes der so erhaltenen Polymere wurde in Cyclohexanon geldst, worauf die erhaltene Ldsung auf ein 
65 Quarzpiattchen aufgetragen wurde, um die Durchiassigkeit fUr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) gemaB 
Synthesebeispiel II-l zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Polymenthyl- 
3-tert-butoxycarbonyl-2Z-propenoats 50% betrug, wahrend fUr Polydimenthylmaleat ein Wert von 43% (dieser 
entspricht nahezu dem von PMMA) erhalten wurde. 
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Y/eiterhin wurden unter den Bedingungen ftir das Monomer in Synthesebeispiel II-2 die Atzraten dieser 
Poiymere im Vergleich zu der von PMMA bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) 
bestimmt Dabei zeigte es sich, daB die Atzraten dieser Cppolymere unter Annahme einer Atzrate v n 1 f Or 
PMMA 0,3 betrugen. Dies belegt die Oberlegenheit dieser Poiymere gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen wurden Copolymere mit Dimenthylmaleat, Menthyl-3-butoxycarbonyl-2Z-prope- 
noat bzw. Maleinsauremonomenthylester gemaB Synthesebeispiel 11-35 synthetisiert Unter deren Verwendung 
wurden lichtempf indliche Materialien hergestellt, deren Eigenschaf ten untersucht wurden. 1 



Beispiel 11-268 



10 



5 g Dimenthylmaleat, 0,5 g Glycidylmethacrylat und 0,25 g Azoisobutyronitril als Photosauregenerator wur- 
den in 15 ml Toluol geldst 

Die erhaltene Ldsung wurde entsprechend Beispiel II- 1 einer Reaktion unterworfen, wobei das angestrebte 
Copolymer erhalten wurde. Letzteres wurde in Methyl-3-methoxyprppionat geldst, worauf die erhaltene Ldsung 
entsprechend Beispiel II-l auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen wurde. Daraus wurde ein Muster gebildet, das 15 
bewertet wurde. . , 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster einer Linienbreite von 0£\im 
erhalten wurde, 

1 Beispiel 11-269 20 

1 g Dimenthylmaleat, 0,1 g Allylmethacrylat und 0,05 g Azoisobutyronitril als Photosfiuregenerator wurden in 
15 ml Toluol geldst 

Die erhaltene Ldsung wurde entsprechend Beispiel II-2 einer Reaktion unterworfen, wobei das angestrebte 
Copolymer erhalten wurde. Letzteres wurde in Methyl-3-methoxypropionat geldst, worauf die erhaltene Ldsung 25 
entsprechend Beispiel 11-2 auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen wurde. Daraus wurde ein Muster gebildet, das 
bewertet wurde. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster einer Linienbreite von 0,5 \un 
erhalten wurde. 

Beispiel 11-270 



30 



1 g Dimenthylmaleat, 1 g a-Chlorfluoracrylat und 0,1 g Azoisobutyronitril als Photosauregenerator wurden in 
3 ml THF geldst 

Die erhaltene Ldsung wurde entsprechend Beispiel II-3 einer Reaktion unterworfen, wobei das angestrebte 35 
Copolymer erhalten wurde. Letzteres wurde in Methyl-3-methoxypropionat geldst, worauf die erhaltene Ldsung 
entsprechend Beispiel II-3 auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen wurde. Daraus wurde ein Muster gebildet, das 
bewertet wurde. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. ( 40 

Beispiel 11-271 

Das Vorgehen des Beispiels II-268 wurde wiederholt, wobei jedoch Dimenthylmaleat durch 0,8 g Menthyl- 
3-tert.-butoxycarbonyl-2Z-propenoat ersetzt wurde. Das erhaltene Copolymer wurde anschlie&end entspre- 45 
chend Beispiel 11-268 in eine Ldsung Qberfuhrt Letztere wurde zur Ausbildung eines Musters verwendet 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 Jim 
erhalten wurde. 

Beispiel 11-272 so 

Das Vorgehen des Beispiels 11-269 wurde wiederholt, wobei jedoch Dimenthylmaleat durch 0,8 g Menthyl- 
3-tert.-butoxycarbonyI-2Z-propenoat ersetzt wurde. Das erhaltene Copolymer wurde anschlieBend entspre- 
chend Beispiel II-269 in eine Ldsung Uberf ilhrt Letztere wurde zur Ausbildung eines Musters verwendet 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 \im 55 
erhalten wurde. 

Beispiel 11-273 

Das Vorgehen des Beispiels 11-270 wurde wiederholt, wobei jedoch Dimenthylmaleat durch 0,8 g Menthyl- 60 
3-tert.-butoxycarbonyI-2Z-propenoat ersetzt wurde. Das erhaltene Copolymer wurde anschlieBend entspre- 
chend Beispiel 11-270 in eine Ldsung Qberftthrt Letztere wurde zur Ausbildung eines Musters verwendet 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. . 

In den folgenden Beispielen 11-274 bis 11-281 wurden chemisch verstarkte Resists nut dem Copolymer des &s 
Synthesebeispiels 11-35 jeweils synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
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B ispie! 11-274 bis Beispiel 11-277 

Die Herstellung der chemisch verstftrkten Resists erf olgte 'entsprechend Beispiel II-4 bis ,11-7, w bei jedoch 
das Homopolymer (Polymethyl-3-tert.-butoxycarbonyl-2Z-propen6at) des Synthesebeispiels II-2 durch das Co- 
5 polymer des Synthesebeispiels 11-35 ersetzt wurde, i ( . * . 1 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits gescnilderten Weise Muster hergestellt Die Eigenschaf- 
ten dieser Muster wurden bewertet 1 » 1 

Weiterhin wurden, wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1, die, Durchlassigkeit und Trocken&tzbestandig- 
keit bewertet Die Ergebnisse sihd in Tabelle 176 zusammengefaBt Tabelle 176 enthait dardber hinaus Angaben 
io fiber den jeweils verwendeten Phbtosauregenerator. Die Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA , 



TalieUe 176 



15 
20 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Li chtdiirch- 
lSssigkeit 
(1 mi % 


i 

Atzrate 
(Relativ- , 
wert) 


25 


11-274 


Triphenyjl^ 
siilf oriium- 
triflat 


60 


0,3 




11-275 


Dipherjyl jodonium- 
triflat 


59 

i ■ .' 


0,3 

1 


30 


11-276 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd*) 


61 


6,3 


35 


11-277 


NAX • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



40 

Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \xm erhalten wurde. 

Beispiel 11-278 bis Beispiel 11-281 

45 

Die Herstellung chemisch verst&rkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Homopolymer (Polymaleins&uremonomenthyiester) des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer 
des Synthesebeispiels 11-35 ersetzt wurde. 

Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits gescnilderten Weise Muster hergestellt und deren 
50 Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandig- 
keit ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 177 zusammengefaBt Tabelle 177 enthait daruber hinaus Angaben 
fiber den jeweils verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ffir die Atzrate sind auf denjenigen 
von PMMA bezogen. 

55 



60 



65 
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' •' Tai>ellel77, 





generator 


Lichtdurch— 
lassigkeit 
i (1 ixra) 


Atzrate 

(Re^lativ- 

wert) 

i 


5 

i 


1 11-278 

1 i 


Triphenyl- 
sulfonium- i 
triflat 

j 


55 


0,3 


10 


, 11-279 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 

1 


15 


11-280 

1 


NAT -105 

, (Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


20 


11-281 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


1 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \xm 
erhalten wurde. 1 30 

Synthesebeispiel 11-36 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-35 wurde wiederholt, wobei das Verhaitnis 
Menthyl-3-tert-butoxycarbonyl-2Z-propenoat/Methacrylsaure auf 70/30 eingesteilt wurde. 35 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel6st Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser LSsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlfissigkeit fOr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine LichtdurchlSssigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 40 
Atzrate bei Verwendung von gasfflrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 1 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenQber PMMA. t 

In den folgenden Beispielen II-282 bis 11-289 wurden chemisch verstarkte Resists nut dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-36 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 45 

Beispiel 11-282 bis Beispiel 11-285 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-36 ersetzt 50 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet . 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 178 zusammengefaBt Tabeile 178 enthait darliber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 55 
bezogen. 
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Tabellel78 ' , 

>k. i ' i 



5 


Beispiel 


PhotosSure- 
geherator ( 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 jra) % 


Atzrate 
(Relativ- 
wert), 1 


10 


11-282 


Tripheriyl- 
sulfonium- 
trif lat , 


i 

i . 60 , 

• . 1 


0,3 ,, 


15 


11-283 


i 

Diphenyl jodonium- 
trif lat 


i ' 5*9 , i 1 

i •■ •' 


0|3 

i t 


20 


11-284 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


i 

i 

61, 

' 1 


1 

0,3 


25 


11-285 


NAI-105 f 1 
(Midori 1 Kagaku 
Co., Ltd.) 


i 

r. 60 

t 

1 


0,3 



I 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenrauinmuster mit einer Unienbreite von 
30 0,15 \im erhaltenwurde. 

Beispiel 11-286 bis Beispiel 11-289 

Die Herstellung chemisch verst&rkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11*11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-36 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchl&ssigkeit und Trocken&tzbest&ndigkeit 
ermitteit Die Ergebnisse sind in Tab ell e 179 zusammengefaBt Tabelle 179 en thai t darttber hinaus Angaben Ober 
40 den verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 179 



45 
50 


Beispiel 


Photos&ure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 pro) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-286 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-287 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-288 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


65 


11-289 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle einLinien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. ' 1 « ' ' • 1 



Synthesebeispiel H-37 



Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-35 wurde wiederholt, w bei das Verhftltnis 
MenthyI-3- tert-butoxycarbonyl-2Z-propenoat/Methacrylsaure auf 75/25 eingestellt wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in jCyclohexanon gelds t Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser L6sung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) bin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenUber 

PMMA. ' ' . '' ■ « . 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungeii gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf6rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle^ 
genheit des Copolymers gegentiber PMMA. i ■» • 1 i' 

In den folgenden Beispielen 11-290 bis, II-297 wurden chemisch verstaricte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-37 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin uniersucht , 

Beispiel II-290 bis Beispiel 11-293 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel H-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels H-37 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet - 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
teit Die Ergebnisse sind in Tabelie ,180 zusammengefaBt Tabelle 180 enthalt darttber hbaus Angaben ttber den 
verwendeten Photosauregeneratpr. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 180 > 



10 



15 



20 



25 



30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
iassigkeit 
(l /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-290 


Triphenyl- 
sulf oniiam- 
triflat 


60 


0,3 


11-291 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-292 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-293 


NA1 • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



35 



40 



45 



50 



55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispieie ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Beispiel 11-294 bis Beispiel U-297 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-37 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet t 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 181 zusammengefaBt Tabelle 181 enthalt darOber hinaus Angaben Qber 
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bezogeT endeten Photosaure * enerator - Die jeweiligen Werte fCir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 



Tabelle 181 



10 



15 



20 



30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


< Lichtdurch- 
lassigkeit 
(l M*) % 


Atzrate 

(Selativ- 

wert) 


, 11-294 


Trxphenyl- 
sulfonium- ■ 
triflafc 


' 1 55 ' 

t 

1 1 i ( 


0,3 


XI— 295 


Dipheny 1 j odonxum- 
triflat 


59 


0,3 


11-296 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


11-297 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


1 

1 

0,3 



erhaltenSSrde h ' J * dem Fa " C Unien ' Und Zw5schenraun »n>"ster mit einer Linienbreite von 0.15 



35 



Synthesebeispiel II-38 



M^fhv^Iw 1 ^ dCS ^ pol y^% rs SemiB Synthesebeispiel 11-35 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
M nthyl-3-terL-butoxycarbonyl-2Z-propenoat/Methaciybaure auf 80/20 eingesteUt wurde. 

J£ t 5f Copo, T ner , wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser LosunK 
40 SEffi £ &?S « Uf - Cin ? -W fi !? lgk . eit fUr emen ArF-ExcimerlaierstrShl (193 nm) £ ^iStertSf 

PMMA. SeinC LlChtdurch,assigkeit 74% Dies belegt die Oberlegenheit gegenOber 

™ m - wurde ™ Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemilB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
« 5f ' 1 7 Cn 1 UnS V ° n ^rmisem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich. daB SI 

45 Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenOber PMMA «J°ene 

*J?J m u^ ee *? C Z Beispielen 11-298 bis 11-305 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-38 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht v-o P oiymer aes 

Beispiel 11-298 bis Beispiel 11-301 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7. wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-38 ersem 
EgVnschaftTn bew?rtet wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 

. i!^ a, i ch ? aUe de I . s y nth esebeispiels 11-1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestindigkeit ermit- 
telt Die Ergebmsse sind in Tabelle 182 zusammengefaBt TabeUe 182 enthilt daruber hinaus Angaben Qber den 
bez^|eit eten Photosaurc « enerator - Die J'eweiUgen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 

60 



50 



55 



65 
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1 • TabeUe>182,' 



Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
f (1 fim) % , 

i 


Xtzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 

i 


1 11-298 


Triphenyl- 
sulfonium- , 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-299, 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 

i i 


0,3 

i 


15 


11-300 

1 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 




20 


11-301 


NAI-105 

.(.Midori. Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 

i 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0, 1 5 \im erhalten 1 wurde. 30 

Beispiel 11-302 bis Beispiel 11-305 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-38 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falie des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind inTabelle 183 zusammengefaBt Tabelle 183 enthait darliber hinaus Angaben Uber 
den verwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 1 

Tabelle 183 



Beispiel 


Phofcosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-302 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-303 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-304 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-305 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer linienbreite v n 0,15 (im 
erhaltenwurde. 1 ,'■ ' ''' i ' 1 ' ' i 1 

\ ( 1 ■ 'I' t i .' 1 1 ' , 

1 Synthesebeispiel II-39 , ' 

' 1 ij . ' i • ' .* 
Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-35 wurde wiederholt, wobei das Vertialtnis 

Menthyl-3- tert.-butoxycarbonyI-2Z-propenpat/Methacrylsaure auf 65/35 eingestellt wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf, einem Quarzpl&ttchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Uberlegenheit gegenQber 
PMMA. t , 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstof f (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich; daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate vori 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle^ 
genheit des Copolymers gegenQber PMMA. , ' ' , , 

In den folgenden Beispielen 11-306 bis 11-313 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-39 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 1 

i , ' i 

, Beisptel II-306 bis Beispiel 11-309 , 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel IM bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 1 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-39 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet - , 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbest&ndigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 184 zusammengefaBt Tabelle 184 enthalt dartlber hinaus Angaben Ober den 
verwendeten Photosduregenerator. Die jeweiligen Werte fGr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. i 

TabeUel84 ( 



Beispiel 


Photosaure- 
, generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 nm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-306 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-307 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-308 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


11-309 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien* und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhaltenwurde. 

Beispiel 11-310 bis Beispiel 11-313 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-39 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenitzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 185 zusammengefaBt Tabelle 185 enthalt daruber hinaus Angaben Ober 
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'den verwendeten PhotosSuregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate' sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. . ! 1 

, , TabeUe 185 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 

i 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /am) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-310, 

t 


Triphenyl- , 

sulfonium- 

triflat 


55 


0,3 


11-311 

i 


Diphenyl jodonium— 
triflat 


OS* 


ft *1 


11^312 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 




11-313 

1 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. f Ltd . ) 


60 


1 

0,3 



I, 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
erhaltenwurde. 

Synthesebeispiel 11-40 

Die Herstellung des Copolymers gemtS Synthesebeispiel II-35 wurde wiederhoit, wobei das Verhaltnis 
MenthyI-3-tert-butoxycarbonyl-2Z-propenoat/Methacrylsfiure auf 60/40 eingestellt wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geidst Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser L5sung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQben 
PMMA. m . 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gem&B Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispieien H-314 bis 11-321 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispieis 11-40 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-314 bis Beispiel 11-317 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfoigte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispieis II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispieis 11-40 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet . 

Wie auch im Falle des Synthesebeispieis II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ernut- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 186 zusammengefaBt Tabelle 186 enthait darQber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabellel86 

f ' ; > ' j m__J ■ J 



5 


Beisplel 


Phot os Sure- 
generator , ' 

■ 1 1 i! 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 F*) % 


Jitzrate 
(Relativ- 
wert), 1 

i 


10 


11-314 


Triphehyl- 
stjLlfonium- 
triflat , 


i ; 
i , 60 

i 1 ' 

1 ■ 1 

. ' . 1. 


0,3,, 

l i 


15 


11-315 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


; • 59 . , . ' 


0',3 

1 

1 , 


20 


11-316 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


, , ! , 

1 

61, 

< i 


1 

0,3 


25 


11-317 


NAJ-105 n I 
(Midori Kagaku 
Co . t Ltd . ) 


60 

i 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 nm erhalten wurde. ( 

Beispiel 11-318 bis Beispiel H-321 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel 11-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-40 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschiiderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 187 zusammengefaBt Tabelle 187 enthait dartlber hinaus Angaben tiber 
40 den verwendeten Photo sauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 187 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lSssigkeit 
(1 /xm) % 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-318 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-319 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-320 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


65 


11-321 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 



228 



BNSOOCIO: <DE_19525221A1_I_> 



DE 195 25 221 Al 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle einLinien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \xm 
erhaltenwurde. ' , 1 '/i J , 

' Synthesebeispiel IMl ■ i 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-35 wurde wieclerholt, wobei das Verhaltnis 
Menthyl-3-tert-butoxycarbbnyl-2Z-propenoat/Methacrylsfture auf 55/45 eingestellt wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelSst Der aufeinem Quarzpiattchen nut dieser L6supg 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit ftir einen ArF-ExcimerlaserstraW ( 193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Uberlegenheit gegenttber 
PMMA. 1 ' ' , 'i . 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedihgungeh gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendurig von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenitoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 ftir PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Uberle- 
genheit <}es Copolymers gegenttber PMMA L . 1 , * , j»' 

In den folgenden Beispielen 11-322 bis 11-329 wurden chemisch verstftrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-41 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht , 

Beispiel 11-322 bis BeispieMI r 325' 1 

Die Herstellung der chemisch verstarfcten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des , Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels IMl ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet , , ' _ ' , „ . B . . 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und TrockenatzbestSndigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle ,188 zusammengefaBt Tabelle 188 enthalt dartiber hinaus Angaben ttber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 188 1 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(l jra) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-322 


Triphenyl- 
sulfoniira- 
triflat 


60 


0,3 


11-323 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-324 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


11-325 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Beispiel 11-326 bis Beispiel II-329 

Di Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels IMl ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 189 zusammengefaBt Tabelle 189 enthalt dartiber hinaus Angaben Qber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fDr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

■ 

1 Tabellel89 



1 

10 


Beispiel 


Photos Sure— 
generator 

i 


< Lichtdurch— 
ISssigkeit 
(1 im) % 


At z fate 

(Relativ- 

wert) 


15 


11-326 

i 


i 

Triphenyl- 
sulfonium- ' 
trif lat 


55 


0,3 


20 


11-327 

i 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


1 

11-328 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-329 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


i 

0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 |im 
erhalten wurde. 

35 Synthesebeispiel 11-42 

Die Hersteltung des Copolymers gem&B Synthesebeispiel 11-35 wurde wiederholt, wobei das Verhaitnis 
MenthyI-3-tert-butoxycarbonyl-2Z-propenoat/Methacrylsaure auf 50/50 eingestellt wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser LOsung 
40 ausgebildete Film wurde auf seine Durchl&ssigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) bin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegentlber 
PMMA ! 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gem&B Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
45 Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
g nheit des Copolymers gegentlber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-330 bis 11-337 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-41 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

50 Beispiel 11-330 bis Beispiel 11-333 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-42 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
55 Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trocken&tzbest&ndigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 190 zusammengefaBt Tabelle 190 enthiUt darUber hinaus Angaben tlber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



65 
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TabeUel90, 



Do •? cm' pi 

! t ' 
) 


Photosaurer 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
* (1 Aim) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


5 

i 


' 11-330 

1 i 


Triphenyl- 
sulfonium- i 

unilau 

i 


60 


0,3 


10 


11-331 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


.59 

i 1 


0,3 


15 


11-332 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


20 


t 

11-333 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 

[ 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Unienbreite von 
0,15 ^im erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-334 bis Beispiel II-337 

Die Herstellung chemisch verst&rkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels IM2 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet , _ _ m f . 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind inTabelle 191 zusammengef aBt Tabelle 191 enthilt dariiber hinaus Angaben Qber 
den verwendeten Photosaure generator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 

Tabeile 191 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 urn) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-334 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-335 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-336 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-337 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



231 



BNSDOCID: <DE_19S2S221 A1J_> 



I 

t 



DE 195 25 221 Al 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jxra 
erhalten wurde. 1 / ' • * \ 1 ■ /' , i 

1 • Synthesebebpiel 1M3 ( 

5 . ' » h - , ■ i • * 

In diesem Synthesebeispie! wurde ein weiteres Copolymer mit einem Monomer gemaB Synthesebeispiel 11-35 
synthetisiert und auf seine Eigenschaf ten hin untersucht ' 

Dazu wurden Dimenthylmaleat, tert-Butyimethacrylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis von 35/40/25 
vermischt, urn 10 g des Gemisches herziistellen. Letzteres wurde zusammen mit Azoisobutyronitril als Polymeri- 
1 o sationsanspringmittel in 40 ml THF gel$st 

Die erhaltene Ldsung wurde mit fliissigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholtem 20-minQtigem , 
Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt AnschlieBend wurde die Ldsung in einem S ticks toffstrom 9 h 
bei einer Olbadtemperatur von 60° C erwarmt AnschlieBend wurde die Reaktion durch Zugabe von Hexan 
gequenscht Nach abermaligem A usf alien mit Hexan wurde das Produkt filtriert und im Vakuum eingeeng^ 
is wobei das angestrebte Copolymer erhalten wurde. ' ' , , 

Dieses Copolymer wurde in Cyclohexanon entsprechend Synthesebeiipiel II-l geldst, worauf die erhaltene 
Ldsung auf ein QuarzplSttchen aufgetragen wurde, urn die Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit gegenUber PMMA , ( . 

20 Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darttber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers jilnter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenUber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-338 bis 11-345 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer gemaB 
25 Synthesebeispiel 11-43 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

' Beispiel 11-338 bis Beispiel II-341 , 

i ■ ' 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
30 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-43 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt imd deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 192 zusammengefaBt Tabelle 192 enthalt dariiber hinaus Angaben Qber 
35 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 192 



40 
45 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


50 


11-338 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 




11-339 


Diphteny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


55 


11-340 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


61 


0,3 


60 


11-341 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



65 

Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 
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i ♦ | 

Beispiel II-342 bis Beispiel II-34£ 

Die Herstellung chemisch versta'rkter Resists erfolgte entsprectiend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-43 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurdeti in der geschilderteri Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet i • , ' ■ m . . ■ • ' 

Weiterhin wurden wie ini Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit ^nd Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 193 zusammengefaBt Tabelle 1 193, enthftlt darttber hinaus Angaben Ober 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. • , i 1 

, Tabelle 193 , ' ' 



10 

I i 



Beispiel 


1 '■ ; 

Photosaure- 
generator 

i 


• . 'i 
Lichtdurch- 
ISssigkeit 

( l /im j ^ 

i 

• i 


Xtzrate 
(Relativ- > 
, wert) 


11-342 


Triphenyl^ 
sulfonium- 
trif lat 


55 

i . 1 

i ■ 


0,3 


11-343 


Diphenyljodonium- 
triflat 


59 

i . 1 


0,3 

1 


11-344 


NAT ■ 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-345 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co./ Ltd.) 


60 


0,3 



15 
20 

25 

I 

30 
35 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-44 

Die Herstellung des Copolymers gemftB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaitnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 35/32^/3^5 geSndert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine DurchlSssigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich. daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttber 
PMMA. , . . B „ „ e . 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seme 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenttber PMMA. b 

In den folgenden Beispielen 11-346 bis 11-353 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-44 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-346 bis Beispiel II-349 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel H-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-44 ersetzt 
wurde. Unter V rwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet . 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebniss sind in Tabelle 194 zusammengefaBt Tabelle 166 enthalt darttber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



40 



45 



50 



55 



60 



65 
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i 

, j Tabelle 194 



t 

5 


Beispiel 

, 1 

, 1 \ 


PhotosSure- 
generator ' 


Lichtdurch- 
lSssigkeit 

(1 Mm) % 

1 i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


, 11-346 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 1 


60 




15 


11-347 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


, 11-348 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-349 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


1 

60 


0,3 

, i 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 \im erhalt en wurde. 

Beispiel 11-350 bis Beispiel 11-353 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel IM1, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-44 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchftssigkeit und Trocken&tzbestindigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 195 zusammengefaBt Tabelle 195 enth&lt darUber hinaus Angaben Uber 
40 den verwendeten Photosiuregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
b zogen. 

TabeUe 195 



45 
50 


Beispiel j 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

(1 fJM) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-350 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 




11-351 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-352 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-353 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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1 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle einLinien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. ' 1 . 1 ' < , 1 , • 1 

• Synthesebeispiel 11-45 , 

Die Herstellung des Copolymers gemSB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, w bei das Verhaitnis 
Dimenthylmethaci^lat/tert-Butylmethaciylat/Metlwcryls§ure auf 35/25/40 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in <Cyclohexanon gel6st Der auf einem Quarzpl&ttchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fUr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber 
PMMA. ' , ' 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungeri gemftB Synthesebeispiel II-2 auf seme 
Atzrate bei Verwendung von gasfSrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Uberlel- 
genheit des Copolymers gegenQber PMMA. . * 1 / 

In den folgenden Beispielen 11-354 bis, 11-361 wurden chemisch veptirkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-45 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht , 

Beispiel 11-354 bis Beispiel II T 357 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel H-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-45 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
—Eigenschaften bewertet- : — - 1 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 196 zusammengefaBt Tabelle 196 enthalt darQber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte fd^r die Atzrate sinid auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 196 • 



Beispiel 


Photos Sure- 
generator 


Lichtdurch- 
iassigkeit 
(l pan) % 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-354 


Triphenyl- 
sulf onium- 
trif lat 


60 


0,3 


11-355 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-356 


NAT 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


11-357 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

Beispiel II-358 bis Beispiel 11-361 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-45 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trocken&tzbesttadigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 197 zusammengefaBt Tabelle 197 enthalt darttber hinaus Angaben Uber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 1 , 

1 Tabelle 197 

1 i 



Beispiel 

i 1 


Photosfiure- 
genera-tor 


* Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Xtzrate 

(Relativ- 

wert) 


, 11-358 

i 

i 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 

i 

t i 


0,3 


11-359 

1 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


I 

11-360 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co* ,■ Ltd. ) 


61 


0,3 


11-361 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


1 

1 

0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 Jim 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-46 

Die Herstellung des Copolymers gem&B Synthesebeispiel H-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethaciylat/tert.-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 30/45/25 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fOr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Uchtdurchl&ssigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegentiber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Aurate bei Verwendung von gasfarmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 far PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenOber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-362 bis 11-369 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispieis 11-46 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-362 bis Beispiel 11-365 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispieis II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispieis 11-46 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispieis II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 198 zusammengefaBt Tabelle 198 enthalt darttber hinaus Angaben ttber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fdr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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i 

■ Tabelle,198, 



Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
1 (1 pm) %, 

t 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1 11-362 

' 1 


Triphenyl- , 
sulfonium- , 
triflat 


60 

i 


0,3 


11-363, 

i 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


. 59 

I 1 


0,3 


11-364 

1 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


11-365 


NAT • 105 

-(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 

i 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispieie ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalteri wurde. 

Beispiel 11-366 bis Beispiel 11-369 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-46 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet , m . ' , t „ , . 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 199 zusammengefaBt Tabelle 199 enthait dartlber hinaus Angaben Ober 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 1 

Tabelle 199 



Beispiel 


Photo saure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-366 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-367 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-368 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-369 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer, Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. ■ i . 1 ■ i . . \ - < ' ' 1 ■ , 

^ . Synthesebeispiel IlV 

5 1 t , i fc i t ' 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhiltnis 
Dimenthylmethaciylat/tert.;ButylmethaCTylat/Methacrylsaure auf 30/40/30 geftndert wurde. 1 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der aufeinem Quarzpiattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimeriaserstrahl (193 nm) bin untersucht 
io Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchl&ssigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber 
PMMA. . ' 1 , , , ., 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf drmigem Tetrafluorkohlenstof f (CF4) untersucht Dabei zeigte es sicli, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 ftir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
15 genheit des Copolymers gegenUber PMMAL i i 

In den, folgenden Beispielen 11-370 bis 11-377 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispieis 11-47 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel II-370 bis Beispiel 11-373 , 

20 , 1 1 1 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispieis II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispieis 11-47 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet , ' 1 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispieis IM wurden die Durchlassigkeit und Trocken&tzbest&ndigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 200 zusammengefaBt Tabelle 200 enthalt dartiber hinaus Angaben flber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 1 1 

30 Tabelle 200 



35 


Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
l&ssigkeit 
(1 /rat) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-370 


Triphenyl- 
sulfoniura- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-371 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-372 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. ,< Ltd. ) 


61 


0,3 


ee 


11-373 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



60 



65 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

Beispiel 11-374 bis Beispiel 11-377 

Die Herst Hung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispieis II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispieis II-47 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispieis II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 201 zusammengefaBt Tabelle 201 enthfilt darfiber hinaus Angaben fiber 



238 



BNSDOCID: < D E 1 952522 1 A 1 



DE 195 25 221 Al 

den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind aiif denjenigen von PMMA 
bezogen. ' ' ' , , '• ' ' 1 -i ' '■ * , \ ., 1 

Tabelle 201 i 

• . ■ . i , . - 1 





Beispiel 


Photosaiure- 
generator 

■ , i 1 


Lichtdurch- 1 
lassigkeit 

(i m) % 

■ i i • • 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-374 


i Triphenyl^ 
sulf oriium- 
triflat 


i ■ * [ 

\ ' 55 ■ , 1 1 
1 


i 1 


11-375 


Diphenyl jodoniuia- 
triflat i 


5$ 


0,3 1 


11-376 


NAT- 105 )( 
(Midori kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 

1 ' 


0,3 




11-377 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd . ) 


I 60 


0,3 1 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \Ltn 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-48 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaitnis 
Dimenthylmethaci^lat/ter^-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 30/30/40 ge&ndert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzpi&ttchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit far einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchl&ssigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenOber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel H-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fOr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenUber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-378 bis 11-385 wurden chemisch verstirkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-48 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

Beispiel 11-378 bis Beispiel 11-381 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel H-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-48 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaf ten bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 202 zusammengefaBt Tabelle 202 enthalt darttber hinaus Angaben flber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fCir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogea 
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i 

, Tabelle 202 



5 


Beispiel 


Photosfiur - 
generator 


ii 

Lichtdiirch- 
lassigkeit 

t (i m) % , 

t 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-378 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 1 


60 


0,3 


!5 


11-379 


Dipheny 1 jodoniuia- 
triflat 


59 


0,3 


20 


■ 11-380 

i 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-381 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. y 


1 

60 


0,3 

i ' 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 Jim erhalteniwurde. 

Beispiel II-382 bis Beispiel 11-385 

Die Herstellung chemisch verstftrkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispieis II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-48 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 1 _ . 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 203 zusammengefaBt Tabelle 203 enthalt daruber hinaus Angaben Qber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte far die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. , 

Tabelle 203 



45 
50 


Beispiel 


Photo s aur e- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-382 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 




11-383 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-384 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-385 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 
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1 Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linieh- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite v n 0,15 \km 

'erhalten wurde. , 1 

i 1 ( • . 'i 

Synthesebeispiel 11-49 
i • , 1 , , 

i • • 

Die Herstellung des Copolymers gemfiB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiedertiolt, wobei das Verhaitnis 
Dimenthylmethacrylat/t rt-Butylmethacrylat/Methacryls§ure auf 30/25/45 ge&ndert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser L6sung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchiassigkeit filr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchl&ssigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttber 
PMMA1 i • . 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemftB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 ffir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegentiber PMMAj ' , 

In den folgenden Beispielen 11-386 bis 11-393 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II-49 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-386 bis Beispiel 11-389 

i 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-49 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet ~ ~ "~~ , . 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die DurchlSssigkeit und Trockenatzbest&ndigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 204 zusammengefaBt Tabelle 204 enthalt dartiber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fflr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 204 



10 



15 



20 



30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- • 
ISssigkeit 
(1 nm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-386 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-387 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-388 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-389 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



35 



45 



50 



55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-390 bis Beispiel 11-393 

Die Herstellung chemisch verstarkt r R sists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel H-ll, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels H-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-49 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 65 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchiassigkeit und Trocken§tzbestandigk it 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 205 zusammengefaBt Tabelle 205 enthalt darttber hinaus Angaben Uber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fflr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. , . . ■ , ■ 1 „ ' ' ' .i 

i . 1 ■ iii. 1 '' • 

Tabelle205 ' 





Beispiel 


, Photosfiurei- 
generator 

I • 

■ , 1 ' 

i 


» 1 ■ 1 i 
Lichtdurch- , , 
lassigkeit 1 
(1 faai) % 

1 i 


Xtzrate 
, (Relativ- 
wert) 


11-390 


Triphenyl- 1 
1 sulf onium- , 
trif lat 


■ i • i 1 ■ 

i ■ » 

. i ■ • t 

.55 

i i 1 
' 'I 

J 'l 1 


, 6,3 


11-391 


Diphenyl jcdonlum- 
trif lat 

i 


59 

i 

i 


0,3 , 


11-392 


NAT* 105 )( 
(Midori Kagaku 
Co . , LfcdO 


- 1 1 — i 

61 


0,3 




11-393 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 

, ■ 1 


°' 3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle eih Linten- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 (im 
erhalten wurde. 



Synthesebeispiel 11-50 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederhoit, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethaciylatytert-Butylmethaci^Iat/Methacnylsaure auf 25/50/25 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst. Der auf einem Quarzpl&ttchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenUber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel H-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf drmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 filr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenUber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-394 bis H-401 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-50 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

Beispiel 11-394 bis Beispiel 11-397 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel U-4 bis Beispiel 1 1-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels H-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-50 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 206 zusammengefaBt Tabelle 206 enthait darUber hinaus Angaben flber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fdr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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. Tabelle206 



i i 
i 



.1. W Urn 

' . 1 

, 1 1 


PhotoscLure— 

generator 

■ i" 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

t (1 i») % 


Atzrafce 

(Relativ- 

wert) 


5 

i 


' 11-394 


Triphenyl- , 

sulfonium- 

triflat 


60 


0/3 


10 


11-395, 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 

i i 
i ■ 1 


0,3 




1 11-396 

1 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


20 


11-397 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co,/ Ltd.) 


60 


0,3 

1 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 ^raerhalteri wunie. 30 

Beispiel 11-398 bis Beispiel II-401 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II-ll, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 11*2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-50 ersetzt as 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet . 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchiassigkeit und Trockenfttzbest&ndigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 207 zusammengefaBt Tabelle 207 enthalt darOber hinaus Angaben tiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 1 



Tabelle 207 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /urn) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-398 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-399 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-400 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-401 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenrauinmuster mit einer Linienbreite von 0,15 \un 
erhalten wurde. ■ . , 1 . ' , i 

1 , ' 'i i . , , .1 1 

». , 1 i i ' . ( , > 

' , Synthesebeispiel 11-51 1 

5 . ' ' ■ ■ i ■■ • ' ' ' ' 

Die Herstellung des Copolymers gem§B Synthesebeispiel wurde wiederholt, wobei das Verhaitnis 
Dimenthylmethaciylat/tert. 7 ButylmethaciylaVMethacrylsaure auf 25/45/30 geancfert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cycldhexanon gelflst Der auf.einem Quarzpiattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchiassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
io Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber 
PMMA. • 1 ( ( 1( 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel ri-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. Dies beiegt die Oberle- 
is genheit des Copolymers gegenQber PMMA. • i 

In den folgenden Beispielen 11-402 bis 11-409 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-51 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht ■ , 

i . i 

Beispiel 11-402 bis Beispiel 11-405 , 
20 , ■ 1 1 i 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-51 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet , 

25 Wie auch ihTFalle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelie 208 zusammengefaBt Tabelle 208 enthait darQber hinaus Angaben Uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. i ' ^ 

30 Tabelle 208 



35 


Beispiel 


PhotosSure- 
, generator 


Lichtdurch- 
iassigkeit 
(1 iim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-402 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-403 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-404 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


55 


11-405 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenrauinmuster mit einer linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-406 bis Beispiel 11-409 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel 11*8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-51 rsetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 209 zusammengefaBt Tabelle 209 enthait darttber hinaus Angaben ttber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Weirte fur die^tzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. v ' , ' '' ' , ' ' \? , ,■ '" _ _ J , 

TabeUe209 , , 



Beispiel 


' PhbtosSur - 

generator 

i ' 

, i 1 
, i 


Lichtdurch-i, 

1 acc^ rrVo "f 

(l pd) % 


Atzrat 
i fPplativ- 

^ ivc laux V 

wert) 

'i , 


11-406 


• i ■ 1 
i Tr i phenyl— 

sulf oniuia- 

trif lat 


■ 

< i 11 

: ' ^5 . * 


0j3 




trif lat , 


■ i 

59 

i 

1 .., ... L - 


0,3 V 

1 


11-408 


NA*-105 ii 
(Midori Kagaku 
po. , Ltd. ) 


61 

i . 1 

i 


0,3 


11-409 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


, 60 ■ ■ 


0,3 , 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-52 

Die Herstellung des Copolymers gemSB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacirlat/tert-Butylmethaa^ auf 25/40/35 getodert wurde, 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchiassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) bin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine LichtdurchlSssigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttber 
PMMA. m . 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gem&B Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfSrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fUr PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenttber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-410 bis 11-417 wurden chemisch verstirkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-52 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-410 bis Beispiel 11-413 

Die Herstellung der chemisch verstftrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-52 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet . 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbest&ndigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 210 zusammengefaBt Tabelle 210 enthait darQber hinaus Angaben ttber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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, Tabelle 210 



1 

5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lSssigkeit 
f (1 /«*) % 

i 


Xtzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


, 11-410 

i 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 1 


60 


0,3 


15 


11-411 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 

i i 


0,3 


20 


. 11-412 

i 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 

i 


11-413 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


1 

60 


0,3 

1 

1 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 urn erhalten wurde. 

Beispiel 11-414 bis Beispiel 11-417 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II- 11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des SyntbesebeispieKs II-52 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchiassigkeit und Trockenatzbestftndigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 21 1 zusammengefaBt Tabelle 21 1 enthalt dariiber hinaus Angaben ttber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 211 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
ISssigkeit 
(1 /in) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-414 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-415 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-416 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-417 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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1 Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer, Linienbreite von 0,15 \un 
erhaltenwurde. , \ ■ ' 

Synthesebeispiel 11-53 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhftltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 25/30/45 geindert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchiassigkeit fQr einen ArF-ExcimerlaserstraW (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Uberlegenheit gegenttber 

PMMA. ' ■ _ t_ • • i ft f> 1 £ * 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seme 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Uberle- 
genheit des Copolymers gegenttber PMMA. m 

In den folgenden Beispieien 11-418 bis II-425 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-53 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-418 bis Beispiel 11-421 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel IM bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-53 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet . 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 212 zusammengefaBt Tabelle 212 enthfilt darQber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte ffir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

t, Tabelle 212 



10 



15 



20 



30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
iassigkeit 
(1 /in) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-418 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


11-419 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-420 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co - , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-421 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



35 



40 



45 



50 



55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 nm erhaltenwurde. 

Beispiel 11-422 bis Beispiel 11-425 

Die Herstellung chemisch verstirkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II- 11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-53 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 213 zusammengefaBt Tabelle 213 enthait darflber hinaus Angaben Ober 



60 



65 
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den verwendeten Photosauregenerator. die j weiligen Werte far clie Atzrate sind auf denjenigen v n PMMA 
bezogen. ' ■ ,' ' ' *' . 1 . \ . . '.' 1 , 

I, ' • "i i i. . ■ , 

Tabelle213 



Beispiel 


Photos&inre- - 
generator 


Lichtdiirch- 1 1 
lassigkeit 
(1 paa) % 

• • • i 1 ■ 


&tzrate 

(Relativ- 

wert) 

'» , 


11-422 


, ™ r— 

i Triphenyl- 
sulf oriium- 1 
triflat 


. ' 55 ■ , ' ' 

/ '1 ' 




11-423 


Dipheny 1 jodonium- 
trif lat i 


59 

t 

1 1 


0,3 


11-424 


NAT- 105 11 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 

( _, i 


0,3 


11-425 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


, so 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linlen- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 
erhalten wurde. 

35 

Synthesebeispiel 11-54 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel IM3 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 25/25/50 geandert wurde, 
40 Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel&st Der auf einem Quarzplattchen mit dieser L6sung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fOr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenUber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
45 Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-426 bis 11-433 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-54 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 
50 1 

Beispiel 11-426 bis Beispiel 11-429 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel IM bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-54 ersetzt 
55 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Faile des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trocken&tzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 214 zusammengefaBt Tabelle 214 enthaJt darilber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
60 bezogen. 



65 
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. , Tabelle 214 



oeispiei 


P"h oto s Sure— 
generator 1 

.i 1 H 

1 ' • 


Lichtdur;ch- f 
ISssigk it / 
(1 Mm) % 

' , 1 1 1 


Xtzrate 
(R lativ- , 
wert) 1 


11^426 


Triphenyl- 
sulfonium-: 

1 X x J- » | ^ 


60, 

l 1 

■ 1 


0,3 '< 

i i 

1 , 1 


11-427 


— r— 

Diphenyl jodonium- 
trif lat 


1 \ 

59 ,', • 

1 


. o.'» 

1 


11-428 


NAT 105 
(Midori Kagaku 
Coi, Ltd.) 


I 
1 

, ,61' 


! 

o;3 


11-429 


NAi-105. 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


p. 

60 , xl. 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischeriraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhaltenwurde. 11 

Beispiel IM30 bis Beispiel 11-433 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-54 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaf ten bewertet . w _ M . „ , . 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 215 zusammengefaBt Tabelle 215 enthait darttber hinaus Angaben Ober 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiiigen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 215 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 nm) % 


fttzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-430 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-431 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-432 


MAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-433 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 

* 


0,3 
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i Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
erhalten wurde. Y 1 



10 



15 



20 



25 



I 



I 



Synthesebeispiel 11-55 



Die Herstellung des Copolymers gemftB Synthesebeispiel II-43 wurde wiederh It, wobei das Verhaitnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 20/55/25 geandert wurde. ' , 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanori geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser LOsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fiir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber 
PMMA. , i 

Der Rim wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 aiif seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstof f (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate vori 1 fUr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenOber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-434 bis 11-441 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-55 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-434 bis Beispiel H-437 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-55 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergesteilt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie audi im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 216 zusammengefaBt Tabelle 216 enthalt darOber hinaus Arigaben Qber den 
yerwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



30 


1, 


Tabelle 216 




35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-434 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-435 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-436 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-437 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-438 bis Beispiel 11-441 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-55 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 217 zusammengefaBt Tabelle 217 enthalt darQber hinaus Angaben ttber 
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den verwendeten Photosiiuregeneraton Die jeweiligen Werte fur die, Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogea ' ' ^ ' ' , ' 1 \;i ^ • , . ,, ^ •< 

Tabelle 217 . , 



Beispiel 


PhotosSure- 
generator 

, i 1 

1 • 


Lichtdurch- i, 
(1 im!) % 


iVtzrate 
> fRelativ- 
wert) 


11-438 


i Tripnenyl*- 
sulf oriium- 
trif lat 


. i ■ • ■ i 1 
■ s's 

1 ' 1 

1 '1 


i * 

0;3 




n*5 nhenvliodoniuiii— 
triflat , 


1 

59 

1 

1 t | 


0,3 i 

1 


11-440 


NAT - 105 ■« 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd* ) 


61 


0,3 


11-441 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


.' " 


0,3 , 



I 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 iim 
erhaltenwurde. 

Synthesebeispiel 11-56 

Die Hersteilung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaitnis 
Dimenthylmethaciylat/terVButylmethacryl^^ auf 20/50/30 geHndert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzpl&ttchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchl&ssigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) bin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber 
PMMA. m . 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gem§B Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfSrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenttber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-442 bis 11-449 wurden chemisch verstHrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-56 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-442 bis Beispiel 11-445 

Die Hersteilung der chemisch verstHrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel IM bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-56 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 218 zusammengefaBt. Tabelle 218 enthalt darflber hinaus Angaben ttber den 
verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogea 



251 



<DE_1 9525221 A1_l_> 



DE 195 25 221 Al 

, TabeUe 218 



f 

5 


Beispiel 

i , , 

t ' ' 1 


Photosaurep 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

1 (1 Pm) % 

i 1 

i 


At z rate 
(R lativ- 
wert) 


10 


11-442 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 1 


60 


0,3 


15 


11-443 


D ipheny 1 j odoni um- 
triflat ' 


59 


0,3 


20 


i II-444 

i 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 

i 


11-445 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 

i 

1 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0 f 15^merhaltenwurde. 

Beispiel 11-446 bis Beispiel II-449 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-56 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschiiderten Weise Muster hergestellt und deren Eieen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchiassigkeit und Trockenatzbestfindigkeit 
ermittelt. Die Ergfebnisse sind inTabelle 219 zusammengefaBt TabeUe 219 enthait daruber hinaus Angaben Ober 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

i 

Tabelle219 



50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fin) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-446 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 




11-447 


Diphenyljodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-448 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-449 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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1 Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. \ i 

Synthesebeispiel 11-57 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhiltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 20/40/40 getodert wurde. 1 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzpiattcheh mit dieser LBsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchiassigkeit ftir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenUber 
PMMAi 1 • . . 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seme 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 ffir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenttber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-450 bis 11-457 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-57 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-450 bis Beispiel 11-453 

1 ... 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-57 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet — — - • 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 220 zusammengef aBt Tabelle 220 enthalt dartiber hinaus Angaben ttber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

i, Tabelle 220 



to 



15 



20 



30 



Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
iassigkeit 
(1 m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-450 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-451 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-452 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-453 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



35 



40 



45 



50 



55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 nm erhalten wurde. 

GO 

Beispiel 11-454 bis Beispiel 11-457 

Die Herstellung chemisch verstSrkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II-ll, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-57 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 65 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 221 zusammengefaBt Tabelle 221 enthalt darQber hinaus Angaben Uber 
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I ' . • . . ) ; ( , • • , - 

den verwendeten PhotosSuregenerator. Die jeweiligen Weirte ftir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 1 \ , ' 'i ' ' «,', ' j 1 

i, 1 1 ■ •( i « . ' 1 ' , ' 

Tabelle221 



10 


Beispiel 


i PhotosSure- 
generator 

i • 

i 


Lichtdurch-ij ■ 
ISssigkeit 
(l-furi) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


15 


11-454 


Triphenyl- 1 
sulf onixaxa- , 
trif lat 


i ' '■ ■ 

"'■ ; 1 55 , 


0^3 




11-455 


Diphenyl jodonl um- 
trif lat 


5? 

i 


0,3 

1 


20 


11-456 


NAT • 105 „ 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd • ) 


61 


0,3 


25 


11-457 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 

I ■ 1 


°' 3 . 



30 ' ' ■ i | 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 



35 Synthesebeispiel 11-58 

Die Herstellung des Copolymers gemafi Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verh&ltnis 
Dimethylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 20/35/45 ge&ndert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel6st Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
40 ausgebildete Film wurde auf seine Durchl&ssigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die XJberiegenheit gegenttber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel H-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
45 Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 filr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenttber PMMA. 

In den folgenden Beispielen II-458 bis II-465 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-58 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

so Beispiel 11-458 bis Beispiel 11-461 

Die Herstellung der chemisch verstfcrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels H-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-58 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
55 Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trocken&tzbest&ndigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 222 zusammengefaBt Tabelle 222 enthait darilber hinaus Angaben Uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fUr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



65 
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Tabelle222 



oeispiei 

i 


1 , i 
4 ilw LUDC1UJU w i 

generator 1 

i ■ , 1 


Iiichtdurch— * 
lass'igkeit < , 
(1 /tm) % , 


Xfczrate 
(Relativ- , 
wert) 


1 

5 


11-458 


Triphenyl- 
sulf oni\am7 
triflat 1 

i 


':, 60 

i '■ i 

> i ' 1 


0,3 

t i 

w i 


10 

1 i 


11-459 


Diphenyl jodpnivua- 
trif lat , " 


' 59 , 

1 


, 0,3 

• . • 


1 , ' 
» 15 

i 


11-460 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. H ) 


1 

. i 61' 


o;3 


20 


11-461 


NAI-io'5, 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd:) 

i 


60 , — 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linieri- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15jxmerhaltenwurde. ' 1 

Beispiel 11-462 bis Beispiel 11-465 

Die Herstellung chemisch verstSrkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-58 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet „ , . 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlissigkeit und TrockenStzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 223 zusammengef aBt Tabelle 223 enthfilt darttber hinaus Angaben Qber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

TabeUe223 



i 

30 



35 



40 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
ISssigkeit 
(1 Mm) % 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-462 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-463 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-464 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co,, Ltd.) 


61 


0,3 


11-465 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. i Ltd. ) 


60 


0,3 



45 



50 



55 



60 



65 
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( Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von ,0,15 \im 
( erhalten wurde. ' , 

1 Synthesebeispiel 11-59 

Die Herstellung, des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethaciylat/tert-Butyimethacrylat/Methacrylsaiire auf 20/30/5p geindert wurde. i 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel6st Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchiassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
10 Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenflber 
PMMA, i 1 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
is genheit des Copolymers gegenflber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-466 bis 11-473 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-59 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-466 bis Beispiel 11-469 

20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-59 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchiassigkeit und Trocken&tzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 224 zusammengef aBt Tabelle 224 enthalt darQber hinaus Ahgaben ttber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

i 

30 , Tabelle 224 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 m) % 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-466 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-467 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 
55 


11-468 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


11-469 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-470 bis Beispiel 11-473 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-59 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermitt It Die Ergebnisse sind in Tabelle 225 zusammeng f aBt Tab lie 225 enthalt daruber hinaus Angaben Uber 
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'den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. i 1 

, , Tabelle 225 



t 





Beispiel 


Photosaure- 1 
generator 

t 


i Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 A**) % 


Xtzrate 

(Relativ— 

wert) 




i 

I 

11-470 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


' ' ' 55 


0,3 




11-471 

i 


Dxphenyl jodonium— 
triflat 




U r o 




II-:472 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


°' 3 




11-473 

1 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. # Ltd,) 


60 


i 

0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-60 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



Die Herstellung des Copolymers gemMB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaitnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 20/25/55 gefindert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel6st Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimeriaserstrahl (193 nm) hin untersucht 40 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttben 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemftB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 45 
genheit des Copolymers gegentiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-474 bis 11-481 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-60 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 



Beispiel H-474 bis Beispiel 11-477 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-60 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
teit Die Ergebnisse sind in Tabelle 226 zusammengefaBt Tabelle 226 enthait dartiber hinaus Angaben liber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



50 



55 



60 



65 ' 
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Tabelle 226 



5 


Beispiel 


i>hotosSure- 
geherator , 


Lichtdurch- 
lassigkeit >/ 
(1 M») % 


JLtzrat 
(Relativ- 
wert). 1 


to 


11-474 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


i 

t 60 

... •. & 


0,3 , 


15 


11-475 


Diphenyljodonium- 
triflat 


' 59 ' 1 

' 1 'i ■ 


0^3 

l 


20 


11-476 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


i 

61, 


1 

0,3 


25 


11-477 


NAI • 105 «i 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 

,4.1 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,1 5 p.m erhalten wurde. 

Beispiel IM78 bis Beispiel 11-481 

Die Herstellung chemisch verstSrkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel 11*8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels H-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-60 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschiiderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenitzbest&ndigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 227 zusammengefaBt Tabelle 227 enthait darttber hinaus Angaben ttber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

TabeUe227 



45 

50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lSssigkeit 
(1 job) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-478 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 




11-479 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-480 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-481 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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1 Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer, Linienbreite von 0,15 \xm 
'erhalten wurde. ! 1 



I 



Synthesebeispiel 11-61 



Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, w bei das Verhaitnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacryiat/Methacryls§ure auf 20/60/20 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplftttchen nut dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl(193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es, sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Uberlegenheit gegenflber 
PMMA, 1 . , . i _ 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafiuorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 ffir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Uberle- 
genheit des Copolymers gegenilber PMMA. • t m 

In den folgenden Beispielen 11-482 bis 11-489 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-61 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-482 bis Beispiel II-485 

i 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-61 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergesteilt und deren 
Eigenschaften bewertet - — - -■ - - ~ - t m _ u , . , . 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trocken§tzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 228 zusammengefaBt Tabelle 228 enthait dariiber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten PhotosSuregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



10 



15 



20 



25 



1, 


Tabelle 228 




30 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


35 


11-482 


Triphenyl- 
sulfoniuia- 
triflat 


60 


0,3 


40 

1 


11-483 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0 # 3 


45 


11-484 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
co. # Ltd.) 


61 


0,3 


50 


11-485 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 


55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 urn erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-486 bis Beispiel 11-489 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-61 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergesteilt und deren Eigen- 65 
schaften bewertet . , . , _ , M . _ , . 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 229 zusammengefaBt Tabelle 229 enthait dariiber hinaus Angaben Qber 
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TabeUe229 ' 



TD _ i MM.4 ^1 

Beispiel 


i PhotosSure— 
generator 

i . • 


Licntdurch- 1 ( < 
lassigkeit 
(1 % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-486 


^riphenyl- 1 
sulf onium- i 
trif lat 


• 'i 


0>3 

1 


11-487 


Dipheny 1 jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


11-488 


NAT 105 ., 
(Midori Kagaku 
Co'. , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-489 


NAI • 105 1 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 

i ■ 1 


0,3 , 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle eih Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 pm 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-62 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethactylat/tert-Butylmethaciylat/Methaciylsaure auf 20/45/35 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchiassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) bin untersucht 
Hi rbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttber 
PMMA, 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenGber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-490 bis 11-497 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-62 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-490 bis Beispiel 11-493 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-62 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 230 zusammengefaBt Tabelle 230 enthait darflber hinaus Angaben flber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabellei30 i 



Beispiel 


PhotoscLure- 

1 1 1 

. f 1 


Lichtdurch- i 1 
lassiqkeit 
(i fik) % 


Atzrate 
(Relativ- 

wert) , 

i 


5 


11-490 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


i 

60 

i i 

■ • i 1 ' 


0,3 

'i . 


10 

• i 

i i 


11-491 


1 Diphenylij'odonium- 
triflat ' 


■ i ' ■ ^ 

; 59 , , 


. 0,3 , 

1 


1 , 13 

1 

1 


11-492 


NAT- 105 ' 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd 1 . ) 


i 

61 

i 1 
' 1 


t 

1 

0,3 

i 


20 


11-493 


NAI-105 „', 
(Midori, Kagaku 
Co., Ltd.) 




0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und iwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jimerhal ten wurde. 30 

Beispiel 11-494 bis Beispiel 11-497 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-62 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchl&ssigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 231 zusammengefafit Tabelle 231 enthalt darflber hinaus Angaben tiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 

Tabelle 231 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 pun) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-494 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-495 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-496 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-497 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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i Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 ym 
erhalten wurde. , 

Synthesebeispiel 11-63 
5 »■ , • ' 

Die Herstellung des Copolymers gemtB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhftltnis 
Dimenthylmet hacrylat/tert-Buty Imethacrylat/Me thacrylsaure auf 20/35/45 geandert wurde. 1 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzpl&ttchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit filr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) bin untersucht 
10 Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchl&ssigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter deh Bedingungen gem&B Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfflrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 ftir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberie- 
15 genheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-498 bis 11-505 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-63 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

• Beispiel 11-498 bis Beispiel 11-501 

20 , 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-63 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trocken&tzbestandigkeit errait- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 232 zusammengefaBt Tabelle 232 enth&lt darQber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fflr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 1 Tabelle 232 



35 


Beispiel 


Photos&ure- 
generator 


Lichtdurch- 
l&ssigkeit: 

(1 jna) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-498 


Triphenyl- 
sulfonivun- 
triflat 


60 


0/3 


45 


11-499 


Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-500 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0 # 3 


55 


11-501 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 nm erhalten wurde. 

60 Beispiel 11-502 bis Beispiel 11-505 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispi Is II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-63 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittel t Die Ergebnisse sind in Tabelle 233 zusammengefaBt Tabelle 233 enthalt dartiber hinaus Angaben fiber 
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1 ! • 

'den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. . , 1 

I ■ , '. 

, , Tabelle 233 



< 


Beispiel 

i 1 


Photosaure- 
generator 

i 


Lichtduirch- 
lassigkeit 
(1 /ra) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1 

10 




11-502, 


Triphenyl- , 

sulfonium- 

triflat 


55 


0,3 


15 




11-503 

i 


Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 




11-504 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd* ) 


61 


0,3 


1 


11-505 

i 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 


25 



30 



35 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \tm 
erhaltenwurde. 

Synthesebeispiei II-64 

Die Herstellung des Copolymers gemaB- Synthesebeispiei 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaitnis 
DimenthylmethacryIat/tert.-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 20/20/60 geftndert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyciohexanon gelost Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchiassigkeit ftlr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 40 
Hierbei zeigte es sich, daB seine LichtdurchlSssigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQben 

PMMA. m . 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiei II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 ftlr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenttber PMMA. 

In den folgenden Beispielen II-506 bis H-513 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-64 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-506 bis Beispiel 11-509 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-64 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet . . 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 234 zusammengefaBt Tabelle 234 enthait darttber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

60 



45 



50 



55 
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Tabelle 234 1 

1 i i, i * i i 



5 


Beispi 1 


PhotosSure- 
generator , 

■ » * .i 


Lichtdurch- ' 

lassigkeit 

(ljnri).% 


Atzrate 
(R lativ- , 
wert> 1 


10 


11-506 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat , 


i 6b 

; 1 . " 

.,• ■ i 


0,3, 

" i 


15 


11-507 


H — - 1 — 

Dipheny I j odonium- 
trif lat 


' 59 . , • 1 

i 'i •' 


0,3 ■ 


20 


11-508 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


i 

61 

i i 


i 

0,3 


25 


11-509 


NAI-105 «' 
(Midori 1 Kagaku 
Co. ,~ Ltd. ) • 


60 

, ■ 1 


°' 3 



Es zeigte sich, dafi in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 timerhaltenwurde. 

Beispiel 11-510 bis Beispiel 11-513 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-64 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbest&ndigkeit 
ermittel t Die Ergebnisse sind in Tabelle 235 zusammengef aBt Tabelle 235 enthalt dartiber hinaus Angaben Qber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 235 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /im) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-510 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-511 


Dipheny 1 jodoniura- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-512 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
j Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-513 


NAI ■ 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle einLinien- und Zwschenrauinmuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 

erhalten wurde. ' , • 1 . ' 1 • , , . J , 

\ ■ • i \ , ♦ , , , 1 

Synthesebeispiel 11-65 i 

i i ' ' '•■ ' ' ' • * 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederh It, wpbei das Verhiltnis 
Dimenthylmethaci7lat/tert-Butylmethaci^lat/Methacrylsaure auf 15/60/25 gefind^rt wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelttst Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchiassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies beiegt die Oberlegenheit gegenUber 
PMMA. ' ■ ' ' ' (| ^ 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungeh gemiB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendurig von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenitoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sicl^daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 0,3 betrug. Dies beiegt die Uberle- 
genheitc(es Copolymers gegenQber PMMA. f 1 1 

In den folgenden Beispielen 11-514 bis, 11-521 ^urden chemisch v^rstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-65 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untejrsucht ' , ' 

Beispiel 11-514 bis BeispieUI r 517 1 

Die Herstellung der chemisch verstSrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiei II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des , Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-64 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 1 , 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die DurchlSssigkeit und Trockenatzbest&ndigkert ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 236 zusammengefaBt. Tabelle 236 enthalt darUber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten PhotosSuregeneratpr. Die jeweiligen Werte fflp die Atzrate sind auf denjenigeri von PMMA 
bezogen. 

Tabdle236' 



10 



15 



20 



30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fan) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-514 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-515 


Diphenyl jodoniiam- 
triflat 


59 


0,3 


11-516 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-517 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



40 



50 



55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 |im erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-518 bis Beispiel 11-521 

Die Herstellung chemisch verstSrkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-65 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- €5 
schaften bewertet , 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbest&ndigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 237 zusammengefaBt Tabelle 237 enthalt darQber hinaus Angaben ttber 
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[den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligenWerte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 1 t 1 

1 Tabelle237 



10 


oeispiei 


irnotosaure-- 
generator 


r jjicntauLrcn— 
ISssigkeit 
(1 pm) % 


(Itelativ- 
wert) 


15 


11-518 

i 1 1 

I ■ 


t 

Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat ( 


i i 


0,3 


20 


11-519 

i 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


i 

11-520 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd, ) 


61 


0,3 


25 

i 


11-521 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


1 

1 

0/3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jim 
erhalten wurde. 

35 Synthesebelspiel 11-66 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaitnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/Methacrylsaure auf 15/55/30 geindert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gelost Der auf einem Quarzplittchen mit dieser LSsung 
40 aiisgebildete Film wurde auf seine Durchltssigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber 
PMMA. 1 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasf drmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
45 Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-522 bis 11-529 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-66 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

50 Beispiel 11-522 bis Beispiel 11-525 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-66 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
55 Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlissigkeit und Trockenatzbestindigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 238 zusammengef aBt Tabelle 238 enthalt dartiber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle238 





1 i 

Photo satire — 
generator 1 

1 1 , 
• 1 1 ll 

1 , 


Lichtdurch— , 
ISssigkeit /' , 
(1 nm) % 


Atzrate 
(Relativ- , 
wert)' 


1 

5 


11-522 


Triphenyl- 
stilfoniiuar 


60 

i ' " 


0,3' i 


10 

1 l 


11-523 


i,i 

Diphenyljodoniumr 
triflat 


' 59 . , 

1 


- °/' 3 ' 

i , . 


1 , 

I 15 

t 


11-524 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., I»td. )( ) 


I 

, , 61' 


1 

o;3 


20 


11-525 


NAI-105, 
(Midori Kagaku 
Co. 7 LtdO 


i 

" 60 , , 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linieri- und Zwischehraummuster mit einer Linienbreite von ' 
0,15 \xm erhalten wurde. 1 i 30 

Beispiel 11-526 bis Beispiel 11-529 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II- 11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-66 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 239 zusammengefaBt Tabelle 239 enthalt darfiber hinaus Angaben Qber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fflr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 

TabeUe239 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-526 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-527 


Diphenyljodoniura- 
triflat 


59 


0,3 


11-528 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-529 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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i Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite v n 0,15 \im 

erhalten wurde. ' i 

» i 

1 Synthesebeispiel 11-67 1 

5 '', 

, Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel IM3 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethaci7lat/tert-Butylmethaciylat/Methaciylsaxire auf 15/50/35j geandert wurde. i 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nra) hin untersucht 
io Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betmg. Dies belegt die Oberlegenheit gegenuber 
PMMA, i 

, Der Film wurde, im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 aiif seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstof f (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betmg. Dies belegt die Oberle- 
15 genheit des Copolymers gegenOber PMMA. t , 

In deh folgenden Beispielen 11-530 bis 11-537 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-67 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

, Beispiel 11-530 bis Beispiel 11-533 

20 1 1 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel IM bis Beispiel II-7, wobei 
j doch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-67 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaf ten bewertet 

25 Wie audi im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 240 zusammengefaBt Tabelle 240 enthalt daruber hinaus Arigaben Gber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

1 

30 1 TabeUe240 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 i*m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-530 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-531 


Diphenyljodonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-532 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-533 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 |im erhalten wurde. 

Beispiel 11-534 bis Beispiel 11-537 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel IM 1, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-67 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaf ten bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle d s Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 241 zusammengefaBt. Tabelle 241 enthalt darflber hinaus Angaben Ober 
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'den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
'bezogen. 

, , Tabelle241 



1 

Beispiel 


Photosfiure- 
generator 

i 


f Lichtdurch- 
ISssigkeit 
(1 urn) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-534 


Triphenyl- , 
sulf onium- 
triflat 


55 

i t 


0,3 


11-535 

1 


Diphenyl jodonium- 

triflat 

. » 


59 


0,3 


11-536 


NAT-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


i 

61 


, 0,3 


11-537 

1 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd.) 


60 


i 

0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 ^im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-68 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



Die Herstellung des Copolymers gem&B Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaitnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacryiat/Methacrylsaure auf 15/45/40 geSndert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel6st Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser Ldsung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchl&ssigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 40 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenttber 1 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 45 
genheit des Copolymers gegenliber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-538 bis 11-545 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-68 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 



Beispiel 11-538 bis Beispiel 11-541 

Die Herstellung der chemisch verstSrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel H-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-68 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchiassigkeit und Trockenttzbestfindigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 242 zusammengefaBt Tabelle 242 enthalt darttber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



50 



55 



60 



65 
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Tabelle 242 ' 



5 


Beispiel 


Photosaure- 

generator , 

1 1 i 
• ' i .1 

i 


Lichtdurch- 
lassigkeit , 
, (1 Aim) % 

' ■■■■■ 


Atzrat 
(Relativ- 
wert) 1 


10 


11-538 


Tripheriyl- 
suifonium- 
triflat , , 


1 

i 60 


0,3 

i i 

i \ ■ . 


15 


11-539 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


« ' 59 . ( ' 1 

/ 'i ■ 


0,3 

1 


20 


11-540 


NAT> 105 . 
(Midori Kagaku 
Co. , 1 Ltd. ) 


i 

61, 

i i 


0,3 


25 


11-541 


NAI-105 " y 
(Midori' Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und 1 Zwischenraummuster mit einer linienbreite von 
30 0,15 p.m erhalten wurde. ( 

1 Beispiel 11-542 bis Beispiel 11-545 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II-l 1, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-68 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden-in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 243 zusammengefafit Tabelle 243 enthfilt darQber hinaus Angaben flber 
40 den verwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 243 



45 

50 ! 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


&tzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-542 


Triphenyl- 
. sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 




11-543 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-544 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd,) 


61 


0,3 


65 


11-545 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



270 



BNSDOCID: <DE_1 9525221 A1J_> 



I 



DE 195 25 221 Al 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Unienbreite von 0,15 \im 
erhaltenwurde. ' I ' i ' 1., ' ' * ( . ' .1 

t , . 

Synthesebeispiel 11-69 , 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 'wurde wie'derh It, w bei das Verhfiltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethaciylat/MethaCTylsaure auf 15/40/45 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde h^Cyclohexanon geldst Der auf einem Quarzpiattchen mit dieser L6sung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchiassigkeit fOr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB,seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies beiegt die Oberlegenheit gegentiber 
PMMA. ■ • . ' ' ■ , ■ # . 1 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdirmigem Tetrafluorkohlertstoff (fcF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sichi daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 03 betrug. Dies beiegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenttber PMMA. j t J 1 1 

In deh folgenden Beispielen 11-546 bis 11-553 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-69 synthetisiert iind auf ihre Eigenschaften hin untersucht 1 ' , ' 

Beispiel 11-546 bis Peispi^l If-549' 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des ( Synthesebeispiels II-2 durch das, Copolymer des Synthesebeispiels 11-69 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderteri Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 1 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle, 244 zusammengefaBt Tabelle 244 enth&it daruber hinaus Angaben Ober den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fflr die i Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogea 

Tabelle 244, 



to 

i 



15 



20 



25 



30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
iassigkeit \ 
(1 pm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-546 


Tr i phenyl - 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-547 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-548 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd*) 


61 

t 


0,3 


11-549 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 



35 



40 



45 



50 



55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \Lm erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-550 bis Beispiel 11-553 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel IM 1, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-69 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- ©5 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Erg bnisse sind in Tabelle 245 zusammengefaBt. Tabelle 245 enthalt dartlber hinaus Angaben ttber 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die je^veiligen Werte fdr die Aerate sind auf denjenigen von PMMA 
bezbgen. ' i 

1 Tabelle 245 



10 


Deispiei 

i 


IrnO t OS oAX IT©*"" 

generator 


j-iX cxi tciur cn 
lassigkeit 
(1 fim) % 


A u Z l clue 

(Relativ- 
wert) 


15 


1 

, 11-550 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat , 


1 ' 55 

i 


0,3 


20 


11-551 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


i 

11-552 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 




0,3 


25 


11-553 

l 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd,) 


60 


i 

0,3 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 um 
erhalten wurde. 

35 Synthesebeispiel 11-70 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethaci^lat/tert.-Butylmethaciylat/Methacrylsaure auf 15/35/50 geandert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel&st Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Ldsung 
40 ausgebildete Film wurde auf seine Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber, 
PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
45 Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-554 bis 11-561 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-70 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

50 Beispiel 11-554 bis Beispiei 11-557 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-70 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
55 Eigenschaf ten bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 246 zusammengefafit Tabelle 246 enthalt dartlber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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' ' Tab'elle246 ( 



Dej.spj.ex 


t 

generator 


Li ch tdur ch.— 
ISssigkeit 
v (1 /im) £ 

l 


jit z rate 

(Re^ativ- 

wert) 


5 

i 


1 11-554 

i 

i 


Triphenyl- 
sulfonium- , 


60 

. i 


0,3 


10 


11-555. 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 

c 

t l 


0,3 

i 


15 


11-556 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


20 


11-557 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 

i 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,1 5 p,m erhalten wurde. 30 

Beispiel II-558 bis Beispiel 11-561 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel H-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-70 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchl&ssigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 247 zusammengefaBt Tabelle 247 enthalt dariiber hinaus Angaben ttber 
den verwendeten PhotosBuregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 1 

Tabelle 247 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 jra) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-558 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-559 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-560 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-561 


NAI 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd . ) 


60 


0,3 
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10 



15 



20 



25 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linlen- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0:15 urn 
erhalten wurde. . , 1 V' , , M i , 1 

, Synthesebeispiel 11-71 

Die Herstellung des Copolymers gerafiB Synthesebeispiel lt-43 1 wurde wiederh It, wobei das Verhaitnis 
Dimenthylmethaa7lat/tert. r Butylmethaciylat/Methacrylsiure auf 15/30/55 geindert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon geldst Der auf, einem QuarzpWttchen mit dieser L5sung 
ausgebddete Film wurde auf seine Durchlassigkeit filr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegenQber 
PMMA. . ' 

Der Rim wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfSrmigem Tetrafluorkohlei^tof f (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit des Copolymers gegentiber PMMA- . , 1 ' . ■ 

In den folgenden Beispielen II-562 bis 11-569 wurden chemisch verstftrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II-7 1 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-562 bis Beispiel 11-565 
. ' ' ' ' ' ■ 

• P ie H erstel,un g der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel IM bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-71 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet , 

Wle auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbesttodigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 248 zusammengefaBt Tabelle 248 enthait darttber hinaus Angaben ttber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. , i 



30 



Tabelle 248 



35 


Beispiel 


PhotosSure- 
, generator 


Lichtdurch- 
iassigkeit 
(1 //id) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-562 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-563 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-564 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. / Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-565. 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd,) 


60 


0,3 



60 



65 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 p,m erhalten wurde. 

Beispiel 11-566 bis Beispiel 11-569 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II-ll wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels H-71 ersetzt 
wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trocken&tzbestandigkeit 
rmittelt Die Erg bnisse sind in Tabelle 249 zusammengefaBt Tabelle 249 enthait darUb r hinaus Angaben Uber 
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1 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
1 bezogen. , \ i 

, , Tabelle 249 



Beispiel 

i 1 


Photosaure- 
g ene r a uo r 

i 


1 Lichtdurch- 
lMssicrkeit 
(1 nn) % 


Atzrate 

fRelativ- 

wert) 


1 

10 


11-566 

i 


Tripnenyi— ( 

sulfonium- 

triflat 


1 ! .55 ' 

1 1 ) ( 

1 I 


0,3 


15 


11-567 

! 


Dipheny 1 j odoniuxa- 
triflat 


59 


0,3 




1 

IIt568 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


, 61 ' 


0,3 


20 


11-569 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


i 

0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-72 35 

Die Herstellung des Copolymers gemaB Synthesebeispiel 11-43 wurde wiederholt, wobei das Verhaltnis 
Dimenthylmethacrylat/tert-Butylmethacrylat/MethacrylsSure auf 15/25/60 geindert wurde. 

Das erhaltene Copolymer wurde in Cyclohexanon gel6st Der auf einem Quarzplattchen mit dieser Losung 
ausgebildete Film wurde auf seine Durchiassigkeit fOr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. 40 
Hierbei zeigte es sich, daB seine Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberlegenheit gegeniiber 
PMMA 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den Bedingungen gemaB Synthesebeispiel II-2 auf seine 
Atzrate bei Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die 
Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberle- 45 
genheit des Copolymers gegeniiber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-570 bis 11-577 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-72 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. 

Beispiel 11-570 bis Beispiel 11-573 50 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-72 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 55 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 250 zusammengefaBt Tabelle 250 enthait darflber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiiigen Werte fUr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



65 
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Tabelle25P 



5 


Beispiel 


Photos&ure- 
generator , 

. • i H 


" 1 1 :- 
Li chtdurcn— 
lassiglceit 

(1 M*) % , 


At z rate 

(Reiativ- 

wert) 


10 


11-570 


Triphenyl- 
sulfonium- 
trif lat i 

J _ LJ ; — 


60 


0,3., 


15 


11-571 


Dipheriyl ^o&onium- 
triflat 


' 59 • , 1 ' 

• i •< 1 


0 1 , 3 


20 


11-572 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 

M 


1 

61 


t 

0,3 


25 


11-573 


NAI-105 11 
(Midori 1 Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 \im erhalten wurde. , 

Beispiel 11-574 bis Beispiel 11-577 

Die Herstellung chemisch verstSrkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer dels Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-72 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschildenen Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchftssigkeit und Trocken&tzbest&ndigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 251 zusammengefaBt Tabelle 251 enthait daruber hinaus Angaben tiber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
b zogen. 

Tabelle 251 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lSssigkeit 
(1 /m) % 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-574 


Triphenyl- 
suif onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-575 j 


Dipheny 1 jodonium- 
trif lat 


59 


0,3 


60 


11-576 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-577 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 
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i 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 1 ' i ' 1 ., ' ' 'i . ( , J 1 

\ 1 • i », , • ' , , 

Synthesebeispiel II-73 , 1 

26 g Maleinsaure, 24 g Menthol und 15 g prToluplsulfons&ure wurden 19 h bei einer Olbadtemperatur von 
150° C in 500 ml Toluol unter RQckfluB erwarmt AnschlieBend wurde das Reakti nsgemisch durch Zugabe einer 
salzgesattigten Natriumbicarbonatldsung gequenscht Das Gemisch wurde mit Ether extrahiert, die organischen 
Schichten vereinigt und mit salzgesattigter Natriumbicarbonatldsung, wfiflriger Natriumhydroxidldsung und 
salzgesattigter Anunoniumchloridldsung gewaschen. Nach einem Trocknen Qber salzgesattigter Salzlake und >io 
wasserfreiem Natriumsulfat wurde das erhaltene dlige Produkt unter, yerringertem Druck eingeengt, wobei 1 i 
Menthylacrylat erhalten wurden. i . , 1 1 \ 

5g Menthylacrylat und 0,2 g Azoisobutyronitril als Poiyirnerisatipnsanspringmittel wurden in 20 ml THF ( 
gelast * ! < ' . , ( i ( ' I , 

Die erhaltene Ldsung wurde mit fliissigem Stickstoff eingefroren und nach 3mal wiederholtem 20-minutigem 15 
Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt AnschlieBend wurdp die Ldsung 16 h bei einer Olbadtempera- 
tur von 70° C in einem Stickstoffstrom erwarmt. AnschlieBend wurde die Reaktion durch Zugabe von 600 ml 
Methanol gequenscht Nach abermaligem Ausfailen mit Methanol wurde das Produkt filtriert und unter Vakuum 
e^geengt, wobei Polymenthylacrylat erhalten wurde. , , 1 1 

Dieses Polymenthylacryla^t wurde in Cyclohexanon geldst, worauf die erhaltene Ldsung auf ein Quarzpiatt- 20 
chen aufgetragen wurde, urn die Durchl&sigkeit far einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei 
zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit des so gebildeten Polymenthylacrylatfilms 43% betrug (dies ent- 
spricht nahezu dem von PMMA). 1 1 

— Weiterhin wurde unter ^den Bedingungen f Or ^das Monomer-in Synthesebeispiel II- 1 seine Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) bestimmt Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate des Poly- 25 
menthylacrylatfilms unter Annahihp einer Atzrate von 1 flir PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberegenheit des 
Polymenthylacrylatfilms gegenQber PMMA. ^ , 1 

In den folgenden Beispielen II-579 bis 11-581 wurden Copolymere mit Pplymenthylacrylat gemaB Synthesebei- , 
spiel 11-73 synthetisiert Unter deren Verwendung wurden lichtempHndhche Materialien hergesteilt, deren 
Eigenschaften untersucht wurden. 1 ' 36 

1 

BeispielII-579 

9 g Menthylacrylat, 1 g Glyidylmethacrylat und 0^ g Azoisobutyronitril als Polymerisationsanspringmittel 
wurden in 30 ml Toluol geldst 35 

Die erhaltene Ldsung wurde entsprechend Beispiel II- 1 einer Reaktion unterworfen, wobei das angestrebte 
Copolymer erhalten wurde. Letzteres wurde in Methyl-3-methoxypropionat gel6st, worauf die erhaltene Ldsung 
entsprechend Beispiel II- 1 auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen wurde. Daraus wurde ein Muster gebildet, das 
bewertet wurde. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster einer Linienbreite von 0,5 11m 40 
erhalten wurde. 

Beispiel 11-580 

9 g Menthylacrylat, 1 g Allylmethacrylat und 0^ g Azoisobutyronitril als Polymerisationsanspringmittel wur- 45 
den in 30 ml Toluol geldst 

Die erhaltene Ldsung wurde entsprechend Beispiel II-2 einer Reaktion unterworfen, wobei das angestrebte . 
Copolymer erhalten wurde. Letzteres wurde in Methyl-3-methoxypropionat geldst, worauf die erhaltene Ldsung 
entsprechend Beispiel II-7 auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen wurde. Daraus wurde ein Muster gebildet, das 
bewertet wurde. 50 

Hierbei zeigte es sich, daB ein negatives Linien- und Zwischenraummuster einer Linienbreite von 0,5 \im 
erhalten wurde. 

Beispiel 11-581 

55 

5 g Menthylacrylat, 5 g a-Chlortrifluorethylacrylat und 0,5 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsanspring- 
mittel wurden in 28 ml THF geldst 

Die erhaltene Ldsung wurde entsprechend Beispiel II-3 einer Reaktion unterworfen, wobei das angestrebte 
Copolymer erhalten wurde. Letzteres wurde in Methyl-3-methoxypropionat geldst, worauf die erhaltene Ldsung 
entsprechend Beispiel II-3 auf ein Siliziumpiattchen aufgetragen wurde. Daraus wurde ein Muster gebildet, das 60 
bewertet wurde. 

Hierbei zeigte es sich, daB ein positives Linien- und Zwischenraummuster einer Linienbreite von 0,5 jim 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-74 es 

In diesem Synthesebeispiel wurde ein weiteres Copolymer mit einem Monomer gemaB Synthesebeispiel 11-73 
synthetisiert und auf seine Eigenschaften hin untersucht 
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i Dazu wurden Menthylacrylat, tert-Burylmethacrylat und Methacrylsaure in einem Verhftltnis von 50/30/20 
vermischt, urn 10 g eines Gemisches herzustellen. Letzteres wurde zusammen mit 0,5 g Xzoisobutyronitril als 
Polymerisatipnsanspringmittel in 40 ml THF geldst ' 

Die erhaltene LSsung wurde mit flttssigem Stickstoff eingefroren und riach 5mal wiederholtem 20-minQtigem 
Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwaririt AnschlieBend wurde die Lttsung in einem Stickstoffstrom 9 h 
bei einer Olbadtemperatur von 60 C erwarmt AnschlieBend wurde die Reaktion, durch Zugabe von Hexan 
gequenscht Nach abermaligem Ausfailen mit Hexan wurde das Produkt filtriert und im Vakuum eingeengt, 
wobei das angestrebte Copolymer erhalten wurde. , 

Dieses Copolymer wurde in Cyclohexanon entsprechend Synthesebeispiel II- 1 geldst, worauf die erhaltene 
Ldsung auf eiii Quarzpiattchen aufgetragen wurde, um die Durchlassigkeit fOr einen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB' die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies belegt die Oberle- 
genheit gegenOber PMMA. I * . 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darQber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung yon gasf6rmigem Tetrafluorkohlenstof f (CF4) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenOber PMMA. ■ ' » 

In den folgenden Beispielen 11-582 bis 11-589 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer gemaB 
Synthesebeispiel 11-74 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel II-582 bis Beispiel 11-585 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-74 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergesteilt und deren Eigen- 
schaften bewertet 1 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockeriatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 252 zusammengefaBt Tabelle 252 enthait darfiber hinaus Angaben fiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogenu 

' Tabelle 252 



Beispiel 


PhotosSvire- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 nm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-582 


Triphenyl- 
sulf onium- 
. trif lat 


60 


0,3 


11-583 


Diphenyl jodonixam- 
triflat 


59 


0,3 


11-584 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-485 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

Beispiel 11-586 bis Beispiel 11-589 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erf Igte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-74 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergesteilt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
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1 ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 253 zusammehgefaBt Tabelle 253 enthait darOber hinaus Angaben Ciber 
'den verwendeten Photbsaur g nerator. Die jeweiligen^erte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

' ■ 1 Tabelle253 

! , ' 1 I 



Beispiei 

i 1 


i 

pnoLOsaur€" 
generator 

i 

! 


jjlCIiLuUrCa" 

lassigkeit 
(1 #im) % 


(Relativ- 
wert) 

i 


1 i 
, 11-586 


Triphenyl- 
sulf onium- , 
triflat 


. ■ .55 


0,3 


, 11-587 

1 


Diphenyl jodonium- 
, triflat 


59 


0,3 


11-588 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd- ) 


1 

61 


0,3 


11-589 

i 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 ^m 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-75 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacryls&ure in einem Verhaltnis 50/25/25 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene L5- 
sung wurde auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, um die Durchiassigkeit far einen ArF-Excimerlaserstrahl (193i 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegentiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenflber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-590 bis 11-597 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-75 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiei 11-590 bis Beispiei 11-593 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiei II-4 bis Beispiei II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-75 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 254 zusammengefaBt Tabelle 254 enthait darflber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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TabeUe254 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 1 

i i i 


' 1 'i • 

Lichtdurch- ' 
lassigkeit . ' 
, (1 M) % 1 


Atzrate 
(Relativ- 
wert), 1 


10 


11-590 


Trij)henyl- 
sulf onium- 
triflat , 


1 i 

i 60 


0,3,, 


15 


11-591 


-J ; 1 

Diphenyl jodonium- 
triflat 




0J3 

i 


20 


11-592 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd. ) 


■ ; 1 : 

I 

61, 

1 1 


1 

0,3 


25 


11-593 


NAJ 105 i: 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daO in jedem der Betspiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 p.m erhalten wurde. 

Beispiel 11-594 bis Beispiel II-597 

Die Herstellung chemisch verstSrkter Resists erfoigte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II-ll, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-75 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trocken&tzbest&ndigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 255 zusammengef aBt Tabelle 255 enth&lt darttber hinaus Angaben Qber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 255 



45 
50 


Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
Ifissigkeit 
(1 jra) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-594 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-595 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-596 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-597 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jun 
erhalten wurde. ' ' ' 1 ' 1 ' ' '1 . -l 1 

I .. ■ *' • 

• Synthesebeispiel 11-76 , » 

Das Vorgehen von (Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsfcure in einem Verhaitnis 50/20/30 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieSend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene L5- 
sung wurde auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, urn die DurchMssigkeit fur ieinen ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbpi zeigte es sich, daB die LichtdurchlSssigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegen- 10 
heitgegenUberPMMA. ■ , 1 1 1 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter dera bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersuc^it Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme ein^r Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Uberlegenheit des 
Copolymers gegenfiber PMMA. ( 1 / 15 

In deri folgenden Beispielen 11-598 bis, 11-601 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Syn these b eispi els 11-76 synthetisiert lind auf ihre Eigenschaften bin untersucht , 

1 Beispiel 11-598 bis Beispiel 11-601 1 

1 , 20 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel IM bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des , Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-76 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet— — r— — 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchiassigkeit und TrockenitzbestSndigkeit ermit- 25 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 256 zusammengefaBt Tabelle 256 enthalt dartiber hinaus Angaben ttber den 
verwendeten PhotosSuregenerator. Die jeweiligen Werte f^r die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. , 

Tabelle 256 1 30 



Beispiel 


Photos aure- 
generator 


Lichtdurch- 
lSssigkeit 
(1 /xm) % 

1 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-598 


Triphenyl- 
sulf oriium- 
triflat 


60 


0,3 


11-599 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-600 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


11-601 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd*) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispieie ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-602 bis Beispiel 11-605 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-76 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 65 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlfissigkeit und Trocken&tzbesttndigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 257 zusammengefaBt Tabelle 257 enthalt dartiber hinaus Angaben Qber 
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den verw ndet n Photosauregenerator. Die jeweiligen ;Werte ffir die Atzrate, sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 1 . s 

1 • i 

1 Tabelle257 



I 1 


rHOLuSaure" 

generator 


lfissigkeit 
(1 Mm) % 


(Relativ- 
wert) | 


11-602 


t 

Triphenyl- 
sulf oniura- 1 
triflat 


55 

\ i 


0,3 


11-603 

t 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


59 . 


0,3 


! 

11-604 

t 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


11-605 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


i 

0,3 



I, 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 ura 
erhalten wurde. 



Synthesebeispiel H-77 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 45/35/20 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene US- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit far einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenttber PMMA. 1 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen II-606 bis 11-613 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-77 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel II-606 bis Beispiel 11-609 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels H-77 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trocken&tzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelie 258 zusammen^efaBt Tabelle 258 enthalt darttber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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,;' Tabelle258 .:. .' ,, '. ')' 



Beisoiel 

U ^» J- W9 ~- «*• 

1 


PhotosSure— 

generator 

i i , 
. i i ii 

i 1 


' .' i 

Lichtdurch- t 
ISssigkeit , , 
(1 ftm) % , , 

1 i 1 1 


Atzrat 

(Relativ-, 

wert) 


1 

5 


11-606 


. Triphenyl- 
sulfonium- 

trif lat ' 

i " ' ' 


1 1 ' 60.' 


0,3 


10 

1 I 


11-607 


■i.i 

Diphenyl jodonium- 

triflat 

■ i 1 i • 


' 59 ' ' 

■ I •■ ■' 

i 


i . 

, 0,3 

• i 1 


1 , 

i 15 

i 


11-608 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ( ) 


i 

, , 6i 


I 

0,3 


20 


11-609 


NAI105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 

i 


60 , 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhaltenwurde. » ' 3D 

Beispiel 11-610 bis Beispiel 11-613 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-77 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falie des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 259 zusammengefaBt Tabelle 259 enthalt darflber hinaus Angaben ttber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 

Tabelle 259 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


11-610 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-611 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-612 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd • ) 


61 


0,3 


11-613 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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i Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite v n 0,15 (im 
erhalten wurde. 1 , 

1 Synthesebeispiel 11-78 

5 i. 

Das Vorgehen vori Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 45/30/25 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschiieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene L6- 
surig wurde auf ein Quarzpl&ttchen aufgetragen, urn die Durchllssigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
io nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenflber PMMA. 1 

Der Film wurde, im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von ( gasf&rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
di ses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 far PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
is Copolymers gegentiber PMMA. 

In deh folgenden Beispielen 11-614 bis 11-621 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-78 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten bin untersucht 

, Beispiel 11-614 bis Beispiel 11-617 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel IM bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-78 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchl§ssigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 260 zusammengefaBt Tabelle 260 enthaMt darttber hinaus Angaben Ober den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

i 

30 , Tabelle 260 



35 


Beispiel 


Photosfiure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-614 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-615 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-616 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-617 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . / Ltd . ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
045 pm erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-618 bis Beispiel 11-621 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-78 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Syntheseb ispiels II- 1 die Durchl&ssigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 261 zusammengefaBt Tabelle 261 enthait darQber hinaus Angaben ttber 
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i 



den yerwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogea \ ' 

Tabelle 261 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


f Lichtdurch- 
lassigkext 

(i m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 

i 


11-618 

i 


Triphenyl- , 

sulfonium- 

triflat 


( 1 1 
55 

i 1 


0,3 


11-619 


Diphenyl jodoniuiu— 
triflat 




U r J 


II-T620 


NAT-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd, ) 


61 


0,3 


11-621 

1 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


1 

0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Faile ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhaltenwurde. 

Synthesebeispiel 11-79 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einera Verhaltnis 45/25/30 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurdea Das 
Gemisch wurde anschliefiend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaitene L5- 
sung wurde auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, urn die Durchiassigkeit fUr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheiti 
gegemlber PMMA. „ , . 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfarmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberiegenheit des 
Copolymers gegenflber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-622 bis 11-629 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-79 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-622 bis Beispiel II-625 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-79 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet . 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 262 zusammengefaBt Tabelle 262 enthalt darilber hinaus Angaben tiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 
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Y . • | ; . ■ ■ 
Tabelle262 ' 



5 


Deispiei 


fno to s aure— 
generator 

1 1 1 
i 


l> x cniaurcn~ 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


' iC r» V* A 

AuZIatG 

(Relativ- 
wert) 


10 


11-622 


■ i 
Triphenyl- 
sulf onium- 
trirlat , 


i i 
i 60 


0/3, 


15 


11-623 


i 

Dipheny 1 j odonium- 
trif lat 


59 ' 1 

i i 

/ ■. 


01,3 

t 

| l , 


20 


11-624 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61, 

l 1 


1 

0„3 


25 


11-625 


| NAT • 105 ^ ; 

(Midori 1 Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 

1 


0,3 



I 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 ixmerhaltenwurde. ( 

Beispiel 11-626 bis Beispiel 11-629 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-79 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels il l die Durchl&ssigkeit und Trocken&tzbest&ndigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 263 zusammengef aBt Tabelle 263 enthait darfiber hinaus Angaben Qber 
40 den verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

TabeUe263 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-626 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-627 


Dipheny 1 j odoniura- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-628 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-629 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwbchenrauminuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 



erhalten wurde. 



Synthesebeispiel 11-80 , 

Das Vorgehen von,Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylirietha- 
crylat und MethacrylsEure in einem Verhaltnis 45/20/35 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene LB- 
sung wurde auf ein QuarzplSttchen aurgetrageri, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nra) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die LichtdurchlSssigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenuberPMMA. i . t 

Der Film wurde im Vergleiph zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfSrmigem Tetrafiuorkohlenstoff (CF 4 ) uhtersuc;ht Dabei zeigte es sich; daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 ftir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenliber PMKlA. j i • ! , 1 

In den folgenden Beispielen 11-630 bi^ 11-637 wurden chemisch vprstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II-80 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht ' ' ( ' 

Beispiel 11-630 bis Beispiel IJ-633 

Die Herstellung der chemisch verstirkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des, Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-80 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderteri Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet — 1 ' 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestftndigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle,264 zusammengefaBt Tabelle 264 enthalt darflber hinaus Angaben tiber den 
verwendeten Photosiurfegenerator. Die jeweiligen Werte f(Jr die Atzrate sind auf denjenigeh von PMMA 
bezogea 

Tabelle 264> 



10 



15 



20 



30 



Beispiel 


Photosfiure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /on) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-630 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


60 


0,3 


11-631 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-632 


NAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd. ) 


61 


0,3 


11-633 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



35 



40 



45 



50 



55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 urn erhalten wurde. 

Beispiel 11-634 bis Beispiel 11-637 

Die Herstellung chemisch verst&rkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II«8 bis Beispiel IM 1, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-80 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trocken&tzbest&ndigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 265 zusammengefaBt Tabelle 265 enthalt daruber hinaus Angaben ttber 



60 



65 
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den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate, sind auf denjenigen v n PMMA 
bezogen. ' ( 

1 Tabelle265 



10 


i ■ 

Beispiel 

i 


Photosfiure 1 - 
generator 

i 


r Lichtdujrch- 
lassigkeit 

(i m) % 


JLtzrate 

(Relativ- 

wert) 


15 


11-634 

i 1 1 

l 


Triphenyl- 
sulfonium- » 
triflat 


55 


0,3 




11-635 

l 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 , 


0,3 


20 


1 

11-636 

1 


tfAT-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


25 


11-637 


"NAI .105" 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


i 

0 # 3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jxm 
erhalten wurde. 

35 Synthesebeispiel II-81 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaitnis 40/40/20 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst. Die erhaltene L5- 
40 siing wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchl&ssigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenQber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
45 dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenttber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-638 bis II-645 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-81 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

so Beispiel 11-638 bis Beispiel 11-641 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-81 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
55 Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trocken&tzbest&ndigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 266 zusammengefaBt Tabelle 266 enthalt dartiber hinaus Angaben Ober den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen* 
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i 

• ..' Tabelle 266 



Beispiel 

1 i ' 1 
, 1 i 


Photos&ure- 
, gen rator 


Licntaurcn- 
j lassigkeit 
f (1 m») %' 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 

i 


' 11-638 


Triphenyl- 
sulfonium- • 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-639 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


; ' '59 , 


0,3 


15 


11-640 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 

1 


0,3 


20 


11-641 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


i , 

60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Llnien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 30 
0,15 |im erhalten wurde. 

Beispiel 11-642 bis Beispiel 11-645 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 35 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-81 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergesteilt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenfitzbestandigkeit • 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 267 zusammengefaBt Tabelle 267 enthalt darflber hinaus Angaben Qber 40 
den verwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMAi 
bezogen. 
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Tabelle 267 ' ; 



5 


Beispiel 


PhotosSur - 
generator 


Li cht durch- 
lassigkeit , 

(i m) % 


Xtzrate 
(Relativ- 
wert) , 1 


* 
10 


XI-642 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat , 


, , '55' , 

■ . t 


0,3, 

i t 


15 


11-643 


Dipheny 1 jodonium- 
trif lat 


1 ' 5'9 . , i 1 
li ' 


i 


20 


11-644 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


i 

61, 

i 1 


i 

0,3 


25 


11-645 


NAI • 105 ' 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


i 

60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
30 erhaltenwurde. ( 

Synthesebeispiel H-82 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthyladrylat, tert-Butylmetha- 
35 crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 40/35/25 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlie&end entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ld- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenQber PMMA. 

,\o Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasf6rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 f ttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenQber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-646 bis 11-653 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 

45 Synthesebeispiels 11-82 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

Beispiel 11-646 bis Beispiel 11-649 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel IM bis Beispiel II-7, wobei 
50 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-82 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trocken&tzbestandigkeit ermit- 
teln. Die Ergebnisse sind in Tabelle 268 zusammengefaBt Tabelle 268 enthalt daruber hinaus Angaben ttber den 
55 verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



60 
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■ 1 Tabelle,268, 



Beispiel 

, 1 i 


Photosaure- 
generator 

1 i 

I 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
1 (l jra) % , 


At z rate 

(Relativ- 

werb) 


5 

i 


i 11-646 


Triphenyl- ( 

sulfonium- 

triflat 


60 


0,3 


10 


11-647, 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 

( 1 


0,3 


15 


1 11-648 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., I/td.) 


i 

61 


0,3 


20 


11-649 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 

i 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 urn erhalten wurde. 30 

Beispiel 11-650 bis Beispiel 11-653 

Die Herstellung chemisch verstfcrkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-82 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 269 zusammengefaBt Tabelle 269 enthalt daruber hinaus Angaben flber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. ' 

Tabelle 269 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /on) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-650 


Triphenyl— 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-651 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-652 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-653 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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eriSten'wuiSe' 1 ' ^ Jedem V inien " und Zwlschenraunlimuster mit etaer.Linienbreite von 0,15 |tm 

. a enwur e. _ , ^ ( ^ . , ■ . . , • ^ ■ . .'/ ^ _ ' ' , , 

' , , SynthesebeispielH-^3 ' ' 

JiZ.?£E l T vo " S ynthesebeispiel 11-74 wurde wiederholWobei jedoch Mehthylacrylat. tert-Butylmetha- 
a£ tah A iS£^£3^ r t "tfT Ver ^s40/30/30 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wunlen. Das 
Gemisch wurde anschheBend entsprechend Synthesebeispiel II-74 in Cyclohexanon gelost Die erhaltene Ld- 
nmf^'f^iSn 6 " P" M ?P , ?" cKen ?ufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
SentoSfpMMA? ' 65 Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 

Der Rim wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
S^Sn^JT ^Wrmigem Tetrafluprkohlenstoff 1 (CF 4 ) untersucht Dabei zeig^es SSSSSSSSi 

SvlTthl^h&i n f, elSpie K e ?- "" 654 5 is V^ 61 burden chemisch verstfirkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-83 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht , 

i i 
| Beispiel U-654 bis Beispiel II-657 , 

iJZ^ H £! t ? aB l der cl i enii ' ch verstfirkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel H-7, wobei 
win. t w C^ 0 *™! des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-83 erseS 
Kgenschaften bSSTrSt "* ***** der bereitS 8 eschiId erten WeUe Muster hergesteUt und deren 

t e l7£i? p^Ik^*" 6 dC i u eS ,f b oT? ,S IM wurd en die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
!££££S ? T d m Tabe,,e 27 0. 2U ! ammen g efaBt - Tabelle 270 enthait darttber hinaus Angabfn fiber den 
bezo^el Photosauregenerator. Die jeweiligen Weite fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 

Tabelie270 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fan) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


U-654 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-655 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-656 


NAT* 105 ! 
(Midori Kagaku 
Co. „ Ltd. ) 


61 


0,3 


55 


11-657 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



60 



65 



oasVm&ten wurdS jedem Beispie,e eln Unien - Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 

Beispiel 11-658 bis Beispiel 11-661 

J JS, l i!7£ Uun ? chem j sch verstirkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
it^ P ° ,ym !f des Synjhesebeispiels 1-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-83 ersem 
Saften^ewerter g * der S eschi,derten Weise Muster hergesteUt und deren Eigen- 

rnullu* 1 ™ ™ rd ? n . wie i . m J I ? a, i e des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
rmittelt Die Ergebmsse sind in Tabelle 271 zusammengefaBt Tabelle 271 enthait darttber hinaus Angaben Ober 
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den verwendeten Photpsauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die, Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 



bezogen. 



TabeUe271 



Beispiel 


PhotosSure- 
generator , 

, i 1 


Lichtdurchr 1 , 
lassigjcext: , 

(1 jtiltl) % 

i < 


At z rate 

(Reiauxv— 

wert) 

■i . 


11-658 


, i 
i Triphehyl- 
sulfonium- , 
triflat 


. ■ < i 

i -i ■' 


0,3 


11-659 


Dipneny l j oaonium— 
triflat , 


! 

i 

• i 


1 1 . 

f\ "J 

U / J 1 

l 


11-660 


NAT • 105 >f 
(Midori Kagaku 
Co* , Ltd. ) 


61 

i. 


0,3 


11-661 : 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 




0,3 i 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster rait einer Linienbreite von 0,15 jtm 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-84 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel II-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacryiat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsiure in einem Verhaltnis 40/25/35 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gelGst Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattcheri aufgetragen, um die Durchl&ssigkeit ftlr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nra) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberiegenheit 
gegenuber PMMA. 

Der Film wurde im Vergieich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberiegenheit des 
Copolymers gegenuber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-662 bis 11-669 wurden chemisch verstfirkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-84 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-662 bis Beispiel 11-665 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-84 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchl&ssigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 272 zusammengefaBt Tabelle 272 enthait dartiber hlnaus Angaben Uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fflr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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, .Tabelle 272 



5 


Beispiel 

> ■ 

i 


Photosaure- 
generator 1 

i 


Lichtdurch- 
ISssigkeit 

f (i j 

i 


Atzrat 

(Relativ- 

wert) 

i 


10 


,11-662 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 1 


60 


0,3 

l 


15 


11-663 

I 

i 


Diphenyljodonima- 
triflat 


59 


0,3 


20 


, 11-664 

i 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-665 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. # Ltd. ) 


1 

60 


0,3 



Es zeigte sich, dafi in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 jim erhal ten wurde. 

Beispiel 11-666 bis Beispiel 11-669 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
15 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-84 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die DurchlSssigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 273 zusammengefafit Tabelle 273 enthalt dardber hinaus Angaben fiber 
40 den verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 273 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(l ism) % 


Atzrate 
(Relativ- 
wert) | 


55 


11-666 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-667 


Diphenyljodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-668 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-669 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 
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1 Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Unienbreite von 0,15 \im 
1 erhalten wurde. , \ ' 

Synthesebeispiel 11-85 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylatl tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhiltnis 40/20/40 ziir Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Dks 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzpl&ttchen aufgetragen, urn die Durchiassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Uchtdurchl&ssigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Uberiegenheit 
gegenQber PMMA. i . 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendiing von gasfarmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF*) untersucht. Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenQber PMMA. 1 , 

In den folgenden Beispielen 11-670 bis 11-677 wurden chemisch verstirkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-85 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel II-670 bis Beispiel H-673 

i 

Die Herstellung der chemisch versttrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-85 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet , . 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbesttodigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 274 zusammengefaBt Tabelle 274 enthait dariiber hinaiis Angaben ttber den 
verwendeten Photosiuregenerator. Die jeweiligen Werte fflr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogea 

t Tabelle 274 



10 



15 



20 



25 



30 



Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


35 


11-670 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


40 

1 


11-671 


Diphenyl jodonixim- 
triflat 


59 


0,3 


45 


11-672 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


SO 


II-6.73 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 


55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,1 5 \im erhalten wurde. so 

Beispiel 11-674 bis Beispiel 11-677 

Die Herstellung chemisch verst&rkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-85 ersetzt 65 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet . . 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchiassigkeit und TrockenatzbestSndigkeit 
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ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 275 zusammengef aBt Tabelle 275 enthalt darttber hinaus Angaben Qber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf derijenigen von PMMA 
bezogen. , t . 1 . , 1 ' , i ■ 

1 1 .• ' • i 1 . 1 

5 Tabel|e275 , ' . 



Be i spiel 


PhotosSure- ■ 
generator 

• , i 1 


Lich^durch-' 
lassigkeit , 
(1 #im) % 

■ • ■ i 1 ' 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-674 


1 , 1 

i Triphenyl- 
sulforiium- 
triflat 

».'..• 1 ■ ' ■ . 


' 55 , ' ' 


0,3 


11-675 


Diphenyl j odonium- 
trif lat i 


1 

1 1 


0,3 

1 


11-676 


NAT • 105 1 
(Midori kagaku 
Co. , Lt!d. ) 


61 


0,3 


11-677 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


, .'60 


0,3 



I 

Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Ltnienbreite von 0,15 tun 
erhalten wurde. 

35 

Synthesebeispiel 11-86 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 35/45/20 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
40 Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gel5st Die erhaltene Ld- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimeriaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74Vo betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenttber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
45 Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenttber PMMA. 

In den folgenden Be ispielen 11-678 bis 11-685 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-86 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

50 1 

Beispiel 11-678 bis Beispiel 11-681 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-86 ersetzt 
55 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestfindigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 276 zusammengef aBt Tabelle 276 enthalt darflber hinaus Angaben ttber den 
verwendeten Photosauregenerator Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
60 bezogen. 
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Tabelle 276 



Beispiel 


Photosaure- ; 
generator , 

• i i .1 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

(i m) ,% , \ 


Atzrat 
(Relativ- , 
wert) ' 


11-678 


Triphenyl- 
suifonium- 
tri^lat i 


i , 60 

. i ■ ■ '* 


0,3, 


11-679 


J U ; '— | 

Dipheriy 1 j ddonium- 
triflat 


' 5 9 . , 1 1 

. 


0^3 

I 1 


11-680 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co,. , Ltd . ) 


1 

, ,61' 


1 

0>3 


11-681 


NAI-105 u ' 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


" 60' , . ,■ 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Unieri- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. 1 i 

Beispiel 11-682 bis Beispiel 11-685 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel 11-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-86 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet . 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 277 zusammengefaBt. Tabelle 277 enthalt dartiber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 277 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- i 
lassigkeit j 
(1 fin) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-682 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-683 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-684 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-685 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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i Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und ZwUchenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 Jim 

erhalten wurde. 1 i 

i ■ i 

1 Synthesebeispiel 11-87 

5 ». 

Das Vorgehen vori Synthesebeispiel II-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
cryiat und Methacryls§ure in einem Verhaitnis 35/40/25 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gel6st 1 

Die erhaltene L5sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchl&ssigkeit fUr einen ArF-Ex- 
to cimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchl&ssigkeit 74% betrug. Dies zeigt 
die Oberlegenheit gegenOber PMMA. 

, Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfSrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF*) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
15 Copolymers gegenOber PMMA. f 1 

In deh folgenden Beispielen 11-686 bis 11-693 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-87 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

, Beispiel 11-686 bis Beispiel 11-689 

20 . . »' 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-87 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Etgenschaften bewertet 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchiassigkeit und Trocken&tzbestgndigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 278 zusammengefaBt Tabelle 278 enthftlt dartiber hinaus Ahgaben fiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

i 

30 i Tabelle 278 



35 


Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
l&ssigkeit 

(i m) % 


Xtzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-686 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-687 


Diphenyl jodonixam- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-688 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


55 


11-689 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

60 Beispiel 11-690 bis Beispiel 11-692 

Die Herstellung chemisch verstfirkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel Il-il, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-87 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchiassigkeit und Trocken&tzbest&ndigkeit 
ermit telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 279 zusammengefaBt Tabelle 279 enth&lt dartiber hinaus Angaben Qber 
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den venvendeten Photosauregenerator. Die jeweiligenWerte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 1 / ,' '• .' 'i . .i 1 

Tabelle279 ' 



Beispiel 


Photos&ure- 
generator 

• , i 1 

i • • • 


Lichtdnrch-i, 

1 £00 A Air a-i 4- 

(1 M*0 % 


Atzrate 

I KelotlV" 

wert) 

'i . 


11-690 

t 


, i 
i Triphenyl- 

sulfonium-' 

triflat 


i ■ 1 

. i ■ ■ • ( - 

55 , i 

i * i 

j 'i ■ 


i 

0,3 




triflat , 


i 

59 

1 


0.3 V 

1 


11-692 


NA^-105 h 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 




0,3 


11-693 


NAI-105 

.(Midori Kagaku 
Co. ,. Ltd. ) 


60 

i • 1 


0,3 , 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 p,m 
erhalten wurde. 

Synthesebeispie! 11-88 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und MethacrylsSure in einem Verhaltnis 35/35/30 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyciohexanon gel6st Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, um die Durchltssigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegentiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfttrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegentiber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-694 bis 11-701 wurden chemisch versttrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-88 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-694 bis Beispiel 11-697 ' 

Die Herstellung der chemisch verstfirkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-88 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchiassigkeit und Trocken&tzbest&idigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 280 zusammengefaBt Tabelle 280 enthalt dartiber hinaus Angaben Qber den 
venvendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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, Tabelle 280 



! 

5 


Deispiex 


Photosaure— 
generator 

■ i 


Lichtdurch- 
ISssigkeit 
f (1 p,m) % 

i 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


, 11-694 

l 


Triphenyl- 
sulfonium- 
tririat 1 


60 


0,3 


15 


11-695 

t 


Diphenyl jodoniuia- 
triflat 


59 


0,3 


20 


11-696 

i 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 

i 


11-697 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 

i ! 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer LInienbreite 



30 0,1 5 pm erhalten wurde. 



von 



Beispiel 11-698 bis Beispiel H-701 



• P' e u^ erSt ^ Uun f chem J sch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 w^rH? ri^„^f° yme J" des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-88 ersetzt 
rehaften bewerter 6 * * m der 8 eschUderten Weise Musterhergestellt und deren Eigen- 

.^Hu^^^V 1 Wie i . m J I : al !5 des Synthesebeispiels II-l die Durchlissigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
An !^ l " e ih? , 1 ? fSeb^se s.nd in Tabelle 281 zusammengefaBt Tabelle 281 enthalt darflber hinaus Angaben Qber 
beSogeT Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen vVn PMMA 

I 

Tabelle 281 



so 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-698 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 




11-699 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-700 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


65 


11-701 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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1 Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \un 
' erhaltenwurde. \ i 

Synthesebeispiel 11-89 

1 i 

» - 1 . t 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel II-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaitnis 35/30/35 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel II-74 in Cyclohexanon geUttt Die erhaltene La- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fOr einen ArF-Excimerfaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenQber PMMA. , 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendiing von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenflber PMMA. , 

In den folgenden Beispielen II-702 bis 11-709 wurden chemisch verstSrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-89 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-702 bis BeispielII-705 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-89 ersetzt 
wurde. Unter' Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
-Eigenschaften bewertet - 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestfindigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 282 zusammengefaBt. Tabelle 282 enthait daruber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 282 



to 



15 



20 



25 



30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
iassigkeit 
(1 fm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-702 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-703 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-704 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
CO., Ltd.) 


61 


0,3 


11-705 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



35 



40 



45 



50 



55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 |im erhalten wurde. 

Beispiel 11-706 bis Beispiel 11-709 

Die Herstellung chemisch verstSrkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, w bei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-89 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbest&ndigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 283 zusammengefaBt Tabelle 283 enthait dartiber hinaus Angaben Qber 



60 



65 
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-, ."i : , ■ ■ ■ 

den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte for die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. i ' ' •< '' ■ ': ■ ■ .' 1 , 

, ' i 1 i ' ' , ■ • •', 

TabeUe283' ' 



10 


Beispiel 


, PhotosSure- 
generator 

■ , i 1 


• Lichtdurch- , 
lassigkeit 
(1 M*) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


15 


11-706 


Triphenyl- 1 
1 sulf ohium- 
triflat ' 


,', 

, , , i 


t i 

0/3 

1 




11-707 


Diphehyl jbdonium- 
trif lat 


59 

i 

i 


0,3 - 


20 


11-708 


NAT* i05 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd 1 ^) 


61 

, t i 
i , 1 


0,3 


25 


11-709 


NAI • 105 . 

C Midori Kagaku 

Co. # Ltd. ) 


i 

60 

i ■ 1 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle eih Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jim 
erhalten wurde. 



35 Synthesebeispiel 11-90 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel II-74 wurde wiederholt, wobei jedocb Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und MethacrylsSure in einem Verhaltnis 35/25/40 zur Hersteliung eines Gemisches vermischt wurdea Das 
Gemisch wurde anscbliefiend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene L5- 
40 sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenQber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
45 dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenQber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-710 bis 11-717 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-90 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

so Beispiel 11-710 bis Beispiel II-713 

Die Hersteliung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-90 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
55 Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 284 zusammengefaBt Tabelle 284 enthalt dartiber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 284 





1 i 

Photo s aur — 

generator ■ 

i i i 
■ t i .i 

i 1 


Lichtdurch- 
l&ssigkeit ; , 

(i m) % 

* 


At z rate 
(Relativ- 
wert) 1 

i 


11-710 


, Triphenyl- 
sulfonium- 
trif lat ' 


i i 

60 

• • ■ i 1 

i • 1 

. f • * i 


0,3 , 

i \ < i 


11-711 


Diphenyl^bdoniuiQ- 
triflat 


j 'i 

. 1 _ 


i | 

0/3 

f 1 


11-712 


NAT « 105 
(Midori Kagaku 
Co* , Ltd.) 


i 

61' 


0,3 


11-713 


NAI-105, il ' 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 , _,_ 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 1 
0,15jimerhakenwurde. ' i 30 

Beispiel 11-714 bis Beispiel 11-717 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels H-90 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet* 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestftndigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 285 zusammengefaBt Tabelle 285 enthalt daruber hinaus Angaben Qber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fUr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 

Tabelle 285 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fin) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


11-714 


Triphenyl- 
sulfoniuja- 
triflat 


55 


0,3 1 


11-715 


Di phenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-716 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-717 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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10 



15 



20 



25 



i Es zeigte sich, da£ in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 urn 
erhalten wurde. 1 i ' ^ 



f 



Synthesebeispiel 11-91 



, Das Vorgehen vpn Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat tert-Butylmetha- 
crylat und MethacrylsSure in einem Verhaitnis 35/20/45 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyciohexanon gel6st Die erhaltene Ld- 
sung wurde auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, um die Durchiassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ennmeliL Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegentiber PMMA. » . 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegentiber PMMA. , 

In den folgenden Beispielen 11-718 bis 11-725 wurden chemisch verstftrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-91 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht T 

Beispiel 11-718 bis Beispiel 11-721 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels H-91 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

f /' e , a, i ch iin Synthesebeispiels II-l wurden die Durchiassigkeit und TrockenStzbestSndigkeit ermit- 

telt Die Ergebmsse smd m Tabelle 286 zusammengefaBt TabeUe 286 enthalt dartiber hinaus Ahgaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftlr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 



30 



TabeUe 286 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fxm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-718 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-719 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 | 


11-720 


NAT 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


0,3 


55 


11-721 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 nm erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-722 bis Beispiel 11-725 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11 wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-91 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet. 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tab lie 287 zusammengefaBt Tabelle 287 enthalt dartiber hinaus Angaben tiber 
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\ 



den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen v n PMMA 
bezogen. | i 

1 Tabelle 287 



Beispiel 1 

, 1 


Photosaure- 
generator 

i 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 m) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


• i 

11-722 > 


Triphenyl- 1 
sulf onium- , 
triflat 


55 


0,3 


, 11-723 


Diphenyljodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-724 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-725 

i 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


i 

0,3 



10 



15 



20 



25 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jim 
erhalten wurde. 



35 



Synthesebeispiel 11-92 

Das Vorgehen yon Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacryiat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem VerhSltnis 30/50/20 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon gelttst Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchiassigkeit fflr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 i 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtclurchiassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegentiber PMMA. 

Der Film wurde ira Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenuber PMMA. 

In den folgenden Beispielen II-726 bis 11-733 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-92 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-726 bis Beispiel 11-729 

Die Herstellung der chemisch verstSrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-92 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wmden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 288 zusammengefaBt Tabelle 288 enthalt darQber hinaus Angaben Uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte filr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle288 ' 



5 


Beispiel 


iPhotos Sure- 
generator , 


Lichtdurch- ' 
lassigkeit 

, (1 % 


Atzrate 
(Relativ- 

wert), 1 


10 


11-726 


Tripheriyl- 
sulf onium- 
trif lat 


i 

i ■ 60 

l 


0,3, 


15 


11-727 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


\ ' 59 i( • ' 

i 'i 


0,3 

1 

l , 

l 


20 


11-728 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


1 

61, 

i i 


1 

0,3 


25 


11-729 


NAI-105 « 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 \im erhaltenwurde. 

Beispiel 11-730 bis Beispiel II-733 

Die Herstellung chemisch verstSrkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II-l 1, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-92 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels iM die Durchlassigkeit und Trocken&tzbest&ndigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 289 zusammengefaBt Tabelle 289 enthait darfiber hinaus Angaben fiber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 289 



45 
50 


Beispiel 


Photos Sure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 im) % 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-730 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 




11-731 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-732 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-733 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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1 Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jun 
erhaltenwurde. ( J i 

I > 

Synthesebeispiel 11-93 

"■ ' '• ... 5 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat* tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaitnis 30/45/25 zur Hersteilung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldit Die erhaltene L5- 
sung wurde auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, um die Durchiassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit io 
g gentlber PMMA. , . 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenttber PMMA. , is 

In den folgenden Beispielen 11-734 bis 11-741 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-93 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 



20 



, « Beispiel 11-734 bis Beispiel 11-737 

Die Hersteilung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-93 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 

-Eigenschaftenbewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ei'mit- 25 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 290 zusammengefaBt Tabelle 290 enthalt dariiber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 

i, Tabelle 290 30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-734 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-735 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-736 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-737 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhaltenwurde. 

Beispiel 11-738 bis Beispiel 11-741 



60 



Die Hersteilung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-93 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- es 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 291 zusammengefaBt Tabelle 291 enthalt dartiber hinaus Angaben Qber 
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den verwendeten Photoskuregenerator. Die jeweiligen Werje fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. , ' « ' i 1 ' ■' ' ' i > 

i , 1 • • •;' i ' 1 .' ' " , ■ , '■ 

TabeUe291 



10 


Beispiel 


Photoskure- 
generator 

■ , i 1 


Lichtdurch- 1 
lSssigkeit ; 
(1 m\ % 

• ( • i * ' < 


Xtzrate 
' (Relativ- 
wert) 


15 


11-738 


1 Tripheny}.- 
sulfonium- 
triflat 


, i ; ■ t 

'. 55 , 


11 i 

i 1 


20 


11-739 


Diphenyljodonium- 
trif lat 


59 

1 

i 1 


0 ,3 ' 




11-740 


NAT - 105 J\ 

( Midori , Kagaku 

Co. Ltd. y 


61 


0,3 


25 


11-741 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


, 60 


0,3 1 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 045 tun 
erhalten wurde. 

35 

Synthesebeispiel II-94 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11*74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacryiat, tert-Butylmetha- 
crylat und MethacrylsSure in einem VerhSltnis 30/40/30 zur HersteUung eines Gemisches vermischt wurdeiL Das 
40 Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fQr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nra) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenuber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
45 Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegeniiber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-742 bis 11-749 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-94 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

so 1 

Beispiel 11-742 bis Beispiel 11-745 

Die HersteUung der chemisch verstSrkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-94 ersetzt 
55 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eig nschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trocken&tzbest&ndigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 292 zusammengefaBt Tabelle 292 enthait darfiber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten PhotosSuregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
60 bezogen. 
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Tabelle 292 



Beispiel 


Photosaure- 
generator > 

' i i il 

t ' ' 


Lichtdurch- 
lassigkeit / 

(i m) % , , 


Atzrate 
(Relativ- [ . 
vert) 


11-742 


i 

. Tiriphenyl- 
sulfonium- 

triflat 1 

l ' .' ' , ,. ' " 


, 

i 60 

i 

• i 1 ■ '* 


0,3, 


11-743 


Diphenyl jodonium- 
triflat 

' i 1 1 


.59 • i 
. 1 : 


, 0,3 


11-744 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co- , Ltd. ) 


1 

, , 61 


1 

0,3 


11-745 


NKI-.lOSj ' 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linieil- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 jim erhalten wurde. ' » 

Beispiel 11-746 bis Beispiel H-749 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-94 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchl&ssigkeit und Trocken&tzbestandigkett 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 293 zusammengefaBt Tabelle 293 enth&lt darttber hinaus Angaben Qber 
den verwendeten Photos&ure generator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 293 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 nvx) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-746 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-747 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-748 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-749 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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i Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite v n 045 \un 

erhalten wurde. , 

1 1 ' t 

1 Synthesebeispiel 11-95 

si.. 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
cryiat und Methacrylsaure in einem Verhaknis 30/35/35 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ld- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 
io (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegen- 
heit gegenUber PMMA. 1 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von- 1 f Or PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Uberlegenheit des 
15 Copolymers gegenUber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-750 bis 11-757 wurden chemisch vers tarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-95 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-750 bis Beispiel 11-753 

20 , ■ 1 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-95 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trocken&tzbestfindigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 294 zusammengefaBt Tabelle 294 enthalt daruber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 1 Tabelle 294 



35 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
iassigkeit 
(1 txvx) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-750 


Tri phenyl - 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-751 


Diphenyljodonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-752 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-753 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-754 bis Beispiel 11-757 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, w bei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-95 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbest&ndigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 295 zusammengefaBt Tabelle 295 enthalt darttber hinaus Angaben Qber 
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J den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen' Werte fUr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. i 1 

, , Tabelle295 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 

i 


f Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 
( Re lax: xv— 
wert) 


■ ■' l 

11-754, 


Triphenyl- , 

sulfonium- 

triflat 


55 

1 ' i i 

i l 


0,3 


11-755 

i 


Dxpnenyl ^oaonxum— 
triflat 






11-756 


NAT* 105 

(Midori Kagaku. 
Co . , Ltd • ) 


61 


0,3 


11-757 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


I 

0,3 



10 



15 



20 



25 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 Jim 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-96 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 30/30/40 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das , 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fOr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenflber PMMA % 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenUber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-758 bis 11-765 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-96 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-758 bis Beispiel 11-761 

Die Herstellung der chemisch verst&rkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-96 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse ,sind in Tabelle 296 zusammengefaBt Tabelle 296 enthait dartiber hinaus Angaben Ober den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 296 '.; 



5 


Beispiel 


Pliptosaure- 
generator , 

i 


,Lichtdurch- > 
, lassigk it ' ■ 
,(i tm) % 

i 

i 

t 


Atzrate 
(Relativ- , 
wert)' 


10 


11-758 


Triphenyl- 
sulfonium- 
i tritlat i\ 


' . t 


0/3V 


15 


11-759 


Diphenyl jodonium- 
trif lat , 


59 

1 


0,3 

i 1 


20 


11-760 


NAT • 105 , 
(Midori Kagaku 
Cel., Ltd,) 


I 

' i 61 


1 

0,3 


25 


11-761 


NAI105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


i 

60, 


0,3 



30 Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 um ernalten wurde. 

Beispiel H-762 bis Beispiel 11-765 

35 • P le L H erst eUung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
£j h ,t! Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-96 ersetzt 
sXfte ibewerter "* wurden m der geschilderten Weise Muste? hergestellt und deren Eigen- 

JSOttl? ^ urd ? n . wie fP/ a "? des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
40 ermittelt Die Ergebnisse smd in Tabelle 297 zusammengefaBt Tabelle 297 enthilt darQber hinaus Angaben Ober 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
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i ... I ' i • • 

. • • ( Tabelle 297 , 

i ' - i i 1 , , 



Beispiel 

i 


Photosaure— 
generator 1 

■ i i .i 


1 l'assigkeit' . 
, (1 Mm) % , 

'. . • 


(Relativ-, 
wert) 


1 

5 


11-762 


Triphenyl- 
sulf onium- 
tririat , f 


55 


0,3 

" i 


10 

'1 i 


11-763 


'■■ — rr""i 

Diphenyi jodoniuxa- 
trif lat 


' 5 V, 


0,3 


I , 

.' 15 


11-764 


NAT -105 
(Midori 1 Kagaku 
Cd., Ltd.,) 


i 

i 61 


i 

0,3 


20 


11-765 


NAIrlOS 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60, 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jwn 

erhaltenwurde. 1 30 

i 

Synthesebeispiel 11-97 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 30/25/45 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 35 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene La- 
sting wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchl&ssigkeit ftir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Uberlegenheit 
gegentiberPMMA. . 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seme Atzrate bei 40 
Verwendung von gasf6rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 ftir PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegentiber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-766 bis 11-773 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II-97 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 45 

Beispiel 11-766 bis Beispiel 11-769 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-97 ersetzt 50 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchiassigkeit undTrockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 298 zusammengefaBt Tabelle 298 enthait dartiber hinaus Angaben ttber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 55 
bezogen. 
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i Tabelle298 



1 

5 


Beispiel 

, 1 i 


Photosfiure- 
generator 


i, 

Lichtdurch- 
lSssigkeit 

(i m) % 

i 1 
i 


Xtzrate 

(Relativ- 

wert) 

i 


10 


, 11-766 ; 

1 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat ! 


60 


0,3 


15 


11-767 

i 

f 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 

t 1 


0,3 


20 


. 11-768 

• 1 


NAT • 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


25 

t 


11-769 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


1 

60 

i 


0,3 

1 

i 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite vori 
30 0,15 jxm erhalten wurde. 

Beispiel 11-770 bis Beispiel 11-773 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel II-11» wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-97 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 299 zusammengefaBt Tabelle 299 enthalt darUber hinaus Angaben Ober 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. , 

Tabelie299 



45 

so 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fna) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-770 


Triphenyl- 
sulfonium- 
trif lat 


55 


0,3 


11-771 


Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-772 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-773 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 nm 
erhalten wurde. . ' i 1 '.;> , 1 ' t «• \ 

Synthesebeispiel 11-98 * < 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wpbei jedoch Menthylacrylat, tert-Butyimetha- 
crylat und Methacrylsfiure in einem Verh&ltnis 30/20/50 zur Hersteilung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ld- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zelgt die Oberlegenheiti 
gegenOber PMMA. 1 ' t ■ 1 ( 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfbrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es ( sich. daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 f ttr PMMA 03 betrug. Dies belegt die uberlegenheit des 
Copolymers gegentiber PMMA. i i • * 

In den folgenden Beispielen 11-774 bis 11-781, wurden chemisch yerstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II-98 synthetisiert und auf ihre Eigenschafteri hin untersucht i 

1 Beispiel 11-774 bis Beispiel H-77^ 

Die Hersteilung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des SyntheseDeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-98 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet ~ 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelie 300 zusammengefaBt. Tabelle 300 enthait darOber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die' Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 300 



10 

i 



15 



20 



30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 
(Relativ- 
wert ) 


11-774 


Triphenyl— 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


11-775 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-776 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-777 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



35 



40 



45 



50 



55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 nm erhalten wurde. 

60 

Beispiel 11-778 bis Beispiel 11-781 

Die Herst Hung chemisch v rst&rkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-98 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 65 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 301 zusammengefaBt Tabelle 301 enthait darttber hinaus Angaben Qber 
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• den yerwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Wert'e fflr die Atzrate sind auf denjenigen von ' PMMA 
i bezogen. ' , 

1 Tabelle 301 



10 


Beispiel 


PhotosSure- 
generator 

i 


i 1 

Lichtdurch- 
l&ssigkeit 
(l fim) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


15 


11-778 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 

i i 


0,3 


20 


11-779 

1 

1 


Diphenyl jodoniuxn- 
trif lat 


59 


0,3 




11-780 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


11-781 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


1 

0,3 



30 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 
erhalten wurde. 

35 

Synthesebeispiel 11-99 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 25/55/20 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
40 Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyciohexanon geldst Die erhaltene L5- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (19? 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenuber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
45 Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenuber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-782 bis 11-789 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels H-99 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

50 

Beispiel 11-782 bis Beispiel 11-785 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11*99 ersetzt 
55 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergesteilt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 302 zusammengefaBt Tabelle 302 enthalt darttber hinaus Angaben ilber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
60 bezogen. 
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1 ' Tabelle 302 

■ ■ ■ : • • 



Beispiel, i 


1 i 

Photosaure- 
generator 


JjlCUuUUJ. Oil 

lassigkeit 
f (1 Mm) % 


At z rate 

(Relativ- 

wert) 


5 

i 


11-782 

I 


Triphenyl- ( - 

sulfonium- 

triflat 


60 


0,3 


10 


11-783 


Di phenyl jodonium- 
triflat 


' 59 , 

( 

i 


0,3 


15 


11-784 


NAT • 105 

( Midori Kagaku 

Co., Ltd.) 


61 


0,3 


20 


11-785 


MAI* 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 

i 


25 



I 

Es zeigte sicli, daB in jedem der Beispiele ein linien- und Zwischenraummuster rait einer Linienbreite von 30 
0,15 jim erhalten wurde. ' 



Beispiel 11-786 bis Beispiel 11-789 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 35 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-99 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 303 zusammengefaBt Tabelle 303 enthait darQber hinaus Angaben Ober 40 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



45 



50 



55 



60 
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Tabelle 303 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator , 

i i 

■ i i >i 


Lichtdurch- 
ISssi^k it ; 
(1 jm) % 

■ , - 

i 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-786 


Tr;iphenyl- 
sulfonium— 
trif lat . i 


' i 

I . ' 55; 

, i . , i 

i 1 

. , '• • I 


1 1 

l ' 1 


15 


11-787 


Dipheriyl j oilonium- 

triflat 

• it 


V 59 ■ , 1 ' 

•I',.' 


0,3 


20 


11-788 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co,. , Ltd O 


i 

' , , 61' 


i 

0,3 


25 


11-789 


NA1-105 u 
(Midori 1 Kagaku 
Co., Ltd.) 




0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraumrauster mit einer Lintenbreite von 0,15 (im 
30 erhaltenwurde. 

i ) it 
Synthesebeispi el II- 1 00 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 25/50/25 zur HersteUung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene L5- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenQber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 f Or PMMA 0,3 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenQber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-790 bis 11-797 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-100 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-790 bis Beispiel 11-793 

Die HersteUung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-100 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 304 zusammengefaBt Tabelle 304 enthait darttber hinaus Angaben uber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



60 
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, : TabeHe304 , , i 

i 1 ii i ■ 



Beispiel 


Photosaure— 
generator/ 

- * i ii 


Licntaurcn— > 
lassigkeit . 

, (I P)' % , ■, ■ 

1 . , i 
i 


Atzrate 

(Relativ-i 

wert) 


f 

5 


11-790 


Triphenyl- 
sulf onium- 
i triflat , , 


' , -60'' 

i i 
'■ ' 1 


0,3,, 




11-791 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


' * 
i 


0,3 


15 


11-792 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Cb. , Ltd«) 


— r ~ 

1 ' 61 


0,3 


20 


11-793 


N^I -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 nmerhaltenwurde. 30 

Beispiel 11-794 bis Beispiel 11-797 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-100 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 305 zusammengef aBt Tabelle 305 enthalt darUber hinaus Angaben tiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogen. 

Tabelle 305 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 M») % 

1 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-794 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-795 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-796 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 

CO., Ltd.) 


61 


0,3 


11-797 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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i Es zeigte sich, daB in j dem Falle ein Linien- und Zwischehraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 |im 
erhalten wurde. , . i 

Synthesebeispiel 11-101 

5 i. , , 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhfiltnis 25/45/30 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel H-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
io nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenOber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasf&rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PN^MA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
15 Copolymers gegentiber PMMA* 

In den folgenden Beispielen 11-798 bis 11-805 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-101 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-798 bis Beispiel 11-801 

20 , 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-101 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

25 Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenitzbestandigkeit ermit- 
teltl Die Ergebnisse sind in Tabelle 306 zusammengefaBt Tabeile 306 enthalt darflber hinaus Angaben Clber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte f&r die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

30 1 Tabelle 306 



35 


Beispiel 


Photosfiure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit . 
(1 /im) % 

1 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-798 


Triphenyl- 
sulf oniuxa- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-799 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-800 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-801 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd . ) 


60 


0,3 



55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

60 Beispiel 11-802 bis Beispiel 11-805 

Die Herstellung chemisch verstirkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer d s Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-101 ersetzt 
65 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
rmitteltDi Ergebniss sind in Tabelle 307 zusammengefaBt Tab lie 307 enthalt dariiber hinaus Angaben fiber 
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1 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligeri Werte flir die Atzrate sind auf denjenigen von'PMMA 
' bezogen. , ] 

, , Tabelle 307 

i . i 

i. 



I 



Beispiel 

i 1 


Photosaure- 
generator 

t 


Lichtdurch- 
lSssigkeit 
(1 pm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


1 

10 


1 i 

11-802 

1 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


,55 

' ' 1 I 

I 1 


0,3 


15 


11-803 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 




IIt804 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 




20 


11-805 


NAI-105 

(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


i 

0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenrauramuster mit einer Linienbreite von 0.15 \im 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiel 11-102 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und MethacrylsSure in einem Verhaltnis 25/40/35 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das- 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene Ld- 
sung wurde auf ein Quarzplittchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit far einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegentiber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei" 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fQr PMMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenflber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-806 bis 11-813 wurden chemisch verst&rkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-102 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-806 bis Beispiel 11-809 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-102 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt imd deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 308 zusammengefaBt Tabelle 308 enthait darUber hinaus Angaben Ober den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fiir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 308 



5 


Dai « v% i 1 

oeispiei 


PnotosSur - 
generator , 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 im) % 


Atzrate 
i (Relativ- . 
wert) 1 


10 


11-806 


Triphlehyl- 
siilfonium- 
trxxlat i 


i 60 

I 1 


0,3, 


15 


11-807 


Dipheny 1 jodonium- 
triflat 


59 ' 1 

I '. ' 


0,3 

i 1 1 


20 


11-808 ! 


NAT* 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd.) 


1 

61. 

i i 


i 

0,3 


25 


11-809 


NAI-105 ; 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 

i 


60 

1 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Unienbreite von 
30 0,15 \im erhalten wurde. , ( 

Beispiel 11-810 bis Beispiel 11-813 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-102 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschildenen Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 309 zusammengef aBt Tabelle 309 enthalt darHber hinaus Angaben uber 
40 den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denienigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 309 



45 
50 


Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-810 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


11-811 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-812 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


65 


11-813 


NAZ • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 
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\ Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster niit einer Linienbreite von 0,15 urn 

erhal ten wurde. i 1 

I 

Synthesebeispiel IM03 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Mentliylacrylat tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsfture in einem Verhaltnis 25/35/40 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurdeiL Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst. Die erhaltene Ld- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fOr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Uberlegenheit 
gegenuberPMMA. , m . 

Der Film wurde im Vergieich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seme Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von I fdr PMMA 0,3 betrug. Dies beiegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegeniiber PMMA. 1 1 , 

In den folgenden Beispielen 11-814 bis 11-821 wurden chemisch verstftrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels IM03 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-814 bis Beispiel 11-817 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels H-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-103 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
"Eigenschaften bewertet i 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 310 zusammengefaBt Tabelle 310 enthait dariiber hinaus Angaben ttber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

' Tabelle 310 



10 



15 



20 



25 



30 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
iassigkeit 
(1 /xm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


35 


11-814 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


40 


11-815 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


45 


11-816 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co, , Ltd. ) 


61 


0,3 


50 


11-817 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 


55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,1 5 um erhalten wurde. 60 

Beispiel 11-818 bis Beispiel 11-821 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel 11-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-103 ersetzt 65 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wi im Fall d s Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenfttzb standigkeit 



323 



BNSDOCID: <DE_J 952522 1A1_I_> 



t I I 

I 

I 

DE 195 25 221 Al 

ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 31 1 zusammengefaBt Tabelle 31 1 enthalt daruber hinaus Angaben Gber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die 1 Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. i, > . , i ( ' « ( 

'* i , i •' 1 

s ' ( , Tabelle311 , - '■ ' ' 



10 


Beispiel 


Photosfiure- 
generator 

, i 1 

i 

1 i 


Lichtdurch- 1 
lassigkeit ; 
(l Mm) % 

i > 


, Atzrate 
(Relativ- 
wert) 

■i , 


15 


11-818 


Triphenyi- , 
sulfonium- 
trif lat 


" '. ' . '' 

' 55 1 • ' 

■ / '\ > 


*• i 

i. 

, 0,3 


20 


11-819 


Dipheny 1 j odonium- 
trif lat 


5^ 

f 


0,3 

1 


25 


11-820 


NAT -105 u \ 
(Midpri , Kagaku 
Co, , Ltd. ) 




0,3 


30 


11-821 


NAI - 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


60 


0,3 ' 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jtm 
erhalten wurde. 

35 

Synthesebeispiel II- 104 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel II-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 25/30/45 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
40 Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel II-74 in Cyclohexanon gel6st Die erhaltene US- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, um die Durchlassigkeit fQr einen ArP-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
g genQberPMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
45 Verwendung von gasffirmigem Tetrafiuorkohlenstoff (CF4) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 0.3 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
Copolymers gegenQber PMMA. 

In den folgenden Beispielen 11-822 bis II-829 wurden chemisch verstlrkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels II- 1 04 synthetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht 

50 

Beispiel 11-822 bis Beispiel 11-825 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels IM04 ersetzt 
55 wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaf ten bewerte t 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels IM wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 312 zusammengefaBt Tabelle 312 enthalt darttber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
60 bezogen. 
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, 1 i 

Tabelle 312 \ 



J 


PriotosSure~ 
generator 1 

■ i i ii 


Lichtdurch— , 
lassigkeit , 
(1 fim) % 


Atzr ate 
(Relativ- i 
wert) j 


11-822 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 1 


60 . 

■ . 1 

' 1 


0,3' 


11-823 


Dipheny 1 j odonium- 
trif lat , 


, ' i 1 

59 1 , 

■ / •» ■ 

i 


, 0^3 

1 . 

i 1 

i , . 


11-824 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.,) 


i 

. i 6i 


0,3 


11-825 


1" , « : 

NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltdi) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, dafi in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von ■ 

0,15 jxm erhalten wurde. 1 1 ' _ 30 

i 

Beispiel 11-826 bis Beispiet 11-829 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-104 ersetzt 35 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschildenen Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie ,im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 313 zusammengefafit Tabelle 313 enthalt dariiber hinaus Angaben fiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ffir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 40 
bezogea 

Tabelle 313 



Beispiel 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 fua) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


11-826 


Triphenyl- 
sulf onium- 
triflat 


55 


0,3 


11-827 


Diphenyljodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-828 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-829 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 
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i Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \im 

erhalten wurde. , 

• 1 i 

t 'i 

Synthesebeispiel 11-105 1 

, Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 

crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 25/25/50 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
1 Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiel 11-74 in Cyclohexanon geldst Die erhaltene L6- 
sung wurde auf ein Quarzplattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
io nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit 
gegenOber PMMA. 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
t Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, daB die Atzrate 

1 dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PIvlMA 03 betrug. Dies belegt die Oberlegenheit des 
15 Copolymers gegenOber PMMA In den fplgenden Beispielen 11-830 bis 11-837 wurden chemisch verstarkte 
Resists mit dem Copolymer des Synthesebeispiels 11-105 synthetisiert und auf ihre' Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel II-830 bis Beispiel 11-833 

i 

20 Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel 11-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-105 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II- 1 wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
25 telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 314 zusammengefaBt Tabelle 314 enthalt darttber hinaus Angaben Qber den 
verwendeten Photos auregenerator. Die jeweiligen Werte fflr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



1 Tabelle 314 

30 1 



33 


Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 Mm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-830 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-831 


Diphenyl j odoni um- 
trif lat 


59 


0,3 


11-832 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
CO., Ltd.) 


61 


0,3 


SO 


11-833 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



55 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

60 Beispiel 11-834 bis Beispiel 11-837 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erf lgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolym r des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-105 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
65 schaf ten bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 315 zusammengefaBt Tabelle 315 enthalt darQber hinaus Angaben flber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
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bezogea 



Tabelle315 



1 ' 1 

Beispiel 


Photosfiure- 
generator 


, Lichtdurch- 
lassigkfeit 
(1 /ra) % 


Xtzirate 

(Relativ- 

wert) 


±1-834 


Triphenyl- 
sulfonium- . 
triflat 


, • 55 


0,3 


11-835 

t 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


11-836 

l 


NAT-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-837 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



10 



15 



20 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jim 
erhalten wurde. 

Synthesebeispiei 11-106 

Das Vorgehen von Synthesebeispiei 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat, tert-Butylmetha- 
crylat und Methacrylsaure in einem Verhaltnis 25/20/55 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Das 
Gemisch wurde anschlieBend entsprechend Synthesebeispiei 11-74 in Cyclohexanon gei6st Die erhaltene L5- 
sung wurde auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 
nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Uberlegenheit 
gegenOber PMMA. . J 

Der Film wurde im Vergleich zu PMMA unter den bereits angegebenen Bedingungen auf seine Atzrate bei 
Verwendung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) untersucht Dabei zeigte es sich, dafl die Atzrate 
dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 f Or PMMA 03 betrug. Dies belegt die Uberlegenheit des 
Copolymers gegenflber PMMA 

In den folgenden Beispielen 11-838 bis 11-845 wurden chemisch verstarkte Resists mit dem Copolymer des 
Synthesebeispiels 11-106 synthetisiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht 

Beispiel 11-838 bis Beispiel 11-841 

Die Herstellung der chemisch verstarkten Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-4 bis Beispiel II-7, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-106 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der bereits geschilderten Weise Muster hergestellt und deren 
Eigenschaften bewertet 

Wie auch im Falle des Synthesebeispiels II-l wurden die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit ermit- 
telt Die Ergebnisse sind in Tabelle 316 zusammengefaBt Tabelle 316 enthalt dartiber hinaus Angaben fiber den 
verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 316 

' i. 1 1 i 



5 


Beispiel 


PhotosSure- 
generator 

■ » i ,i 


1 j '. , • 

Lxchtdurch- 
lassigkeit 
(l MM) % 


Atzrate 
(Relativ- 
wert) 1 


10 


11-838 


Tripheriyl- 
sulfonium- 
triflat , 


i , 60, 

' . 1 


0,3,, 


15 


11-839 


Diphenyl jodonium- 
trif lat 


, 59 1 1 


0*3 

1 


20 


11-840 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


I 

61 

, i 


1 

0,3 


25 


11-841 


NAI-105 (i ; 
(Midori 1 Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 

l 

i ' 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
30 0,15 \im erhal ten wurde. ( 

Beispiel 11-842 bis Beispiel 11-845 

Die Herstellung chemisch verst&rkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
35 jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-106 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die DurchlSssigkeit und Trockenatzbest&ndigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 317 zusammengefaBt Tabelle 317 enthalt darOber hinaus Angaben Ober 
40 den verwendeten Photos auregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 317 



45 | 
50 


Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
l&ssigkeit 
(1 ixm) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


55 


11-842 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 | 


0,3 


11-843 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


60 


11-844 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


65 


11-845 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd, ) 


60 


0,3 
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Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite v n 0,15 \im 
erhaltenwurde. 1 , 1 1 , * , .• \ 

Synthesebeispiel 11-107 i 

In diesem Synthesebeispiel wurde ein weiteres Copolymer mit einem Monomer gem§B Synthesebeispiel IM 
synthetisiert und auf seine Eigenschaf ten hiri untersucht , . S 

Dazu wurden Menthylmethacrylat und Methacryls&ure in einem VerMltnis von 30/70 vermischt, um 10 g des 
Gemisches herzustellen. Letzteres wurde zusammen mit 0,5 g Azoisbbutyronitril als Polymerisationsanspring- 
mittelin40mlTHFgel6st > 1 ' j 

Die erhaltene Losung wiirde mit flQssigem Sticks toff eingefroren und nach 5mal wiederholtem 20-mintttigem 
Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwfirmt AnschlieBend wurde die Losung in einem Stickstoffstrom 9 h 
bei einer Olbad tempera tur von 60°C erwarmt AnschlieBend wurde die Reaktion durch Zugabe von Hexan 
gequenscht Nach abermaligem Ausfailen mit Hexan wurde das Produkj filtriert und im Vakuum eingeengt, 
wobei das angestrebte Copolymer erhalten wurde. \ '\ • ' < , <' 

Dieses Copolymer wurde in Cyclohexanon entsprechend Synthesebeispiel II- 1 gel&st, worauf die erhaltene 
Losung auf ein Quarzpiattchen aufgetragen wurde, um die Durchlfissigkeit fur eine ArF-Excimerlaserstrahl 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betnig. Dies belegt die Oberle- 
genheitgegentiberPMMA. ■ i 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 filr PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenflber PMMA. ' ■ | . 

1 Beispiel 11-846 bis Beispiel 11-849 
i - , , 

Die Herstellung cheniisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II -8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-107 ersetzt 
wurde. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigen- 
schaften bewertet 1 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchiassigkeit und Trockenatzbestfindigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 318 zusammengef aBt Tabelle 318 enth&lt daruber hinaus Angaben ilber 
den verwendeten PhotosSuregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

Tabelle 318 



10 

i 



15 



20 



30 



35 



Beispiel 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(1 /ra) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


40 


11-846 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


60 


0,3 


45 


11-847 


Diphenyl jodoniuia- 
triflat 


59 


0,3 


50 


11-848 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd • ) 


61 


0,3 


55 


11-849 


NAT - 105 
(Midori Kagaku 
Co • , Ltd • ) 


60 


0,3 


60 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 um erhalten wurde. 
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1 , , Synthesebeispiel 11-108 , , 

* • ! 1 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederhplt, wobei jedoch Menthylmethacrylat und Metha- 
crylsaure in einem Verhaltiiis 35/65 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde 
i , 5 entsprechend Synthesebeispiel II-107 in Cyclohexanon geldst, worauf die erhaltene Ldsung auf ein Quarzpiatt- 
, chen aufgetragen wurde, um die Transparenz hiervon fUr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 

Hierbei zeigte es sich, daB die Lich tdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenttber PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
io sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fftr PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
i Oberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

'•' Beispiel 11-850 bis Beispiel 11-853 

15 Die Herstellung chemisch verst&rkter Resists erfolgte entsprecnend Beispiel H-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-108 und 33-Bis- 
4'-tert-butoxycarbonyloxynaphthalinyl- l(3H)-isobenzof uranon durch 33 : Bis-3-tert-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyl-l(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung des Resists wurden in der geschilderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

20 Weiterhin wurden wieim Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchl&ssigkeit und TrockenatzbestSndigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind inTabeile 319 zusammengefaBt Tabelle 319 enthilt dariiber hinaus Angaben ttber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 1 , 



Tabelle 319 



30 


Beispiel 

t, 


Photosaure- 
generator 

i 


Lichtdurch- 
lassigkeit 
(l fira) % 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


35 


11-850 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 


55 


0,3 


40 


11-851 


Dipheny 1 j odonium- 
triflat 


59 


0,3 


45 


11-852 


NAT- 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


61 


0,3 


11-853 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


0,3 



50 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 jim 
erhalten wurde. 

55 

Synthesebeispiel 11-109 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederhoit, wobei jedoch Menthylmethacrylat und Metha- 
crylsaure in einem Verhaltnis 40/60 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde 
60 ntsprechend Synthesebeispiel 11-107 in Cyclohexanon geldst, worauf die erhaltene Ldsung auf ein Quarzpiatt- 
chen aufgetragen wurde, um die Transparenz hiervon fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenQber PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dariiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasf 6rmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
65 sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenOber PMMA. 
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Beispiel 11-854 bis Beispiel 11^57 

Die Herstellung chemisch yerstarkter Resists erfQlgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-109 und 3,3-Bis- 1 
4 , -tert-butoxyc^rbonyIoxynaphthaIihyl-l(3H)4soben2ofuran6n'diircK 33-Bis-3J-tert-butoxycarbonyloxynapht- 5 
halinyM(3HVisobenzofiiranon ersetzt wurden. Unter Verwendung des Resists wurden in der geschilderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigehschaften bewertet, ( , ( 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und TrockenatzbestSndigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 320 zusammengef aBt Tabelli 320 enthait darllber hinaus Angaben fiber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 1 10 
bezogen. ■ , ' ,* , . , . ' \> t 1 1 

I 1 • Tabelle320 ■ * , '; " 1 



Beispiel 


Photosaure-r 
generator 

1 

1 


• 1 'i : 
Lich,tdurch- 

lassigKeiL 

(1 /im), % 


Xtzrate , 
wert) 


11-854 


Triphenylf- 
sulfonium- 
triflat ( 


60 


0,3 


11-855 


, Dipheriy 1 j odoni um- 
trif lat 


, . ,» ' ■ 

t t 


0,3 . 


11-856 


NAT - 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


1 

61 


0,3 


11-857 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co*, Ltd.) 


60 

1 


0,3 



40 

Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 

Synthesebeispiel II- 1 10 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmethacrylat und Metha- 
crylsaure in einem Verhaitnis 45/55 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde 
entsprechend Synthesebeispieni-107 in Cyclohexanon geidst, worauf die erhaltene Ldsung auf ein Quarzplatt- 
chen aufgetragen wurde, urn die Durchlassigkeit hiervon fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenQber PMMA, 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darttber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. 

Beispiel 11-858 bis Beispiel 11-861 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-110 und 33-Bis- 
4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthalinyl- l(3H)-isobenzof uranon durch 33-Bis-5Mert-butoxycarbonyloxynapht- eo 
halinyl-l(3H>isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 321 zusammengef aBt Tabelle 321 enthait darflber hinaus Angaben ttber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 65 
bezogen. 
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( 

' 1 Tabelle 321 



1 

5 


Deispiei 


Pho to s aur e— 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit 

i U Mm) ,%, 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


11-858 

t 


Triphenyl- 
sulfonium- 
trirlat 


55 


0,3 


15 


11-859, 

i 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 


20 


' 11-860 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
CO., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


IM61 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 

1 

1 



35 



40 



45 



50 



lis' zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Lmienbreite von 0,15 urn 
ernalten wurde. i 

Synthesebeispiel II-l 1 1 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmethacrylat und Metha- 
crylsaure in einera Verhaltnis 50/50 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde 
entsprechend Synthesebeispiel 11-107 in Cyclohexanon geldst, ^orauf die erhaltene Ldsung auf ein Quarzplatt- 
chen aufgetragen wurde, um die Durchlassigkeit hiervon fUr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Uchtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenttber PMMA 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film dartiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 0,3 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenQber PMMA. * ' 

Beispiel 11-862 bis Beispiel 11-865 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel U-ll, wobei 
l«? cl l, s S° polymer des Synthesebeispiels 11-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-111 und 3. 
3-Bis^ -tert.-bm^ durch S^-Bis-^.tert-butoxycarbonylox- 

ynaphthalinyl-l(3H).isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels IM die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 322 zusammengef aBt Tabelle 322 enthalt dardber hinaus Angaben Qber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 



60 
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1 ' Tabelle322 

i 1 i " 1 



Beispiel 


Photos aure— 
generator 


Li cn taur en— 
lassigkeit 
(1 pa) ,% 


Atzrate 

(Reiativ- 

wert) 


5 

i 


1 11-862 

.' 1 


Triphenyl- < 
sulfonitun- i 
triflat 


60 


0,3 


10 


, 11-863 


Diphenyl j odonium- 
triflat 


,'59 

i 1 


0,3 

i 


15 


11-864 

1 


NAT -105 

, (Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0/3 


20 


i 

11-865 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0/3 

i 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraumrauster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalten wurde. 30 

Synthesebeispiel II- 1 12 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmethacrylat und Metha- 
crylsfture in einem Verhaltnis 55/45 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde 
entsprechend Synthesebeispiel 11-107 in Cyclohexanon geldst, worauf die erhaltene Losung auf ein Quarzpi&tt- 
chen aufgetragen wurde, um die Durchl&ssigkeit hiervon ffir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermittela 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenUber PMMA 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darfiber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenUber PMMA 

Beispiel 11-866 bis Beispiel 11-869 

45 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels H-112 und 3,3-Bis- 
4'-tert-butoxycarbonyloxynaphthaIinyI- l(3H)-isobenzof uranon durch 33-Bis-7'-tert-butoxycarbonjioxynapht- 
halinyl-l(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilderten 
Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 50 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchl&ssigkeit und Trockenitzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 323 zusammengefaBt Tabelle 323 enthait darQber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photos&uregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 

55 



60 
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■ Y !) ; ( , • . 
Tabelle 323 



Beispiel 


PhotosSure- 
generator i 

i i , 
• 1 I il 

1 ' 


Lichtdurch- 
lassigkeit , ' , 
(1 Mm) % 

' V, ' 


Atzrate 
(Reiativ- , 
wert) 1 


11-866 


Triphenyl- 
sulfonium- 
trif lap ' 


i , ' 55; 


0,3, 

i i 


11-867 


Dipheriyl ] oiioniuin- 
triflat 


','59., ' ' 

t 


0,3 


11-868 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co,. , Ltd. ) 


1 


1 

0,3 


11-869 


NAI-105 11 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \xm 
erhaltenwurde. , , 

Synthesebeispiel 11-113 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmethacrylat und Metha- 
crylsaure in einem Verhahnis 60/40 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde 
entsprechend Synthesebeispiel IM07 in Cyclohexanon geldst, worauf die erhaltene LSsung auf ein Quarzplfttt- 
chen auf getragen wurde, urn die Durchlassigkeit hiervon fttr einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermittein. 
Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenUber PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darflber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfarmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fttr PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenttber PMMA. 

Beispiel 11-870 bis Beispiel 11-873 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-113 und 3, 
3-Bis-4'-tert-butoxycarbonyloxynaphthalinyl- l(3H)-isobenzof uranon durch 33-Bis-8'-tert-butoxycarbonylox- 
ynaphthalinyl-l(3H)-isobenzofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaf ten bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 324 zusammengef aBt Tabelle 324 enthalt darttber hinaus Angaben ttber 
den verwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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i 1 i 

, : Tabeile324 , i 

i ' - i ' T „ i 



Beispiei 


1 

it no uosaure~ , 
1 generator 1 . , 

• • i ii 


lassigkeit , 
(1 fJM) % l( , 


(Relativ-, 
wert) 


5 


11-870 


Triphenyl- 
stilf oniunj- 


, 


0,3 

" i 


; 1 f» 


11-871 


1,1 

Diphenyl jodonitua- 
trif lat 


i i ' 

59 1 , 

I 'i ■ 

i 


i. , ■ 
0,3 


; is 


11-872 


NAT -105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd, ) 


i . 
i 6l 


i 

0,3 


20 


11-873 


NAl-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd 1 . ) 


60, 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 

0,15 \im erhaltenwurde. 1 30 

i 

Synthesebeispiel II- 1 14 

In diesem Synthesebeispiel wird ein weiteres Copolymer mit einem Monomer gemafi Synthesebeispiel 11-73 
synthetisiert und auf seine Eigenschaf ten hin untersucht 35 

Dazu wurden Menthylmethacrylat und Methacrylsaure in eirem Verhaltnis von 30/70 vermischt, urn 10 g des 
Gemisches herzustellen. Letzteres wurde zusammen mit 0,5 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsanspring- 
mittel in 40 ml THF gel6st 

Die erhakene Ldsung wurde mit flQssigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholtem 20-minQtigem 
Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarrat. AnschlieBend wurde die Ldsung in einem Sticks toffs trom 9 h 40 
bei einer Olbadtemperatur von 60° C erwarmt AnschlieBend wurde die Reaktion durch Zugabe von Hexan 
gequenscht Nach abermaligem Ausfallen mit Hexan wurde das. Produkt filtriert und im Vakuum eingeengt, 
wobei das angestrebte Copolymer erhalten wurde. 

Dieses Copolymer wurde in Cyclohexanon entsprechend Synthesebeispiel II- 1 geldst, worauf die erhakene 
Ldsung auf ein Quarzplattchen aufgetragen wurde, um die Durchlassigkeit fur einen ArF-Excimerlaserstrahl 45 
(193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegen- 
heit gegentiber PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF4) im Vergleich zu der von PMMA ermitteit Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 50 
Oberlegenheit des Copolymers gegenliber PMMA. 

Beispiel 11-874 bis Beispiel 11-877 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel 11*8 bis Beispiel 11-11, wobei 55 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II- 1 14 und 3,3-Bis- 
4'-tert.-butoxycarbonyloxynaphthalinyI-l(3H)-isobenzofuranon durch 3,3-Bis- l'-tert.-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyl-l(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trockenatzbest&ndigkeit eo 
ermitteit Die Ergebnisse sind in Tabelle 325 zusammengefaBt Tabelle 325 enthalt darUber hinaus Angaben Ober 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte far die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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, Tabellc325 



Beispiel 

i , 

, i 

, • i 


Photosaure- 
generator 


Lichtdurch- 
lSssigkeit \ 

i (1 Mm) % 

i 

i 


Xtzrate 

(Relativ- 

wert) 


, 11-874 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 1 


55 


0,3 


11-875 


Diphenyl jodonium- 
triflat • 


59 


0,3 


11-876 

i 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-877 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


60 


0,3 

1 

1 ! 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 |xm 
erhalten wurde. | 

Synthesebeispiel II-l 15 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat und Methacryls&u- 
re in einem Verhaitnis 35/65 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde entsprechend 
Synthesebeispiel II- 1 14 in Cyclohexanon gelttst, worauf die erhaltene Ldsung auf ein Quarzpiattchen aufgetra- 
gen wurde, um die Durchiissigkeit hiervon ftir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. 

Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchl&ssigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenQber 
PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darOber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasformigem Tetrafluorkohlenstof f (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 f Or PMMA 0,3 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegen&ber PMMA. 

Beispiel 11-878 bis Beispiel 11-881 

Die Herstellung chemisch verst&rkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-115 und 3^-Bis- 
4'-tert-butoxycarbonyloxynaphthalinyl- l(3H)-isobenzofuranon durch 33-Bis-2'-tert.-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyl-l(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchl&ssigkeit und Trocken&tzbest&ndigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 326 zusammengefafit Tabelle 326 enth&lt darHber hinaus Angaben flber 
den verwendeten Photosauregeneraton Die jeweiligen Werte fOr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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1 Tabelle 326 



Beispiel 

, 1 i 


PhotosSure- 
generator 


Lichtdurch- 
lassigkeit , 
(1 f«i) ,%, 


Xtzrate 

(Reflativ- 

wert) 


1 11-878 

1 i 


Triphenyl- 
sulfonium- ,' 
triflat 


60 


0,3 


11-879 


Diphenyl jodonium- 
triflat 


59 


0,3 

t 


11-880 

i 


NAT* 105 

, (Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


11-881 


NAI • 105 

(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


60 


0,3 

i | 



10 



15 



20 



25 



Es zeigte sich, daB in jedera der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 



0,15 um erhalten wurde. 



Synthesebeispiel II-l 16 



Das Vorgehen von Synthesebeispiel II-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat und Methacrylsau- 
re in einem VerhSltnis 40/60 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde entsprechend 
Synthesebeispiel 11-114 in Cyclohexanon geldst, worauf die erhaltene L6sung auf ein Quarzpiattchen aufgetra- 
gen wurde, um die Durchlassigkeit hiervon fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei 
zeigte es sich, daB die LichtdurchlSssigkeit 74% betrug* Dies zeigt die Oberlegenheit gegenUber PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darilber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fUr PMMA 0,3 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenilber PMMA. 

Beispiel 11-882 bis Beisptel 11-885 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-l 16 und 3^-Bis- 
4 / -tert.-butoxycarbonyIoxynaphthalinyl-l(3H)-isobenzofuranon durch 33-Bis-3'-tert-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyl-l(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trocken&tzbestMndigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 327 zusammengefafit Tabelle 327 enthait daruber hinaus Angaben Qber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fur die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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Tabelle 327 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator , 

i 

• < i ,1 


Lichtdurch- 
ISssigk it" 
(1 tim) % 


Atzrate 
(Relativ- , 
wert) 1 


10 


11-882 


Triplienyl- 
sulfonium- 
tri,flat i 

H — - s — 


i 

'55. 


0,3, I 


15 


11-883 


Diphenyl ? j odonium- 
trif lat 


59., ' 1 

■ i 'i ' 


1 ' 


20 


11-884 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


1 


1 

0,3 


25 


11-885 


NAI-105 11 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


'■ 60 


0,3 



Es zeigte sich, daB in jedem Falle cin Linien- und Zwischenraurarauster mit einer Linienbreite von 0,15 jira 
30 erhaltenwurde. i 

Synthesebeispiel 11-117 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel II-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat und Methacrylsau- 
35 re in einem Verhaltnis 45/55 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde entsprechend 
Synthesebeispiel II- 1 14 in Cyclohexanon geldst, worauf die erhaltene Ldsung auf ein Quarzplattchen aufgetra- 
gen wurde, urn die Durchlassigkeit hiervon fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 run) zu ermitteln. Hierbei 
z igte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenttber PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
40 dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenttber PMMA 

Beispiel 11-886 bis Beispiel 11-889 

45 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II- 2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-117 und 3,3-Bis- 
4 / -tert-butoxycarbonyloxynaphthalinyl- 1(3 H)-isob enzof uranon durch S^-Bis^-tert-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyl-l(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
50 ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 1 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 328 zusammengefaBt Tabelle 328 enthalt darttber hinaus Angaben flber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte ftir die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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1 Tabelle 328 



Beispiel 

» 1 ■ 

, 1 i 


Photosaure- 

generator 

■ i' 


Lichtdurch- 
ISssigkeit 

(1 m) ,% 


Atzrate 

(Relativ- 

wert) 


5 

i 


11-886 

i 


Triphenyl- 
sulfonium- ,' 
triflat 


60 


0,3 


10 


11-887 


Di phenyl j odonium- 
triflat 


,'59 

t ' 


0,3 


15 


' 11-888 

1 


NAT- 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


61 


0,3 


20 


i 

11-889 


NAI-105 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd . ) 


60 


i 

0,3 

i 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 \im erhalteh wurde. 30 

Synthesebeispiel II-l 18 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel II-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacryiat und Methacrylsau- 
re in einem Verhaitnis 50/50 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde entsprechend 35 
Synthesebeispiel II-l 14 in Cyclohexanon geldst, worauf die erhaltene L6sung auf ein Quarzpiattchen aufgetra- 
gen wurde, um die Durchl&ssigkeit hiervon ftir einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei 
zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenUber PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darttber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 40 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fOr PMMA 0,3 betrug. Dies zeigt dte 
Oberlegenheit des Copolymers gegenuber PMMA. 

Beispiel 11-890 bis Beispiel 11-893 

45 

Die Herstellung chemisch verstirkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispieis II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-118 und 3, 
3-Bis-4'-terL-butoxycarbonyloxynaphthalinyl- l(3H)-isobenzof uranon durch 33-Bis-5'-tert-butoxycarbonylox- 
ynaphthalinyl-l(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der ge- 
schilderten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 50 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchiassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 329 zusammengefaBt Tabelle 329 enthait darOber hinaus Angaben Qber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fttr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogea 
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Tabelle 329 



5 


Beispiel 


Photosaure- 
generator , 

, i 
• i , 

• • t it 


Lichtdurch- 
lassigkeit ; 
(l p) % 


Atzrat 
(Relativ- , 
wert) ' 


10 


11-890 


Triplienyl- 
sulfonium- 
tri^flat 

■i — — ' ' — 


i 

i , ' 55, 

. i • < ' 


0/3, 


15 


11-891 


Diphehy 1' j odonium- 
trif lat 


' 59 . , ' ' 


6,3 


20 


11-892 


NAT • 105, 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd. ) 


i 

61 

i i 


1 

0/3 


25 


11-893 


NAI-105 11 
(Midori Kagaku 
Co . , Ltd. ) 


" €0,' '. .,- 


0,3 



Es zeigte sich, daQ in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 pm 
30 erhalten wurde. , , 

i 

Synthesebeispiel 11-119 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat und Methacrylsau- 
re in einem Verhaitnis 55/45 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde entsprechend 
Synthesebeispiel IM 14 in Cyclohexanon gel6st, worauf die erhaltene Ldsung auf ein Quarzplittchen aufgetra- 
gen wurde, urn die Durchlassigkeit hiervon fur einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermittehu Hierbei 
zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenuber PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film darQber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstof f (CF 4 ) im Vergleich zu der von PMMA ermittelt Hierbei zeigte es 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fur PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenttber PMMA 

Beispiel 11-894 bis Beispiel 11-897 

Die Herstellung chemisch verstarkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels II-l 19 und 33-Bis- 
4'-tert-butoxycarbonyIoxynaphthalinyl-l(3H)-isobenzofuranon durch 33-Bis-6'-tert-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyI-l(3H)-isonaphthaltnofuranon ersetzt wurden. Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 1 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II-l die Durchlassigkeit und Trockenatzbestandigkeit 
ermittelt Die Ergebnisse sind in Tabelle 330 zusammengef aBt Tabelle 330 enthalt dariiber hinaus Angaben Qber 
den verwendeten Photosauregenerator. Die jeweiligen Werte fQr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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I 

: , Tabetle330 , , t 



Rot c;r^T pi 

J 


1 i 

PhotosSure- 
generator ■ 

• i i it 

i 


Lichtdurch— 
ISssigk it;\ 

(!-#■)• % , , 

■ . i 

i i 


Atzrate 
(Relativ- , , 
wert) 


1 

5 


11-894 


Triphenyl- 
sulf onium- 
trif lat 1 


, . 

60 


0,3i 


10 

1 I 


11-895 


Diphenyl jodoniira- 
triflat 


' 59- ' ' 

i 


1. 

, 0,3 

i 


\ , 

15 


11-896 


NAT- 105 
(Midori 1 Kagaku 
Co. , Ltd 7, ) 


i 

, i 61 


i 

0/3 


20 


11-897 


NAI-105 " 
(Midori Kagaku 

Co • , Ltd 1 . ) 

i 


" 60,' . 


0,3 


25 



Es zeigte sich, daB in jedem der Beispiele ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 
0,15 nmerhalten wurde. 1 1 1 ' 30 



Synthesebeispiel 11-120 

Das Vorgehen von Synthesebeispiel 11-74 wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylacrylat und Methacrylsau- 
re in einem Verhaltnis 60/40 zur Herstellung eines Gemisches vermischt wurden. Letzteres wurde entsprechend 35 
Synthesebeispiel II-l 14 in Cyclohexanon geldst, worauf die erfcaltene LSsung auf ein Quarzplattchen aufgetra- 
gen wurde, um die Durchlassigkeit hiervon far einen ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei 
zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit 74% betrug. Dies zeigt die Oberlegenheit gegenUber PMMA. 

Unter den bereits angegebenen Bedingungen wurde von dem Film daruber hinaus die Atzrate bei Verwen- 
dung von gasfdrmigem Tetrafluorkohlenstof f (CF4) im Vergleich zu der von PMMA erraittelt Hierbei zeigte es 40 
sich, daB die Atzrate dieses Copolymers unter Annahme einer Atzrate von 1 fiir PMMA 03 betrug. Dies zeigt die 
Oberlegenheit des Copolymers gegenUber PMMA 

Beispiel 11-898 bis Beispiel 11-901 

45 

Die Herstellung chemisch verstSrkter Resists erfolgte entsprechend Beispiel II-8 bis Beispiel 11-11, wobei 
jedoch das Copolymer des Synthesebeispiels II-2 durch das Copolymer des Synthesebeispiels 11-120 und 33-Bis- . 
4 / -tert.-butoxycarbonyloxynaphthalinyl-l(3H)-isobenzofuranon durch 33-Bis-7 / -tert.-butoxycarbonyloxynapht- 
halinyl-l(3H)-isonaphthalinofuranon ersetzt wurdea Unter Verwendung der Resists wurden in der geschilder- 
ten Weise Muster hergestellt und deren Eigenschaften bewertet 50 

Weiterhin wurden wie im Falle des Synthesebeispiels II- 1 die Durchlassigkeit und Trocken&tzbest§ndigkeit 
ermittelt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 331 zusammengefaBt Tabelle 331 enth&lt dariiber hinaus Angaben uber 
den verwendeten Photosiuregenerator. Die jeweiligen Werte filr die Atzrate sind auf denjenigen von PMMA 
bezogen. 
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i , Tabelle331 



1 

1 

5 


Beispiel 

' ■ , '»'■ 


Photosaur;©- 
generator 

t 


Lichtdurch- 
lfissigkeit 
1 (1 Mm) % 

I 


Xtzrate 

(Relativ- 

wert) 


10 


i 11-898 


Triphenyl- 
sulfonium- 
triflat 1 


55 


0,3 


15 


11-899, 

i 


i 

Di phenyl j odonium- 
triflat 


'■, 59 

i i 

i 


0,3 


20 


11-900 

1 


NAT • 105 
(Midori Kagaku 
Co., Ltd.) 


61 


0,3 


25 


i 

11-901 


NAI • 105 
(Midori Kagaku 
Co. , Ltd* ) 


60 

i 


0,3 

1 

1 



Eszeigte sich, daB in jedem Falle ein Linien- und Zwischenraummuster mit einer Linienbreite von 0,15 \xm 
30 erhal ten wurde. ; 

i 

Beispiel III 

In diesem Beispiel wurden als Photosauregenerator Verbindungen mit einem Terpenoid-Skelett verwendet, 
35 urn chemisch verstarkte Resists zu synthetisieren. Letztere wurden anschlieBend bewertet 

Synthesebeispiel III-l 

10 g Menthylniercaptomethan wurde in 30 ml Nitromethan gelds t, worauf 54 g Jodmethan in die Ldsung 
40 eingetropft wurden. Die erhaltene Ldsung wurde 1 h bei Raumtemperatur verrtthrt und anschlieBend tropfen- 
weise mit einer Ldsung von 12 g Silbertrifluormethansulfonat in 200 ml Nitromethan versetzt Nach 15-stOndi- 
gem RDhren wurde das Produkt filtriert und anschlieBend eingeengt Nach der Zugabe von Ether wurde das 
Produkt schlieBlich abermals gef Mit, wobei farbloses Menthyldimethylsulfoniumtriflat erhalten wurde. 

45 Synthesebeispiel III-2 

24 g Methacrylsaure, 31 g Menthol und 15 g p-Toluolsulfonsaure in 500 ml Toluol wurden bei einer Olbadtem- 
peratur von 150°C 19 h lang auf RUckfluBtemperatur erw&rmt Danach wurde das Reaktionsgemisch durch 
Zusatz einer salzgesattigten Natriumhydrocarbonatldsung gequentscht Das Gemisch wurde mit Ether extra- 
50 hiert Die organischen Schichten wurden vereinigt und mit einer salzgesattigten Natriumbicarbonatldsung, einer 
Natriumhydroxidldsung und anschlieBend einer salzgesattigten Ammoniumchloridldsung gewaschen und 
schlieBlich ttber salzgesattigter Salzlake und wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet Zuletzt wurde das erhalte- 
ne 6lige Produkt unter vermindertem Druck eingedampft, wobei Menthylmethacrylat erhalten wurde. 

2,1 g Menthylmethacrylat und 0,4 g Azoisobutyronitril als Polymerisationsanspringmittel wurden in 6 ml 
55 Toluol geldst 

Die erhaltene Ldsung wurde mit flUssigem Stickstoff eingefroren und nach dreimal wiederholtem 20-minuti- 
gem Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt Danach wurde die Ldsung 16 h in einem Stickstoff Strom 
bei einer Olbadtemperatur von 70° C erwarmt Nach dem Quentschen der Reaktion durch Zusatz von 600 ml 
Methanol wurde mit Methanol abermals gefallt Das hierbei erhaltene Produkt wurde abfiltriert und unter 
60 vermindertem Druck eingedampft, wobei Polymenthylmethacrylat erhalten wurde. 

Bewertung des in Synthesebeispiel III-l erhaltenen Photosauregenerators: 
1 g Polymenthylmethacrylat gemaB Synthesebeispiel III-2 und 0,1 g Menthyidimethylsulfomumtriflat als Photo- 
sauregenerator wurden in Cyclohexanon geldst, worauf die erhaltene Ldsung in einer Filmdicke v n 1 \im auf 
ein Quarzplattchen aufgetragen wurde. Der erhaltene Film wurde auf seine Durchiassigkeit fur einen ArF-Ex- 
65 cimerlaserstrahl (193 nm) hin untersucht. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchlassigkeit des Films fur licht 
einer Wellenlange von 1 93 nm nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 \im 50% betrug. 

FUr die Herstellung des Vergleichsbeispiels III-l wurde anstelle von Menthyidimethylsulfomumtriflat im 
obigen Verfahren 0,1 g Triphenylsulfoniumhexafluorantimonat verwendet AnschlieBend wurde 1 g Polyment- 
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1 hylmethacrylat zugegeben, worauf das erhaltene Gemischin Cyclohexanoh geldst wurde. Die Lasting von 
1 Vergleichsbeispiel III-l wurde auf ein Quarzpiattchen aufgetragen, urn die Durchlassigkeit hiervon fQr einen 

ArF-Excimerlaserstrahl (193 nm) zu ermitteln. Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit des Films fQr 

Licht einer Welleniange von 193 nm nach Umrechnung auf eine Frtmdicke von 1 jim 5% betrug. 
Wie aus ciiesen Ergebnissen ersichtlichlich, weist ,ein Photosauregenerator mit einem Terpenoid-Skelett selbst 5 

bei Verweridung in einer Konzentration von 10% eine, Iphe Lichtdurchiassigkeit far Licht 1 einer Welleniange 

von 193 nm auf, wahrend ein Photosauregenerator mit einem Benzolring eine sehr geringe Lichtdurchiassigkeit 

besitzt. ' . 

In den folgenden Beispielen III-l bis 111-54 wurden chemisch verstarkte Resists mit verschiedenen Arten von 

Copolymeren und Menthyldimethylsulfoniumtriflat als Photosauregenerator gemafi Synthesebeispiel III-l syn- 10 

thetisiert und auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht , 

Beispiel IIM 

Menthylmethacrylat, tert-Butylmethacrylat und Methacrylsaure wurden in einem Verhaltnis von 30/30/40 zur 15 
Herstellung von 10 g eines Gemisches vermischt Letzteres wurde anschlieBend zusammen mit 0,5 g Azoisobuty- 
ronitril als Polymerisationsanspringmittel in 40 ml THF geldst 

Die erhaltene Ldsung wurde mit fldssigem Stickstoff eingefroren und nach 5mal wiederholtem 20-minfitigem 
Entgasen wieder auf Raumtemperatur erwarmt AnschlieBend wurde die Ldsung in einem Stickstoffstrom bei 
einer (Mbadtemperatur von 60° C 9 h erwarmt AnschlieBend wurde die Reaktion durch Zugabe von Hexan 20 
gequenscht. Nach abermaligem Ausfallen mit Hexan wurde das Produkt filtriert und unter Vakuum eingeengt, 
wobei das angestrebte Copolymer erhalten wurde. 

2 g dieses Copolymers und 0,04 g Menthyldimethylsulfoniumtriflat als Photosauregenerator wurden in 8 ml 
2-Ethoxyethylacetat geldst Die erhaltene Ldsung wurde in einer Dicke von Ofi \im auf ein Siliziumpiattchen 
aufgetragen, bei einer Temperatur von 100° C vorgebrannt und mit einem ArF-Excimerlaserstrahl (40 mjcm"* 2 ) 25 
bestrahlt. AnschlieBend wurde der Film in einer waBrigen Tetramethylammoniumhydroxidldsung zur Ausbil- 
dung eines Musters entwickelt Letzteres wurde anschlieBend bewertet Hierbei zeigte es sich, daB ein Linien- 
und Zwischenraummuster einer Lini enbreite von 0,15 |im erhalten wurde. 

Andererseits wurde das Copolymer in Cyciohexanon geldst, worauf die erhaltene Ldsung in einer Dicke von 
1 \xm auf ein Quarzpiattchen aufgetragen wurde, urn die Durchlassigkeit hiervon fOr einen ArF-Excimerlaser- 30 
strahl (193 nm) zu ermittela Hierbei zeigte es sich, daB die Lichtdurchiassigkeit 70% betrug. 

Der Film wurde des weiteren auf seine Atzrate bei Verwendung von gasf drmigem Tetrafluorkohlenstoff (CF 4 ) 
untersucht Die Bewertung der Trockenatzbestandigkeit erfolgte unter den folgenden Bedingungen: 
Eingestellte CF 4 -Strdmungsrate: 12,6 seem; 

Vakuum: 1 33 Pa; 35 
Mikrowellenleistung: 1 50 W. 

Hierbei zeigte es sich, daB die Atzrate des Films, verglichen mit der von PMMA, 0,3 betrug. 

In diesen Beispielen kdnnen das Monomer der allgemeinen Forme! (2), tert-Butylmethacrylat (eine durch eine 
Saure zu zersetzende funktionelle Gruppe) und Methacrylat (eine alkalildsliche Gruppe) miteinander in einem 
beliebigen Verhaltnis vermischt werden, sofern die Mengen an diesen Komponenten innerhalb des gestrichelten 40 
Bereichs in Fig. 1 Iiegen. 1 

Beispiel HI-2 bis Beispiel 111-54 

Das Vorgehen des Beispiels III-l wurde in den folgenden Beispielen III-2 bis 111-54 wiederholt, wobei anstelle 45 
des Copolymers des Beispiels III-l Copolymere verwendet wurden, die jeweils die in den Tabellen 332 bis 333 
dargestellten Komponenten enthielten. AnschlieBend wurden die Eigenschaften der Copolymere untersucht 
Die hier angegegebenen Atzraten sind auf diejenige von PMMA bezogea In den Tabellen 332 bis 333 sind 
lediglich die Monomerkomponenten der allgemeinen Formel (2), ausgenommen tert-Butylmethacrylat und 
Methacrylsaure, dargestellt Das Copolymer in jedem dieser Beispiele wurde entsprechend Beispiel 1 syntheti- 50 
siert 
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Tabelle332 ',; , 

Beispiel Monomer der allgemeinen 1 Lichtdurch- Atzrate 

Formel (2) im Copolymer lassigkeit- 1 (Relativ- 

, ' keit (l >m)% wert) , 



in 


III-2 


Citronelly lmethacrylat 


70 


0,3 




III-3 


Pinocamphylmethacryrat 


71 


'i . 

0,3 

i \ > 


15 


III-4 


Gerany lmethacrylat 


73 , 


i 0/3 


IIIt5 


Fenchy lmethacrylat 


i 69 


, 0,3 




III-6 


Nery lmethacrylat 




0,3 


20 


III-7 


Borny lmethacrylat 


i 70 


0,3 


III-8 


Cinery lmethacrylat 


71 


0,3 




III-9 


Pinylmethactylat 


73 


0,3 


25 


111-10 


Ascar idylmethacrylat 


72 


0,3 


III-ll 


Fame sy lme thacry 1 at 

i • 


71 


0,3 




111-12 


Patschulylmethacrylat , 1 


70 


0,3 


30 


111-13 


Nerol idylmethacrylat 


68 


0,3 


111-14 


Car oty lme thacry 1 at 


69 


0,3 




111-15 


Cadinylmethacrylat 


71 


0,3 


35 


111-16 


Lancylmethacrylat 


70 


0,3 




111-17 


Eudesmylmethacrylat 


71 


0,3 




111-18 


Cedrylmethacrylat 


69 


0,3 


40 


111-19 


Guajy lmethacrylat 


68 


0,3 




111-20 


Kessoglykoxylmethacrylat 


70 


0,3 




111-21 


Phyty lmethacrylat 


68 


0,3 


45 


111-22 


Sclary lmethacrylat 


71 


0,3 




III-23 


Manylmethacrylat 


71 


0,3 




111-24 


Hinokylmethacrylat 


72 


0,3 


50 


111-25 


Ferruginylmethacrylat 


70 


0,3 




111-26 


Tot ary lme thacry 1 at 


68 


0,3 




111-27 


Sugylmethacrylat 


70 


0,3 



55 



60 



65 



344 



8NSDOCID: <DE_1 9525221 A1J_> 



DE 195 25 221 Al 



Tabelle333 

, ' 'i „ 



Beispiel Monomer der allgemeinen Lichtdurch- i Atzrate 

Formel (2) im Copolymer 1 ISssigkeit- (Relativ- 
i keit (1 jum)% wert) 1 



III- 


-28 


Mervfcli vl acyvl at 

* AW A 1 fall jr «k Uwjp J J. fSL W 


III- 


-29 


Citrohellvlacrvlat ' 


III« 


-30 




TTT- 

XXX 


_o i 

O X 


uej. any x »v x. jr x a w 


TTT- 
XXX" 




r enunyxacxvyiaL 


TTT. 
Ill* 


-JJ 


neryiaGryiat 


TTT 

III- 


-34 


Bornyxacry^at 


T T T* 

III- 


-35 


Cineryl aery lat 


TTT- 

XXX- 


-36 


Piny x aery xat: 


•y* «t> «r* 
III- 


-37 


Ascaridylacrylat 


TTT 
III- 


-38 


Farnesylacrylat 


III- 


-39 


Pat^chulylacrylat » 


III- 


-40 


Nerol idyl aery 1 at 


III- 


-41 


C ar oty 1 aery 1 t 


TTT 
III- 


-42 


Cadinyl aery lat 


T T* T" 
III" 


-43 


Lancylacrylalt 


III- 


-44 


Eudesmy 1 acrylat 


III- 


-45 


Cedrylacrylat 


III- 


-46 


Gua jylacrylat 


III- 


-47 


Kessoglykoxylacrylat 


III- 


-48 


Phytylacrylat 


III- 


-49 


Sclarylacrylat 


III- 


-50 


Manylacrylat 


III- 


-51 


Hinokylacrylat 


III- 


-52 


Ferruginylacrylat 


III- 


-53 


Totarylacrylat 


III- 


•54 


Sugylacrylat 



70 


''0,3 


i T 


* 71 


0. v 3i 




J * 

1 '1 • 
69 


' 0,3 


15 


1 70 






1 

1 *70 
/ \j 

•71 

/X 

t 


0/3 


20 


73 

» ■ 1 ' 


0,3 




72 


0,3 


25 




0,3 




■ 70 


0,3 


i 


68 


0,3 


30 


69 


0,3 




71 


0,3 


• 


70 


0/3 


35 


71 


0,3 




69 


0,3 




68 


0,3 


40 


70 


0,3 




68 


0,3 




71 


0,3 


45 


71 


0,3 




72 


0,3 




70 


0,3 


50 


68 


0,3 




70 


0,3 




70 


0,3 


55 



Hierbei zeigte es sich, daB die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 
0,15 |im mdglich war* 60 

Beispiel 111-55 bis Beispiel III-108 



In den folgenden Beispielen 111-55 bis III-108 wurden als Photosfturegenerator 0,04 g des in Synthesebeispiel 
III-l erhahenen Menthyldimethyisulfoniumtriflats v rwendet Letzteres wurde zusammen mit 2g der in den 
folgenden Tabellen 334 bis 335 dargestellten Copolymere und 33-Bis^Mert-butoxycarbonylnaphthalinyl- 
l(3H)-isobenzofuranon als Ldslichkeitsinhibitor in 8 ml 2-Ethoxyethylacetat gelost Die so erhaltenen Produkte 
wurden auf ihre Eigenschaften hin untersucht Die hier angegebenen Atzraten sind auf diejenige von PMMA 
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Tabelle334 



1 . , 

Beispiel 

1 


I Monomer der allgemeinen 
Formal 1 2 ^ im CoDOlvnter 


Lichtdurch- 
l&s^sigkeit- 
keit (1 jun)% 


, Atzrate 
(Relati' 
wert) 


i 1 
111-55 , 


1 

Menthylmethacrylat 


70 


0,3 


111-56 


Citronellylmethacrylat 


70 


0,3 


111-57 


Pinocamphylmethacryrat , 


71 


0,3 


111-58 


Geranylmethacrylat 


73 


0,3 


111-59 

1 


Fenchylmethacrylat 


69 


0,3 


111-60 


Nerylmethacrylat 


70 


0,3 


III-61 


Bornylmethacrylat 


70 


0,3 


111-62 


cinerylmethacrylat 


71 


0,3 ■ 

i 


111-63 


Pinylmethacrylat 


73 


0,3 


111-64 


Ascaridylmethacrylat 


72 


0,3 


111-65 i 


Farnesylmethacrylat 


71 


0,3 


111-66 


Patscliulyliaethacrylat 


70 


0,3 


111-67 


Nerolidylmethacrylat 


68 


0,3 


111-68 


Carotylmethacrylat 


69 


0,3 


111-69 


Cadinylmethacrylat 


71 


0,3 


111-71 


Lancylmethacrylat 


70 


0,3 


111-71 


Eudesmylmettiacrylat 


71 


0,3 


111-72 


cedrylmethacrylat 


69 


0,3 


111-73 


Gua j y lme thacr y 1 at 


68 


0,3 


111-74 


Kessoglykoxylmethacrylat 


70 


0,3 


111-75 


Piiytylmethacrylat 


68 


0,3 


111-76 


Sclarylmethacrylat 


71 


0,3 


111-77 


Manylmethacrylat 


71 


0,3 


111-78 


Hinokylmethacrylat 


72 


0,3 


111-79 


Ferruginylmethacrylat 


70 


0,3 


111-80 


Totarylxaethacrylat 


68 


0,3 


111-81 


Sugylmethacrylat 


70 


0,3 
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Tabelle335 , , i 

Monomler der allgemeinen Lichtdurch-^ , &tzrate 

Formel (2) im Copolymer • ISssigkeit- (Relativ- 

, keit (1 wert) 1 



111-82 Merithylacrylat 

111-83 qitrdnellylacrylat ' 

1 1 1 - 8 4 Pinocamphyl acr y 1 at 

Ilt-85 Geranylacrylat 

111-86 Fenchylacrylat 

111-87 Nerylacrylat 

111-88 BornylacryjOJat 

111-89 Cinerylacrylat 

111-90 ^inyOaTcfyiat 

111-91 Ascaridylacrylat 

111-92 Farnesylacrylat 

111-93 Patschulylacrylat 

111-94 Nerolidylacrylat 

IH-95 Carotylacrylat 

1 1 1 - 9 6 Cadi ny 1 aery 1 at 

111-97 Lancylacrylat 

1 1 1- 9 8 Eudesmy lacry lat 

111-99 Cedrylacrylat 

III-100 Guajylacrylat 

I I I- 1 0 1 Kess oglykoxy lacry lat 

III-102 Phytylacrylat 

1 1 1-1 0 3 Sclary lacry lat 

III-104 Manylacrylat 

III-105 Hinokylacrylat 

III-106 Ferruginylacrylat 

III-107 Totarylacrylat 

1 11-10 8 Sugy lacrylat 



70 


i o,3 




i 

71 






73 ' 

1 1 

'1 


'. 0,3 1 

i , i 


15 


70 


0 3 1 




70 
71 


0.3 
n ^ 


20 


t 

7** 






i 

7^ 


U / o 


25 


71 , 


,U,0 


7n 


U / o 


i 


Oo 


n *i 

U / «5 


30 








71 
/ X 


U / J 


• 


7fi 


n i 


35 


71 
/ X 


°/ 3 




O? 


U / -5 




DO 


0,3 


40 


70 


0,3 




68 


0,3 




71 


0,3 


45 


71 


0,3 




72 

i 


0,3 




70 


0,3 


50 


68 


0,3 




70 


0,3 




70 


0,3 


55 



Hierbei zeigte es sich, daB die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 
0,15 ]im mdglich war. 60 

Synthesebeispiel III-3 



Die in Synthesebeispiel III-l beschriebenen Verfahren wurden wiederholt, wobei jedoch Menthylmercapto- 
methan durch dieselbe Menge Citronellylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Citronellyldimethylsul- 
foniumtriflat erhalten. 
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i BeispielIIM09bisBeispielIII-162 

1 ' , \ ' ■ ' i 

pas Vorgehen in den Beispielen IIM bis 111-54 wurde wiederholt, wobei jedoch das in Synthesebeispiel III-3 

erhaltene Citronellyldimethylsulfoniumtriflat ais Photosauregenerat r verwendet wurde. Dabei wurden che- 

misch verstarkte Resists erhalten, die auf ihre Eigenschaften bin untersucht wurden. 

Die erhaltenen Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 336 und 337 zusammengefaBfc Die angegebenen 

Atzraten sihd auf diejenige von PMMA bezogeh, , 1 i , ■ 1 

TabeUe336 

i 

Beispiel Monomer der allgemeinen Lichtdurch- &tzrate 

, Formel (2) im Copolymer lassigkeit- (Relativ- 

keit (l wert) 



III-109 

III-110 
III-lll 

III-112 
III-113 
III-114 
III-115 
III-116 
III-117 
III-118 
III-119 
III-120 
III-121 
III-122 
III-123 
III-124 
III-125 
III-126 
III-127 
III-128 
III-129 
III-130 
III-131 
III-132 
III-133 
III-134 
III-135 



Menthylniethacrylat 


70 


0,3 


Citronellylmethacrylat 


70 


0,3 


Pinocaiaphylmethacryrat 


71 


0,3 


Ger any lmethacry 1 at 


73 


0,3 


Fenchylmethacrylat 


69 


i 0,3 


Ner y line thacry 1 at 


70 


0,3 


Bornylmethacrylat 


70 


0,3 


cinery lmethacry lat 


71 


0,3 


Pinylmethacrylat 


73 


0,3 


Ascaridylmethacrylat 


72 


0,3 


Farnesylmetliacrylat 


71 


0,3 


Patschulylmethacrylat 


70 


0,3 


Nerolidylmethacrylat 


68 


0,3 


Caroty lmethacry lat 


69 


0,3 


Cadinylmethacrylat 


71 


0,3 


Lancylmethacrylat 


70 


0,3 


Eudesmy lmethacry lat 


71 


0,3 


Cedrylmethacrylat 


69 


0,3 


Gua jylmethacry lat 


68 


0,3 


Kessoglykoxylmethacrylat 


70 


0,3 


Phytylmethacrylat 


68 


0,3 


Sclarylmethacrylat 


71 


0,3 


Manylmethacrylat 


71 


0,3 


Hinokylmethacrylat 


72 


0,3 


Ferruginylmethacrylat 


70 


0,3 


Totarylmethacrylat 


68 


0,3 


Sugylmethacrylat 


70 


0,3 
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1 ' fabelle337 



Beispiel 


Monomer cler allgeineinen 
t Formel ( 2 ) im Copolymer 


Li cli tdur cli— 
. lassigk i;t- 
keit, (l /im)% 


itzrate 
, (Relativ- 
wert) . 


5 


III-136 


Menthvlacrvlat 


70 




10 


III-137 


Citrorifill vlacyvl at 

wx wx wiiQxx y xaui jf xa w ( 


71 

/ Xi 


n 3 




III-138 


Pinocam , olivlad-vl at 


73 


n 3 


15 


TTT-13Q 


wci cu ly x qui y x au * 


D57 


O , 3 


Til— 1AO 


X CS1 iV_*xi jr X CXOX j XuU 


/ U 


0,3 




t 

TTT— 1 AT 

JLXX | 


^ottvtI sr*r*X7l a+* 
ncliyiaUivyiac 


/U 


A «-> 

0,3 


20 


TTT— 142 


dux i ly iuul y xcl l. 


/ X! 


0,3 


III— 143 


C inervl a prvl at 

v-xiicj. y xa^/L y xci u» 


73 


U , J 




III-144 

t 


Pinvlacfvl at 
* xiijr xciwx y xci l» 






25 


III— 145 


Ascar idvl aervl at 
«^ wax. xuj xciwx y xci w 


71 
/ X 


U , 3 


TTT-146 


rnpcv] arrvl at 

tax Jl ICoj XCiwX y XCL w 


7fl 


U , 3 




TTT— 147 i 

XXX X *x / I, 


ratbuxiuiyxauryiac 


DO 


0,3 


30 


TIT— 148 


*'Ci uxxuy xawL y xcl w 




0,3 




TTT— 1 49 

X -l- J- X*x 7 


wdx L-i L»y x auryiat 


■71 
/X 


0,3 




TTT— 1 5n ' 

XXX X«JU 


L-aaiiiyxacryiat 


/u 


0,3 


35 


TTT— 151 

XXX X 9 X 


.i.tdiiwy x aCxy X cl w 


/ X 


0,3 




III— 152 1 

X X X X. *^ 


auucaMij XQVyx y xcl u» 


OSj 


0,3 




TTT— 153 

X J- JL X «J 


O^rf y*\t1 ani^vl a +» 
^-cux y x auxvy x cl l» 


DO 


0,3 , 


40 


TIT— 154 


fliia -ivrl flprvl at 
wuci jy xauxyxctt 


7ft 


U,3 




HI-155 


<*• v Ci3fc>Uy Xjr AvAJr XuvX jXQU 


£a 
00 


U , O 




III-156 


Phvtvlacrvlat 


71 

/ X 






TTT— 1 57 

XXX x«j / 


DUxaxryxa^ryxav 


•71 
/X 


0,3 




III-158 


Manylacrylat 


72 


0,3 




III-159 


Hinokylacrylat 


70 


0,3 


50 


III-160 


Ferruginylacrylat 


68 


0,3 




III-161 


Totary 1 aery 1 at 


70 


0,3 




III-162 


Sugylacrylat 


70 


0,3 


55 



Hierbei zeigte es sich, daB die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 
0, 1 5 yon mdglich wan 60 

Beispiel IIM63 bis Beispiel III-216 



Das Vorgehen in den Beispiel en 1 1 1-55 bis HI- 108 wurde wiederholt, wobei jedoch das in Synthesebeispiel III -3 
erhaltene Citronellyldimethylsulfoniumtriflat als Photos auregenerator verwendet wurde. Dabei wurden che- 
misch verstarkte Resists erhalten, die auf ihre Eigenschaften hin untersucht wurden. 

Die erhaltenen Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 338 und 339 zusammengefaBt Die angegebenen 
Atzraten sind auf diejenige von PMMA bezogen. 
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Tabelle338 

Beispiel Monomer der allgemeinen Lichtdurch- , Atzrate 

Formel (2) im Copolym r,, , lassigkeit- (Relativ- 

keit (1 /im)% wert) '.' 



10 


III-163 


Menthy Imethacrylat , , 


70 


0,3 




III-164 


Citronellylmethacrylat , 


70 


0,3 


15 


III-165 


Pinocamphylmethacryrat 




I 0,3 


111^-166 


Gerany Imethacrylat 


' /' 73 


0,3 




III-167 


Fenchy Imethacrylat 




0,3 


OA 


, III-168 


Nerylmethabrylat . i 


70 


0,3 


*« 


III-169 


Bornylmethafcrylat 


70 


0,3 




III-170 


Cinery Imethacrylat 


, 71 


0,3 


25 


III-171 


Piny Imethacrylat 


73 


0,3 


III-172 


Ascaridylmethacrylat 


72 


0,3 




III-173 


Parnesylmethacry lat 1 


71 


0,3 


30 


III-174 


Patschuly Imethacrylat 


70 






III-175 


Nerolidy Imethacrylat 


68 


0,3 




III-176 


Caroty Imethacrylat 


69 


0,3 


35 


III-177 


Cadiny Imethacrylat 


71 


0,3 




III-178 


Lancy Imethacrylat 


70 


0,3 




III-179 


Eudesmy Imethacrylat 


71 


0,3 


40 


III-180 


Cedry Imethacrylat 


69 


0,3 




III-181 


Gua jy Imethacrylat 


68 


0,3 




III-182 


Kessoglykoxy Imethacrylat 


70 


0,3 


45 


III-183 


Phyty Ime thacry 1 at 


68 


0,3 




III-184 


Sclary Imethacrylat 


71 


0,3 




III-185 


Many Imethacrylat 


71 


0,3 


50 


III-186 


Hinoky Imethacrylat 


72 


0,3 




III-187 


Ferruginy Imethacrylat 


70 


0,3 




III-188 


Totary Imethacrylat 


68 


0,3 


55 


III-189 


Sugy Imethacrylat 


70 


0,3 



60 
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■: Tabelle339 

Beispiel Monomer der allgemeinen Lichtdurch- i Atzrate 

Formel (2) im Copolymer < ISssigkeit- (Relativ 

i- keit (1 f*m)% wert) ! 



111 17U 


ricii L.iiy laui jr Xci c 


*7n 
/ \j 


i n *5 
i V j j 


XXX X 27 X 


v-*x Li Uiic ixyiauiy Xct l. • ■ + 


71 

* / X 


O/O, 


TTT-1 QO 

lli"ll7Z 


rinocaiRpnyiacryxau 


73 


u , J 


TTt-1 Q** 
111"1?J 


beranyi acryxau 


l 69 


ft ■ "5 


T TT- 1 Q/1 


r encnyiacryiau 


' *7ft • 

70 


ft ft 
0,3 


TTT_1 ft C 


weryiacryiat 


1 

1 ft ft 

' 70 


i 

ft i 
0,3 


lli"l?0 


i3orpyi&cryj.au 


ft 1 

71 


f\ •-> 
0,3 


TTT-1 ft ft 

iii'iy / 


cineryiacryj.at 


i 

73 


ft ft 
0,3 


TTT-1 QQ 


Piny I aery xa u 


i 

*7 ft 
72 


0,3 


TTT 1 ft ft 

III— 199 


Ascaridylacrylat 




0,3 


TTT ft ft ft 

III— 200 


Fame sy 1 acr y 1 a t 


70 


0,3 


TTT ftftl 

III— 201 


Patschulylacrylat < i 


68 


0,3 


TTT ft ft ft 

III— 202 


Neroliaylacrylat 


69 


0,3 


III— 203 


Carotylacrylat 


71 


0,3 


TTT *\ f\ A 

III— 204 


Cadi nyl aery 1 at 


70 


0,3 


TTT ft ft C 

III— 205 


Lancy 1 acr y 1 at 


71 


0,3 


IXX-2UD 


Elude smy 1 aery lat 


69 


0,3 


III— 207 


Cedrylacry 1 at 


68 


0,3 


III-208 


Gua j y 1 a cry 1 a t 


70 


0,3 


III-209 


Kessoglykoxylacrylat 


68 


0,3 


III-210 


Phyty 1 aery lat 


71 


0,3 


III-211 


Sclarylacrylat 


71 


0,3 


III-212 


Manylacrylat 


72 


0,3 


III-213 


Hinokylacrylat 


70 


0,3 


III-214 


Ferruginylacrylat 


68 


0,3 


III-215 


Totaryl aery lat 


70 


0,3 


III-216 


Sugylacrylat 


70 


0,3 



Hierbei zeigte es sich, daB die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 
0,15 \ixn mdglich war. 

Synthesebeispiel III-4 

Die in Synthesebeispiel III-l beschriebenen Verfahren wurden wiederholt, wobei jedoch Menthylmercapto- 
methan durch dieseibe Menge Pinocamphylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Pinocamphyldime- 
thylsulfoniumtriflat erhalten. 
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| , , BeispielIII-217bisBebpieIIII : 270 

Das Vorgehen in den Beispielen IIM bis 111-54 wurde wiederholt, wobei jedoch das in Synthesebeispiel IIM 
erhaltene Pinocamphyldimethylsulfoniumtriflat als Photosiuregenerator verwendet wurde. Dabei wurden che- 
misch verstarkte Resists erhalten, die auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht wurden. 

Die erhaltenen Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 340 und 341 zusammengefaBt ,Die angegebenen 
AtzratensiridaufdiejenigevonPMMAbezogen. • i , , ^ , 

Tabelle340 

i i 1 
Beispiel Monomer der allgemeinen Lichtdurch- Atzrate 

Formel (2) im Copolymer lfissigkeit- (Relativ- 

' keit (i fim)% wert) 





III-217 


Menthylmethacrylat 


70 


ft 

U , 3 


20 


III-218 


CitronellvimetriaGrvlat 


f U 


0/3 




III-219 


PinocaraDhvlmethacrvrat 


71 
/ J. 


0,3 




III-220 




73 


0,3 


25 


III-221 


Fendivlmetriac'i-vl nt> 


by 


i 0,3 




III-222 


Nervlmetriacrvl at 


/U 


0,3 


30 


III-223 


Born vlme thacrvl at 


/u 


0,3 




III-224 ' 


Cinervlmethacrvlat 


•7*1 


0,3 




III-225 


Pinvlmethacrvl at 


/J 


0,3 


35 


III-226 


Ascar idvlmethacirvl at 


•70 


0,3 


III-227 


Farnesylmethacrylat 


/ X 


ft o 

O , 3 




III-228 


Patschulylmethacrylat 


i 

/ u 


ft o 

0,3 


40 


III-229 


Nerolidylmethacrylat 


68 


O 3 




III-230 


Carotylmethacrylat 


69 


0,3 




III-231 


Cadinylmethacrylat 


71 


0,3 


45 


III-232 


Lancylmethacrylat 


70 


0,3 




III-233 


Eudesmylmethacrylat 


71 


0,3 




III-234 


Cedrylmethacrylat 


69 


0,3 


50 


III-235 


Gua jy lme thacry lat 


68 


0,3 




III-236 


Kessoglykoxylmethacrylat 


70 


0,3 




III-237 


Phytylmethacrylat 


68 


0,3 


55 


III-238 


Sclarylmethacrylat 


71 


0,3 




III-239 


Manylmethacrylat 


71 


0,3 




III-240 


Hinokylmethacrylat 


72 


0,3 


60 


III-241 


Ferruginylmethacrylat 


70 


0,3 




III-242 


Totarylmethacrylat 


68 


0,3 




III-243 


Sugylmethacrylat 


70 


0,3 



65 
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fabelle341 



Beispiel 

, 1 i 


Monomer* der allgeroeinen 
i Formel ( 2 ) im Copolymer 


Llchtduirch.— 

i j n ^ iJI i 

ISssigkeit- 
keit, (l jra)% 

• 


Xt7y*arp 

, (Relativ- 
wert) i 


5 


III-244 


Menthylacrylat 


70 




10 


III-245 , 


C i t r onel 1 vl acrvlat 


71 


n 

V , o 




I 11-246 


P i no camDh vl act* vl at 


1 73 

• i 


U, J 




±11-247 


Geranvl acr vl at 


♦ i 




15 


III-248 


Fenchylacrylat 


70 


U, J 




III-249 


Ne 3? v 1 acirv 1 at 


7fl 


0,3 


20 


III-250 


Bonivlacrvlat 


71 

/ X 


°r 3 


III-251 


Cinervlacrvlat 


7** 
/ o 


0,3 




III-252 


Pinvlacrvlat 


75 
/ ^ 




25 


III-253 


Ascaridvl acrvl »+• 


/ X 


0,3 




III— 254 


f ax iicoy xa^L^y lau 


70 


0/3 




-1 L -L. ~J *J i 


Oa1"eril^nl \y*l anvirl a4" 
raUoCuUXyiaCryiau 

* 


68 


0,3 


30 


III — ?56 


nciui x ay x aery lau 


69 


0,3 




TTT— 2*57 


LdroLyiacryiaL 


71 


0,3 




ITT— 258 


^auxnyiacryxau 


70 


0,3 


35 




jjdncy x acryj.au 


71 


0,3 




TIT— 260 1 


Pln/^ocmivyl a riwrl »4» 
£iUUcaiuyj.avJJ.yiau 


69 


0,3 




TTT— 261 

_L.-i.JL \J X 


v-curyiacryiat 


68 


0,3 , 


40 


III-262 


vjw-o. jjr x&^xy xciu 


/u 


0,3 




III-263 


**C S> 5> KJ y X jf JV wa Jf X CI WX Jf X d w 


Do 


0,3 




III-264 


Phvtvlacrvl a t 


71 

/ JL 


0,3 


45 


III-265 


Sclarvl acrvl a+* 
wwxcijl jf xcl wx yj.au 


71 


0,3 




III-266 


Manylacrylat 


72 


0,3 




III-267 


Hinokylacrylat 


70 


0,3 


50 


III-268 


Ferruginylacrylat 


68 


0,3 




III-269 


Totarylacrylat 


70 


0,3 




III-270 


Sugylacrylat 


70 


0,3 


55 



Hierbei zeigte es sich, daB die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 
0,15 nm moglich war. 60 

Beispiel 111-271 bis Beispiel III-324 

Das Vorgehen in den Beispieien 111-55 bis III- 108 wurde wiederholt, wobei jedoch das in Synthesebeispiel III-4 
erhaltene Pinocamphyldimethylsulfoniumtriflat als Photosauregenerator verwendet wurde. Dabei wurden che- 65 
misch verstarkte Resists erhalten, die auf ihre Eigenschaften hin untersucht wurden. 

Die erhaltenen Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 342 und 343 zusammengefaBt. Die angegebenen 
Atzraten sind auf diejenige von PMMA bezogen. 
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Tabelle342 ' 

Beispiel Monomer der allgemeinen Lichtdurch- Atzrate 

Formel (2) im Copolymer, , ISssigkeit- (Relativ 

keit (l /im)% wert) • 



10 


III-271 


Menthylmethacrylat , , , 


70 


0,3 




III-272 


Citronellylmethacryiat , 1 


70 


°' 3 , 


15 


III-273 


Pinocamphylmethacryrat 




1 0,3 


III-274 


Geranylmefchacrylat 


1 1 73 


0,3 

1 




III-275 


Fenchylmethacrylat 


1 69 


0,3 


20 


, III-276 


Nerylmethacrylat , , 


1 70 


0,3 




III-277 


Bornylmethacrylat 


70 


0,3 




III-278 


Cinerylmetliacrylat 


71 


0,3 


25 


III-279 


Piny Imethacry lat 


73 


0,3 


III-280 


Ascaridylmethacrylat 


72 


0,3 




III-281 


1 1 

Farnesylmethacrylat ' 


71 

1 


0,3 


30 


III-282 


Patschulylmethacrylat 


70 






III-283 


Nerolidylmethacrylat 


68 


0,3 




III-284 


Carotylmethacrylat 


69 


0,3 


35 


III-285 


Cadinylmethacrylat 


71 


0,3 




III-286 


Lancy Imethacry 1 at 


70 


0,3 




III-287 


Eudesmylmethacrylat 


71 


0,3 


40 


III-288 


Cedrylmethacrylat 


69 


0,3 




III-289 


Gua jylmethacrylat 


68 


0,3 




III-290 


Kessoglykoxylmethacrylat 


70 


0,3 


45 


III-291 


Phyty Imethacry lat 


68 


0,3 




III-292 


Sc 1 ary Imethacry 1 at 


71 


0,3 




III-293 


Manylmethacrylat 


71 


0,3 


50 


III-294 


Hinokylmethacrylat 


72 


0,3 




III-295 


Ferruginylmethacrylat 


70 


0,3 




III-296 


Totarylmethacrylat 


68 


0,3 


55 


III-297 


Sugy Imethacry Lat 


70 


0,3 



60 



65 
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1 ■•' TabeUe343 



Beispiel 


Monomer der aligemeinen 
r ojrmsx ( z ) xiu oopoxyiuei 


Lichtdurch- 
kei't (1 


kt z rat© 

1 /Pol af i \r— 

werfc) 


5 


i ' . 

III-298 


i 

Menthylacrylat 1 


70 


• 

0,3 


10. 

,' 


III-299 


Citronellylacrylat 1 


71 

i 


0,3 




III-300 


Piriocamphylacrylat 


, 73 , 


0,3 


15 


III-301 


Ger any 1 acr yX a t 


69 


0,3 




III-302 


Fenchylacrylat 


70 


0,3 




III-303 


Ner y 1 acr y 1 a t 


70 


0,3 


20 


,111-304 


Bornylacrylat 


71 


0,3 




III-305 


Cinerylacrylat 


73 


0,3 




III-306 


Pinylacrylat 


72 


1 0,3 


25 


III-307 


Ascaridylacrylat 


71 


0,3 




III-308 
III-309 


Farnesylacrylat 


70 


0,3 


30 


Patschulylacrylat 


68 


0,3 


III-310 


Nero 1 i dylacry 1 at 


69 


0,3 




III-311 


Carotylacrylat 


71 


0,3 


35 


III-312 


Cadinylacrylat 


70 

i 


0,3 


III-313 


Lancylacrylat 


71 


0,3 




III-314 


Eudesinylacrylat 


69 


0,3 


40 


III-315 


Cedrylacrylat 


68 


0,3 1 


III-316 


Guajylacrylat 


70 


0,3 




III-317 


Kessoglykoxylacrylat 


68 


0,3 


45 


III-318 


Phytylacrylat 


71 


0,3 


III-319 


Sclarylacrylat 


71 


0,3 




III-320 


Manylacrylat 


72 


0,3 


50 


III-321 


Hinoky 1 aery 1 at 


70 


0,3 




III-322 


Ferruginylacrylat 


68 


0,3 




III-323 


Totarylacrylat 


70 


0,3 


55 


III-324 


Sugylacrylat 


70 


0,3 





Hierbei zeigte es sich, dafi die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 60 
0,15 |im mdglich war. 

Synthesebeispiel 111*5 

Die in Synthesebeispiel III-l beschriebenen Verfahren wurden wiederholt, wobei jedoch Menthylmercapto- 65 
methan durch dieselbe Menge Geranylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Geranyldimethylsulfoni- 
umtriflat erhalten. 
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Beispiel III-325 bis Beispiel IIIr378 
1 f* ' 'i ' ' ■ 1 ' ' ' i 1 

Das Vorgehen in den Beispielen III- 1 bis 111-54 wurde wiederh It, wobei jedoch das in Synthesebeispiel III-5 
erhaltene Geranyldiraethylsulfoniumtriflat als Ph tosauregenerator verwendet wurde. Dabei wurden chemisch 
verst&rkte Resists erhalten, die aiif ihre Eigenschaften hin untersucht wurden. , ' 

Die erhaltenen Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 344 und 345 zusammengefaBt Die angegebenen 
Atzraten sind auf diejenige von PMMA bezogen. i . 

1 , •, 1 TabeUe344 i 

Beispiel Monomer der allgeme^nen Lichtdurch- Atzrate 

Fprmel (2) im Copolymer iSssigkeit- (Relativ- 
! I kbit (1 wert) I 



III-3 25 Menthylmethacrylat 

III-3 26 Citrpnellylmethacrylat 

III-327 Pinocamphylmethacryrat 

III-328 Geranylmet:hacrylat 

1 1 1-3 29 Fenchy Imethacry lat 

III-330 Nerylmetliacrylat 

III-331 Bornylmethacrylat 

III-332 Cinerylmethacrylat 

1 1 1- 3 3 3 Pinylmethacry lat 

III-3 34 Ascaridylmethacrylat 

III— 335 Farnesy Imethacry lat 

III-336 Patschulylmethacrylat 

III-337 Nerblidylmethacrylat 

III-3 3 8 Carotylmethacrylat 

III-339 Cadinylmethacrylat 

III-340 Lancylmethacrylat 

III-341 Eudesmylmethacrylat 

III-3 4 2 Cedry Imethacry lat 

1 1 1 - 3 4 3 Gua j y Imethacry 1 at 

111-344 Kes sog lykoxy Imethacry 1 at 

1 1 1 - 3 4 5 Phyty Imethacry lat 

III-346 Sclarylmethacrylat 

III-347 Many Imethacry lat 

III-3 48 Hinoky Imethacry lat 

III-349 Ferruginy Imethacry lat 

1 1 1- 3 5 0 Totary Imethacry 1 at 

1 1 1 - 3 5 1 sugy Imethacry lat 



i 

i 



70 


, 0,3 


70 


0,3 


71 


0,3 


73 , 


0,3 


69 


0,3 


70 


0,3 


70 


0,3 


71 


0,3 


73 


0,3 


72 


0,3 


•71 


0,3 


•7(1 


U , J 


£. O 
So 


O , 3 


69 


0,3 


71 


0,3 


70 


0,3 


71 


0,3 


69 


0,3 


68 


0,3 


70 


0,3 


68 


0,3 


71 


0,3 


71 


0,3 


72 


0,3 


70 


0,3 


68 


0,3 


70 


0,3 



356 



» I 1 

t 

' DE 195 25 221 Al 

i i . . ~ ■ > • • 

. • . Tabelle345 

I ' . ' 1, ' ' ■■ . .i 

I ,, 1 • ' i 'i , • 1 . | i 

Beispiel Monomer der 1 allgemeinen Lichtdurch- i Atzrate ■ 1 
Formel (2) im Copolymer ' lassigkeit- (Relativ- s 
i , keit (1 wert) ' 



III-352 


Mentihylacrylat • > 


70 


',0-3 


1 | 


III-353 


CifcroheHvlacrvlafc 1 


i, 1 71 


• 0 3, 




III-354 


Pinocaincilivl alcrvlat 


' ' .73 ' 


1 0 3 1 


15 


III-355 


Geranvlacrvlat 




i . I 

O 3 


III-356 


Fenclivlacrvlat 


1 70 


0 3 ' 




T1T-357 


Xi C i. Jr X QwX. jr X CL l» 


i 

i 70 


0 3 


20 


III-358 


Bomvl acrvl l( at 


71 




III-359 




t 

73 


ft *a 




TTT— 360 

JL JL J. J UU 


Jt JLAiy -1. CI Vm»x. jr Xvl U 


' 79 


U / .9 


25 


III— 361 


«.&*-#a.x. my lauj. jr JL a. c 


71 i 

I 


ft *a 




III-362 


Fai*nesvl acT^lat 

x QXiicojrXQvXjr XCib 


70 


n 

U f J 


i 


TTT- 363 

JL JL JL *J W W 


x^a uDOiiuiy xaL»L y xa u \ 


£Q 
Oo 




30 


III— 364 


iiciuiiujrxav^Lyxau 




ft i 




_L X. JL J Q^l 




/ X 


ft "5 




TIT— 366 


^aujLiijf xaui y xau 


7in 
/ u 


ft *3 


35 


TTT- 367 

X. X> -1- W L? / 


jmaiiwijxuwLyxau 


*71 

/ JL 


ft 




III— 368 


fiUUCOlUJr X- CIL^X. jf JLCi w* 


OS* 


ft ^ 






uearyxacryxat 


OO 


0/3 


40 


III-370 


Gua j y lacry 1 at 


70 


0,3 




III-371 


Kessoglykoxylacrylat 


68 


0,3 




III-372 


Phytylacrylat 


71 


0,3 


45 


III-373 


Scl ary 1 aery 1 at 


71 


0,3 




III-374 


Manylacrylat 


72 


0,3 




III-375 


Hinokylacrylat 


70 


0,3 


50 


III-376 


Ferruginylacrylat 


68 


0,3 




III-377 


Totarylacrylat 


70 


0,3 




III-378 


Sugylacrylat 


70 


0,3 


55 



Hierbei zeigte es sich, daB die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 
0,15 \im mdglich war. 60 

Beispiel III-379 bis Beispiel IIM32 

Das Vorgehen in den Beispielen 111-55 bis IIM08 wurde wiederholt, wobei jedoch das in Synthesebeispiel III-5 
erhaltene Geranyldimethylsulfoniumtriflat als Photosauregenerator verwendet wurde. Dabei wurden chemisch 65 
verstarkte Resists erhalten, die auf ihre Eigenschaf ten hin untersucht wurdea 

Die erhaltenen Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 346 und 347 zusamraengefaBt Die angegebenen 
Atzraten sind auf diejenige von PMMA bezogen. 
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i ; Tabelle346 

l ' . , I • 

t ' I 

Beispiel Monomer der allgemeinen Lichtdurch- Atzrate 

Formel (2) im Copolymer lSssigkeit- (Relativ- 

keit (1 wert) 



10 III-379 Menthylmethacrylat 

1 i 

III-380 Citronelly lmethacry lat 

1 1 1- 3 8 1 Pinocamphy lmethacryr at 

III-382 Geranylmethacrylat 

1 1 1 - 3 8 3 Fenchy lmethacry 1 at 

I IT - 3 8 4 Nery Ime thacr y 1 at 

1 1 1 - 3 8 5 Bor ny lme thacry 1 at 

1 1 1- 3 8 6 Cinery lmethacry 1 at 

II I- 3 8 7 Piny lmethacry lat 

III-388 Ascaridylmethacrylat 

1 1 1 - 3 8 9 Farnesy lmethacry lat 

^ III-390 j Patschulylmethacrylat 

III-391 Nerolidylmethacrylat 

1 1 1 - 3 9 2 Car oty lmethacry 1 at 

35 III-393 Cadinylmethacrylat 

III-3 9 4 Lancylmethacrylat 

III-395 , Eudesmylmethacrylat 

40 1 1 1 - 3 9 6 Cedry lme thacry 1 at 

III— 397 Gua j y lme thacry lat 

III-3 9 8 Kessoglykoxylmethacrylat 

45 II I- 3 9 9 Phyty lme thacry lat 

III-400 Sclarylmethacrylat 

I I I - 4 0 1 Many lme thacr y 1 at 

so in-402 Hinoky lmethacry lat 

III— 40 3 Ferruginy lmethacrylat 

III-404 Totarylmethacrylat 

55 II 1-4 0 5 Sugy lmethacry 1 at 



70 


0,3 


70 


0,3 


71 


0,3 


73' 


,°' 3 


69 


0,3 


70 


0,3 


70 


0,3 




0,3 


73 


0,3 


72 


0,3 


71 


0,3 


70 


0,3 


68 


0,3 


69 


0,3 


71 


0,3 


70 , 


0,3 


71 


0,3 


69 


0,3 


68 


0,3 


70 


0,3 


68 


0,3 


71 


0,3 


71 


0,3 


72 


0,3 


70 


0,3 


68 


0,3 


70 


0,3 



60 



65 
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1 i 

' ■ i 



Beispiel 


Monoiner der allgemeinen 
, i Fonnel ( 2 ) im Copolymer 


Lichtdurch- 
, lSssigkeit- 
keit (1 /xm)% 


Xtzrate 
| (Relativ- 
wert) , 


5 


i 

TTT— 406 

X X X *X \J KJ 


i 

Menthvlacrvlat 


70 


0,,3 


10 


TTT-407 , 

X X X t w / | 


V* X 1 » i UllCXXjr XClwX jr X W j 


71 

'f x 


0 3 




III— 408 


P inocamnlivlacirvx at 


73 


0*3 


15 


TIT— 409 


G^Tanvlacrvl at 

VJv> X wi» A X jr XU^^X Jf X wfc w 


69 


i 0 - 3 


III-410 


FenciiVxac2rvl at 


70 


0,3 






Neirv !L acr vX at 


70 


0.3 


20 


TTT-4 1 2 

XXX ** X 


Bornvlacifvlat 


71 


0-3 


111-413 

XXX IX J 


Ci nervl acrvl at 

x x icx jr xuwj. jr xu w 


73 
* 


0 - 3 




TTT— 414 
XXX tit 

1 


X XI XJf XuwX jf X U W 


72 


0 3 1 


25 


TTT— Al R 

X XX 4lO 


^e/*<a v*i \r1 ^ «iw>1 q+* 

AscariQyxauryiau 


/ X 








raxnesyiauxyxau 


7ft 


n i 




TTT— Al *7 1 
xxx— *±x / 'i 


rats CliU X y lacry X ql 


£ft 
o© 


n i 
U,.5 


30 


TTT— A 1 ft 


in eroxiuyiacryiat 


OS* 


ft ^ 




X T T A 1 Q 


Uarotyiacryiau 


■71 
/I 


ft *> 




TTT-AOn 


L»aUinyxaCryiaL 


/ u 


n i 


35 


TTT„/ O 1 

lJ.l"tzi 


Lancyiacryj. at 


*71 1 


o ^ 

U * «9 




XXX ft 


jjuucoiuyxacryiaL 


D? 






TTT— AO 


^euxyiacryiaw 


A A 
OO 




4U 


TTT— AO A 
xxX *t ^ ** 


viua jy xauivy xdu 


7ft 


ft 1 




TTT — A OR 
xx i ** 


j\6SSu^xyjvoxyxaCxyiaw. 


Aft 
DO 


ft 




TTT— AOS 
xxx ■* » w 


x liy uy xaL^x y xct u 


71 


ft ^ 


45 


III— 427 


Sc 1 ar y 1 aery 1 at 


71 


0,3 




III-428 


Manylacrylat 


72 


0,3 




III-429 


Hinokylacrylat 


70 


0 # 3 


50 


III-430 


Ferruginylacrylat 


68 


0-3 




III-431 


Totarylacrylat 


70 


0 # 3 




III-432 


Sugylacrylat 


70 


0 # 3 


55 



Hierbei zeigte es sich, daB die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 
0,1 5 Jim mbgiich war. 60 

Synthesebeispiel III-6 

Die in Synthesebeispiel III-l beschriebenen Verfahren wurden wiederholt, wobei jedcx:h Menthylmercapto- 
methan durch dieselbe Menge Fenchylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Fenchyldimethylsulfonium- 65 
triflat erhalten. 
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Beispiel I1M33 bis BeispieIlil-486 



Das Vorgehen in den Beispielen III- 1 bis 111-54 wurde wiederholt, wobei jedoch das in Synthesebeispiel III-6 
erhaltene Fenchyldimethylsulfoniumtriflat als Photos&uregenerator verwendet wurde. Dabei wurden chemisch 
verstarkte Resists erhalten, die aiif ihre Eigenschaften bin untersucht wurden. t * 

Die erhaltenen Ergebnisse sind in den folgehden Tabellen 348 und 349 zusammengefaBt Die angegebenen 
Atzraten sind auf diejenige von PMMA bezogen. , , 



Tabelle348 



10 
15 


Beispiel 


, i 1 

i 'i< 
Monomer der allgemeinen 

■ i i 1 


• 

Lichtdurch- 

1. 1 51 0 ft ■§ /yip A Am ^_ 

1 laSSlgAeit" 

keit (l /im)% 

■ 


Xtzrate 
\ Re J. at iv— 

wert) 1 

i 




: 

III-433 


■ , » i ' . ' 

Menthy Imethacrylat 


\ 

1 

, 70 


i 

, 0,3 


20 


III-434 


Ci trqnel lylmethacrylat 
Pinocamphylmethacryrat 


70 


0,3 




III-435 


71 


0,3 




III-436 


Ger any imethacrylat 


73 


0,3 


25 


III-437 


Fenchy Imethacrylat 


69 


0,3 




III-438 


Nerylmethacrylat ( 


i 70 


0,3 




III-439 


Bornylmethacrylat 


70 


0,3 


III-440 


Cinery Imethacrylat 


71 


0,3 




III-441 


Piny Imethacrylat 


73 


0,3 




III-442 


As car idy lmethacry iat 


72 


0,3 


35 


III-443 


Farnesylmethacrylat 


71 


0,3 




III-444 


Patschuly lmethacry 1 at 


70 


0,3 


40 


III-445 


Nerolidylmethacrylat 


68 


0,3 


III-446 


Caroty Imethacrylat 


69 


0,3 




III-447 


Cadiny Imethacrylat 




0,3 


45 


III-448 


Lancy Imethacrylat 


70 


0,3 




III-449 


Eudesmy Imethacrylat 


71 


0,3 




III-450 


Cedry lmethacry 1 at 


69 


0,3 


50 


III-451 


Guajyliaethacrylat 


68 


0,3 




III-452 


Kessoglykoxy Imethacrylat 


70 


0,3 




III-453 


Phyty Imethacrylat 


68 


0,3 


55 


III-454 


Scl ary lmethacry la t 


71 


0,3 




III-455 


Many Imethacrylat 


71 


0,3 




III-456 


Hinoky Imethacrylat 


72 


0,3 


60 


III-457 


Ferruginy Imethacrylat 


70 


0,3 




III-458 


Totary Imethacrylat 


68 


0,3 




III-459 


Sugylmethacrylat 


70 


0,3 
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Tabelle349 , \ 

\ „ | ' ; ' , - 

Beispiel Monomer der allgemeinen Lichtdurch- i Xtzrat 

Formel (2) im Copolymer • ISssigkeit- (Relativ- 
i • keit (1 jm)% wert) 1 



III-460 


Menthylacrylat 1 ■ 


70 




III-461 


c}.trohellyI acrylat . ■ 




0 # 3 1 


III-462 


Pinocamphyiacrylat 


' ' -,7i ' 

J 1 


' 0,3 


III i -463 


Geranylacrylat 


< ' 69' 

| . 


O 3 


111*464 


Penchvlacuvlat 


1 70 


O 3 


III-465 


Nervlacrvlat 


1 

1 70 


i 

O 3 


III-466 


Born v 1 a crvlit 


71 

9 JL 


O 3 


III-467 


Cinervl acir viat 


t 

73 


O 3 


III-468 


Pinvlacrvlat 


t 

72 


n 3 


III— 469 


Ascaridvlacrvl at 

noyai xuj JL dvL jr JL CI W 


71 i 




TTT-470 


Parnftsvi arrvl at 


i / vv 




TIT— 471 

A J- JL "X / J* 


^a +Lcjr , »Viii 1 vl anrvl at i 


DO 


0,3 


-L J- J- *T / 


«cl ujl jluj JLdv^x. yiau 


O? 


U / J 


TTT-A77 
ill f± / -3 


LaruuyiaCryiau 


•71 

7X 


0/3 


X JL JL *± / ** 


L*auxxiyiaLyiryiau 


"7rt 


0 f 3 


TTT— 475 




/ X 


U / J 


III-476 


Eudesnvl actvl at 

UUUCOIUJ JL U.V^«J_ V JL CL w 


OS* 


n i 


TTT-A77 

111 *± f £ 


L*cLixyxauryxaL 


Do 


0,3 


III-478 


Guajylacrylat 


70 


0,3 


III-479 


Kessoglykoxylacrylat 


68 


0,3 


III-480 


Phyty 1 acrylat 


71 


0,3 


III-481 


Sclarylacrylat 


71 


0,3 


III-482 


Manyl acrylat 


72 


0,3 


III-483 


Hinokylacrylat 


70 


0,3 


III-484 


Per ruginy 1 acr y 1 at 


68 


0,3 


III-485 


Totaryl acrylat 


70 


0,3 


III-486 


Sugylacrylat 


70 


0,3 



Hierbei zeigte es sich, dafi die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 
0,15 urn mdglich war. 

Beispiel III-487 bis Beispiel III-540 

Das Vorgehen in den Beispielen 111-55 bis IIM08 wurde wiederholt, wobei jedoch das in Synthesebeispiel III-6 
erhaltene Fenchyldimethylsulfoniumtriflat als Photosauregenerator verwendet wurde. Dabei wurden chemisch 
verstarkte Resists erhalten, die auf ihre Eigenschaften bin untersucht wurden* 

Die erhaltenen Ergebnisse sind in den folgenden Tabellen 350 und 351 zusammengefaBt Die angegebenen 
Atzraten sind auf diejenige von PMMA bezogen. 
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i Tabelle350 

i , 

Beispiel Monomer der allgemeinen 
Formel (2) im Copolymer 



111-4,87 

III-488 

III-489 

III-490 

111-491 

III-492 

III-493 

III-494 

III-495 

III-496 

III-497 

III-498 

III-499 

III-500 

III-501 

111-502 

III-503 

III-504 

III-505 

III-506 

III-507 

III-508 

III-509 

III-510 

111-511 

III-512 

III-513 



Menthylinethacrylat 

Citronellylmethacryl'at 

Pinocamphylmethacryrat 

Geranylmethacrylat 

Fenchylmethacrylat 

Nerylmethacrylat 

Bornylmethacrylat 

Cinerylmethacrylat 

Pinylmethacrylat 

Ascaridylmethacrylat 

Farnesylmethacrylat 

Patschulylmethacrylat 

Nerolidylmethacrylat 

Carotylmethacrylat 

Cadinylmethacrylat 

Lancylmethacrylat 

Eudesmylmethacrylat 

Cedrylmethacrylat 

Gua jylmethacrylat 

Kessoglykoxylmethacrylat 

Phytylmethacrylat 

Sclarylmefchacrylat 

Manylmethacrylat 

Hinokylmethacrylat 

Perruginylmethacrylat 

Totarylmethacrylat 

Sugylmethacrylat 



Al 



Lichtdurch- Atzrate 
lassigkeit- (Relativ- 
kext (l ^m)% wert) 



70 


0,3 


70 


0,3 


71 


0,3 


73 


0,3 


69 


0,3 


70 


0,3 


70 


0,3 


71 


0,3 


73 


0,3 


72 


i 

0,3 


71 


0,3 


70 


0,3 


68 


0,3 


69 


0,3 


71 


0,3 


70 , 


0,3 


71 


0,3 


69 


0,3 


68 


0,3 


70 


0,3 


68 


0,3 


71 


0,3 


71 


0,3 


72 


0,3 


70 


0,3 


68 


0,3 


70 


0,3 



60 
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i i . . I • , • • 

,; Tabelle351 

i •. , ' 1,, " ' •, . .i ' . 

' ' ' ■' ■ . ' ' 

Beispiel Monomer der allgemeinen Lichtdurch-r , Atzrate 

Formel (2) im Copolymer, i lassigkeit- (Relativ- s 



keit (1 wert) 



III- 


-514 


Meivtihy 1 aery la t 


III- 


-515 


Cjitronellylacrylat 1 . 


III- 


-516 


Pinocamphylacrylafc 


III- 


-517 


Geranylacrylat 


III- 


-518 


Penchylacrylat 


III- 


-519 


Nervlacrviat 


III- 


-520 


Bomy 1 aery 1 a t 


III- 

J- x> J- 


-521 


C i n e irv 1 a c jtv 1 a t 


III- 


-522 


Pinvlacrvlat 


III- 

X -I. X 


-523 


A s ca T" i d\rl. a crvl at 


TTT- 
x j. x 


-524. 

3 A *X 


Parnesvlacrvlat 


TTT. 
X J- X 


.COR 

*J ^ «J 


ra Laoiiuiy ±aui y xa t. < 


TTT- 
XXX 


mJ £* W 


Nprol "idvl acrvlat 

AH CX W X AWiY XQ.WX j XO W 


TTT- 
XXX 


•j ^ / 


uaiu uyxdur yia t— 


TTT- 

XXX 


O A O 


\#auxiij lauj. y xchl. 


TTT. 
XXX 


W A ^ 


I tCI ilwj JLQ^JL jf X CI I— 


III- 


-530 


Eudesnivlacrvlat 


TTT« 
xxx- 




v^eaxjr lacryiau 


iii- 


-532 


Guajylacrylat 


iii- 


-533 


Kessoglykoxylacrylat 


iii- 


-534 


Phytylacrylat 


iii- 


-535 


Sclarylacrylat 


iii- 


-536 


Manylacrylat 


iii- 


-537 


Hinokylacrylat 


iii- 


•538 


Ferruginylacrylat 


iii- 


-539 


Totarylacrylat 


iii- 


•540 


Sugylacrylat 



10 



70 


,0.3 


• 1 


71 ' 

/ X 






73 ' 
69 


1 0,3 1 

1 0 3 ' 

* i , . 


1 , ' 

15 


70 


O 3 ' 




7fi 




20 


/ X 






t 

/J 


0,3 




i 

•7 o 


U , 3 


25 


71 i 


P r 3 




70 


0,3 


I 


68 


0,3 


30 


69 


0 , 3 




71 


0,3 




70 


0,3 


35 


71 


0,3 




69 


0,3 




68 


0,3 


40 


70 


0,3 




68 


0,3 




71 


0,3 


45 


71 


0,3 




72 


0,3 




70 


0,3 


50 


68 


0,3 




70 


0,3 




70 


0,3 


55 



Hierbei zeigte es sich, daB die Ausbildung eines Linien- und Zwischenraummusters einer Linienbreite von 
0,15 ^mmdglich war. u 60 

Verschiedene Arten von Photosauregeneratoren wurden synthetisiert, urn sie zur Herstellung von chemisch 
verstirkten Resists entsprechend den Beispielen IIM bis 111-54 und den Beispielen 111-55 bis III- 108 zu verwen- 
den. AnschlieSend wurde die Durchlassigkeit eines jeden so hergestellten Resists fUr einen ArF-Excimerlaser- 
strahl ermittelt. Hierbei zeigte es sich, daB jeder dieser Resists eine Lichtdurchiassigkeit fttr Licht einer Wellen- 
lange von 193 nm nach Umrechnung auf eine Filmdicke von 1 nm im Bereich von 60—75% aufwies. Ferner 65 
wurde festgestellt, daB bei jedem Resist ein Linien- und Zwischenraummuster einer Linienbreite von 0,15 pm 
gebildet werden konnte. 

Die Synthese dieser Photosauregeneratoren erfolgte in der in den folgenden Synthesebeispielen III-7 bis 
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111-30 dargestelltenWeise. ' ' , 

, SynthesebeispielIII-7 

5 Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Nerylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Neryldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

, ' f t ' 

Synthesebeispiel III-8 i 

to Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Bo rnylme reap tome than ersetzt wiirde. Dabei wurde Bornyldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

i 1 

> Synthesebeispiel III-9 , , 

i , i ' 

15 Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 

dieselbe Menge Cinerylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Cineryldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

i 1 i 

Synthesebeispiel HMO 

20 Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Pinylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Pinyldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel III-l 1 

25 Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch "Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Ascaridylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Ascaridyldimethylsulfoniumtriflat erhal- 
ten. 

1 Synthesebeispiel 111-12 

30 I 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Farnesylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Farnesyldimethylsulfoniumtriflat erhal- 
ten. 

35 Synthesebeispiel 111-13 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Patschulyldimercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Patschulylmethylsulfoniumtriflat er- 
halten. 



40 



Synthesebeispiel 111-14 



Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Nerolidylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Nerolidyldimethylsulfoniumtriflat erhal- 
45 ten. 

Synthesebeispiel III-l 5 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
so dieselbe Menge Carotylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Carotyldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel 111-16 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
55 dieselbe Menge Cadinylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Cadinyldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel 111-17 

Das Verfahren- von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
60 dieselbe Menge Lancyimercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Lancyldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel 111-18 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
65 dieselbe Menge Eudesmylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Eudesmyldimethylsulfoniumtriflat er- 
halten. 
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Synthesebeispiel III- 19 

' . ■ ; 

l Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptoniethan durch 
dieselbe Menge Cedrylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Cedryldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

, I » , i 1 t , 5 

i Synthesebeispiel IU-20 ( 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Guajylmercaptornethan ersetzt wurde. Dabei wurde Guajyldimethyisuifoniumtriflat erhalten. 

10 

> ' Synthesebeispiel 111-21 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Kessoglykoxylmercap tome than ersetzt wurde. Dabei wurde Kessoglykoxyldimethylsulfonium- 
triflat erhalten. ' i , i is 

■ 1 t 

Synthesebeispiel 111-22 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Phytylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Phytyldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 20 

Synthesebeispiel IH-23 

Das Verfahren von Synthesebeispiels III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Sclarylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Sclaryldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 25 

Synthesebeispiel 111-24 

1 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Manylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Manyidimethylsulfoniumtriflat erhalten. 30 

Synthesebeispiel 111-25 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Hinokylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Hinokyldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 35 

Synthesebeispiel 111-26 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Ferruginylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Ferriiginyldimethyisulfoniumtriflat 40 
erhalten. 1 

Synthesebeispiel 111-27 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 45 
dieselbe Menge Totarylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Totaryldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel IU-28 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 50 
dieselbe Menge Sugylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Sugyldimethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Synthesebeispiel 111-29 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 55 
dieselbe Menge Menthylmercaptomethan ersetzt wurde. Dabei wurde Dimenthylmethylsulfoniumtriflat erhal- 
ten. 

Synthesebeispiel HI-30 

GO 

Das Verfahren von Synthesebeispiel III-l wurde wiederholt, wobei jedoch Menthylmercaptomethan durch 
dieselbe Menge Menthyljodid ersetzt wurde. Dabei wurde Trimenthylmethylsulfoniumtriflat erhalten. 

Wie oben ausgefQhrt, ist es erfindungsgemaB mdglich, ein lichtempfindliches Material bereitzustellen, das eine 
sehr geringe Absorption ftir Licht kurzer Welleniangen aufweist und sich beztiglich Trockenatzbestandigkeit 
auszeichnet. Neben diesen Merkmalen zeichnet sich das erfindungsgem&Be lichtempfindliche Material beztiglich 65 
W&rmebest&ndigkeit und Haftung an Substrat aus. 

Folglich laBt sich unter Verwendung eines erfindungsgemdDen licht empfindlichen Materials ein prazis ge- 
formtes feines Muster in der Grdfienordnung von 0,25 |xm ausbilden. 
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■ ; , 

Das rfindungsgemaBe lichtempfindliche Material eignet sich insbesondere zur Ausbtldung eines Musters 
unter Verwendung eiries KrF-Excimerlaserstrahls und eines ArF-Excimerlaserstirahls. Ferner eignet es sich 
jedoch auch zur Ausbildung eines Musters unter Verwendung yon i-Linien-Strahlung, tiefer UV-Strahlung, 
Elektronenstrahlung und Rdntgenstrahlung. Folglich kann das erfindungsgemaBe lichtempfindliche Material in 
wirksamer Weise in der Lithographic bei der Herstellung von Halbleitervorrichtungen verwendet werden. Es 
besitzt folglich industrielle Anwendbark it 1 1 1 ' i 

• i i .1 ■ 1 ii ' 

PatentansprQche , 1 1 ( 

1. Lichtempfindliches Material, dadurch gekennzeichnet, daB es eine Verbindung mit einem Terpenoid- 
Skelett enthalt i . ., . l 

Z Lichtempfindliches Material nach Anspruch l, ( dadurch gekennzeichnet, daB das Terpenoid-Skelett eine 
einwertige Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1): , 
Formel(l) i , i \ ' 1 , i I | 




worin bedeuten: , , , , 

R ein Wasserstoffatom oder eine einwertige Kohlenwasserstoffgruppe und 

R 1 (die gleich oder voneinander verschieden sein kdnnen) einzeln jeweils ein Wasserstoff- oder Halogen- 
atom oder eine KLohlenwasserstoff-, HydroxyU, Alkoxy-, Amino-, Imid-, Amid-, Sulfonyl-, Carboxyl-, Carbo- 
nyl- oder Sulfonamidgruppe, wobei zwei benachbarte Rest R l zusammen einen geschlossenen Ring bilden 
kdnnen, beinhaltet. 

3. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindung mit einer 
einwertigen Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe aus einem als Harzgrundlage dienenden und von 
mindestens einer Monomerverbindung der allgemeinen Formel (2) und/oder (3): 
Forme! (2) 



\ R 3 
O 

worin bedeuten: 

R 3 eine organische Gruppe mit einer Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel 
(l)und 

R 4 eine Alkyl-, Carboxyl- oder Alkoxycarbonylgruppe oder ein Halogen- oder Wasserstoffatom; 
Formel (3) 



worin R 5 und R 6 fUr eine einwertige organische Gruppe oder ein Wasserstoffatom stehen und mindestens 
einer der Reste R 5 und R 6 eine Menthylgruppe oder eine Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1) 
umfaBt,herrQhrenden Polymer besteht 

4. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindung mit einem 
Terpenoid-Skelett eine mit einer Saure zersetzbare oder vernetzbare Gruppe enthalt und mit einem 
Photosauregenerator gemischt ist 

5. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Harzgrundlage aus einem 
von einer Monomerverbindung mit einer durch eine Saure zersetzbaren und vernetzbaren Gruppe der 
allgemeinen Formel (4): 
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Forrael(4) 

Rl4 



(...) 



I • , ill 

1 ■ I 




o 



. R 13 



worin R 13 fflr eine einwertige organische Gruppe steht und R u eine Alkylgruppe oder ein Halogen- oder « to 
Wasserstoffatom darstellt, 1 ( , .' '■ ■ 1 1 

und einer Monomerverbindung der allgemeinen Forme) (2) oder (3) herrflhrenden Copolymer oder einem 
aus einer Monomerverbindung mit einer durch eine S&ure zersetzbaren oder vernetzbaren Gruppe der 
allgemeinen Formel (3) herrflhrenlderi Polymer besteht und mit einem JPhotosWegeneratol- gemischt ist I 

6. lichtempfindliches Material nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB das die Harzgrundlage is 
bildende Copolymer oder Polymer ( eine vori einer Monomerverbindung mit einer alkalildslichen Gruppe 
herrflhrende Einheit umfafit t ^ i 

7. Lichtempfindliches Material riach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei dem Photos&ure- 
generator um eine Verbindung mit einem Naphthalinskelett handeli 

8. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbindung mit dem 20 
Terpenoid-Skelett eine alkalildslicrie Gruppe enth&lt und mit einem Ldslichkeitsinhibitor und einem Photo- 
s&uregenerator gemischt ist 11 '' , 1 

9. Lichtempfindliches Material riach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Harzgrundlage aus einem 
von einer Monomerverbindung mit einer alkalildslichen Gruppe und einer Monomerverbindung der allge- 
meinen Formel (2) oder (3) herrflhrenden Copolymer oder einem von einer Monomerverbindung mit einer 25 
alkalilaslichen Gruppe der allgemeinen Formel (3) herrflhrenden Polymer besteht und mit einem Ldslich- 
keitsinhibitor und einem Photos&uregenerator gemischt ist 

1 0. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei dem Ldslichkeits- , 
inhibitor um eine Verbindung mit einer durch eine SSure zersetzbaren funktionellen Gruppe handelt und 
daB die als Ergebnis der Zersetzung erhaitlichen Produkte die FHhigkeit zur Erzeugung von — 0(C«0)— , 30 
— OS(»0)2 oder — O— in Gegenwart einer alkalischen Ldsung besitzen. 

1 L Lichtempfindliches Material nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei dem Photos&ure- 
generator um eine Verbindung mit einem Naphthalinskelett handelt 

12. Lichtempfindliches Material, dadurch gekennzeichnet, daB es eine Verbindung mit einer durch eine 
SSure zersetzbaren oder vernetzbaren funktionellen Gruppe als Harzgrundlage und eine Verbindung mit 35 
einem Terpenoid-Skelett als Photos&uregenerator enth&lt 

13. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB das Terpenoid-Skelett eine 
einwertige Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1): 

Formel (1) 

40 



45 



50 



worin bedeuten: 55 
R ein Wasserstoffatom oder eine einwertige Kohlenwasserstoffgruppe und 

R 1 (die gleich oder voneinander verschieden sein kdnnen) einzeln jeweils ein Wasserstoff- oder Halogen- 
atom oder eine Kohlenwasserstoff-, Hydroxyl-, Alkoxy-, Amino-, Imid-, Amid-, Sulfonyl-, Carboxyl-, Carbo- 
nyl- oder Sulfonamidgruppe, wobei zwei benachbarte Reste R 1 zusammen einen geschlossenen Ring bilden 
kannen, einschlieBt 60 

14. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei dem Photosftu- 
regenerator um ein Sulfoniumsalz oder Jodoniumsalz jeweils mit einer Menthylgruppe oder Menthylderi- 
vatgruppe handelt 

15. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB die Harzgrundlage aus 
einem von einer Monomerverbindung mit einer durch eine S&ure zersetzbaren oder vernetzbaren funkti - 65 
nellen Gruppe der allgemeinen Formel (4): 

Formel (4) 
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i 1 

worin R t3 fttr eine einwertige organische Gruppe steht und R 14 eine Alkylgruppe oder ein Halogen- oder 
Wasserstof fatom darstellt, 
io herruhrenden Polymer besteht 

16. ( Lichtempfindliches Material nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB die Harzgrundlage aus 
einem von einer Monomerverbindung mit einer durch eine S&ure zersetzbaren und vernetzbaren Gruppe 
der aligemeinen Formel (4): 

F;ormel(4) , 1 



20 




worin R 13 fQr eine einwertige organische Gruppe steht und R 14 eine Alkylgruppe oder ein Halogen- oder 
Wasserstof fatom darstellt, 

25 und einer Monomerverbindung der aligemeinen Formel (2): ' 

Formel (2) 1 



o 

35 worin bedeuten: 

R 3 eine organische Gruppe mit einer Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der aligemeinen Formel 
(1): 

Formel (1) 




worin bedeuten: 

55 R ein Wasserstof fatom oder eine einwertige Kohlenwasserstoffgruppe und 

R 1 (die gleich oder voneinander verschieden sein kdnnen) einzeln jeweils ein Wasserstoff- oder Halogen- 
atom oder eine Kohlenwasserstoff-, Hydroxyl-, Alkoxy-, Amino-, Imid-, Amid-, Sulfonyl-, Carboxyl-, Carbo- 
nyl- oder Sulfonamidgruppe, wobei zwei benachbarte Reste R 1 zusammen einen geschlossenen Ring bilden 
kdnnen, und 

6o R 4 eine Alkyi-, Carboxyl- oder Alkoxycarbonylgruppe oder ein Halogen- oder Wasserstoffatom, oder der 

aligemeinen Formel (3) 
Formel (3) 
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worin R 5 und R 6 ftlr eine einwertige organische Gruppe oder ein Wasserstoffatom stehen und mindestens 
einer der Reste R 5 und R 6 eine Menthylgruppe oder eine Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel(l) 
umfafit, herrtthrenden Copolymer oder einem von einer Monomerverbindung mit einer durch eine S&ure io 
zersetzbaren oder vernetzbaren funktionellen Grippe der allgemeinen Formel (3) herrOhrenden Polymer 
besteht . 

17. Lichtempfindliches Material nach Ansprych 16, dadurch gekennzeichnet, daB das die Harzgrundlage 
bildende Copolymer oder Polymer eine von einer Monomerverbindung mit einer alkalildslichen Gruppe 

, herriihrendeEinheitumfaBt ' ' , 15 

18. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daB es zusatziich eine Verbin- 
dung mit einer durch eine S&ure zersetzbaren funktionellen Gruppe enth&It und die als Ergebnis der 
Zersetzung erhaitlichen Produkte die F&higkeit zur Erzeugung von — 0(C«0)— , — OS(=0)2 oder — O— 
in Gegenwart einer alkalischen Ldsung besitzen. 

19. Lichtempfindliches Material, dadurch gekennzeichnet, daB es eine Verbindung mit einer alkalildslichen 20 
Gruppe als Harzgrundlage, einen L5slichkeitsinhibitor und eine Verbindung mit einem Terpenoid-Skelett 

als Photos&uregenerator enthilt 

20. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daB das Terpenoid-Skelett eine 
-einwertige-Menthylgruppe^erMenthylderivatgruppederaUgemeinenFom , 

Formel (1) 1 ' 25 



30 



35 



40 

worin bedeuten: 1 
R ein Wasserstoffatom oder eine einwertige Kohlenwasserstoffgruppe und 

R 1 (die gleich oder voneinander verschieden sein kdnnen) einzeln jeweiis ein Wasserstoff- oder Halogen- 
atom oder eine Kohlenwasserstoff-, Hydroxyl-, Alkoxy-, Amino-, Imid-, Amid-, Suifonyl-, Carboxyl-, Carbo- 
nyl- oder Sulf onamidgruppe, wobei zwei benachbarte Reste R 1 zusammen einen geschlossenen Ring bilden 45 
kdnnen, einschliefit 

21. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei dem Photosfiu- 
regenerator um ein Sulfoniumsalz oder Jodoniumsalz jeweiis mit einer Menthylgruppe oder Menthylderi- 
vatgruppe handelt 

2Z Lichtempfindliches Material nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei dem Ldslich- 50 
keitsinhibitor um eine Verbindung mit einer durch eine S&ure zersetzbaren funktionellen Gruppe handelt 
und daB die als Ergebnis der Zersetzung erhaitlichen Produkte die Fahigkeit zur Erzeugung von 
— 0(C«=0)— , — OS(=0)2oder — O— in Gegenwart einer alkalischen Ldsung besitzen. 
23. Lichtempfindliches Material nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daB die Harzgrundlage aus 
einem von einer Monomerverbindung mit einer alkalildslichen Gruppe und einer Monomerverbindung der 55 
allgemeinen Formel (2): 
Formel (2) 




worin bedeuten: 

R 3 eine organische Gruppe mit einer Menthylgruppe oder Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel 
(1): 
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Formel(l) 



..'1 




I 't 



worin bedeuten: 

R ein Wasserstoffatom oder eine einwertige Kohlenwasserstoffgruppe und i 
R (die gleich oder voneinander verschieden sein k6nhen) einzeln jeweils ein Wasserstoff- oder Halogen- 
atom oder erne Kohlenwasserstoff-, Hydroxyl-, Alkoxy-, Amino-, Imid-, Amid-, Sulfonyl-, Carboxyl-, Carbo- 
nyl- oder Sulfonamidgruppe, wobei zwei benachbarte Reste R 1 zusammen einen geschlossenen Ring bilden 
konnen,und \ t 

R * eine AlkyI-, Carboxyl- oder Alkoxycarbonylgruppe oder ein Halogen- oder Wasserstoffatom, oder der 
allgemeinen Formel (3): '■ 
Formel(3) 




40 



worm R 5 und R 6 fQr eine emwertige organische Gruppe oder ein Wasserstoffatom stehen und mindestens 
einer der Reste R 5 und R 6 eine Menthylgruppe oder eine Menthylderivatgruppe der allgemeinen Formel (1) 
umfaBt, herrUhrenden Copolymer oder einera von einer Monomerverbindung mit einer alkalildslichen 
Gruppe der allgemeinen Formel (3) herrQhrenden Polymer besteht 
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